Ing WOLFRAM FISCHER

Sowjetische Transistoren (25)

Germanium-npn-Legierungstransistoren

MI1 35 bis MI1 38 A Teil 1

Bei dieser Typenreihe handelt es sich um Bauelemente
mit npn-Zonenfolge, die sich fiir eine komplementdre Zu-
sammenstellung zu einem entsprechenden pnp-Typ fur
Vor- und Treiberstufen eignen. Der Hersteller propagiert
die Anwendungsgebiete NF-Eingangs-, Vor- und Treiber-
stufen sowie Schalteranwendung, wobei der MI136 A als
rauscharmer Typ angeboten wird.

Die mechanischen Abmessungen zeigt Bild 1. In Tafel 1
sind die Grenz- und Kenndaten zusammengestellt (ent-

Tafel 1: Grenz- und Kennwerte
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Bild 1: Mechanische

nommen aus TPAH3UCTOPLI, MAILIPHUBOPHH-
TOPT, MOCKBA), die jedoch nicht in jedem Fall die
wirklich erreichten Daten der Bauelemente wiedergeben.
AuBerdem zeigen die Bilder 2 bis 7 Kennlinien und Ab-
hangigkeiten nach Herstellerunterlagen.

Untersuchungsergebnisse

Die Stiickzahl der gepriiften Transistoren war fur reprd-
sentative Ergebnisse zu gering. Zur besseren Vergleich-
barkeit wurden die Bauelemente bei &hnlichen oder
gleichen Arbeitspunkten, wie sie fir die pnp-Serien glil-
tig sind, gemessen. In Tafel 2 sind die MeBpunkte und
die erhaltenen Werte mit ihren Streuungen zusammenge-
stellt. Daraus 1&Bt sich folgende Aussage ableiten.

Die Sperrspannungen und Reststréme werden mit Sicher-
heit eingehalten und liegen teilweise mit sehr groBem
Abstand zum Grenzwert. Obwohl der maximale Kollek-
torstrom nur 20 mA betréigt, besitzt die Typenreihe einen
sehr guten h-3|1A;=f(l(j)-Verlcuf (Bilder 8 und 9); aller-
dings steigen die Rest- bzw. Séattigungsspannungen
oberhalb von 50 mA dann auch an (Bilder 10 und 11).
Die im Bild 12 gezeigten Kennlinien korrelieren mit der
Typisierung und werden in Tabelle 2 bestatigt.

Der Rauschfaktor F liegt mit Ausnahme der Typen
MI137 und MII37 A im Mittel recht niedrig, so daB die
Bauelemente auch in Eingangsstufen eingesetzt werden
kénnen. Trotzdem ist aber eine vorherige Selektierung
empfehlenswert. Den normierten Verlauf des Rauschfak-
tors iiber dem Kollektorstrom zeigt Bild 13, wdhrend
Bild 14 in ebenfalls normierter Darstellung die Stromab-
héngigkeit der h-Parameter verdeutlicht.

Zu den Sperrspannungen ist zu bemerken, daB eine re-
lativ groBe Abhéngigkeit von den BasisabschluBbedin-
gungen besteht, ein Punkt, der bei der Dimensionierung
beachtet werden sollte. Das Bild 15 stellt den normierten
Verlauf als Funktion vom AbschluBwiderstand Rpg dar.
Die Temperaturabhéngigkeit des lcgo (Bild 16) ist rela-
tiv gering. Da das gesamte Reststromniveau niedrig ge-
nug liegt, sind Oberfléchenfehler nicht zu erwarten.

Zusammenfassung

Die Transistoren MIT35 bis MIT38 A halten die Daten-
blattangaben ein und besitzen oft groBe Sicherheitsab-
stande. Rauscharme Exemplare sind jedoch auszumessen,
da keine engere Tolerierung von seiten des Herstellers
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Tafel 2: MeBwerte

Parameter  Arbeitspunkt MII 35 MIT 36 A MIT 37 MIT 37 A MIT1 37 B MI1 38 MIT 38 A
min  typ max|min typ max| min typ max|min  typ max|min typ max|min typ  max|min typ  max
Ues inV, le =50 A |30 70 86 |40 70 80 |20 60 80 |44 60 73 |54 65 72 |25 60 63 |25 60 68
Ugp in 'V, lg =50 uA |50 70 90 |40 70 80 |22 70 85 |46 70 93 |65 75 80 |42 60 65 |57 65 80
Ucgr in V, le=1mA |33 70 80 |45 70 78 |22 75 82 |57 70 82 |58 70 77 |28 60 67 |27 70 74
Rpgr = 1 kQ
Uggo in V, fc =200 A |20 40 45 |30 45 50 |27 45 56 |30 50 60 |40 45 54 |20 45 49 |20 35 45
Ieo in uA,  Uep =5V 5,2 53 67 |5 6 8 5 %5 1 |4 51 94 |5 56 6.8 (52 85 6 37 5 73
lcgo in wA, Ueg =6V 52 93 110 | 47 64 110 |35 58 165 |38 52 66 57 86 110 |75 80 91 115 150 260
Igso in uA, Ugg=5V 27 32 44|25 35 43 |25 35 5 28 34 72 |33 38 41 (32 35 46 (32 35 42
legr in uA, U =20V - - = = o = 12 22 680 (11 14 600 |14 15 24 15 15 15 15 18 23
Rgr =1 kQ
legr in A, Ucgpg =30V 14 20 157 | — - = < |y = = A= = el R = — = — - = — —
lcgr in uA,  Ucg =40V = = — |14 22 140 |— — - = — — |= — PO o =3 e N |, o Tl
Rpr = 1 kQ
Ucesat in mV, lg =125 mA/| 100 134 190 | 132 144 200 |150 184 330 [134 184 300 | 144 184 200 (128 142 206 |112 128 200
Upgsat in V, Ig =12,5mA| 0,63 0,96 1 0.65 095 1,13|0,77 1,06 1.6 (0,76 1,18 1,4 08 1,1 1,7 (0,66 0,81 095068 1 13
Ucerest in mV, lg =125 mA | 450 500 620 | 460 500 730 |530 650 970 550 650 970 (550 650 720 |500 550 640 |470 500 640
hite in kQ 0,7 08 09 |06 0,7 08 (04 05 06 |04 05 06 |05 0,6 094|066 07 0,96]|1,2 13_ 2
hyze X 1074 lce=2mA |28 3,7 4 2,4 31 38 |2 26 9 2 24 4 2,4 44 52 (32 35 44 |52 56 8
hase in #S Ueg=6V 33 44 53 (26 40 a5 |22 42 73 |22 30 4 (3 37 55 |28 34 40 (43 50 64
hate 36 43 62 30 35 57 21 29 33 21 28 44 30 35 60 20 33 53 75 86 123
f# in kHz U =6V 24 76 100 |41 80 108 |32 72 130 (30 72 100 |50 72 110 |35 46 69 |30 46 60 /J*‘:-’
fr in MHz, le=2mA |24 58 86 (19 49 6 2 28 62 |14 25 4,4 |24 3,6 48 |2 27 34 |27 46 58 ;,’#
F in dB, Ucg =6V 3.5 37 20 (34 4 54 |4 85 30 |1.4 52 14 (36 42 45 (34 3.7 41 (33 39 16 ‘ﬂ
lc = 0,3 mA qé
Rg = 500
fmn =1 kHz

erfolgt. Die Bauelemente kénnen strommdBig stérker be-
lastet werden, als aus dem Datenblatt hervorgeht (je-
doch ohne Garantie des Verkdufers).

Die Typen kénnen mit pnp-Transistoren der
MIT 20/MIT 21 bzw.

Typen

GC 116-123 zu Komplementérpaaren

zusammengestellt werden.
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Ing. WOLFRAM FISCHER

Sowjetische Transistoren (26)

Germanium-npn-Legierungstransistoren

MII 35 bis MI138 A

Teil 2 und Schiuff

Halbleiterinformationen-75

Mitteilung
aus dem
VEB Kombinat Halbleiterwerk Frankfurt/O.
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Bild ;: Darstellung des Kollektorreststromes Icpo in Abhéngigkeit
von der Temperatur
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Bild 10: Darstellung der Restspannung Ucg rese in Abhdngigkeit
vom Kollektorstrom

drkung hyyp fir MI1 37 bis

20
: | |
07 700 107 102 03
Ic in mA ———=—
8
9
& — e
M0 37-38 J/ ~$
h275'f([c) » \Mn
Ge=1v. | |
60 2 f ,T*,,__ —
703

10
* F MIT 37-38 /M" 37
i = (I, |
5 UcE rest = f(Ig) /
< /
Z MIT 36A
"
//Mnasxae
e /
02|— e R
|
1
0
109 0! 102

radio fernsehen elektronik

Io in mA —m—

20 (1971) H. 2

45



46

MIT 35-38
UCE sat = f(Ic) 378

F hae =0 /37

Uog gqr in MV — e

00 w0? 102
Ip in mA —m—
Bild 11: Abhdingigkeit der Séttigungsspannung Ucp .. vom Kol-

lektorstrom I.. Die Bauelemente sind soweit iibersteuert, daB die
Stromverstdrkung H..: = 10 betrdgt
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Bild 12: Abhdngigkeit des Kollektorstromes von der Steuerspan-
nung fiir die Typen MII 35---38
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Bild 13: Normierte Darstellung des Rauschfaktors F iiber den Kol-
lektorstrom I -
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Bild 14: Normierte Darstellung der Hyvbridparameter in Emitter-
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Dipl.-Ing. PAUL MATUSCHEK

Fototransistor KP 101 von TESLA

Im Unterschied zur Silizium-Fotodiode 1 PP 75 handelt es
sich beim KP 101 um einen npn-Silizium-Fototransistor,
dessen pn-Ubergang zwischen Basis und Emitter lichtge-
steuert wird. Seine Eigenschaften werden am besten bei
Beleuchtungsstarken von einigen hundert bis einigen
tausend Lux genutzt.

Der Fototransistor KP 101 besitzt ein schwarz lackiertes
Glasgehduse, das an einem Ende mit einer Linse ab-
schlieBt (Bild 1). Das eigentliche System ist zu einem
Winkel, der an den (von beiden Anschliissen kiirzeren
und mit einem roten Punkt gekennzeichneten) Kollektor-
anschluB angeschweiBt ist, angelétet (Bild 2). Der Emitter
ist durch einen goldenen Draht mit dem EmitteranschluB
verbunden. Die Basis ist nicht herausgefiithrt. Die An-
schliisse diirfen in einer Entfernung von weniger als
3mm vom Rand des Gehduses nicht gebogen und auch
nicht unter 6 mm Lénge gekiirzt werden. Die Lo6tzeit be-

7
roter Farbpunkt 42x9

Kollektoranschiun

Bild 1: Gehduseabmessungen und Anschliisse
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Bild 3: MeBschaltung fiir Hell- und Dunkelstrommessung

Halbleiterinformationen-76

trdgt maximal 4s bei einer Léttemperatur von maximal
350 °C bei Warmeableitung mittels Flachzange.

Die Speicherzeit wird als Antwort des Fototransistors auf
einen Lichtimpuls einer Lumineszenzdiode gemessen; die
Intensitdt ist so groB, daB der Fototransistor unter defi-
nierten MeBbedingungen gerade die Sattigungsgrenze
erreicht.

Beim Messen des Hell- und Dunkelstroms wurde die Be-
leuchtungsstdrke mit Hilfe eines Luxmeters (Lichtquelle:
mit Wechselspannung u; gespeiste Wolframglihlampe
La, Farbtemperatur 2850 °K) am Ort des Fototransistors
FT auf 3200 Ix eingestellt (Bild 3).

Die Gleichspannung U, wird mit Hilfe von M; (Gleich-
spannungsvoltmeter der Genauigkeitsklasse 1,5) auf 6 V
eingestellt; der Hellstrom Ig_wird mit Hilfe von M,
(Gleichstrom-Milliamperemeter der Genauigkeitsklasse
1,5; der maximal zuléssige Spannungsabfall betragt 5%,
des kleinsten mit M; gemessenem Wert, sonst Korrektur
notwendig) gemessen. Bei Messung des Dunkelstroms
Ip muB anstelle des Milliamperemeters ein entspre-
chend empfindlicheres MeBgerdt benutzt werden.

Bei der Messung muB eine Erwdrmung des Fototran-
sistors von seiten der Lichtquelle verhindert werden.
Tafel 1 enthdlt Grenzwerte und Tafel 2 Kennwerte; die
Bilder 4 bis 10 zeigen die Abhdngigkeiten der wichtig-
sten elektrischen und optischen Werte des Fototransistors
KP 101.

Der KP 101 ist, was die elektrischen Werte betrifft, ein
Aquivalent des LS 400 der amerikanischen Firma Texas
Instruments.

Literatur

[1] Bém, J.: Kiemikovd fotonka KP 101. Sdél. technika, Prag 18
(1970), H. 3/4, S. 93 und 94

Tafel 1: Grenzwerte (¥, = 25 °C)

Kollektor-Emitterspannung Ucgo: max. 32V
Kollektorstrom Ic: max. 50 mA
Sperrschichttemperatur d;: max. 125 °C
Lagerungstemperaturbereich ds¢g: min. — 40 °C
max. 125 °C
max. 50 mW

Verlustleistung (ohne zusétzliche Kiihlung) P:

Tafel 2: Kennwerte (3, = 25 °C)

< 100 nA (bei Uz =32V; E=0Ix)
< 80 uA (bei Ugp =32V; E=0 Ix;
¥, = 85 °C)

Dunkelstrom Ip:

Hellstrom ly: > 1,0 mA (bei Ucg = 6 V; E = 3200 Ix)
Durchbruchspannung

U sr)ceo: > 40 V (beilc =10 xA; E=10 Ix)

U sryEco: > 5V (bei lg = 10 uA; E=0 Ix)
Kollektor-Emitterkapazitat
Ccro: < 8 pF (bei Ucg =5V; f=2MHz)

Ausschaltzeit togs: < 30 us (bei Ucg =5V; RL=1kQ)

radio fernsehen elektronik 20 (1971) H.3
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Bild 4: Ausgangskennlinien
Bild 5: Abhéngigkeit des Hellstroms von der Umgebungstemperatur

Bild 6: Abhdngigkeit der Empfindlichkeit von der Beleuchtungs-
starke

Bild 7: Spektrale Verteilung des Hellstroms
Bild 8: Richtungsabhingigkeit des Hellstroms

Bild 9: Abhdngigkeit des Dunkelstroms von der Umgebungstempe-
ratur

Bild 10: Abhingigkeit der zuldssigen Verlustleistung von der Um-
gebungstemperatur (ohne zusétzliche Kiihlung)
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Dipl.-Ing. H. WEGER
Ing. G. SCHMIDT

pnp-Germanium-Mesatransistor
GF 147 Teil 1

Verwendung
Der pnp-Germanium-Mesatransistor GF 147 ist zum Auf-

bau von Vor-, Misch- und Ostzillatorstufen im UHF-Be-
reich bis 900 MHz geeignet.

Gehduse

Bauform A 4/15 — 4a nach TGL 11 811.
Der Kollektor ist vom Gehduse elektrisch isoliert.

Kollektor. Schirm
/ # 0,45

]
d @ —
Basis “Emitter 53 5

Bild 1: Gehduseabmessungen

857
3 N
T

Masse

~04g9

Widrmewiderstand

Rin < 750 grd/W
Rini < 350 grd/W

freitragend
innerer Warmewiderstand

Zulassige Hochstwerte
(gliltig bis a4 = 45°C)

—Ucpo=20V —lg=10mA

—Ucpo =15V —lp=1mA

— Ugpo=10,3V Piot = 60 MW
95 =90°C

Betriebstemperaturbereich

—25°C <9y < +60°C

Lagertemperaturbereich

—40°C< I < +75°C

Statische Kennwerte (1, = 25°C — 5 grd)
Reststrome
—lggo= 1(Z8) pA (— Ucpo=120V)

—lgeo =120 (&< 500) ‘uA (—Ucro =15 V)
— lgpo = 10 (< 100) uA (— Ugpo=03V)

Halbleiterinformationen-77

Mitteilung aus dem

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.
Betrieb Réhrenwerk ,,Anna Seghers",
Neuhaus am Rennweg

Gleichstromverstarkung

B =150 (= 10)
B=45

(—Uce=10V; —Ilgc=2mA)
(—Ucg= 5V; —lg=5mA)

Emitter-Basisspannung

(—Ucg=10V; —lgc=2mA)
(—Ucg= 5V; —lc=>5mA)

— Upg = 340 mV
— Upg =390 mV

Dynamische Kennwerte

Leistungsverstarkung (gemessen in angegebener Schal-
tung, Bild 2)

Vpi = 13,5 (= 11,5) dB (—VUeg=10V; —lg=2mA;

f = 800 MHz; R, =2kQ)

Rauschfaktor (gemessen in Schaltung nach Bild 2)

F=49 (< 6)dB (—Ucg=10V; —lg=2mA;
= 800 MHz; Rg =609Q)

Ubergangsfrequenz
fr = 650 MHz (—Ucg=10V; —Ilg=2mA;
) m = 100 MHz)
Riickwirkungskapazitat
— Cy2e = 0,2 pF (—Ugg=10V; —lc=2mA;
f = 100 MHz)

Riickwirkungszeitkonstante

roh” Cb’o = 15 ps (—Ucg=10V; —Ilg=2mA;

f =30 MHz)
Ausgangskapazitat
Con = 1,2 pF (—Ucg=10V; —Ig=0;
f =100 MHz)
Leitungskreis mit Auskopplung

+UeB ~Ucs

Bild 2: Schaltungsprinzip zur V,-Messung und Rauschfaktormes-
sung bei 800 MHz
R;, = der auf den Kollektor transformierte Lastwiderstand

* = Richtwert

Die bisher tibliche Beschreibung des Hochfrequenzkiein-
signalverhaltens durch die y-Parameter bringt eine Reihe
meBtechnischer Nachteile mit sich, die bei hohen und
héchsten Frequenzen durch Ubergang zur Messung der
S-Parameter (Scattering- oder Streumatrizenparameter)
vermieden werden.

Bei der Messung der S-Parameter ergeben sich haupt-
sichlich folgende Vorteile: Vermeidung von Kurzschliis-
sen und Leerldufen bei der Parametermessung, Verein-
fachung des gesamten MeBaufbaus, absolute Sicherheit

radio fernsehen elektronik 20(1971) H.8
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gegeniiber Schwingen des Priiflings, Messungen iiber
einen groBen Frequenzbereich ohne Umriisten des MeB-
aufbaus. ‘

Die S-Parameter stellen Verhaltnisse zwischen zu- und
ablaufenden Wellen am Eingang und Ausgang eines
Vierpols dar.

S = Eingangsreflexionsfaktor in bezug auf Zp bei
ausgangsseitigem AbschluB mit Z;, = Zo
S., = Ausgangsreflexionsfaktor in bezug auf Zo bei
eingangsseitigem AbschluB mit Zg = Zo
Sy = RickwadrtsiibertragungsmaB mit Zp,=Zp und
Zg=1Zo
| Sy5|2 = Leistungsverstdrkung riickwérts mit Zr, = Zo und
Za=1o
S,y = VorwdrtsiibertragungsmaB mit Zy, = Zo und
Zc=12o
| Syy |2 = Leistungsverstérkung vorwérts mit Zr, = Zo und
Zg=1p
P
10 1‘;0 R 200
7
’ ﬁ//;// 140 A
120 S
Ea ;//'//;,/w_ ’)"v
< /1[/% L. // v
.'S,’ 6 ///,// /'/ o
A/,// | Tl
/
|l o {402
4 |
2 /r/"‘
20
0
0 2 4 6 8 10 2

= Ugg in V ——m

Bild 3: — I =1f (— Ucg); Parameter: — Iy

S-Parameter

MeBebene 5 mm unter Gehduseboden

Yo= 16,67 mS

Basisschaltung: f =800 MHz; — Uce =10 V;
—lc=2mA

Sub=0,76ei (110°

Syop = 0,015 €i (11°)

Smb =1,16 el (—' 125°)

Soop = 0,97 ei (— 35°)

Emitterschaltung: f = 800 MHz; — Uce=10V;
—lg=2mA

5113 = 0,21 el (154°)

Sy9e = 0,04 ei (100°)

Sore = 0,94 ei (29°)

Sa9e = 0,96 el (— 37°)

Die Fertigung wird im Kombinat VEB Halbleiterwerk
-Fankfurt/O., Betrieb Réhrenwerk ,Anna Seghers" Neu-
haus am Rennweg, erfolgen.

Wird fortgesetzt
" ||
0 5/’ -Uce inV
e B
8
g / - il
< '/ v
=6
/
4
2
0
0 200 400 600 800 1000

-Ig in pA —m=—

Bild 4: — I =1 (— Ip); Parameter: — Ucp

-UcginV
i

3
——
N

Il

i | =t o
* ro”s /2 ’

Piot in mW —mm
& g
—

0 4 | N |
[ | : YB3

o : 0 - | [l [ [N
200 0 400 500 600 200 300 400 500 600 o 20 40 60 : 80 100
~Ugg in mV ——m=— =Ugg in my ——s=— 13, in °C —=—

Bild 5: —Ic=f (— Ugg);
Parameter: — U¢p

20 (1971) H.8 radio fernsehen elektronik

Bild 6: — Iy =f (— Ug;g);
Parameter: — Ugg

Bild 7: Zuldssige Gesamtverlustleistung
in Abhdingigkeit von der Umgebungs-
temperatur
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Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.
Betrieb Rohrenwerk ,,Anna Seghers*,

pnp-Germanium-
M ; s
esatransistor GF 147 Teil 2 /
L4
12
= $ N
&
5 P o 8 L
7 /‘ \ e \
‘ 600 —
| 2 / \ 4 \\
< 4 i A
=
5 500 .
< p2 &/ p \ 0 \
3 g : \
) =400
D 73 57 -4 \
éf’ k4
Y 0 \
) 74 /! \ T -8 \
\/ / 200 L N
10! | 1 / ]
y 4
5 100 - o 1
= = 2 3 4+ 5 6 7
/7 / -Ip inmA ——
£ 0
l 0 1 2 3 4 & 6 1
2 / =Ip in mA —=— 6
/ 9
0
0 7 Bild 8: Abhéingigkeit des Kollektor-Basis- 1 2 N
7 reststromes von der Sperrschichttemperatur. /
5 / —Uggo=20V a
8
| Bild 9: Abhéingigkeit der Ubergangsfre- &
0 2 0 60 80 100 quenz vom Kollektorstrom. — Ucg =10V, >
13/_ inoC —w— f,, = 100 MHz 4 \
8
0 \\
Bild 10: Leistungsverstérkung bei 200 MHz als Funktion des Kollektorstromes (Basis- p \
schaltung), — Uggee = 12V, Ry =1 kQ, Ry =2kQ
Bild 11: Leistungsverstiéirkung bei 500 MHz als Funktion des Kollektorstromes (Basis- -8 \
schaltung). — Upae = 12V, R, =1k, Ry, = 2kQ \
- \\
10 L
Bild 12: Leistungsver- -16
5 stirkung bei 800 MHz .
N als Funktion des e
N ] Kollektorstromes =
i P IR 3 4 s 6 7
™ 1 —Ugae=12V, 0 1 2
2 R, — 1k, R,=2kQ BT S
Eq 8 \ 12
= N Bild 13: Leistungsver- 13
N
4 stéirkung bei 800 MHz 16
\ als Funktion der Kol-
0 \ lektor-Basisspannung 2
(Basisschaltung). —
N | CREGmA Ri—2k0 B -
& //
-4 a 12
\\_ = //
~8 \ 10 /
=12 8 /
1 T
=16 6 4
0 1 2 3 4 5 6 7 & 2 4 6 8 10 73 % %6

=Ip inmA —=—
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Bild 14: Rauschfaktor bei 800 MHz in Abhéngigkeit vom Kollektor- \\‘\ \\"35\
strom, — Uy =10V, R; =60 Q =12 I\
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Bild 15: Rauschfaktor bei 800 MHz in Abhéngigkeit von der Kollek- Q 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tor-Basis-Spannung. — I =2 mA, Rz =60 O
IS17el —=—
18
80 / 0° 0°
60, 60
* 75 / * ? I 0
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Bild 16: Rauschfaktor bei 800 MHz als Funktion des Generator-
widerstandes, — U¢y =10V, — Ice=2mA
17
80°, T 7 ¢ . = . % .
32 Bild 17: Eingangsreflexionsfaktor in Basisschaltung als Funktion der
' / Frequenz und des Kollektorstromes. — Ucy = 10 V, Y, = 16,67 mS,
1000 I e 2 MeBebene 5 mm unter Gehéuseboden
05 e 2
¢ "
120° e e
//’ Bild 18: Eingangsreflexionsfaktor in Emitterschaltung als Funktion
o ‘“\1- 8004~ W~ | der Frequenz und des Kollektorstromes, — Ue=10V,
%0 ‘\(\/ ) Y, = 16,67 mS, MeBebene 5 mm unter Gehéduseboden
600, -
-
160° T < 4 =
400 L= b :
P 4 IR e S 1 Bild 19: Ausgangsrefiexionsf in Basisschaltung als Funi
+180° - g = der Frequenz und der Kollektor-Basisspannung, — I, = 2mA,
// - Y, = 16,67 mS, MeBebene 5 mm unter Geh&useboden
-
-160° 74200 e
L AC
—1400L2%05 | J Bild 20: Ausgangsrefl faktor in Emitterschaltung als Funktion
0. Q7 02 03 04 05 05 07 08 Q9 der Frequenz und der Kollektor-Emitterspannung — I = 2 mA,
[RY77 —— Y, = 16,67 mS, MeBebene 5 mm unter Geh&useboden
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Dipl.-Ing. HL WEGER
Ing. G.SCHMIDT

pnp-Germanium-Mesatransistor
GF 147 Teil 3 und SchiuB
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Bild 21: UbertragungsmaB vorwdrts in Basisschaltung als Funktion
der Frequenz und des Kollektorstromes. — Ucg =10V,
Y, = 16,67 mS, MeBebene 5 mm unter Gehduseboden
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Bild 22: UbertragungsmaB vorwdrts in Emitterschaltung als Funk-

tion der Frequenz und des Kollektorstromes. — Uge=10V,
Y, = 16,67 mS, MeBebene 5 mm unter Gehiduseboden

-65  -60 -55 50 =45  -40 -5 =30

- —~

| goo |58 .
\
I P e )
‘P K\ \q: 600
60° |— AY
(‘6 N N
S . = —\—\v .\‘-\ g
P il

Halbleiterinformationen-79

Mitteilung aus dem .

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.
Betrieb R6hrenwerk ,,Anna Seghers",
Neuhaus am Rennweg

40°

\
20° \
\

800 —

0° \
s\

N
W
-20° Ay
! b 34

002 003

|S126| —=—

Bild 23: UbertragungsmaB riickwérts in Basisschaltung als Funktion
der Frequenz und des Kollektorstromes. — Ucg = 10V,
Y, = 16,67 mS. MeBebene 5 mm unter Gehduseboden

d8 —e—

0-‘5 -40 =35 -30 -25
1na? 4 mA
§ o
; T
100°!
¢ 800§ e
iz 2
M @
90° Wl o
y 2
&
1% 7'/\\ /o“//\*/ | /!,;
Y2
! \
/ > & \
720°}3 /\‘ .\ V]
/ » N\ |
/ N \ |
60° 4 27 B AN} \ ,/,I
\\
| |
50°k— : - .
0,006 001 0015 002 003 004 005

15126

Bild 24: UbertragungsmaB riickwdrts in Emitterschaltung als Funk-
tion der Frequenz und des Kollektorstromes. — Ugg =10V,
Y, = 16,67 mS, MeBebene 5 mm unter Gehduseboden
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Ing. WOLFRAM FISCHER

Sowjetische Transistoren (27)

Germanium-pnp-Transistoren MII 39 bis MI1425 Teil 1

Die sowjetische Typenreihe MII 39 bis MIT142 B umfaBt
legierte pnp-Germanium-NF-Transistoren mit kleiner Ver-
lustleistung. Vom Hersteller werden die Anwendungs-
gebiete

MIT 39, MIT 40, MIT 41,

MIT 41 A NF-Vor- und Treiberstufen
MIT39B rauscharme
NF-Eingangsstufen
MIT 40 A NF-Treiber und Endstufen
. \
propagiert.
Bmax, 402
E
3 r:J/
3{ ',Z’/B
s o
#42403 LE
>y
g

Bild 1: Abmessungen der Germanium-pnp-Transistoren MII 39 bis
MIl 42 b

Die Typen MII142, MIT42 A, MI142B sind als lang-
same Schalter einsetzbar. Alle Typen arbeiten im Tempe-
raturbereich — 20°C- .-+ 60°C und sind hermetisch im
Metallgehduse verschlossen, dessen Abmessungen Bild 1
zeigt. -

In den Tafeln 1 und 2 sind die Grenz- und Kenndaten
zusammengestellt (entnommen aus TPAH3HWCTOPLI
MAILUTPUBOPHUHTOPT, MOCKBA).

Die Bilder 2 bis 16 zeigen Kennlinien und Abhdngigkei-
ten nach Herstellerunterlagen. Den Herstellerangaben
werden im folgenden eigene Untersuchungsergebnisse
gegeniibergestellt.

Untersuchungsergebnisse

Die Kenndateniiberpriifung erfolgte an 10 bis 20 Tran-
sistoren je Typ. Da diese Messungen unter dem Gesichts-
punkt der Austauschbarkeit zu DDR-Typen erfolgten,
wurden entsprechende Arbeitspunkte gewdhit. Die MeB-
punkte und -ergebnisse sind in der Tafel 3 aufgefiihrt.
Auf Grund der Untersuchung kann folgende Aussage
getroffen werden:

Alle gepriiften Bauelemente erfiillen die Angaben des
Herstellers. Sperrspannungen und Reststréme liegen mit
groBem Sicherheitsabstand zu den Grenzwerten. Auffél-
lig ist der angegebene niedrige Wert der Emitter-Basis-
Sperrspannung — Uggo = 5V, die in Wirklichkeit in der

Halbleiterinformationen-80

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O.

GréBenordnung der Kollektor-Basis-Sperrspannung liegt.
Die Rest- und Séattigungsspannungen liegen wesentlich
héher als bei vergleichbaren DDR-Typen. "

DaB die MIT39- bis MII42 B-Typen im statischen Be-
trieb auch bei Kollektorstromen oberhalb des im Daten-
blatt angegebenen Wertes — lc=40mA einsetzbar
sind, zeigt der Verlauf der GroBsignalstromverstdrkung
hoyp = f(— Ig) (Bilder 18 und 19).

Der Stromverstarkungsabfall betrdgt

hzlE (— |(~ =100 mA) e

h21Emnx

10...15%

Obwohl nur der Typ MI139 B als ,rauscharm" gekenn-
zeichnet wird, kann festgestellt werden, daB hier Aus-
falle auftraten, aber die Typen MIT40 und MIT 40 A
gtlinstigeres Rauschverhalten zeigen. Nicht nur die Typen
MIT 42 bis MI142 B sind als Schalttransistoren zu be-
zeichnen; vielmehr weisen alle hier beschriebenen Typen
gleiche Schaltzeiten auf.

Tafel 1: Typen MII 39-MI141 A

MI139 MI1396 MIT140 MIT40A MI141 MI141A Dim

Grenzwerte

Kollektorstrom

(imp) — lem 150 mA

Emitterstrom | 40 mA

Kollektor-Emitter-

spannung — Ucpgr 15 15 15 20 15 15 \'
Rpg < 10 kQ
tamp < 40°C

Emitter-Basis-

spannung — Uggo 5 Vv

Kollektorverlust-

leistung P¢ 150 mW
tamp < 55°C

Sperrschicht-

témperatur t; 85 *C

Kennwerte

Kollektorstrom — lcpo 15 nA
—Ug=5V :
Emitterstrom — lggo 30 nA
—Ug=5V ;
Kollektorkapazitat C¢ 60 pF
—Ug=5V
lg =1mA
f =0,5MHz ;
Basiswiderstand b’b 220 Q
—Ueg=5V
lg =1mA
f =0,5MH:z
Kleinsignalstrom-
verstdrkung hae > 12 20---60 20---40 20---40 30---60 50---100
—Ug=5V
Ig =1mA
f =1kHz
Grenzfrequenz fj ary 0,5 0.5 1,0
— Ue=5V
lg =1mA
Rauschfaktor F <12 dB
—Ue=15V
g =0,5mA
f,=1kHz

1.0 1.0 1,0 MHz
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Vergleichbarkeit Tafel 2: Typen MII 42-MI1 42 b
Auf Grund der Datenblattangaben sind die sowjetischen MIT 42 MI142 A MI142B Dim
Typen MIT39 bis MI142B nur bedingt mit HFO-Tran-
sistoren vergleichbar (Tafeln 4 bis 7). Grenzwerte
Auf Grund der gewonnenen MeBwerte erstreckt sich die §°'I'Iett°'5g°”[‘ (imp) - LCM ’152 3"
g . . ollektor-Basisspannung e CBO
gegenselt!ge Austousc’nburkeﬂ guf fluhezu qlle Typen. Ein Vollektise Emlearopantung
Unterscheidungsmerkmal ist teilweise nur in der Strom- Rpe < 3 k@ — Uis 15 v
verstarkung hyje und der Grenfrequenz fr der-einzelnen  Kollektorverlustleistung
A i tamp < 45°C P¢ 200 mW
MII-Typen zu finden. Sperrschichttemperatur ty 85 °C
Zusammenfassung bbbl
Grenzfrequenz
5 N . . —Ue=5V; Ig=1mA fiu 21n =1 MHz
Die Transistoren _der Typ?en MI'I 2.3‘9 bis MIT42b zeigen Kollekfm_EmmersLtmm DC
gute Kenndatensicherheit. Sie kénnen (ohne Garantie —Uc=15V ==y 25 WA
des Verkdufers) strommdBig starker belastet werden. Die imp — leex 400 nA
Einsetzbarkeit erstreckt sich nicht nur auf die propagier-  Kollektor-Sttigungsspannung
ten Anwendungsfélle, sondern die Typen | ich QUt  oriss Verme: opeE WA WY W@ R
en Anwendungsfélle, sondern die Typen lassen sich gu statischa Vorwariskondukiaiz
gegeneinander austauschen. Sie sind vergleichbar mit — lg=10mA Yaik: 25 28 25 mS
den HFO-Transistoren GC 116 bis GC 122 bzw.  GroBsignalstromverstarkung g
GS 121/122. — lIJc = :ova 20k 20---35 30---50 45---100
—lg =
Totale Schaltzeit!) — Ue =15V te 2.5 1.5 1,0 us
—1l¢ =10mA
Wird fortgesetzt 1) entspricht der Einschaltzeit tox
.
= e % % %
MIT 39 MIT396 MIT414 MIT 41 1
22 22
* . ha1e=40 % s h21e=40 * hz1e=70 r 2 ha1e=40
350
e L 300 T o < < ® 7
< | - 250 E l
18 | £ 18 E 18 c 18
2 250 L 230 £ Py #3200
Kz % e o %
- I -
% L g at) - 200 "% // t [t
/ " 150 !
2 % 2 - 12 . 12 ax
150 150 L~ "
10 10 10 10 4/
5 i //' ; 10_0 I’I,L"”O
L —T 100 [ 100 // 8 //‘
6 ~ 6 — 6 6 )
i ) d ; -Ig=50 pA //
4 = A
§ “Ig = 50 yA 3 —T T | -Ig=50pA LT e
l { ’ l 2 2 r/
0 0 0
0
0 4 8 22 6 0 4 8 26 0 4 8 2 16 0 4 8 2 .
~Uegin V—=— ~Ugg InV —mm ~UgginV—e— -UgginV —e—
Bild 2: Ausgangskennlinienfeld des Typs MII 39 Bild 6: Ausgangskennlinienfeld des Typs MII 41 A
Bild 3: Ausgangskennlinienfeld des Typs MII1 39 b Bild 7: Ausgangskennlinienfeld des Typs MII 41
24 24 2% 2%
MIT 40 f MIT 4
- - o MIT40A 5 2 - MIT42A
21e=30 h21e=30 3 h12e=20 f h21e=40
B @ 500 £ = 500 4 ¥ E -
A &)
i 18 A < m L2 Q18 N ‘00[
~
< 6 > 400 2 400 5 |50 @ sl Lelsso
|
1% H - % 14 L ‘| 300
d 1300 300 AT “7
12 rv‘ 22 L 2 v 12 - 250
. =
oA o L7 10 300 o L I
| / | /—‘ /?200
8 200 8 200 8 - T
//‘ LT . > L
6 6 L~ & L— 200 " L 150
IR -
- — 100
‘= -Ig = 100 yA i L~ -Ig=100pA | | ) *
2 —t+—1 2 ———t -t o 2 1 -Ig=100 pA 5
0 | [] 11 WL ~T5 5004
0 4 0 0 0 L1
) 6 12 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 16 0 4 8 2 16
Ucg in V —eem UiV —a= ~Upp inV —e= e
Bild 4: Ausgangskennlinienfeld des Typs MI1 40 Bild 8: Ausgangskennlinienfeld des Typs MII 42
Bild 5: Ausgangskennlinienfeld des Typs MII 40 A Bild 9: Ausgangsk linienfeld des Typs MII 42 A
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- - -
Sowlehsd‘e Transistoren (28) Bild 10: Ausgangskennlinienfeld des Typs MI142B
. . . . Bild 11: Normierte Darstellung der Hybridparameter in Emitter-
Germanium-Transistoren MI139 bis MII 42 Teil 2 schaltung fiir die NF-Typen MI139 bis MI141 A (Temperaturabhén-
gigkeit)

Bild 12: Kollektor-Basis-Sperrstrom in Abhéngigkeit von der Um-
gebungstemperatur fiir die NF-Typen MI139 bis MI141A

Bild 13: Normierte Darstellung der Abhdngigkeit des AbschiuB-
widerstandes Ry auf die Sperrspannung — Ucp. Der Emitterwider-
stand R ist als Parameter aufgetragen

1" 12 13
50 r 10! ‘
mn.miial | ‘ mrsg-mméial | fl MI139... MIT41A
| | ] / 10
L I
30— + | S T— +— | | |
? ! hze /T— | / ‘ | N5 KQ
| | { B |
- L] jh2ze < 0 / ' i k2
R e e I 5 Q10 ! | bng
R L Yrae | Y 1/l HE \
" T hie | Q| E S | \
<|% , ‘ 85 : /| 1 y N\
5 h22e | b / =l N
=10 : g ] Q
< h2re }% R > / i o ik
7 " " 10 S \
A [ 1 I
05 S T | | |
LA/ hee | | 1 [T 1 8
hin / | | | RE S
1 T e 7 A—T—r’ Ro
03 |- | 1 J 70'2 | | 03
- 60 0 w0 60 -80 40 0 4 &0 "0 0’
~Ucg inV—=— tamb in °C —=— tamp in °C —=— Rg in k) —=—
Tafel 3
Parameter Arbeitspunkt Dimens. MIT 39 MI139 B MIT 40 MIT40 A MIT 41 MI1 42 MI1 42 A MI142 B
mintyp max mintyp max mintyp max mintyp max min typ max mintyp max min typ maox min typ max
— Ues —lg=350 A V 28 58 70 38 54 64 53 62 72 38 6 70 25 56 80 41 54 84 46 58 79 40 52 60
. = Ugsp —lg=5uA V 51 70 98 42 60 87 35 63 86 52 64 81 36- 60 88 16 58 88 46 65 83 37 56 66
i ‘:\‘ — Uce —lc=1mA A 28 45 52 33 42 52 39 43 47 30 42 46 20 36 42 36 44 49 37 40 43 28 35 40
i'i %— Ucer —lg=200uA V 31 59 68 43 56 66 56 62 72 43 60 69 28 57 81 43 60 82 49 59 77 42 53 60
z Rye =1 kQ
ii — leso — U =5V uA 2,3 26 44 1.5 2,4 2,9 2,3 31 36 23 32 36 2 28 4 2,4 33 A5 1,5 43 52 14 23 38
— l¢eo — U =6V uA 15 19 30 22 26 33 23 32 40 17 29 46 22 35 65 15 22 36 22 34 53 41 54 80
— leso —Ugg =35V nA 1.1 21 22 1 1,3 1.6 1.4 1,5 2 1,4 1,6 21 1,3 1,7 24 1,4 1,7 3,5 1,6 21 33 1519 25
— lckr —Ugg=10V uA 13 18 28 21 24 32 22 30 38 27 46 77
RBE =1kQ
— lcer — U =15V~ uA 18 27 41 33 51 77 65 80 110
RBE =1kQ
— Icer — U =30V wA 47 73 330
RBE =1kQ
— UcEsat — l¢ =125 mA mV 170 220 300 160 186 230 166 211 320 150 185 220 125 158 215 164 204 290 145 209 245 128 143 160
— Upgsar —lg=125mA V 0,7 0,871,25 06 07309 065079 1,2 0,7 0,87 1,65 0,6 069 1,11 0,6 0,7 08 0,7 1 1,8 05 0,650,8
— Uce ,-es‘l —l¢=125mA mV 600 660 790 550 660 710 510 620 860 550 620 1090 450 520 730 530 580 770 550 580 1130 450 580 590
hyte —Ucg=6V kQ 0,36 0,450,56 0,530,6 0,64 0,540,6 0,74 0,540,6 07 0,7 0,8 0,96 0,4405 062 0,6 0,7 0,88 0.8 1 1.3
hize I —lc=2mA - 104 24 3 4,2 32 36 4 2,4 29 4.2 3,2 3,7 44 3,6 45 56 2,6 31 4 36 45 67 44 5 6
haie fn = 1 kHz 21 25 32 28 33 38 30 335 M 28 35 #4 37 50 61 24 27 35 35 42 50 47 61 80
haze uS 27 30 37 30 32 35 32 36 M 32 36 43 36 45 62 27 31 38 32 46 31 43 51 60
tp —Ueg=6V kHz 3 62 24 34 36 33 45 54 34 45 61 30 42 80 38 47 62 35 47 84 47
fr } —l¢=2mA MH:z 0,8 1,2 1,6 0,941 1.1 1.4 1,54 2.1 1,1 1,68 2,3 1.4 2,5 53 1.1 1,4 22 1,2. 21 3 2,3
fin = 500 kHz
F —Ucg =6V dB 38 59 1 3,4 49 10 33 39 5 28 42 85 32 48 15 3,6 51 23 35 4 5 3,2 3,7 A5 i
R = 500 Q i
lc = 0,3 mA
fin =1 kHz |
tr —Ueg =10V s 55 6,1 6,6 6,6 68 7 52 61 7.4 52 58 6,6 4 53 6 28 58 7 46 61 64 55 69 7.4 ‘
ty — e =100 mA us 2,8 3.9 6,2 4,8 51 54 3 3.6 4 28 3.6 4 2,4 35 4 2,8 34 4 28 34 38 21 27 43 .
m=1
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Tafel 4: Vergleich der SU-Typen zu DDR-Typen

Typ MI1 39 b GC 118
Anwendung SU-Tyl?/, DDR-Typ
rauscharme NF-Eingangsstufe

Pc mW 150 90
—lom mA 150 150
—Ucso \ 10 25
—Ugso v 5 10
—Ucko \ 10 15
hayy 20---60 45---224
fr MHz 0.5 1,2

F dB 12 5

Tafel 5: Vergleich der SU-Typen zu DDR-Typen

Tafel 6: Vergleich der SU-Typen zu DDR-Typen

Typ MIT 39 MIT 40 MIT 41 A GC 116
Anwendung SU-Typen DDR-Typ
NF-Vor- und Treiberstufen

Pe mW | 150 %
—lenm mA | 150 150
—Ueso~ V [ 10 20

— Ugpo Vv 5 10
—Ucko v 12 15
hage =12 20---40 50---100 28-.-224
fr -MH:z 0.5 1.0 1.0 0,75

Tafel 7: Vergleich der SU-Typen zu DDR-Typen

Typ MI140 A GC 122
Anwendung SU-Typ DDR-Typ Typ MIT 42 MIT42A MII42B GS 121
NF-Endstufe NF-Transistor mit er- Anwendung SU-Typen DDR-Typ
Schalter héhter Sperrspannung Schalter
Pe mw 150 20 Pe mw 200 %0
—len mA 150 250 —leu mA 150 150
—Ucso Vv 30 35 —Ucgo v 15 30
—Um-;() \Y 5 15 ~UEBO v 10
—Ugso \Y 30 3 —Ucko v 15 20
hae 20---40 bt 20.--35 30---50  45---100 28---140
hayg 18---140 fy MHz 1
fr MHz 1 i s 10
t8 kHz 12 tox us 2,5 1.5 1,0
50 20 13— -
MITQ-I-‘MI'IQE 1 I MIT42 .- MIT425 | ‘ | Mna2.mnas
? | | |
hize e
o 20 1 ‘ :229— S
 N21e Q
< 2 'hire g ¢
‘ k!
2 h, o| 8
F 0 ‘ 718
hize, N "7 06
— A | i N
Zim - a5 N
5 | r
’ LA (hae | 1 [ [ |
hrre | 1 oA
gsl—— : L gLl |
-~ 0 40 8 0! 100 ! 02
amb - ~Ueg inV —=— Rg in k) —=—
14 15 16
o [ M 39-22 T 4 T Bild 14: N_ormierte Darstellung der Hybridparameter in Emitter-
-Iego=/1,) B " schaltung fiir die langsamen Schalter MII 42 bis MIT1 425 (Tempe-
,|-tea =10/1g'/30V} | | raturabhéingigkeit)
‘ 0 T T % { Bild 15: Nt:rmierle Darstellung der Hybridparameter in Emitter-
| g*_ 7* [ | schaltung h:ru-lun_gsoq'le Schalter MI142 bis MI142B (Kollektor-
5 : bt ! P 9 gigkeit)
< [
= & : ] i % Bi.ld 16: Normierte Darstellung der Abhéingigkeit des AbschlufB-
g, | ‘ /s( } widerstandes Ry; auf die Sperrspannung mit R: als Parameter
2, | 1// . Bild 17: G s Temperaturabhéingigkeit des Kollektor-Basis-
% /2 } \ tSperrslrt:muas. Die Sperrspannung — Uy ist als Parameter aufge-
| ragen
0! ][5, .
8 T ,% ] Bild 15: V.erlcuf der GroBsignalstromverstdrkung in Emitterschal-
5 Y tung fiir die Typen MII39, MI1395, MI140 (Mittelwertmuster)
2=10V
4 ‘ , 3=30V
W 4=V
5=15v
2 |
LT
100 ‘ | |
8 I '
6 : —
‘ L
| |
2 — | | | |
1}50. 0 4 68100 2 (¢ 6810 2 (L 68102 2
g i 9C —==— 17 ~Ip in mA —==—
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Sowjetische Transistoren

(29)

Germanium-Transistoren MII 39 bis MII 42
Teil 3 und SchiuB

m 1 .
Mn 41-42 MN426
’ horg=1CIg) P e
50| ~Uge=1V
hae . A N
—-——
@0 T T ~\ M
P = — ~— N
30 ] \
11 =, | MM 42A
20 “ " N
L ML

L 7
. 68109 2 ¢ 6810 2

chal-

Bild 19: Verlauf der GroBsignal stirkung in Emi
tung fiir die Typen MII 41, MII 42, MIT1 42 A, M1 &2B (Mittel-
wertmuster)

300

MITL2A 42
'U%sal' ;;'k) 40
250 21E 205

M 39-42 ‘
|
|

~UgE sat in mV =

g 3
\
N &
S.:
B

—A{aﬁ L~ 1
100 ——] =

¢ 6 g 10! 2 4

6 8 1? 2
~Ic inmA —=—
Bild 21: Gemessene Mittelwerte der Kollektorsittigung nung

— Ucp sat in Abhdngigkeit vom Kollektorstrom

o @

~Uge =6k l ‘ L/ h22e)

~

3
L}
x
63

~

P

N
>
Y

h2e

he
Pe (-Ig = 2mA)
~ o3,
/
\ /7
[/
N
\
\

o "he

\
!
4 6 8107 2

i 6810 2 4 6
=Ip in mA —=—

Bild 23: Normierte Darstellung gemessener Hybridparameter in
Emitterschaltung

Halbleiterinformationen-82

Mitteilung aus dem
' VEB Kombinat Halbleiterwerk Frankfurt/O.

M 39-42
" -Ugg = f(-I¢p)
L =Uce =1V

M0 3961
M1 39/462/62 A~
M1 40/40A -
MN 417426

3

clge inY —e=—
o
(=]

2,

':h i:tf“‘m.

05 /
/,
04 ;/, 4
25
03 Ll
o 7/’ et 1
0’2 e g:—\ : |
- — -/
o1

!
: [
4 6810 .2 s 6810 2 -4 6812 2
A

Ip in'm

——

Bild 20: G Mittel der Steuerspannung — Ugp in
Abhéngigkeit vom Kollektorstrom

| g MI1 39 -42
1 ~ ~Ucep = f(Rgg)
ot I =200pA
ik -
as o T T O
. A (.
100 10! 102 103 104 105 06
Rggin 1 —=—

Bild 22: EinfluB des AbschluBwiderstandes Ry auf das Sperrver-
halten bei R; =10

28
M 39-42
* 2,6 | F normiert =] —
I—~Ucg=6V R / =
_ 24 "R =000 /|
<22} ,9 L. fa: ool
g 22 fm =1kHz &
L‘.‘E.’J"" - af =850 Hz 7 ; =
18— / e
16— A— —
7Y SRS SIS . - R
12 |— ]
0 — i
08 =3 1] :
10 2 4 6 810 2 P

=Ic in mA —==—

Bild 24: Normierte Darstellung des R hfaktors F, bezogen auf
den fiir HFO-Transistoren iiblichen Arbeitspunkt
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Ing. M. JANSEN und Ing. G. KONIG

MOS-Feldeffekttransistor SMY 50
in Entwicklung

Der SMY 50 ist ein MOS-Feldeffekttransistor auf Si-
Basis vom p-Kanal-Anreicherungstyp vorwiegend fir den
Einsatz in digitalen Schaltungen. Er ist ein Ergdnzungs-
typ fir integrierte Schaltkreise der unipolaren Baureihe.
Der Bulk-Substrat-AnschluB ist getrennt herausgefihrt.
Der Transistor ist in Dual-in-line-Plastgehduse ausgefiihrt
und enthdlt eine integrierte Gateschutzdiode.

e 80 ; . 54 |

R 2% ol
|

n ﬂ c 8

e LA oo |

il

055 e (78 N

25 _

G 8 S gy e

[salise &S

Bild 2: Elektrisches Schaltbild

Bild 1: Gehduseabmessungen in mm.
Gehé&use: Bauform G 4 TGL 11811

| BE = |
0. '8

Vorldufige technische Daten
Elektrische Kennwerte (93 = 25°C)

Kennwert Symbol |MeBbedingungen| min | typ | max Einh.
Drainstrom —Ip —Ups = 2V; 3,0 - - |mA
—Ugs =10V;
—Ugg = 0V
Schwellspannung | — U Ups = Ugs: 30| - | = |V
—Ugg = 0 N
—Ilp =10 uA
Gatesperrstrom —lgss | —Ups = 0V; - - 10 | A
—U(;s =31\
—Ugg = 0V
Gatesperrstrom —lgss | —Ups = 0V; - — | 100 [nA
—Ugs =20V;
—Ugg = 0V
Drainsperrstrom | —Ipss | —Ups =31V; - - 10 (A
—Ugs = 0V;
—Ugg = 0V
Drainsperrstrom | —Ipss | —Ups =20 V; - — | 100 |nA
—Ugs = 0V:
—Ugp = ov
Source-Bulk- —lgpgs | —Usp =15 V; - — | 150 |nA
sperrstrom —Upp = 0V;
—'U(;u = 0 A"
Eingangs- Cess —Ups = 0V; - - 12 |pF
kapazitdt —Ugs = 0V;
5 _USB = QV
Drainstrom —Ip —Upg = 10V; 10 mAT)
—‘ch = 10V;
—Ugg= 0V
Steilheit y21 —Ups = 10V; 3,6 mS?)
—Ugs = 10 V;
—Ugg= 0V
Drain-Source- Ron —lp =100 xA; 150 2
widerstand —Ugs = 20V:
—Ugg= 0 Y

1) Diese Werte sowie die beigefiigten Kennlinien haben informati-
ven Charakter

Halbleiterinformationen-83

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

Charakteristische Merkmale:

hoher Eingangswiderstand, Sperrzustand bei 0V Gate-
spannung

quadratische Ubertragungskennlinie

gleiche Polaritét fiir Gate- und Drainspannung

Grenzwerte
Kennwert Sym- Temperatur- max. Wert -g
bol bedingungen bzw. Bereich | D
Drain-Sourcespannung | Upg | #, = —25-.-4-85°C| —31---+0,3 v
Gate-Sourcespannung Ugs |9, = —25---+485°C| —31---+03| V
Drain-Gatespannung Upg |8, = —25---+85°C| —31---+31 i
Source-Bulkspannung Usp |8y = —25---+485°C| —15---4-0,3 v
Gate-Bulkspannung Ugp |9, = —25---+85°C| —31---+0,3 \
Drain-Bulkspannung Upp |9, = —25---+85°C —31.--4+03 v
Drainstrom?) —Ip |#, = —25.+-4-85°C 25 mA
FluBstrom der
Schutzdiode le  |§,=—25-.-}85°C 0,1 mA
ImpulsfluBstrom der
Schutzdiode?) lgsy | #, = —25+++485°C 2 mA
Gesamtverlustleistung!) | Ptot |8,=25°C 225 mwW
Betriebstemperatur Ja — —25...+85 | °C
Lagerungstemperatur U — —40---+125| °C

1) siehe Bild 7; 2) 7=1:10, tpmax = 1 us

Bild 3: Zuldssige
Gesamtverlustlei-
stung Peoe = f (8,)

g

Pyoe In mW— =

1
0

25 50 7% 8
~Aly in°C—=

MOS-Feldeffekitransistor SMY 51
in Entwicklung

Bild 4: Gehduseab-
[ B ‘ messungen in mm.
‘ 1 ‘ Gehduse: Bauform
G6 TGL 11811

|
055 1 5 ks 725 ok
. S
D2 8BS,
% 5 g8 282
H]
Y'] :: |
Bild 5: Elektrisches |
g Schaltbild S or 5
Gy D S

Der SMY 51 ist ein Doppel-MOS-Feldeffekttransistor auf
Si-Basis vom p-Kanal-Anreicherungstyp vorwiegend fiir
den Einsatz in digitalen Schaltungen. Er ist ein Er-
génzungstyp fir integrierte Schaltkreise der unipolaren
Baureihe. Source von Transistor 2 ist innerhalb des Ge-

radio fernsehen elektronik 20(1971) H.24 799




800

h&uses mit dem Bulk (Substrat) verbunden. Der Doppel-
transistor ist in Dual-in-line-Plastgehduse ausgefiihrt und
enthdlt je eine integrierte Gateschutzdiode.

Charakteristische 'Merkmale:

hoher Eingangswiderstand, Sperrzustand bei 0V Gate-
spannung

quadratische Ubertragungskennlinie

gleiche Polaritat fliir Gate- und Drainspannung

Vorldufige technische Daten
Elektrische Kennwerte je Transistor (}, = 25 °C)

Kennwert Symbol [MeBbedingungen| min ‘ typ | max | Einh.
Drainstrom —lp —Ups = 2V; 3,0 - - |mA
—Ugs = 10V;
= Usn =0 V
Schwellspannung | — Uy Ups = Ugs: 3,0 - - Vv
—Ugg = 0V;
- 'D =10 [AA
Gatesperrstrom —lgss | —Ups = 0V; = - 10 | A
—Ugs =31V;
—Ugg= 0V
Gatesperrstrom —lgss | —Ups = 0V; - — | 100 | nA ~
—Ugs =20 V;
= USB = 0V
Drainsperrstrom | —Ipss | —Ups =31V; = - 10 | uA
—Ugs = 0V;
—Ugg = 0V
Drainsperrstrom | —lpgs | —Ups =20 V; - — | 100 | nA
—Upg = 0V;
—Ugg = 0V
Eingangs- Cgss —Ups = 0V; - - 12 | pF
kapazitat —Ugs = 0V;
—Ugg = 0V
Drainstrom —lp —Ups = 10V; - 10| — |mAY)
et UG =10V
—Ugg= 0V
Steilheit y21 —Ups = 10V; - 36| — [mS?Y)
—Ugs= 10V;
i UgB o oV
Drain-Source- Ron —lp =100 xA;| — | 150 | - Qn
widerstand —Ugs = 20V;
= USB =5 oV

!) Diese Werte sowie die beigefiigten Kennlinien haben informati-
ven Charakter

Grenzwerte je Transistor

Kennwert Sym- Temperatur-
bol bedingungen

max. Wert
bzw. Bereich

Drain-Sourcespannung | Ups | #g=—25++-4-85°C| —31+:+-}-0,3

Drain-Gatespannung Upe
Source-Bulkspannung Ussy

v
Gate-Sourcespannung Ugs | #g=—25--.4-85°C| —31-.-1-0,3 v
Vv
v

a=—25:..4-85°C| —31--.-31
a=—25--.+85°C 0

Drainstromt) —Ip [#,=—25-..1.85°C 20 mA

FluBstrom der

Schutzdiode Ig #q=—25...4-85°C 0,1 mA
ImpulsfluBstrom der |

Schutzdiode?) lgsy | #a= —25--.}-85°C 2 mA
Kanalverlustleistung!) Pps | #,=25°C 200 mW
Gesamtverlustleistung?!) | Py, | %, =25°C 240 mW
Betriebstemperatur da — —25---4-85 | °C
Lagerungstemperatur Pq — —40---4-125| °C

) siehe Bild 4; 2) + =1:10,

tomax =1 us

75 85
r\% in °C—e
Bild 6: Zuldssige Kanalverlustleistung Py = f (?,) und zuldssige

Gesamtverlustleistung P, = f (9,)

20 (1971) H.24 radio fernsehen elektronik

Hinweis: Die Einbau- und Létvorschriften fir p-Kanal-
MOS-Bauelemente in Dual-in-line-Bauform sind jeweils
zu beachten.

Wir veréffentlichen sie im Heft 1 (1972)

Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung
vorbehalten.

f SMY 50 | I ‘ |
E SMYS{: 3 Ppg=225m) PM-ztomw i i GS._‘-E v
-Ip =£(-Y : e
Bl B2 SO T
5y | a1 < A
201 —
X {390
5 \\‘\_Ly_:
\4”__
10
v
‘
5 | _gv
7v
1 6sv |
0 2
-Upg inV—

Bild 7: — Iy = f (— Upg) fiir die Typen SMY 50 und SMY 51

130 - , :
T | 7
S | Zpeett-tgs) | /]
€ ‘UDS'”V | | /
. | 7]
2
= /
4
7
o \
e .5 NI D
:
// :
/
o 5 w rg
~Ugs in V—=

Bild 8:— s = f (— Ugg) fiir die Typen SMY 50 und SMY 51

W

1 10 =
8 ] SMY 50
o 6 SMY 51
E 7 -Ups = 100 mV
# Rps =1 (-Ugs)
$ :
2 -
0? |
o T
s !
- ]
W |
El l i.,J_
2 T !
o g
) } i T I
5 % i 7 T
| 1
£ [ |
| EE
2 | | | |
\ 1]
00 1 | |
e N=ra =
SEE —
] | I
D ‘ T
| l 1]
7 l HER
LT
o’ _J—

4 6 8 0 2 1% 16 18 20

g inV——

Bild 9: Rps =f (— Ugg) fiir die Typen SMY 50 und SMY 51
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Ing. M. JANSEN und Ing. G. KONIG

MOS-Feldeffekttransistor SMY 52
in Entwicklung

Der SMY 52 ist ein MOS-Feldeffekttransistor mit erhdhter Leistung
auf Si-Basis vom p-Kanal-Anreicherungstyp, vorwiegend fiir den
Einsotz in digitalen Schaitungen. Der SMY 52 ist ein Ergénzungs-
typ fir integrierte Schaltkreise der unipolaren Baureihe. Der Bulk-
Substrat-AnschluB ist getrennt herausgefiihrt. Der Transistor ist in

Dual-in-line-Plastgehduse ausgefiihrt und enthalt eine integrierte
Gateschutzdiode.

i
)
~N
' i
i
w
o
1 u
055 _ R
—ladd
G B G B8
o |
1 on
|
f —
Bild 2: Elektrisches
Schaltbild
55 7T
Bild 1:
Gehduseabmessungen in mm. Gehd&usebauform G4 TGL 11 811
i 400
3 300
S
< 200+
Q§ 100

25 50 75 85
APq in°C- ==

Bild 3: Zuldssige Gesamtverlustleistung P, = f (4,)

LY T

| SMY 52 Prot = 300mW ________.___--U——_—,-zv—‘
T _ |os ~frupg) =" -

c o -Ugs =Faram = - "
8

Bild 4: — lIps = f (Ups)

Halbleiterinformationen 84

Mitteilfng aus dem
Komt'nat VEB Funkwerk Erfurt

5 0 5
Ugs V-
Bild 5: — I =f (— Ugs)

| i 1
oLt ] smre
g : | Ros =f(-Ugs)
€ ‘ | ~Ups =100 mV
0:8 1 L,,i,;
% + + + 7; ;»—»1 —-
L1 1 |
2 1 1 |

Bild 6: R)s = f (— Ugs)

Charakteristische Merkmale:

hoher Eingangswiderstand, Sperrzustand bei 0V Gatespannung
quadratische Ubertragungskennlinie
gleiche Polaritat fiir Gate- und Drainspannung

Hinweis:

Die folgenden Einbau- und Létvorschriften fiir p-Kanal-MOS-Bau-
elemente in Dual-in-line-Bauform sind zu beachten.

Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbe-
halten.

radio fernsehen elektronik 21 (1972) H.1

15



16

Vorldufige Einbau- und
Lotvorschriften fiir p-Kanal-MOS-
Bauelemente in Dual-in-line-Bauform

Die p-Kanal-MOS-Transistoren und integrierten MOS-Schaltkreise
des Kombinats VEB Funkwerk Erfurt werden in DIL-Plastgeh&usen
gemdB TGL 11811 und TGL 26713 geliefert. Die Ba mente-
anschlisse sind fiir einen AnschluBraster von 2,5 mm asmmgelegt.
Durch Gehduseform und AnschluBraster eignen sich t‘ﬂ!uel&
mente besonders fiir den Einsatz in gedruckten Schaltungen.
Transistoren und Schaltkreise kénnen bei durchkontaktierten und
nicht durchkontaktierten Leiterplatten bis zur Aufsetzkante einge-
I6tet werden (Bild 7).

1THE
[ 1
VA (L 02A A

Bild 7: Einsetzen der MOS-Bauelemente in Leiterplatten

Aligemeine Richtlinien

Obwohl die Eingédnge der p-Kanal-MOS-Bauelemente mit inte-
grierten Schutzdioden versehen sind, kénnen hohe elektrostatische
Aufladungen die Bauelemente gefahrden, wenn nicht besondere
SchutzmaBnahmen bei der Anwendung der Bauelemente - beachtet
werden. In diesem Zusammenhang muB darauf hingewiesen wer-
den, daB die integrierte Schutzdiode keinesfalls fiir schaltungs-

kolben. Bei hdaufigen Létarbeiten (Laboruntersuchungen) emp-
fiehlt sich die Verwendung von Fassungen. Hierbei sind die
Bauelemente vor Anderungen der Schaltung aus der Fassung
zu nehmen und unter Beachtung der Punkte 3 und 4 auf ge-
erdetem Potential aufzubewahren.

Biegebean

chliisse wird lUber den Winkel hinaus, der
g der Anschliisse vorgegeben ist (max. 15
Gehd&useboden), nicht zugelassen.

Torsions- u

Beanspruchungen der Anschliisse durch Zug oder Torsion, die auf
die Gehdusedurchfilhrung wirken, sind nicht zuldssig.

Lagerung

Die Bauelemente sollen méglichst in der vom Hersteller geliefer-
ten Transportverpackung (oder mit gleichwertigen SicherheitsmaB-
nahmen) entsprechend den fiir diese Bauelemente giltigen Lie-

Létung

ferstandards gelagert werden.

Létungen sind an den Bauelementeanschliissen maximal bis zu

deren Aufsetzkante vorzunehmen.
Léttemperatur und Létzeit sind Maximalwerte und diirfen nicht
iiberschritten werden.

Lot tur Lotzeit
technische Zwecke (z. B. als Begrenzer) verwendet werden darf. v empercg e
Dur:h de'n” B$uelementehzrstLeller wnrdd.durchf e:ts:::;:chesnd: :er- KalBIBENG max. 270 °C e g
t i it p
packung ur ranspor un Ogerung 1e erforderli e icherhe Tuuch. oder Schwo”étung max. 250 C max. 5s
gegeben. i toleidenyh BN i N <5 >+
Folgende Hinweise sind bei Ver-
wendung von p-Kanal-MOS-Tran-
sistoren und integrierten  MOS- Vorldufige technische Daten des SMY 52
Schaltkreisen zu beachten:
1. Arbeitsplatze, an denen mit o. g. Elektrische Kennwerte (J, = 25 °C)
Bauelementen gearbeitet wird, o '
sellan Ieitendeg geerdete Auf- Kennwert Symbol MeBbedingungen ,",“,n EYP B I"Gx B Ei”"h;
lagefléchen haben. -
# Drainstrom — lp — Ups =2V; —Ugs=10V; —Ugg=0V 20 - - mA
2. MOS-Bauelemente sollen erst un- Schwellspannung — Uy Ups = Uas: —Ugg=0V; —1p =10 «A 3 - — VA
mittelbar vor ihrer Verwendung Gatesperrstrom  — lgss — Ups =0V; . =31V; —Ugp =0V = - 10 u
aus der Herstellerverpackung Gatesperrstrom lgss — Ups =0V; =20V; — Ugp =0V — — 0,20 uA
herausgenommen werden. * Drainsperrstrom  — ljss —Ups=31V; 0V; —Ugg=0V — — 10 uA
. ) Drainsperrstrom Inss —Ups=20V; 0V: —Ugp=0V — = 020 uA
3. Beim Transport und bei der Wei- Source:
terverarbeitung miissen statische Bulksperrstrom — lsgs — Usy =15V; —Upp=0V; —Ugp=0V — - 0,20 A
Aufladungen verhindert werden. Eingangs-
Deshalb sind die Bauelemente kapazitét Ceus — Ups =0V; —Ugs=0V; —Usgp=0V — — 38 pF
5 " 51 — — —
" M°9|°.""e: "(;js' ”?::" 'e"" Drainstrom =15 —Ups=10V; —Ugs=10V; —Ugy=0V — 50 — mA!)
mit igut leltencar IDberIdene au’- Steilheit yau —Ups=10V: —Ugs=10V; —Usy=0V — 125 — mS!)
zubewahren bzw. zu beférdern, Drdin:Source:
so daB die Anschliisse nicht mit widerstand Ron —1p =100 uA; —Ugs=20V; —Ugy=0V — 35 = Q)
Isoliermaterial in Beriihrung _— — e
kommen. 1) Diese Werte sowie die beigefiigten Kennlinien haben informativen Charakter
Bei der Ubernahme von einer
Ttonsporte|nr|cfftung' in dnfe Grenzwerte
ndchste oder in eine Verarbei- o o o S
tungs- bzw. MeBeinrichtung sind max. Wert .

i . h.
diese vorher auf gleiches Poten- Kennwert Symbol MeBbedingungen bzw. Baraldi Einh
tial zu bringen. —_e

4. Die Beriihrung der Bauelemente- Drain-Sourcespannung Ups Vg =—25---1+85°C —31---40,3 \Y
anschliisse mit der Hand ist zu Gate-Sourcespannung Ugs 9y = — 25-.-+ 85°C —31.--40.3 )
veimelden. Solitse: das unume Drain-Gatespannung Ugs Py = — 25---+ 85°C — 314 3 A

&nglich " . die P Source-Bulkspannung Usp 9y = — 25--++ 85°C —15.--40,3 \Y
gangli . self“ mussen cle e|:- Gate-Bulkspannung Ucn Py = — 25---+ 85°C —31.--+0,3 Vv
sonen, die die Bauelemente wei- Drain-Bulkspannung Ups g = — 25---+ 85°C —31-.-40,3 Vv
terverarbeiten, sowie die Bau- — e N e
elemente selbst und die Ver- Drainstrom!) —lp = — 25-..+ 85°C 60 mA
arbeitungseinrichtungen das- - S h o
Drai it 2 -1 = — 25...} o 120 A
gleiche Potential haben. . rainspitzenstrom?) i ot * 85 °C R ni
Es sind deshalb besonders sich FluBstrom der Schutzdiode Ig 9y = — 25---+ 85°C 1 mA
statisch aufladende Textilien (z. — =
B. Dederonkittel) und Gegen- Impulsﬂuﬁst.rom
stinde (z. B. Stiihle, Tische, FuB- der Schutzdiode?) lgswm 9y = — 25::++ 85°C 2 mA
béden) aus hochisolierenden Gesamtverlustleistung?) Prot 8, = 25°C 300 mW
Materialien zu vermeiden. - R
5. Die Léteinrichtungen sind ein- f:':‘:::'i;:‘:’:::: ) ::u - —fg—t 18:5 °<C:Z
u a — — o=
wandfrei zu erden. Besonders 9 9 £ £ o
kritisch sind Létarbeiten mit Lot- 1) siehe Bild 4; 2) t=1:5, tymax=14us; 3) 1=1:10, tymax = 1 s

21 (1972) H.1 radio fernsehen elektronik




Halbleiterinformationen-114

Si-npn-Planartransistor
im Plastgehause SF 245

. Mitteilung aus dem
Teil 2 und SchluB Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt

SF 245

{ 0V [~ = 4mA. f = 200MH: ‘ -l [ | b
Ucg =10V, I = 4mA, £ = z F=fii) ‘ Fatl
=1667mS =0V, I =émA. f =100, Upg =10V, [~ =2mA, = 100MHz
| 3 | % (I | Uge = 0V, I =4ma, Mz 15| UcE =10, Ic =2ma, .
Fopt *4108,¥60*1-/25, 75 = 036 B pe6rms == : Yo" B67mS ]
y gcg i % Fapt 2508, Y50 =04 ~j05; rg = 05 .-% Fopt =218, Yz =03j04, 1 = 069

1 10— = 10}——

T A

|
-201— o | ! — -20 f ! : b

' —¥enl2
FaF, R Y6 ~Ygo!
ot *R ~ go |F=Fopt *'p %
-25 1 1 | I 1 -25 I L | |
8 0 05 10 15 20 25 10 [5 0 15 7 I
G GG
Vo" - — W - —
Bild 13 Bild 14 Bild 15
‘ | sSFus '
' ISire! = @f#) |
| I =1mA e |
| 9= =1 Ucg =10V [
1Sy, zp =600
e Iz =Parometer
S5 |
F=tivg) [
15} UCE =10V, [ =2mA, f = 200MHz _ —
_BQ'S Yor 1667mS T |
J Foot =258, Y50=Q5-/Q8; g = Q65 750 | 1
" el émA SF245
' \ Prie=®(f)
Uce =10V
50° — .
2mA zp =60N
ImA Ic =Porameter
04 - 1 !
100 200 300 400
f in MHz —— 0 700 200 300 200
Bild 17 feinithy ===
Bild 18
912¢ NS ——
-0 0 50 00 50
- i\ \ T I srus
| ! ‘ i yize =IC,)
- | Ucg =10V
| oMz ‘ AnschluBidnge. | = 6mm
» =200} } + + T -
<
0OMHz |
& K |
& \
ool N |
\ N
N |
NS, DY '
. WSS
Bild 16 40— NN
\ ’C>\ \\ ~
\ 2ma N 4mA S I0mAN 15mA |
\ > 200MHz
Bild 19 B <
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1S12¢l ind§ —s=—

Ig=15mA SF2S
1Sr2el = #(1)
oA\ e =0V
7mA zp =800
Ic = Porameter
38— ——— |
4{ma
I 2ma
1mAl
3%}
3zt
30
¥
-

Bild 20

T Bild 21
SF24S |
100°—— 4 Wye = f1f) —i
| Ucg =10V ‘ Ir=15mA
Prze { =600 ‘
= | 10ma
90°
80° >
”»
60°
50°
0 100 200 300 400
fin MHZ —
921e in mS -—
0 50 100 150 200 250 300
A ° SF 245 7
i . | yare=tc.f)
| Ic=1ma | Ueg =10V
2mA [
'2 -50}- e ——  Anschlublange | = 6mm
S |
g
&
L
-100 —
10mA
15mA 36 MHz
=150
f =200MHz
-~
100MHz 60MHz
2 = A Bild 22
5m SF 245 1
‘ 0 521! = #1#) '
A Ucg =0V
4ma zp =600
g% ——— Jc =Parameter
<€
™
&

&

10

o .

100 200 300 L0
fin MHz -

Bild 23
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Bild 24

175,
SFa45
$ore=flf)
500 I =1ma Ucg =10V

Pore

125°

A Bild25

Bild 26

Bild 27

100
Ic=1mA SF25
1S22e1 = F11)
‘ Uceg =10V
} 2mA zp ~60N
| 995
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0 100 200 00 4w
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Paoe " 1(1f) ¢
‘ Ucg =10V
| 300 zp =600 | i{mA
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“¥22e
25°
20°}-
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Dipl.-Ing. G. HUNDT

Siliziumplanardiode SA 403
TGL 29247

Die SA 403 ist eine Siliziumplanardiode im Plastgehduse
in axialer Bauform, vorgesehen fiir die Anwendung in
der Digital-, NF- und HF-Technik, vorzugsweise als mit-
telschneller Schalter in Logikschaltungen.

roter Punkt ;.'* ‘
4{5dick 0
Katode 9 b
!
[N 6 - | Bild1:
i § 26,6 - = Abmessungen in mm

Die Kennzeichnung erfolgt mit einem roten Punkt auf der
Katodenseite.

«,\ Abmessungen siehe Bild 1
" Kennwerte (i, = 25 °C)

Halbleiterinformationen-115

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

Silizium-Epitaxie-Planardioden
SA 418, SA 418/1 TGL 29053

Die SA 418, SA 418/1 sind Silizium-Epitaxie-Planardioden
im Plastgehduse in axialer Bauform, vorgesehen fir die
Anwendung in der Digital-, NF- und HF-Technik, vor-
zugsweise in Betrieb mit erhohter Sperrspannung. Bei
der SA 418/1 handelt es sich um eine Anfalldiode, sie ist
daher nur begrenzt lieferbar.

gelber Punkt 3

K"'Qd’ ul QtSdfckS.
| 1 1
! I 6 - ‘ Bild 1:
- 266 - Abmessungen in mm

Die Kennzeichnung erfolgt mit einem griinen Farbpunkt
auf der Katodenseite. Die SA 418/1 erhalt zusatzlich
einen griinen Strich.

Abmessungen siehe Bild 1
Kennwerte (, = 25 °C)

Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max
DurchlaBgleich-
spannung Up lF=01mA 05 \Y
Irp =3 mA 081 V
Sperr-
gleichstrom Iy -Up =25V 40 nA
Kapazitat C, U=0V 8 pF
Sperrverzoge-
rungszeit t, 63 ns
Bild 2:
Gesamtverlust-
leistung in
Abhdngigkeit
L von der Betriebs-
120 umgebungs-
temperatur
Grenzwerte
Kennwert MeBbedin- max. Wert Ein-
gungen bzw. Bereich heit
Sperrgleich-
spannung —Ug 25 Vv
Scheitelsperr-
spannung —URM 30 Vv
DurchlaB-
gleichstrom Ip?) 30 mA
Scheitel-
durchlaBgleich-
strom Iprat) Integra- 60 mA
tionszeit
tmax = 20 ms
Gesamtverlust-
leistung Piotl) 100 mW
Sperrschicht-
temperatur #/; 125 °C
Lagerungs- '
temperatur ¢ —55---4125 °C
Betriebs-
umgebungs-
temperatur ¢, —25---4+100 °C
1) siehe Bild 2

Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max
DurchlaBgleich-
spannung Up I = 100 mA 12 V
Sperr-
gleichstrom Ip") —Up =150V 05" uA
Ir?) —Up = 80 V?) 0,5%) A
Kapazitat C, U=o0V
f = 0,5 MHz 8 pF
Sperrverzége-
rungszeit t;, 1 s
1
‘ 700i
! I\
€ sof
- ! ! Bild 2: Gesamtverlust-
cf?é i leistung in Abhéngig-
% 0 o & @045 oo keitvon der Betriebs-

B, in °C -— umgebungstemperatur
Grenzwerte
Kennwert MeBbedin- max. Wert Ein-
gungen bzw. Bereich heit
Sperrgleich-
spannung —Ugr"Y) bis #,=85°C 50') V
—Upr? bis #,=85°C 80%) V
DurchlaB-
gleichstrom Iy 100 mA
Gesamtverlust-
leistung Ptot”) 100 mW
Betriebs-
umgebungs-
temperatur ¥, —25---+4-85 °c
Sperrschicht-
temperatur ; 125 °C
Lagerungs-

temperatur —55.--4125 °C

1) giiltig nur fiir SA 418/1
2) gliltig nur fiir SA 418
3) siehe Bild 2
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Silizium-Epitaxie-Planardiode
SA 412 TGL 28364

Die SA 412 ist eine Silizium-Epitaxie-Planardiode im
Plastgehduse in axialer Bauform, vorgesehen fir die An-
wendung zur elektronischen Bereichsumschaltung in
VHF-Fernsehtunern. Die Kennzeichnung erfolgt mit einem
gelben Punkt auf der Katodenseite.

griner Punkt § -
N~
K i <,
atode ) 045dick '
C )
[ ! ! Bild 1:
| [P - Abmessungen
e 26 - = in mm

Abmessungen siehe Bild 1
Kennwerte (¢, = 25 °C)

Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max
DurchlaBgleich-
spannung Up Ip = 100 mA 1,2 \
Sperr-
gleichstrom Iy -Up=20V 100 nA
differentieller
DurchlaB-
widerstand rp lp = 10 mA 1 Q
o 305
300 MHz
Sperrschicht-
kapazitat C; -Up=10V

f=05MHz 18 31 pF

k00l | 100)
80! % Prot
| so? 50 F
& ' | !
SlE L .
0 2 7] 60 085 00
140 in °C -

Bild 2: Gesamtverlustleistung und DurchlaBgleichstrom in Abhdn-
gigkeit von der Betriebsumgebungstemperatur

Grenzwerte

Kennwert MeBbedin- max. Wert Ein-
gungen bzw. Bereich heit

Sperrgleich-

spannung —UR 20 Vv

DurchlaB-

gleichstrom Ip?) 80 © mA

Gesamtverlust-

leistung Piot!) 100 mW

Betriebs-

umgebungs-

temperatur ¥,
Sperrschicht-

temperatur 125 ol
Lagerungs-
temperatur —55---4125 °C

1) siehe Bild 2

Monolithisch-integrierter MOS-
Schaltkreis im DIL-14-Plastgehduse
unz2bp

MANFRED LESSEN
Der U 112D ist ein bindrer Frequenzteiler mit.sieben 2 : 1-

Teilerstufen in p-Kanal-MOS-Hochvolttechnik
3 - 2:1-Teilerstufen mit getrennten Ein- und Ausgdngen

692 25 (1976) H.21 radio fernsehen elektronik

2 — 4:1-Teilerstufen mit einem Eingang und Ausgdnge
fiir 2:1 und 4:1 geteilte Signale.

Die Eingdnge sind durch Schutzschaltungen vor stati-
schen Aufladungen geschiitzt. Alle Teiler sprechen auf
die H-L-Flanke des Eingangssignals an. Samtliche Tei-
lerstufen kénnen direkt in beliebiger Reihenfolge ohne
zusdtzliche Bauelemente zu einer Teilerkette zusammen-
geschaltet werden.

Der U 112D ist signalkompatibel mit den MOS-Schalt-
kreisen des KFWE U 101D bis U109D, U311 D und
U 352 D. Eingesetzt wird er in elektronische Tastenmusik-
instrumente und in MeBgerdte.

(Das Flip-Flop zwischen
5 und 6 muB so gedreht
werden, daB der Ein-
gang an 6 liegt.)

[re] [3] [2] [11] [o] [9] [E

[eT Le]

] B U 7]
AnschluBbelegung
1 = Eingang e; 8 = Ausgang a,
2 = Ausgang as 9 = Eingang e,
= Ausgang a;; 10 = Ausgang o,
4 = Betriebsspannung Uy, 1 Bulk B
5 = Ausgang a; 12 = Ausgang a;»

6 = Eingang e
7 = Eingang e

13 = Ausgang ay
14 = Eingang e;

Betriebsspannung —Up, = 27 +1/—2V

Statische Kennwerte (i, = 25 °C)

Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max

Ausgangs-

spannung —U;1, Ra=100kQ 10 14 20 Vv

Ausgangs-

spannung —U,g Ra=100kQ — — 1 Y

Ausgangs-

spannung —U,, I =1,5mA 9 — — \

Ausgangs-

spannung —Uan I = —1mA — 3 v

Strom-

verbrauch Ip R,=100kQ — — 10 mA

Lastwiderstand R, 6 — — kQ

Dynamische Kennwerte (J, = 25 °C)

Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max

Grenz-

frequenz fgr
Eingangsflanken-
steilheit tare, tLge —2V/—9V:

Cr, = 60 pF 125 — — kHz

Cy, = 60 pF — — 10 us
Verzégerungszeit
tons toft Ra =6 kQ

CL =60 pF —_— 1 us
Taktimpulslange - —9 V/—9V;

CL = 60 pF 2 — — us
Taktpause —2V/—2V;

CL =60 pF 2 — — - us
Eingangs-
kapazitat Ce 10 pF
Lastkapazitat C;, Ry = 6 kQ 2 nF
Hinweis

Die Behandlungsvorschriften fiir p-Kanal-MOS-Bauele-
mente in Dual-in-line-Bauform sind unbedingt einzuhal-
ten. Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwick-
lung vorbehalten.
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WILFRIED REGEL

Kleinleistungsthyristor
ST103/1.../6

Der ST103/1---/6 ist ein steuerbarer Siliziumgleichrich-
ter in Kunststoffausfithrung, der fiir netzgefiihrte Strom-
richter bis zu einem Dauergrenzstrom von 3 A bei perio-
dischen Spitzensperrspannungen von 100---600 V geeig-
net ist.

Tern, erq‘:ur-
k a mefipunkt
R s. L T
ol B ' e
~ A
iy oy .Q ? g
- —— T3
G 4
N + +
: e 12205 »__YO-Q.?— __3,3_ .
\;' L 18205 _
v"\; , Kuhlfahne ,
al 1
A .
s 1 (g
LY i m‘.
$ 01 ' Bild1:
(otbar verzinnt nach Abmessungen des
TGL 200-0053 Thyristors
60
Eingangskennlinien
‘ Zundbereiche [
Fa— |
50
<
3
S
L
40!
30+
20
m.~
i | Bild 2:
S S—| Eingangskenn-
"] linienfeld mit den
00 Bereichen méglicher

Un in y —w=— Ziindung
Abmessungen (siehe Bild 1)

Masse =~ 2 g ' ~
Standard TGL 28 220

Kennwerte

DurchlaBspannung ur

bei it=10A, #; = 25°C <18V
Schleusenspannung Ut (to) <11V
differentieller Widerstand r < 0,07Q
Zindspannung Ut

bei up =6V, #; =25°C <3V
Zindstrom lgr

bei up =6V, ¥; =25°C < 20 mA
Nichtziindspannung Ugp :

bei Up = pry, ¥ = 125°C 0,25V
Haltestrom g

bei up =10V, #; =25°C < 20 mA

Halbleiterinformationen-116

Mitteilung aus dem
VEB Werk fiir Fernsehelektronik

Eingangskennlinien
1 Kurven konst
Verl.- Leistung
T | | | |

Bild 3:
Eingangskenn-
linienfeld mit
Kurven konstanter
Verlustleistung

Bild 4: Mittlere
Einschaltzeit in
Abhéngigkeit vom
Ubersteuerungs-
faktor

I/lgr bei 3, =25°C

BESTELLSCHEIN

Die aufgefiihrten Biicher kénnen Sie mit diesem Bestellschein im
Inland beim &rtlichen Buchhandel oder iiber den Buchdienst Berlin,

102 Berlin, RungestraBe 20, bestellen

Expl.

Taschenbuch Elektrotechnik in sechs Béinden

Band 1: Allgemeine Grundlagen
Herausgegeben von E. Philippow

1. Auflage, 898 Seiten, 625 Bilder, 166 Tafeln

Kunstleder 30,00 Mark, Bestell-Nr. 552 266 2

Theoretische Grundlagen der Nachrichtentechnik
Von G. Fritzsche, 2., durchgesehene Auflage

596 Seiten, zahlreiche Bilder und Tafeln
Leinen 35,00 Mark, Bestell-Nr. 551 890 3

Numerische Steuerungen, VEM-Handbuch

Von H.-J. Bartsch

1. Auflage, 344 Seiten, 254 Bilder, 12 Tafeln
Kunstleder 25,00 Mark, Bestell-Nr. 552 362 2

Mensch und Automat im All
Ubersetzung aus dem Russischen

Von V. G. Denissow und V. F. Onistschenko

1. Auflage, 228 Seiten, zahlreiche Bilder
Leinen 12,00 Mark, Bestell-Nr. 552 163 5
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1 — Bild 5:
B B | 1 FluBkennlinien
‘ "1 |
9=
- -1
Tt a
S~ T ! Ll
oL } 3, =110°C |
mittlere "," 25°C
I~ Kennlinie T [ T i1
8 ' I A L]
| Grenzkennlinie
L | R —
Sl L
i 1
4l
21— —
0 i { | . 1 | 1
1 2
Ur invy — e—
Einschaltzeit tgt
bei #j = 25°C, it = 3 A
up =100V, Ipg = 100 mA typ. 2 us
max. 5 s
Freiwerdezeit t,
bei #; =125°C, ip =3 A
—dit/dt = 5 A/us, ug = 100 V
dup/dt = 20 V/us
bei 679, Uprn typ. 40 us
max. 100 us
innerer Warmewiderstand Ry <6 K/W
Gesamtwdarmewiderstand Ry
bei freitragendem Einbau senkrecht 60 K/W
GrenzkenngroBen
ST103/1103/2 103/3 103/4 103/5 103/6
periodische
Spitzen-
blockierspan-
nung Upgry 100V 200V 300V 400V 500V 600V
periodische
Spitzensperr-
spannung
URRM 100V 200V 300V 400V 500V 600V

Bitte wenden!

Dariiber hinaus kénnen Sie alle in dieser Zeitschrift angezeigten
und rezensierten Biicher des VEB Verlag Technik ebenfalls mit die-
sem Vordruck bestellen,

Name, Vorname Anschrift mit Postleitzahl

Datum ) Unterschrift

728 25 (1976) H.22 radio fernsehen elektronik

8 18=30° 60° 90° 120° 1860° Gleichstrom)
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2 6 v e

£ | | o I _
Q I ppp =154 Ireff =454
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|11 |
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Itay) in A —

Bild 6: Verlustleistung in Abhéngigkeit vom mittleren DurchlaBstrom

3

Soin T w—
8
T
L

9=30° |60°|oofr20° |180° | Noieichstrom |

10

1 2 3 4 5 6
I104v) in A e—

Bild 7: Héch ldssige Gehd mperatur in Abhédngigkeit vom

mittleren DurchloBstro;l

) g |

1" Widerstandslast S50Hz sin
1 @ =180°

| Kiiblung 50x50x 2mm3

i +—— senkrecht
M\f "'f"l[‘ T TTTTTT
\~’7‘7-~.\ | |
i S S B 5
{ 68102 2 { 6 8103
Periodenzahl n - —

Bild 8: Grenzstromkennlinie als Funktion der Periodenzahl
Dauergrenzstrom Ip(Av)

bei ¥, = 75°C 3A
effektiver DurchlaBstrom Iy 4,5A
periodischer Spitzenstrom IR\ 15A
Grenzstrom Iy

bei J; = 125°C, f = 50 Hz

10 ms 40 A
Grenzlastintegral

bei #; = 125°C, 10 ms 8 A’s
Anstiegsgeschwindigkeit der
Blockierspannung dup/dt

bei #; = 125°C,

Anstieg auf 0,67 Uprym 20 V/us
Anstiegsgeschwindigkeit des
DurchlaBstromes dit/dt

bei #; = 125°C, ir=3 A, f =50Hz 5A/us
Spitzensteuerstrom lpgy 1A
negativer Steuerstrom —Ig max. 50 A
mittlere Steuerverlustleistung Pg 05W
Spitzensteuerverlustleistung Pgy 2W
Sperrschichttemperatur #; min. —40°C

max. +125°C

Kurzlagertemperatur g min. —40°C

max. zuldssige Gehausetemperatur
am TemperaturmeBpunkt 9,
bei Betrieb mit ITay = 3 A

max. +125°C

+75°




Das Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) hat im Sep-
tember einen Katalog seiner analogen integrierten Schaltkreise
herausgebracht. Da viele unserer Leser diese umfassenden Unter-
lagen besi dcht di Katalog aber nur zur Information
der Auslandskunden vorgesehen ist, vereinbarten wir mit dem HFO
seinen Abdruck, mit dem wir in diesem Heft beginnen. Abweichend
von dem bisherigen Charakter unserer Halbleiterinformationen wer-
den wir auch die Applikationsbeispiele fiir die IS mitverdffentlichen.
Da unsere Halbleiterinformationen ausheftbar sind, und damit gute
Arbeitsunterlagen darstellen, werden wir alle Typen bringen; einige
Wiederholungen aus friilheren Beitrdgen sind dabei unvermeidbar.

Operctionsverstarker A 109, B109

Integrierte bipolare hochverstéirkende Operationsverstarker im DIL-
Keramik- bzw. -Plastgehduse mit kleinen OffsetgréBen, groBem Ein-
gangswiderstand und groBer Ausgangsamplitude fiir universellen
Einsatz

Abmessungen in mm und AnschluBbelegung (s. Bild 1)

Gehdause DIL-Keramik- bzw. -Plastgeh&use
Masse 1g

Bauform K 21 nach TGL 26 713
Typstandard TGL 28 873

MeBverfahren TGL 31 487/01--:18

- A5
= e - 62
i
s
= &
S 90%467 || 035
il 053 |, [ . a6
55 5 -
% 13 12 11 10 9 8
' oMo
la
FYTTT T 7
T _19.8 N
f T
[ AU M
T a8
Q“
a9
2520125 045+0)
- R 7520,125 |
4 3 R no0 9 8
MMM |
|
:
I 1 6 b
! 2 3 4 5 & 7

Bild 1: Abmessungen und An-
schluBbelegung a) fiir A 109 C
und B 109 C; b) fiir A 109 D und

6 — negative Betriebs-
spannung
9 — Ausgangsfrequenz-

B109 D kompensation
3 - Eingangsfreq komp 10 - Ausgang
sation 11 - positive Betriebsspannung

4 - invertierender Eingang
5 — nichtinvertierender
Eingang

12 - Eingangsfrequenz-
kompensation
1,2, 7,8, 13, 14 - nicht belegt
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Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)

Bild 2: Innere Schaltung

Grenzwerte, gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Us, +18 Vv
Us. —18 \%

Gleichtakteingangsspannung Uy —10 +10 \
Differenzeingangsspannung Ujp —5 +5 '
Gesamtverlustleistung P, bei 7, = 25°C!) 300 mW
Dauer des KurzschluBausgangsstromes t
bei #, = 25°C!) 5 s
Betriebstemperaturbereich 7,

A 109 0 +70 °C

B 109 —25 +-85 %G
Lagerungstemperaturbereich #,?)

A109C, B109C —55 +150 °C

A 109D, B109 D —40 +125 °C

1) gilt nur fir A109 C, B109 C
?) gilt nur fur Temperaturwechselpriifung nach TGL 28 505, Prif-
gruppe B2. /

Statische Kennwerte (Us, = —Ug_ =15V, ¥, = 25°C)

Eingangsoffsetspannung Uio

min typ max
Rs = 100 Q A 109 0,52 7.5 mV
B 109 0.4 5 mV
Rs =100 Q, ¥, =0---70°C A 109 10 mV
Rs =100 Q, 4, = —25---85°C B 109 10 mV
e o . 4Ur0
Temperaturkoeffizient der Eingangsoffsetspannung 10
ar
Rs = 100 Q
a1 =0°C, 84, =70°C A 109 1.9 uV/grd
Oa1 = —25 °C, $43 = 85°C B 109 1,85 25 uV/grd
Eingangsoffsetstrom l;o
8, = 25°C A 109 38 500 nA
B 109 32 200 nA
9y =0---+70°C A 109 750 nA
3y = —25---485°C B 109 750 nA

radio fernsehen elektronik 25 (1976) H.24
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Eingangsbiasstrom |; Dynamische Kennwerte (Ug, = —Us_- =15V,
g min typ max 19& =25 °C)
¥y =25°C A 109 330 1500 nA Anstieasieltt
e e R 2 k@, G =0 A 109 0,68 s
9y =0---+70°C A 109 2000 nA L £ el ichies i &
By = —25---+85°C B 109 2000 nA ‘ P
: 4U,
Betriebsspannungsunterdriickung SVR Ul:jrsch;volng\:nc o r @
= , CpL = 100 3
Rs =100 Q, 4Ug, = 1V A 109 435 200 uVN ! e S P Vo
B 109 40,5 150 .uV/V . . o . o
Rs = 100 Q, AUg. — —1V A 109 147 200 WVN Allgemeine Applikationshinweise
B 109 13,5 150 VIV @ Es ist zweckmdBig, die positive und die negative Versorgungs-
) spannung Us, und Ug_ mit je einem Kondensator von 0,01---0,1 xF
Ausgangsspitzenspannung gegen 0V abzublocken.
Ry =2kQ Vo, 10 13,2 v @® Um eine eventuelle Schwingneigung in der positiven Halbwelle
B —Vo- 10 13.4 v der Ausgangsspannung zu vermeiden, ist das Einschalten eines Wi-
L =10k 3"* ::‘; :;'g :,I derstandes von 51 Q in den Ausgang erforderlich.
- ' @ Es ist zu beachten, doB der Schaltkreis auch beim Betrieb in
Gleichtakteingangsspannung + U; 8 Vv offener Schleife bereits frequenzkompensiert werden muB. Dazu sind
zwei Kondensatoren mit den Werten Cy; = 10 pF und Cy = 3 pF er-
Gleichtaktunterdriickung CMR forderlich.
Rs = 100 Q A 109 65 105 dB @ Beim Betrieb in geschlossener Schleife richten sich die Werte fiir
B 109 70 108,5 dB die Frequenzkompensationsglieder nach der geschlossenen Schlei-
Rs =10Q A 109 104,1° dB fenverstérkung | Vg |:
B 109 108.8 dB
[Vl Cis Rk Cia
GroBsignalverstérkung Vy in dB in pF in kQ in pF
Up =1+ 10V, R, =2kQ A 109 15 311 <108
B109 25 342 - 108 60 10 0 3
Uo=+ 10V, R, =2kQ 50 27 1.5 3
Py = 0--++70 °C A109 12 2108 40 100 1.3 3
By = —25-++485°C B109 12 S0 30 270 1.5 10
. 20- 470 1.5 20
Eingangswiderstand R, A109 50 270 kQ 10 2700 1,5 100
B 109 150 270 kQ 0 4700 1,5 200
Eigenleistungsaufnohme Py A 109 72 200 mW
B 109 7110 165 mW Fortsetzung auf Seite 801
700 75,
Streuwert A9, 8109
Aty __mm ] Ipo+t i)
s00}m=m" | | Ug =415V
r A9, 5109 Rg = 10k
\ Ip=tiUs) | s i B T N
L Rg=10kQ <
500 - + - |
: :
XS -
o
400 — -
Byog_'____.__s_t.rﬁlze—d———w 25—
-
M« (wert
‘ 300 | e
8109
S 12 15 p— ) |
*Ug in V— |
Bilds pilda 20T ——mmempnmnmed %s 0 % %0 70 8
L Streuwert Yy in°C— w—
> A 109
200 ‘ Bild 5
A 109, B 109 j 100
Iaf L] 12 15
‘ 1= (%) Ug in V- =
Ug=£15V, Rg = 10kQ
600 —— ' ' L
2 . A 109, B 109
< ‘ ‘ ‘ - o Ve r)
\ - Ug= %15V |«
™ 500 — - Cy.Cp.C3=Parameter |
(\\ 3 > 1’2 I I
< |
. o ¥ 17T o [ | |
° S | | i i
4 11} e —
o0 < | A109, B 109
>b " Uo ot f(’)
60 8 ——+14—4 Ug=*15V
|| cy=100F, = 30F
300 ! ! - Ry=0
1 ~Cy= 0pF ., Co=3pF 6
@0 Ry=0
2 -Cy=100pF, Cy= 3pF ‘
200 Ry =1,5kQ . !
3 -Gy = 500pF, Cy=20pF
| | Fi=15ka | 11§ |
-25 0 25 ER X072 sw03z swiz 5052 506 %072 sw32 s w0b2 5052 515
By in C- w— fin Hz — fin Hz — w=—
Bild 6 Bild 7 Bild 8
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Bild 15: Frequenzkompensation des A 109,
B 109 und Beschaltung als invertierender
Verstérker

Fortsetzung von Seite 796

Frequenzkompensation des A 109, B 109 und
Beschaltung als invertierender Verstérker (Bild 15)

— Fir Verstdrkungen |Vg| > 30 dB ist eine Offsetkompensation vor-
zusehen, um die Ausgangsruhespannung auf 0V bei 0V Eingangs-
spannung- einstellen zu kénnen.

— Zur Erzielung einer minimalen Temperaturdrift missen die von
den Anschliissen des invertierenden bzw. des nichtinvertierenden
Eingangs in die Schaltung hineingemessenen Wirkwidersténde
gleich groB sein.

Daraus resultiert die Bedingung Ry = Ry[|R,.

— Beim Betrieb als Spannungsfolger kommt der Einhaltung des
maximalen Gleichspannungsbereichs eine besondere Bedeutung zu.
Der maximale Gleichtakteingangsspannungsbereich darf auch nicht
kurzzeitig liberschritten werden, da es sonst zum ,Latch up” (Fest-
fahren oder Héngenbleiben der Ausgangsspannung) kommen kann.
Es ist deshalb beim Betrieb des A 109 bzw. B 109 als Spannungs-
folger in die Rickfihrung vom Ausgang auf den invertierenden
Eingang ein Widerstand von 10 kQ einzuschalten.

Bild 16: Invertierender Verstérker

A 109, B8 109 8109 | "5 T
Up = f(US) Ug'I(U[D) |
12\~ R =2k Us=215v i
. TR0k TP
| | < ‘
8 | | | o
| -
|
> 4 l
BN
o -06 -04 -02 0 02 04 06
S | | Urp in mV e
‘ |
' t 1 =5 T 1
+ f— =10 !
-15
)
st - - . Bild 11
B iy Wi Bild 10
Bi
ild 9 " 14
| A 109, 8109 2 i ”
5 - CMR = f(Us ) psgpiog
A 109 2
Re =10k 0 < Up=Ff(Ry)
Up=F(Yrp) A g 8 109 S G ug- 415V
Ug= +15V < 3 ' '
R = 10k > 0 g
- 6
G 100 T B
- A9 Mittelwert
S )
5
L__8108 |
<06 04 -02 o 02 04 06 TUse———adl
Upp in mV—e— 0 -“”‘*~~:
N \
-5 Streuwert
A 109
B
-10 S~a
eog 12 5
15 Ugin V —
Bild 12 Bild 13

Bild 17: Nichtinvertierender Verstérker

— Sofern in-der angewendeten Schaltung die Md&glichkeit besteht,

daB die Spannungsdifferenz direkt zwischen dem invertierenden und
nichtinvertierenden Eingang gréBer als 5V werden kann, ist ein
besonderer Schutz fir die Eingdnge vorzusehen. Dieser Schutz kann
entweder aus zwei in Reihe liegenden, gegensinnig geschalteten
Z-Dioden oder mit Hilfe zweier antiparallel geschalteter schneller
Si-Dioden erfolgen.

— Soll der A 109 bzw. B 109 eine Logik ansteuern, so ist zwischen
dem Ausgang des Schaltkreises und dem Eingang der logischen
Schaltung eine Logikpegelangleichung vorzunehmen.

Zur Ansteuerung eines TTL-Gattereingangs geniigt dazu die Ein-
schaltung eines Widerstandes von 2 kQ zwischen dem Ausgang des
A 109 bzw. B 109 und dem Gattereingang sowie die Anschaltung
zweier Klemmdioden an den gatterseitigen AnschluB des Wider-
standes; eine Diode von 0V (Anode) zum Widerstand, die andere
Diode vom Widerstand (Anode) zu einer positiven Hilfsspannung
von 2,8 V.

— Bei Brettschaltungsaufbauten mit dem A 109 bzw. B 109 kann zum
Schutz gegen unbeabsichtigte Verpolung der Betriebsspannungen
vor die Anschliisse Us, und Us_ je eine Diode geschaltet werden,
die bei versehentlich falscher Polung sperren und die Zerstérung
des Schaltkreises verhindern.
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Bild 18: Spannungsfolger

Bild 19: Differentiator

Anwendungsbeispiele
1. Invertierender Verstarker (Bild 16)

Unter der erfiillten Voraussetzung sehr hoher offener Schleifenver-
stirkung und vernachlassigbaren Eingangsstroms des Operations-
verstarkers befinden sich die beiden Eingédnge des Verstdrkers stets
auf gleichem Potential, und Punkt A kann als virtuelle Masse be-
trachtet werden. Damit wird die Spannungsverstdrkung der geschlos-
senen Schleife

U, R,
Vg=—=——=—100
L Ui R
Der Eingangswiderstand der Schaltung ist ndherungsweise
Ry =~ R,

Ry, Cki und Cy, dienen der Frequenzkompensation. Mit R, = 10 kQ
wird minimale Temperaturdrift erreicht.

2. Nichtinvertierender Verstérker (Bild 17)

Die Verstarkung wird unter der Voraussetzung sehr hoher offener
Schleifenverstdrkung und vernachl&ssigbaren Eingangsstroms des
Operationsverstérkers

U, R;+R,
Vg =2 -
g Ui R 101
Der Eingangswiderstand ist ndherungsweise
Ri— VOR:;
R e
¥ R,

V, ist die offene Schleifenverstarkung, R, der Eingangswiderstand
des A 109 zwischen den Anschliissen 4 und 5. Der Eingangswider-
stand des nichtinvertierenden Verstarkers ist damit wesentlich hoher
als der des invertierenden Verstarkers.

3. Spannungsfolger (Bild 18)

Infolge seines groBen zuldssigen Gleichtakteingangsspannungsbe-
reiches eignet sich der A 109 als Spannungsfolger. Dabei ist zu be-
achten, daB die Grenzen der Gleichtakteingangsspannung nicht
tberschritten werden diirfen.

Grundsétzlich ist bei Spannungsfolgern die Méglichkeit des ,Han-
genbleibens" (Latch up) zu beriicksichtigen, die dadurch zustande
kommt, daB der Eingangstransistor des invertierenden Eingangs in
die Sdttigung kommt und somit die Invertierung verloren geht. Die
Gegenkopplung iiber R, wird in diesem Fall zur positiven Riickkopp-
lung, und der Schaltkreis fahrt sich fest, sofern die Ausgangsspan-
nung die Séttigung des Eingangs aufrechterhalten kann.

Die Diode D; begrenzt die Ausgangsspannung auf einen Wert, der
die Sattigung des Eingangstransistors nicht zul&Bt, und verhindert
das Héngenbleiben der Schaltung.

4. Differentiator (Bild 19)
Der Strom im Summierpunkt S ist bestimmt durch

d[Ui(t)]
Ca TS

Unter Vernachldssigung des Eingangsstroms des Schaltkreises wird
die Ausgangsspannung

le=

Uo(t) = IcRa = —‘Rdqu[U—lt(t)—l

d
Der Differentiator muB sehr sorgfaltig frequenzkompensiert werden.
Der Kondensator Cy ist fiir ausreichende Frequenzstabilitat zusatz-
lich erforderlich. Ry begrenzt den maximalen Eingangsstrom.
Die Schaltung wirkt nur im unteren Frequenzbereich (f < 20 Hz) als
Differentiator; fiir Frequenzen f > 2kHz arbeitet sie bereits als
Integrator. Dazwischen liegt ein etwa proportionaler Bereich. Die
Verstarkungsabnahme bei hohen Frequenzen wirkt stark vermin-
dernd auf die Ausgangsrauschspannung. Die Differentiationszeit-
konstante RyCy ist so gewdhlt, daB die zu erwartende maximale
Anderungsgeschwindigkeit des Eingangssignals die volle Aussteue-
rung des Ausgangs innerhalb des zuldssigen Ausgangsspannungs-
bereiches ergibt.

=—rapUi(t)
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Bild 20: Integrator

+15v =15V +3v
0 o) 0

Bild 21: Komparator

+I15V =I5V

Bild 22: Offsetkompensation

5. Integrator (Bild 20)

Bei vernachlassigbarem Eingangsstrom des A 109 muB der Strom,
der liber den Widerstand R; in den Summenpunkt S hineinflieBt,
iiber den Integrationskondensator C; wieder abflieBen. Deshalb gilt

Ui dl1U0]
Rj ' dt
und

Uo(t) = %/ Ui(t) dt

mit r; = C;R, als Integrationszeitkonstante. Im angegebenen Bei-
spiel ist 7y = 0,1 s.

Die gezeigte Prinzipschaltung des Integrators muB in einer ge-
schlossenen Schleife zusammen mit einer Vorrichtung zum Halten
und Setzen verwendet werden, weil sonst innerhalb einer gewissen
Zeit die Ausgangsspannung einen ihrer méglichen Endwerte er-
reichen wiirde.

6. Komparator (Bild 21)

Diese Schaltung vergleicht die Eingangsspannung u; mit der Be-
zungsspannung U..r. Die Ansprechempfindlichkeit betragt etwa
1 mV. Liegt die Eingangsspannung 1 mV iiber der Bezugsspannung,
betrdgt die Ausgangsspannung U~ —14V, im umgekehrten Fall
etwa 14 V.

Die Schnelligkeit des Spannungsvergleiches héngt von der Uber-
steuerung ab und betrégt fiir 10 mV Ubersteuerung etwa 5 us. Eine
Angleichung des Ausgangspegels an die Logikpegel ist z. B. mit
zwei Dioden Dy, Dy méglich.

Offsetkompensation (Bild 22)

Infolge geringer Unsymmetrien innerhalb des Operationsverstarkers
sowie auf Grund der geringfiigig unterschiedlichen Spannungsab-
fille, die die Eingangsstréme des Verstarkers an den vor die beiden
Eingénge geschalteten Widersténden hervorrufen, ist die Ausgangs-
spannung nicht Nul, wenn die Eingangsspannung zu Null gemacht
wird. Diese Tatsache kann sehr stérend wirken, besonders bei hohen
Verstarkungen. 'Deshalb sind MaBnahmen zur Offsetkompensation
erforderlich, die z. B. durch Gegenschaltung einer kleinen Kompen-
sationsspannung realisiert werden kénnen.




Integrierte bipolare Komparatoren

A 110, B110

Integrierte bipolare Komparatoren im DIL-Keramik- bzw. Plastgeh&use
mit einem Differenzeingang und einem mit allen Logikformen kompa-
tiblen, niederohmigen Ausgang fiir universelle Anwendung

Abmessungen in mm und AnschluBbelegung (s. Bild 1)

Halbleiterinformationen-118

Mitteilung aus dem

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Eingangsbiasstrom |;

Gehdause DIL-Keramik- bzw. Plastgeh&use
Bauform K21; TGL 26 713
Masse 19
Typstandard TGL 28 874
MeBverfahren TGL 31 487/01...18
%5 Bild 1:
b 18,6 - ‘< 62 o Abmessungen und
= AnschluBbelegung,
of a) tiir A 110 C
2y € und B 110 C;
~ 90°46° || 935 b) fiir A110D
y ! it und B 110 D
-l 5 95 .. - 88 2-0V
- = 3 = nichtinvertie-
render
Y-S N Eingang
4 - invertierender
Eingang
6 — negative
a) Betriebs-
spannung
9 - Ausgang
- 198 7540125 11 — positive
= g - Betriebs-
i spannung
K 5 .
Q" \

1o

(=3

141 01.
3 +0,
P = st
250,125 13404 G45%01

2 195 o0,

% 1312 1110 9 8
 on B o TN e I e B o T e e B

O

FoT T T

Grenzwerte, gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Us;, +14 Vv
Us. a / \Y

Gleichtakteingangsspannung Uy -7 + 7 V
Differenzeingangsspannung Up -5 + 8§ V
Ausgangsstrom |y 10 mA
Gesamtverlustleistung Py 300 mw
Betriebstemperaturbereich ,

A 110 0 70 °C

B 110 —-25 85 °C
Lagerungstemperaturbereich d')

A110C, B110C —55 +150 °C

A110D, B110D —40 +125 °C

') gilt nur fir Temperaturwechselpriifung nach TGL 28 505, Priifunter-
gruppe B2

Statische Kennwerte

(Us, =12V, Ug. = —6 V, #, = 25 °C)
min typ max
Eingangsoffsetspannung U;q
Rs==100 2, Uy, = 1,4V A 110 0,92 7.5 mV
B 110 0,76 5 mV
Rs =100 Q, #,=0...+70°C A 110 10 mV
Rs =100 Q, #, = —25...4+85°C B 110 10 mV
Temperaturkoeffizient der Eingangsoffsetspannung f_t:_f;l
#a1 = 0°C, 943 = +70°C A 110 2,7 «V/grd
9a1 = —25°C, Py = +85°C B 110 2,0 20 uV/grd
Eingangsoffsetstrom |jo
Ug =14V A 110 1,55 15 uA
B 110 0,95 5 uA
Pa=0...4+70°C A110 20 uA
Pa=—25...185°C B 110 20 uA

Up =14V A 110 21 100 1A
B 110 n 25 uA
90 =0...470°C A 110 150 A
9y =—25...+85°C B 110 150 pA
Ausgangswiderstand Rq
Ug=14V 150 Q
High-Ausgangsspannung Uy
Upp =10mV, lpg = —5 mA 2,5 3,0 v
Uip =25V, log = —5 mA 2,7 v
Low-Ausgangsspannung Ugy,
Upp=10mV, lg, = 1,6 mA A 110 —0,44 0 V
Uip =10mV, lg;, =2 mA B 110 —-0,32 0 V
Up =25V, lop =2mA B 110 —0,21 \'
Uip =25V, lo, = 1,6 mA A 110 —0,32 Vv
Spannungsverstarkung V,
AU =2V A 110 750 1200
B 110 1000 1490
P = 70°C A 110 1120
#a = 85°C B 110 1250
Gleichtaktunterdriickung CMR
Rs =100 , 4U; =10V A 110 70 101 dB
B 110 70 103 dB
Betriebsstrom
Up=0V Is, A 110 5,75 9 mA
Is- 4,2 7 mA
ls, B 110 52 9 mA
Is- 3,8 7 mA
Dynamische Kennwerte
(Us, =12V, Us. = —6V, 3, =25°C)
Verzégerungszeit
AUjp =100 mV, i =5 mV
Ry = 2 kQ toLn 50 ns
ton 38 ns

Aligemeine Applikationshinweise

@ Die Zuleitungen, besonders die Erdleitung, sollten so
niedrige Impedanzen wie moglich aufweisen.

@® Es ist zweckmdBig, die Versorgungsleitung -+Us und
—Ug direkt am Schaltkreis mit einem HF-Kondensator von
0,01...0,1 uF und die Versorgungsleitungen fiir die Platine
mit einem Kondensator von 10 «F zur Ableitung von Stérun-
gen abzublocken.

@® Die Quellwiderstinde der Signal- und Referenzquellen
sollten gleich groB und kleiner als 200 Q sein, um die ther-
mische Drift und die Offsetspannung gering zu halten.

@ Eine Parallelschaltung von maximal vier Ausgdngen ist
zuldssig.

@ Der Ausgang des A 110/B 110 ist TTL-kompatibel und mit
einem Fan-out von 1 belastbar.

el
o Ry . s
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2
] g,
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Bild 2: Innere :
Schaltung —p
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Bild 11: R,
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Bild 12: o
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Anwendungsbeispiele

1. Fensterdiskriminator (Bild 11)

Bei MeBautomaten tritt oft das Problem auf, MeBwerte, die
zwischen einem oberen und einem unteren Grenzwert lie-
gen, als gut, alle auBerhalb der beiden Grenzen liegenden
Werte als schlecht zu bewerten. Eine elegante Lésung dieses
Problems ist mit einem Fensterdiskriminator méglich.

Mit der dargestellten einfachen Grundschaltung l&Bt sich
eine Funktion der Ausgangsspannung erreichen, die ein
Fenster zwischen den beiden Bezugsspannungen Uyer; und
Urety bildet. Die untere Grenze (Urety) wird an den nichtin-
vertierenden Eingang des einen A 110, die obere Grenze
(Urers) an den invertierenden Eingang des anderen A 110 ge-
legt. Die iibrigen Eingénge werden zusammengeschaltet
und mit der zu vergleichenden Spannung beaufschlagt.

2. Monostabiler Multivibrator (Bild 12)

Die Schaltung wird mit negativen Impulsen am Eingang A
getriggert. Der Schwellwert wird an B vorgegeben. Mit C,,
Ry und Rj 1GBt sich die Ausgangsimpulsdauer t, einstellen:

- __AUoRy
tp=(Ry +Ry) C, In g—rp =t o

Durch Einsatz des A 110 ist die Ansprechgenauigkeit des
monostabilen Multivibrators sehr hoch (410 mV in einem
Bereich von 15 V). Die Schaltung ist daher fiir monostabile
Multivibratoren mit hohen Genauigkeitsanforderungen uni-
versell anwendbar.
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Dipl.-lng. EGON SCHWERDT, Dipl.-Phys. GUNTER MISCHER

Schnelle Gleichrichterdiode SY 330

Die schnellen Gleichrichterdioden SY 330 sind insbesondere fiir elek-
tronische Schaltungen mit hohen Spannungen und Arbeitsfrequenzen
bis etwa 16 kHz vorgesehen, wie sie z. B. in der Horizontalablenkstufe
von Fernsehempféingern auftreten.

Auf Grund ihrer kleinen Sperrerholungszeit und damit geringen Um-
schaltverlustleistung kénnen daher<je nach Kiihl- und Montagebedin-
gungen und Spannungsbeanspruchung noch DurchlaBstréme bis etwa

0,5 A gefiihrt werden.

Grenzwerte

SY 330/...

period. Spitzensperrspannung
Ugrym in V
DurchlaBstrommittelwert lgav)
in A bei Einwegschaltung und
By = 45°C

Grenzstrom lpgy in A (Schei-
telwert einer 50-Hz-Sinus-
halbwelle)

virtuelle Sperrschichttempera-

100 200 400 600 800 1000 1200 1500

0,46 0,42 0,37 0,32 0,29 0,26 0,24 0,21

20 (#; = 120°C)
30 (#; = 45°C)

Halbleiterinformationen-119

Mitteilung aus dem
VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf

Kennwerte

SY 330/... 1 2 4 6 8

Mindestwert der Durchbruchs-
spannung U gg) in V bei

¥ = 25°C)
DurchlaBspannung Ugy in V

200 400 600 800 1000 1200 1400 1700

bei lpyy = 1A, 9, =25°C <24
Sperrerholungszeit t; in us

Ip = Ig =10mA, 9 =25°C <05
Gesamtwarmewiderstand

Rinja in K/W < 100)

1) auf Leiterplatte gelétet, volle Drahtlénge

Es wird empfohlen, mit Riicksicht auf eventuell auftretende Uberspan-
nungen wdhrend des Betriebes eine Betriebsscheitelsperrspannung vom
0,7fachen der periodischen Spitzensperrspannung nicht zu liberschreiten.
Ndahere Einzelheiten zu den technischen Angaben sind den Bildern
1 bis 7 zu entnehmen.

tur 4 in °C —40...-4150
Umgebungstemperatur fir
elektr. Betrieb #, in °C —40...-4100
#08 Bild 1: 7
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Bild 5: Zuldssige Sperrschichttemperatur in Abhén-
gigkeit von der periodischen Spitzensperrsp
bzw. Sperrgleichspannung

Bild 6: Relativer Gesamtwérmewider-
stand in Abhéingigkeit von der relati-
ven Drahtléinge auf Leiterplatte.
Rinja Gesamtwdrmewiderstand bei
voller Drahtlénge |
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Schnelle Gleichrichterdiode SY 335

Diese im VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf entwickelten schnellen Sili-
ziumgleichrichterdioden SY 335 haben gegeniiber gewdhnlichen Gleich-
richterdioden vergleichsweise kleine Sperrerholungszeiten. Das bedeu-
tet, daB der Umschaltvorgang von der DurchlaB- in die Sperrphase sehr
schnell vonstatten geht und somit eine Verwendung dieser Dioden bei
héheren Frequenzen mdglich wird.

Zusammen mit dem relativ groBen zuldssigen DurchlaBstrom ist damit
eine Anwendung bei vielen elektronischen Schaltungen bis zu einer
Arbeitsfrequenz von etwa 16 kHz gegeben.

Grenzwerte

SY 335/... 05 1 2 4 6 8

period. Spitzensperrspannung Ugpy in V
DuchlaBstrommittelwert Iy 5y) in A bei
Einwegschaltung und ¢, = 45°C

50 100 200 400 600 800

1,40
0,90

1,20 1,10 1,00%)
0,78 0,70 0,60%)
Grenzstrom lpsy in A (Scheitelwert einer

50-Hz-Sinushalbwelle) 40 (&5 = 120°C)

Kennwerte

SY 335/...

Mindestwert der Durchbruchsspannung
U(BR) in V bei t’, =25°C
DurchlaBspannung Upy in V bei

100 200 400 600 800 1000

Ipm =1A, 9 =25°C <1,2
Sperrerholungszeit t;; in us
=1y =10 mA, # = 25°C <05
<1
Gesamtwarmewiderstand Ry, in K/W < 60Y)
< 100%)

1) AnschluBdréhte im Abstand von 10 mm vom Gehé&use auf Umgebungs-
temperatur gehalten

2) auf Leiterplatte geldtet, volle Drahtldnge

virtuelle Sperrschichttemperatur @ in °C 50 (95 = 45°C) Es wird eTpfohlen. mit R.iicl(sichf auf ev'entuell ?uftretende Uberspan-
Umgebungstemperatur fiir elektrischen nungen wdhrend des Betriebes eine Be(rlebsscheut'elsperrs"pannung 'vom
Betrieb @, in °C . +150 0,7fachen der periodischen Spitzensperrspannung nicht zu iberschreiten.
'-HOO Né&here Einzelheiten zu den technischen Angaben kénnen den Bildern
— . = 1 bis 8 entnommen werden.
Bild 1: Ab gen und Anschliisse 16
- <
12
Ko
i (Farbrng) ‘;
} Kennzexchnung zweizeilig Sad
R Ll S
b 3 Brequngen der Anschiuldrante >
N v Bild 2: Grenzwert des mittleren Durchluﬂsttomes -
Orattonechiisse beiderseity in Abhéingigkeit von der Umgeb ’
- bis auf 15 Abstand
X Gehause Iovﬂmg vzt bei Einwegschaltung und Kﬂhlung der AnschluB-
| & 7602 driihte im Abstand von 10 mm vom Gehéuse auf
| — Arodkronechi) Umgebungstemperatur. Par ter: periodisch %%
! Spitzensperrspannung
, >
4
A as .
i
< T -
< 06 16 ]#.‘l 1 !
I ‘ | L1 I | L
o T Einweg-, Mittelpunkt - und
| EmhasmMmsd:aI&my 1 | T
04 - > —— —— o G ——
< 06| ?% | | | W AAA] |
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i 1] HEEEEEREN
‘ 1 [ ] |
0 ‘ | 0 L | ‘
X “ e %7 08 08 1 1 12 0 02 o0¢& a6 08 1 12 1c
U in V—w— IF(av)in A — o=

Bild 3: Grenzwert des mittleren DurchlaBstromes in Ab-

Bild 4: Durchlaotonnlmie, obere

Bild 5: DurchlaBverlustleistung in Abhéngigkeit

héngigkeit von der Umgeb temperatur bei Einwdg- Werte. P : Sp hicht vom mittleren DurchlaBstrom. Parameter:
schaltung und voller Dmhtl&ngo auf Leiterplatte. Parame- temperatur Gleichrichterschaltung
ter: periodische Spitzensperrspannung
m ',lﬂ
| 1 I
& +
e - H | 1]
| N | o N e
¥ 140 T — [ ] - .
< SN ] -5 £05]- reer
~ e ¥ Bl 109
® raof- i ~_| — ‘a a2 T L/ ]
120 — a1 | \ ’ ‘
[ 0 ‘ | R 06 08 10 2
| | 1 T T 2 ) ] A
)‘700 W 0 IO im0 50 0800 8 ‘0,0? 4 — 1 T i
Ugpm in V —— e 3
Bild 8: Relativer Gesamtwédrmewider-
: . T d in Abhéngigkeit von der rela-
Bild 6: Zuléissige Sperrschichttemperatur in Abhédn stan
gigkeit von der periodischen Spitzensperrspannung 2o - J :von Dmhtl&ngo auf Lolhmlcﬂ;l
| T thia tana
211 S S voller Drahtlénge |
Bild 7: Gesamte Impulswérmeimpedanz in Abhdn- p .5(/ | [T T ] y
gigkeit von der Impulsdauor bc: natiirlicher Luft- T2 5 12 § 2 5|2 512 1251
kiihlung, volle Drahtlinge auf Leiterplatte. Parame- Ims oms 0ls Is Os  Imin Omin
ter: Tastverhdltnis T,/T  ———
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Monolithisch integrierte Initiator-
schaltung A 301D . Teilt

(Vorlaufige technische Daten)

Monolithisch integrierte Initiatorschaltung fir induktive
Schlitz-, Ndherungs- und Ringinitiatoren sowie allgemeine
Anwendung (Schwellwertschalter, fotoelektrische Initiatoren,
kontaktlose Schalter). Der Schaltkreis besteht aus Stabili-
sierungsstufe, Verstarker und Schwellwertschalter. Er ist kom-
patibel mit allen TTL-, DTL- und MOS-Systemen.

B S

| of JIETHE! HHI
4 ' | o
3 | -
pal ; 1 | LM
- 2520125 045 Q!
15
% 13 2 N 0 9 8
AN mMAoMnM
|
=+
| S S G [ 8 [ N O |
T 2 31 & 5 & 7
Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung
1,7, 8, 14 — nicht belegt 9 - Masse
2 - Efngung E2 10 - Ausgung Q
3 - Eingang E 1 1" - Betriebsspannung U
4 —~ Ausgang A 1 12 - AnschluB C
5 ~ Ausgang A 2 13 ~ Ausgang der stabili-
6 - Ausgang Q sierten Spannung A,

Abmessungen in mm und AnschluBbelegung (Bild 1)

Gehause DIL-Plastgehause
Bauform K21.D02.1.14 nach TGL 26 713
Masse 1g

Typstandard TGL 31 461

Grenzwerte, giltig fir den Betriebstemperaturbereich

min max

Betriebsspannung Uy 27 v
Funktionsbereich Ug 4,75 27 A
Ausgangsspannung U,y 0 27 v
Ausgangsstrom | 0 50 mA
Strombelastung der stabilisierten

Spannung —1; 0 1 mA
Lagerungstemperaturbereich ¢,,,') —40 +125 °C
Umgebungstemperaturbereich 17, -25 +70 °C

') nur giltig fir Temperaturwechselprifung nach TGL 28 505, Prifunter-
gruppe B2

Elektrische Kennwerte (//, — 25°C — 5grd) (Bild 4)

min  typ max

Stromaufnahme 1)

Ug =27V 1.6 18,5 mA
L-Ausgangsspannung U %) an Q bzw Q

Us =475V, lg;, = 16 mA 95 35 mV

Ug = 4,75V, Iy, = 50 mA 330 1150 mV
interne stabilisierte Spannung U,

Us =475V, —I; = 1mA 29 Vv
Ausgangsstrom im H-Zustand |,,;%)
an Q bzw. Q

Us 4,75V, Uy, 27V, R, 520 Q 20 ulA

Halbleiterinformationen-120

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)

Informationskennwerte (/, = 25 C — 5 grd)
zulassige Lastkapazitat des Ausgangs A,
Ci3 max a7 nF

maximale Schaltfrequenz f,,,,
Us=5V, Ca=15nF
Rys = 6 kQ 10 kHz
Rys = 2,7 kQ 20 kHz

) Schalter S, geschlossen, Q und Q offen
?) S, geschlossen, L-Niveau an Q bzw. S, offen, L-Niveau an Q

") Vor der Messung sind die Ausginge Q bzw. Q vom L- in den H-Zu-
stand zu schalten

Schaltungsbeschreibung und Anwendung (Bilder 2 und 3)

Die Stabilisierungsstufe besteht aus zwei gegeneinander
geschalteten Konstantstromstufen T, bis T,, die zusammen
mit den Dioden D, bis D; eine intern stabilisierte Spannung
von etwa 2,9V liefern, die auch am AnschluB 13 zur Ver-
figung steht und mit maximal 1 mA belastet werden darf.
Diese interne Stabilisierungsstufe ermdglicht den Einsatz des
Schaltkreises im Betriebsspannungsbereich von 4,75...27 V.
Im Hauptanwendungsfall arbeitet der Verstarker (T; bis T;)
in Verbindung mit der externen Beschaltung an den An-
schliissen 3, 4 und 7 als Oszillator. Das externe Netzwerk
besteht dabei aus Schwingkreis und Mitkoppelwiderstand.
In der Standardbeschaltung (f; = 100 kHz, R, = 20 kQ,
R, = 6 kQ) betragt die maximale Schaltfrequenz fy.x
=~ 10 kHz.

Der Schwellwertschalter, bestehend aus Integrationsstufe
(Dy;, Ty) und Trigger (T, bis T,,), dient der Auswertung des
schwingenden bzw. nichtschwingenden Zustandes des Oszil-
lators. Im ersten Fall andert sich das Potential am Kollektor
von Ty im Rhythmus der Oszillatorfrequenz zwischen UCE sat
und der intern stabilisierten Spannung. Ein Kondensator von
C = 10 nF am AnschluB 12 integriert den genannten Span-
nungsverlauf und liefert fir den Triggereingang eine aqui-
valente Gleichspannung von etwa 750 mV (Ausgang Q ist
leitend).

Im nichtschwingenden Zustand des Oszillators (Bedampfung
des Schwingkreises bzw. Veranderung der GroBe des Mit-
koppelwiderstandes) liegt der Triggereingang etwa auf in-
tern stabilisierter Spannung. T, legt in Verbindung mit Ry;
und R,; die Schaltschwellen des Triggers fest [Mittelwerte:
UL = 1,59 V; Uj = 2,68 V; Hysterese (Ujj—=Uj) = 1,09 V].
Bei separater Benutzung des Triggers und der Endstufen er-
gibt sich bei Ux =5V, R, = 400 Q und Cj, = 15 pF zwischen
AnschluB 12 und 6 bzw. 10 im Mittel eine maximal maégliche
Triggerfrequenz von etwa 380 kHz.

Die Ausgangsstufen (T;, bis T,) haben antivalente Aus-
gédnge Q und Q, die einen maximalen Laststrom von je
50 mA aufnehmen, so daB Relais direkt angesteuert werden
konnen. Die Flankensteilheit der Ausgangsimpulse gestattet
die Ansteuerung von DTL-, TTL- und MOS-Schaltkreisen. Die
Bilder 5 bis 16 auf Seite 160 zeigen verschiedene Dia-
gramme.

Anwendungsbeispiele

1. Grundschaltung (Bild 17)

In der Grundschaltung arbeitet der A 301 D als AbreiBoszil-
lator. Die Oszillatorschaltung ist so ausgelegt, daB die Mit-
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Lr [Cr ARr Schwellwert-| | Ausgangs- %
Verstarker =1 cchaiter stufen | | ’g
| Rasi 5 l

i

2 cf

Bild 2: Blockschaltbild (AusgangsanschluB 10 ist der Ausgang Q)
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Bild 4: MeBschaltung

Bild 3: Innenschaltung
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kopplung und damit die Entddmpfung des Schwingkreises
(L, C) uber einen reellen Widerstand R erfolgt. Durch An-
ndherung eines Metallgegenstandes an die Spule L bzw.
durch Eintauchen desselben in die Spule wird dem Schwing-
kreis Energie entzogen, und die Schwingung reit ab.

Funktionstabelle

Eingang Ausgang
Q Q

Oszillator schwingt L H

Ostzillator schwingt nicht H L

Dimensionierungshinweise
1
MREYITs
Es ist zweckmdBig, f, < 2MHz zu wahlen, da sonst die

Reichweite der Schaltung als Nd&herungsschalter zu klein
wird.

R, = (0,3...0,5) Ry
Ri=2nfLQp

Ry kann als Festwiderstand oder als Regler ausgelegt wer-
den.
100---200

. . 100---200
G in nF 2 fr in kHz

C; kann beliebig groBer gewdhlt werden; dadurch treten
jedoch zusdtzliche Verzégerungszeiten zwischen Anschwin-
gen (tyy) und AbreiBen (ty;) des Oszillators bis zur Reaktion
der Endstufen auf, deren Zuverldssigkeit im jeweiligen An-
wendungsfall Gberpriift werden muB.

tpin us = 3...5C; in nF; tyy in us =~20C; in nF

Die stabilisierte Spannung Uay (Ri=8...15Q) darf mit
maximal 1 mA belastet werden.
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2. Induktiver Schlitzinitiator (Bild 18)

Der Schwingkreis Ly, Ly, C; und der Mitkopplungswiderstand
R; bilden die AuBenbeschaltung des Verstarkers. Dieser
arbeitet analog der Grundschaltung als Aussetzoszillator,
d. h., bei (iberwiegender Mitkopplung (unbedampfter
Schwingkreis) setzen die Schwingungen ein, bei bedampftem
Schwingkreis setzen die Schwingungen aus.

C, bildet mit einem internen Widerstand des A 301 D ein Sieb-
glied, das verhindert, daB die Ausginge A und A des
Schwellwertschalters im Rhythmus der Oszillatorfrequenz um-
schalten. Dy und D, sind Freilaufdioden, die bei induktiven
Belastungen der Ausgénge bendtigt werden.

3. Generator (Bild 19)

In der Schaltung werden der Schwellwertschalter und die
Endstufen des A 301D als Laufzeitgenerator verwendet. Die
zeitbestimmenden Glieder sind Ry, R; und C. Durch Varia-
tion der Beschaltung des Oszillatorteils (Anschlisse 2, 3
und 4) kann ein von verschiedenen Eingangsbedingungen
abhdngiger Betrieb als Start-Stopp-Ostzillator realisiert wer-
den.

Beschaltung der Anschliisse 2, 3, 4

Betriebsart Anschlul 2 | Anschiufl 3| Anschiuz & | Uy

a) freilaufender Betrieb O——1—0

b) gesteuerter Start-Stopp- o - —+}o
Betrieb

c) Start-Stopp-Betrieb Gber o—t+—C}F—1+—o°
Schmitt- Trigger o—1—CJ—10

Dimensionierungshinweise

Fall a
R, in kQ > 0,02 Us in V

— C kann beliebig groB gewdhlt werden, Bei Verwendung
von Elektrolytkondensatoren sollten die Reststrome < 1 uA
sein.




Bild 17:
Grundschaltung

Bild 18: Induktiver
Schlitzinitiator

Bild 19: Generator

— R, ist im Bereich von 68...0,9 - (Ry|| 10 k) zu wahlen.
Die GroBe 10kQ ist die Reihenschaltung der internen
Widerstande Ry -+ Ry.

Ry > 3kQ
1
f= ——
tl "‘ tz
ist die Impulsfolgefrequenz. Dabei sind
4 1
t,~[n< - )C(R:,HR,[HOkQ)
! T 29—Ug,inV
und
t-_! = 1,5C (R:; ” 10 kQ):
. . 29 R,
Uiz in V = o R 10 k@
Fall b

R, in kQ=1...10 (UiginV —0,7)
- U — 1V; fiir Uy =0 ergibt sich:
L-Niveau an Q und H-Niveau an Q.
Fir Uy = Uy arbeitet die Schaltung als Generator.
Fall ¢
- Mit R; wird die Oszillatorschaltung zum Schmitt-Trigger.
R; kann jeden beliebigen Wert annehmen. Fiir R; = 0 er-
reicht die Hysterese ihren Maximalwert.
Rg in kQ > Uig in V—10,7
Die Ansprechschwelle liegt etwa bei 0,6...0,7V bei Ein-
gangsstromen von 10...30 uA.

Rg kann bei Uy = Upy = konst. entsprechend dem jeweili-
gen Anwendungsfall durch Sensoren verschiedenster Art er-
setzt werden, z. B. durch

— temperaturabhdngige Widerstande bei Temperaturfiihlern
bzw. -schaltern

— Fotodioden bzw. Fototransistoren bei Lichtschranken und
Dammerungsschaltern

— Wechselspannungsquellen bei Einsatz der Schaltung als
Amplitudendiskriminator

— veranderliche Widerstande im Anwendungsfall als Lage
anzeige.

4. Schwellwertschalter mit Relaisausgang (Bild 20)

In dieser Schaltung arbeitet der Verstarker des Schaltkreises
als Schwellwertschalter. Durch Einfiigen des Widerstandes
R, wird der Verstarker des A 301D zu einem Schmitt-Trigger,

+Us
R, Rsp
Dy 02
£ 0 7
N\ ’ 13 2
A 301D
9 4

Bild 20: Schwellwertschalter mit Relaisausgang

dessen Hysterese in gewissen Grenzen mit R, festgelegt wer-
den kann. Mit R, werden die Schaltschwellen eingestellt.
Durch Nutzung der internen stabilisierten Spannung erreicht
man gute Temperatur- und Spannungsstabilitat der Schalt-
punkte.

5. Frequenzschalter (Bild 21)

Der A 301 D ist als Schwellwertschalter geschaltet. Das pas-
sive Eingangsnetzwerk zeigt keine Besonderheiten. C; und R,
bestimmen die Schaltfrequenz. Die Diode D, verhindert bei
Uberschreitung der Schaltfrequenz, daB der Eingang des

Bild 21: Frequenzschalter

A 301 D (AnschluB 3) gegeniiber dem Massepunkt der Schal-
tung (AnschluB 9) negatives Potential annehmen kann. Die
Ansteuerung des Frequenzschalters kann durch einen in-
duktiven Initiator erfolgen, wobei der Aussteuertransistor ein
Ausgangstransistor des A 301 D ist. Der Widerstand R, ist
entsprechend der maximalen Strombelastbarkeit der A 301-
Ausgangstransistoren zu dimensionieren. Praktische Anwen-
dungsfdlle sind z.B. die Laufilberwachung von Férderbén-
dern, Drehzahliiberwachung von Motoren, Getriebeschalt-
stufen usw.

Wird fortgesetzt
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Monolithisch integrierte Initiator-
schaltung A 301D
Teil 2 und Schluf8

6. WindungsschluBpriifer (Bild 22)

Dieser WindungsschluBpriifer kann zur Kontrolle von Uber-
tragerwicklungen und &hnlichen Spulen verwendet werden.
Dazu wird der Ferritstab in die zu priifepde Spule einge-
fihrt. Erlischt die LED (L-D), liegt ein WindungsschluB vor.
Bei korrekter Wicklung bleibt die Anzeige an.

Daten des Eingangsnetzwerkes
L = Ferritstab Manifer 360, 125 X 8, 1200 Wdg. 0,1 Cul
~100 mH)

R ist so einzustellen, daB bei unbeddmpftem L der Oszil-
lator gerade noch anschwingt, d. h. die LED leuchtet.

O+Us=9V

Aufbau des Fuhlers

Spule Ferritstab

Bild 22: WindungsschluBpriifer

7. Empfindliche Lichschranke (Bild 23)

Diese Schaltung nutzt die Verstdrkung des Oszillatorteils
aus. Ry dient als Schutzwiderstand zur Begrenzung des Ein-
gangsstroms des Schaltkreises; mit Ry lassen sich beliebige
Empfindlichkeiten >5 uA einstellen.
Um eine hohe Stabilitét der Schaltung zu erreichen, wurde
Ry an AnschluB 13 des A 301 gelegt, da so die Temperatur-
abhdngigkeit der Basis-Emitterspannung des Eingangstran-
sistors durch die Temperaturdrift der internen stabilisierten
Spannung teilweise kompensiert wird und nicht so stark in
den Schwellwert eingeht. Eine geringfiigige Hysterese ist
auch hier vorhanden.
Durch Anschalten eines Kondensators C vom AnschluB 12
nach Masse lassen sich nahezu beliebige Einschaltverzoge-
rungszeiten

ton in us =20...30 CinnF

erreichen. Diese Eigenschaft kann zur Stéraustastung kurz-
zeitiger, unerwiinschter Informationen herangezogen wer-
den, d.h., nur Lichtimpulse einer bestimmten Lénge fiihren
am Ausgang zu einem Signal.

Die Weiterverarbeitung des Ausgangssignals erfolgt vom
Ausgang 10 als logisches Signal mit H-Pegeln zwischen 5
bis 27 V; die Schaltung ist DTL-, TTL- und MOS-kompatibel.

8. Einfache Lichtschranke (Bild 24)

Unter Verzicht auf die Ausnutzung des Verstdrkers des
A 301 laBt sich auch eine einfache Lichtschranke auf-
bauen. Durch Verbinden der Eingénge 3 und 4 wird Tg ge-

Bild 23: Empfindliche Lichtschranke
%

Bild 24: Einfoche Lichtschranke

Halbleiterinformationen-122

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)

sperrt; der Rest der IS arbeitet als Schmitt-Trigger mit nach-
folgenden Endstufen.

Wird der Fototransistor ausreichend belichtet, sperrt Ty
Dann steht am Ausgang 6 ein L-Signal zur Verfiigung, das
z. B. ein Relais mit maximal 50 mA Erregerstrom betdtigen
kann. Die Diode D wirkt hierbei als Schutzdiode.
Storeinfliisse werden durch die Hysterese der Schaltung un-
terdriickt. So betrdgt der fiir das Einschalten notwendige
Fotostrom etwa 200 nA, der Ausschaltstrom etwa 20 bis
50 uA.

9. Frequenzmesser mit direkter Anzeige (Bild 25)

Der Schaltkreis arbeitet als monostabiler. Multivibrator. Die
Triggerung erfolgt liber den Oszillatorteil. Die Eingangszeit-
konstante R3 C, muB etwa 10 us sein, auf kiirzere Impulse
reagiert der Schmitt-Trigger nicht (Verzégerungszeit 5 bis
7 us).

Bleibt die Haltezeit tg konstant, ist der Strom am Aus-
gang 6 | = fg. Sind der Endausschlag X des Amperemeters
und fpax gegeben, wird

tH ~ (2...3) - (R || 10kQ)C,

-6
Con 30 40) 107
fmax
und
U,
R,~ 0,8 79

Mit R; kann die gewiinschte Haltezeit eingestellt werden
(100-...250-kQ-Regler); R; wird zur Eichung des Endaus-
schlages als Einstellregler ausgefiihrt.

Durch Verwendung der internen stabilisierten Spannung
(Uys) wird eine hohe Temperatur- und Spannungsstabilitat
der Schaltung erreicht.

Kurzdaten der Schaltung

Eingangsspannung Ugs=12...20V
Betriebsspannung 4,75...27 V
Linearitatsfehler <59/,

10. Drehzahlmesser fiir Benzinmotoren (Bild 26)

Der Drehzahlmesser besteht aus einem {iber den Oszillator-
teil getriggerten monostabilen Multivibrator, dessen zeitbe-
stimmende Glieder R; und C sind.
Die Haltezeit

tg ~ 2C (R || 10 kQ)
ist so zu wdahlen, daB Ry > 3kQ und tg < !/,fnax bleiben,
wobei fyax die maximal zu messende Drehzahl in U - s-1
ist. Ry ist mit

15
| in mA

zu bemessen; dabei ist | der Endausschlag des verwende-
ten MeBinstrumentes. Es sollte ein Instrument eingesetzt

R2 in kQ ~

Bild 25: Frequenzmesser mit direkter Anzeige
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werden, das die Bedingung | < 500 A einhdlt. Ist dies
nicht méglich, kann das Instrument iiber einen Emitterfol-
ger (Bild 27) angesteuert werden.

11. Drehzahlmesser mit induktivem Aufnehmer (Bild 28)

Auf die Welle, deren Drehzahl zu bestimmen ist, werden
ein oder mehrere metallisierte Segmente aufgetragen. Die
Aufnehmerspule wird der Welle so gegeniibergestellt, daB
beim Passieren der metallisierten Flache der Oszillator ab-
reiBt.

Zur Bestimmung der Drehzahl ist es notwendig, Impulse
konstanter Lange zu erzeugen. Dazu wird die unterschied-
liche Signallaufzeit zu den Ausgéngen Q und Q benutzt.
Da diese Differenz nur etwa 1...1,5 us betragt, wird sie
durch kapazitive Beschaltung von Q definiert vergréBert.
Die Laufzeitdifferenz ist proportional der Zeitkonstanten
R,C, sie kann durch Variation von R; und C dem zu mes-

,5‘51

Isolator
Metall
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Bild 28: Dreh
- senden Drehzahlbereich angepaBt werden. Uber die
¢ ODER-Verkniipfung wird T, fiir die Dauer der Laufzeitdif-
Bild 26: Drehzahlmesser ferenz Q-Q leitend; das Amperemeter zeigt einen der
fiir Benzinmotoren Drehzahl proportionalen Strom an.
Durch Integration der Kollektorspannung von T, kann eine
Vergleichsspannung fiir die Drehzahlregelung von Elektro-
motoren gewonnen werden.
Dimensionierungshinweise
1
th < 5— tu =05R,C
5 2fmu
Us
Ry= —
2l
Bild 27: Emitterfolger | ist hierbei der Endausschlag des Instrumentes.
Fortsetzung von Seite 192 8
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Dipl.-lIng. WOLFGANG MOGLING

Halbleiterinformationen-121

Si-Leistungstransistoren
aus der CSSR Mitteilung aus dem
KD 501. KD 502' KD 503 VEB Elektronikhandel

Seit einiger Zeit werden in der CSSR die Transistorreihen

KD 501 KD 502 KD 503
KD 501 bis KD 503 und KD 605 bis KD 607 hergestellt. Sie - ”
sind als Ergdnzung zu der bekannten Schalttransistorreihe Kollaktor-Spitzanstrom Voumee g
. ! : i . Basisstrom Ig jax 7A
KU 605 bis KU 607, die bereits seit langem in der DDR an- Verlustleistung Piot max 150 W
gewendet wird, entwickelt worden. Diesen gegeniiber zeich- Sperrschichttemperatur ; 1,4« 155 °C
nen sie sich durch verbesserte Kenndaten bej linearen Be- Lagerungstemperaturbereich 2, =Reandd TG
triebszustnden aus; auch die Stabilitdt (Sicherheit gegen
zweiten Durchbruch) ist gegeniiber den KU-Typen verbes- Kennwerte (, = 25°C)
sert. Speziell die Typen KD 502 und KD 503 haben mit dem KD 501 KD 502 KD 503
bekannten Typ 2 N 3055 groBe Ahnlichkeit in den Kennwer-
ten und konnen diesen in den meisten Féllen ersetzen. Kollektor-Emitterspannung Uc o v v —
Im folgenden versffentlichen wir die technischen Daten und K;ﬁ:tgfs‘;m . e =
die Kennlinien (Bilder 2 bis 18) fiir die Transistoren KD 501 ke =10 A; |“g=% A che <075V
bis 503. Die Unterlagen fiir die KD 605 bis 607 folgen im Basis-Sattigungsspannung Uy .
Heft 8 (1977) lc=10A, lzg=1A SRA
Stromverstarkungsfaktor hyy;
lce=1A, Ugg =2V = 40
0402 le=15A, Ucg =2V =15

Informationswerte (¢, = 25°C)

KD 501 KD 502 KD 503

Kollektor-Emitter-Reststrom
lcer

Uckr =50 V < 10 mA )
Ucsr =70V = 10 mA B
Uckr = 90V S 10mA
Kollektor-Basis-Reststrom Icyo o
Upp =40V <05m
US: =60V < 0,5mA
Ucg =80V <0,5mA
Kollektor-Sattigungsspannung
Uck sat )
‘ lc=15A, Iy =1,5A <15V
e w— lc=20A, Iy =4A s2v
o~ Rz Basis-Sattigungsspannung
E %E Bild 1: Gehduse- URE sat & 457
S : abmessungen KD 501 le=20A, kln = : t‘ k = 2
(16 bis KD 503 Stromverstéarkungsfaktor hyy .
o lc=20A, U =2V =5
Transitfrequenz fy > 2 MH
le=1A, Uep =10V, f=1MH:z z
Grenzwerte (i, = 25°C) mittlere Einschaltzeit t,,
Uce =40V, Ic =10 A,
KD 501 KD 502 KD 503 bt 1A 0.8 us
ittl Ausschaltzeit t, ¢
Kollektor-Emitterspannung Ucro max LAY 60V 80V m:UC:n; 4:, \s;: Ic = Im ,Ail
Kollektor-Emitterspannung Ucir max In :t 1A 1.8 us
Ry = 47 Q 50V 70V oV innerer Warmewiderstand Ry,
Emitter-Basisspannung Uggo max 5V Ucp = 30 V < 0,866 °C/W
Kollektorstrom ¢ jax 20A i
T
100 — [ T | =z T T " }_WYLM
ppm . | L] Jm'ml NN
+ Igm1 N &
[ ; R ? ‘ 2 ™ O ';% Y
b K0 501 - KD 503 INA
L N \ P (3¢) 0 N\
e —— T ° 8 \ max €/ p % o\ _k::::
> 60 S | < SN
& KD 501 E + s e
$ T~ S KO 11| - HH
“0 ko s01- KD 503 ’ nEmA ]
| %e = {(Ree) ‘
20|l s1oma \
-25°C 40 1 - 00 auy
I | 8
0 [ I ” I 1 + — T 6 50-5(;)(2%)
00 2 46800 2 468072 4680 | \ p b
Rgein I ——w— 20 i i \ c
Bild 2 _LV - P .
i N\
%0 -1
= . g:h-c—M— "0 2 4 sa0 2 4 6 8p2
Ygin V —o=—
Bild 3

Bild 4
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Si-Leistungstransistoren aus der CSSR
KD 605 bis KD 607

Halbleiterinformationen-123

Dipl-Ing. WOLFGANG MUGLING

Mitteilung aus dem
VEB Elektronikhandel Berlin

Im Heft 6 (1977) veréffentlichten wir bereits Halbleiterinfor-
mationen von den Si-Leistungstransistoren KD 501 bis KD 503.

Abmessungen (Bild 1) Informationswerte (/. = 25 °C)

Grenzwerte (7, = 25°C) KD 605 KD 606 KD 607
KD 605 KD 606 KD 607

Kollektor-Emitter-Reststrom l¢pp

Kollektor-Emitterspannung Ucko max 0V 60 V 80V 3"““ i xx S 10mA r——
Kollektor-Emitterspannung Uckr max CER " = 1om _
Ror = 47 Q 0V 70V %0V Ucgn =90 V = WimA
Emitter-Basisspannung Ugso mex 5V KoJektzr-:)a;as-Reslstrom Icpo osmA
Kollektorstrom l¢ max 10 A Urn : 60 V s < 0,5 mA
Kollektor-Spitzenstrom lcar max 14A UCB B 80V - & 6.5mA
Basisstrom I nax 2A - B f_ ¢ =09m
Verlustleistung Piot max 70 W r|ons_1\ re:utjnx L AL 1 s A N
Sperrschichttemperatur #; ;,,ux 155 °C 't(tll_ 1E', ':"'7!;' _?‘ o = z o
. e Ein o
Lagerungstemperaturbereich Az max —55...4155°C m'U::r: i{)s;, Tr 1:_'10 ;“
Kennwerte (. = 25 °C) B=11A 0,8 us
KD 605 KD 606 KD 607 mittlere Ausschaltzeit t ¢
Ucg =40V, Ic =10A,
Kollektor-Emitterspannung Uco lg=1+1A 1.8 1
Ic=02A >4V 60V 8oV innerer Warmewiderstand Ry
Kollektor-Sattigungsspannung Ucg cat U =30V < 1.5°C/W
- = <
o =10 Ay Jp =14 =2V Die Kennlinien der Si-Leistungstransistoren zeigen die Bilder 2 bis 17.
Basis-Sattigungsspannung Ugg cat
lce=10A, Iz =1A <24V
Stromverstarkungsfaktor hy g .
le=1A, Ucg =2V > 30
lce =10A, Uep =2V =10
100 1
|| ko6os-kp 607 | |
o U Prax=ft8e) | ]
50 |
* I
K~ 1
S :
PN !
[y =i » |
3 " 2l
I 9L |
: E xc I
y R g 0?0 60 100 %0
V____ma,v!lS -‘GC in °C - p—
Bild 1: Gehduseabmessungen KD 605 bis KD 607 Bild 3
2
2 r
‘ % ““%‘% ‘& 14 “ J-
“ THSS ,,, Ne gl
[ H] e &, THH
< ¢ AN 01 e ANN _%ﬁ:::
N ANy 2 4 AN N L
s 4 RRN A Y _"kl;_ : AN\ B ' /
N o0l —— -
&2 KD 606 N 2 KD 605 - QG:;::::::;:::':A:'
Ip = f(Ugg) Ic=1(Yee) Ry < i k0 605-KD607 -1 1A 1 !
NS ol | 25T 2, NRIEE S S N Re dRa
= 5 i 0 8
6 § s | | |
- 10
4 8
‘ 6
T 4
2= —— 21—
I 2
-, | |
107 o 0 |
W 2 4 68w 2 4 6802 0 2 4 680 2 4 6an? 0% 50 100 150
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Bild 4 Bild 5 Bild 6
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Dipl.-Ing. G. HUNDT

Integrierter MOS-Schaltkreis
U 700D TGL 31299

Der Programmwahlischaltkreis U 700 D dient in Fernsehgerd-
ten mit vollelektronischen Tunern und in Rundfunkgeraten mit
C-Dioden-Tunern zur Programmumschaltung mit Beriihrungs-

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

Funktionstabelle

Halbleiterinformationen-124

e e €3 € €5 € e Qii Qi Qi Qi Qs Qg
tasten. Er enthdlt sechs Programmstellen. e e e B B e B
Beim Einschalten der Betriebsspannung erscheint als Vor- L HHHHHH H L L L L L
zugslage die Speicherstelle 1. Mit Hilfe des Fernsteuerein- HL HHHHH L HL L L L
ganges arbeitet der Schaltkreis als Ringzdhler. Die Aus- H HL HHHH L L HL L L
gdnge sind Ein-Transistor-Ausgangsstufen (Open-Drain). Die HHHL HHH L L L HL L
im folgenden angegebenen H- bzw. L-Pegel erscheinen am HHHHL HH L L L L H L
Ausgang nur dann, wenn er mit einem Widerstand nach —U; HHHHHIL H L L L L L H
beschaltet ist. HHHHHHT H L L L L L
HHHHHHT L HL L L L
Abmessungen und AnschluBbelegung (Bild 1) HHHHHHT L L HL L L
HHHHHHT L L L HL L
HHHHHHT L L L L HL
HHHHHHT L L L L L H
T — Taktimpuls (H-L-Flanke)
28%08 115+05
g — ——— —_— e | 11
il
@ |u]jn]j=]i=n] | aggg
g | | | | | | [
=
)55 03 |
2, s - o — B
22 21 20 19 8 17 16 15 14 13 12 . +1
N s I s O s O s O i M M M M Betriebsspannung — U, = 27 _2V
. Ug=0V
& | . - I Kennwerte (&, = 25°C)
l Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min max
b
L:'l h}J ‘3“ L‘J 1?‘] HE" %‘l La"l L;‘l l’%‘ L{',’] Ejngungsspannung —Uen =— = _2 \
Eingangsspannung —U,, — 9 \\5
< G Ausgangsspannung —U, Ry, = 100 kQ — 1
Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung AusgunESSpannung —U,:,! h,l =1mA - 2 v
1 = Fernsteuereingang e, 12 = Ausgang as; Stromaufnahme (ohne
2 - Tasteneingang e, 13 — Ausgang a;; &uBere Beschaltung) —I; - 1 mA
3 - Tasteneingang e, 14 — Ausgang ay Strombelastbarkeit
4 — Tasteneingang e; 15 — Ausgang as; der Ausgénge —I, - 2 mA
5 — Tasteneingang e; 16 — Ausgang ay, Temperaturdrift des 9a =10...
6 - Betriebsspannung Uy 17 — Betriebsspannung Uy 50 °C
7 - Tasteneingang e; 18 — Ausgang ay; —U,-Pegels 4U,u Ry, = 100 kQ = 40 mV
8 — Tasteneingang eg 19 — Ausgang ay Fernsteuerimpuls
9 — Ausgang ag 20 — Ausgang a;; Anstiegszeit t; gem.zw. —2V — 10 us
10 — Ausgang ag 21 — Ausgang a;; Impulsdauer t; und —9 V 60 200 us
11 — Ausgang asy 22 - Betriebsspannung U,
oc
mn
! l:a,‘, Grenzwerte
. AEG
s a2
@ 2L o Kennwert MeBbedin- max, Wert Einheit
o —17 1 ! ! 1 gungen bzw. Bereich
o —2 [
ag—3 2 2 2 2 4 Betriebsspannung U, —31...403 V
€14 — - Eingangsspannung U, —25...4+0,3) V
S=12 ‘ ..__.Z; Eingangsreststrom |, —Ue=10V 0,5 uA
s—1¢ 4 ¢ ‘ 4 Betriebsumgebungs-
| s temperatur 9, 0...-+470 e
— o5y Lagerungstemperatur —55...4+125 °C
5 ::ov Bild. 2: 1) Kann beim Einschalten (Beriihren der Taste) iiber einen R, = 22 MQ
62 Logische Struktur an U, gelegt werden.
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Dipl.-Ing. RICHARD KLEIN

Integrierter MOS-Schaltkreis
U31D TGL26177

Der U 311 D enthalt ein statisches 5-BIT-Schieberegister; be-
stehend aus MOS-Feldeffekttransistoren vom p-Kanal-An-
reicherungstyp. Samtliche Eingénge des MOS-Schaltkreises
sind mit integrierten Gateschutzdioden versehen. Er wird im
16poligen Dual-in-line-Plastgehduse geliefert.

1 2 3 4 5 6 7 8

Bild 1: Abmessungen, Bauform K 21.D2.1.16 TGL 26 713

ORETE B I
a3

V2 o5 g
Bild 2: AnschluBbelegung

1 — Betriebsspannung U;
2 - Ausgang as

3 —='Ausgang a;

4 — Ausgang a;

5 — Ausgang a;

6 — Ausgang a;

7 — Takteingang cp2

8 — Takteingang cp;

9 = serieller Dateneingang e,

10 - paralleler Dateneingang e

11 - paralleler Dateneingang e;

12 — BulkanschluB B

13 - paralleler Dateneingang es

14 — paralleler Dateneingang e;

15 — paralleler Dateneingang e;

16 — Befehlseingang paralleles Ein-

schreiben ep

e (76 =

€5

e, — p—205
e3— —";4
€« 3
LA — %2
Py 0
cp) —]

€s

Bild 3: Logische Struktur

Bild 4: Impulsdiagramm
Abmessungen (Bild 1)
AnschluBbelegung und Schaltzeichen (Bild 2)

Die IS ist vorgesehen fiir eine Betriebsspannung von
, —Uepy = —Uepa =26V £+ 2V und fiir

einen Betriebstemperaturbereich von 0...70°C.
Drei Betriebsweisen sind méglich:

Betriebsweise  cp1 cp2 ep

Speichern H L H
Parallel laden H L L
Schieben L H H

Bei paralleler Ubernahme von den Eingdngen ey bis e wird
die Information wdhrend der gesamten Zeit, in der ep - cp2
=L ist, statisch (ibernommen. Die eingeschriebene Infor-
mation erscheint wdhrend cp2 =L an den Parallelausgdn-
gen a; bis aj.

Beim seriellen Schieben wird mit ¢cp2 = H die Information
im Schieberegister kapazitiv zwischengespeichert. Bei cp1
=L wird die Riickfiilhrung des Flip-Flops getrennt und die
Information der (n-1)ten Zelle an den Eingang der n-ten
Zelle gelegt.

26 (19770 H.8 radio fernsehen elektronik

Der Eingang der ersten Speicherzelle tibernimmt wahrend
der gesamten Zeit cpl =L die Information von es. Wenn
cpl =H, cp2 =L sind, wird die Riickfiilhrung geschlossen,
und die verschobene Information gelangt an die Ausgdnge.

Statische Kennwerte (¢, = 25°C)

Kennwert MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max
Eingangsreststrom,
Signal und Spei-
chereingéinge —l, —U, =25V - — 10 uA
Eingangsstrom,
Takteingang —lept —Ue=31V - - 50 uA
Eingangsstrom,
Takteingang —lep2 —Us =31V - - 1 mA
Ausgangs-
spannung —U,, —U;=11,5V;
U =2V 10 = - Vv
—Ugpn=2V;
—Uep, =24V
Ausgangs-
spannung —U,u —Ue, =9 Vi
Ry, = 100 kQ - - 1 v
Ausgangs-
spannung —U,,
bei Belastung mit
1 mA —U;,=11,5V;
—Uen=2V;
—Uepn =2V;
—Ugp, =24V 5 — — v
Ausgangs-
spannung —U,p
bei Belastung mit
—1mA —Ue =9V = - 3 v
mittlere
Stromaufnahme —I, —Up=13V; — 0,8 — mA
—Uen=0V;
—Ue, —13V;
—Uepr. =26V
—lep2 — 1,0 - mA
obere Grenz-
frequenz fo —U; =13V;
Uepn =0V;
Ucpr, =26 V;
C;, = 60 pF 500 — — kHz
Dynamische Kennwerte
MeBbedin- Wert Einheit
gungen min typ max
fir parallele Arbeitsweise
Impulsdauer top 750 — — ns
Anstiegszeit to, i - — 3 us
Einschaltverzége-
rungszeit tonep —U;=13V;
—Uen =0V;
—Uc,=10V;
C,, = 60 pF;
_ch-ll =0V;
—UpL=26V — 400 - ns
Ausschaltverzége-
rungszeit t,erep — 600 = ns
Eingangskapazitat,
Signaleingénge C, — — 4 pF
Eingangskapazitat,
Takteing&nge Cqpi - - 5 pF
Takteingénge C. 2 — - 4 pF
fir serielle Arbeitsweise
Anstiegszeit topinn
Anstiegszeit tepiLn } 0 10 s
Anstiegszeit topanr 0 - 10 us
Anstiegszeit tepaLn 0 - 10 us
Taktdauer tepy 1 - 10 us
Dauer der Taktpause tep: 1 — 10 us
Taktabstand cpygHL 0 = 10 us
Taktabstand cpaHL 0 = 10 us
Grenzwerte
KenngréBe MeBbedin- Grenzwert Einheit
gungen bzw. Bereich -
Betriebsspannung Uz -31...403 'V
Eingangsspannung,
Takteingénge U, -31...403 V
Eingangsspannung,
Signaleingénge U, —25...40,3 V
Eingangsspitzen-
spagmu?\g Fl’J‘,M l tomax =1 us —31 VA
m

Impulsspitzenstrom loy l r=1:10 +2
Lastkapazitdt C, 10 nF
Betriebsumgebungs-

temperatur #, 0...70 °C
Lagertemperatur d, —55...+125 °C
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Monolithischer bipolarer Mitteilung aus dem

. . Kombinat VEB Halbleiterwerk
Teil 1
Analogschaltkreis A 230 D ei Frankfurt (Odet)

Dipl.-Ing. RUDIGER KANNBLEY

Anwendung T

Der Schaltkreis A 230D ist eine monolithisch integrierte

RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung und fir den Einsatz in i

Farbfernsehempfangern vorgesehen. Als Ergénzung zu den E S

folgenden Informationen verweisen wir auf die Beitrage’ 5y S

JA270D, A295D, A230D — Aufbau, Funktionsweise und puy

Anwendung“ sowie ,Integrierte Schaltung A 230D", die @

beide im Heft 8 (1977) veroffentlicht sind. 045201

. 25%Q125

Gehduse

Plastgehduse mit innerem Wérmeverteiler. Die Abmessungen

entsprechen der Bauform 21.2.1.2.16 nach TGL 26 713 , Mikro-

elektronik, Bauformen fiir monolithische integrierte Schalt-

kreise". >

Masse

=159 v
Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung
1 Gleichsp gseingang
2 Referenzsp gsausgang

% 3 Farbdifferenzeingang u .y,
) 4 Betriebsspannung
5 Blauausgang
———————o 6 Helligkeitseinstellung
~R-Ausgang 7 Dunkeltasteingang fiir positive Impulse
8 Griinausgang
9 Masse
i ’ ' ’ 10 Rotausgang

) 11 Dunkeltasteingang fiir negative Impulse
Glechsp - , 26| [0 | 12 Dunkeltastausgang
Eingang % | 8 13 Y-Eingang

- Tis - g 14 Y-Riickfiihrung
7 15 Masse
Ri7 Rig ———0 :_Ae. . 16 Farbdifferenzeingang u .y,
EJQZS Plﬁ Ts G-Ausgang
RGB-Matrix- 843k 9
schaltung __l
Ry 2 J [ Bild 2: A 230 D, Schaltbild

) <4
(8-Y)- =
Eingang <8

. v >
27
R30 \i_‘ '\{,_—__475
| - 8- Ausgang
Y SEENENE. 013
+ ¥-Eingang
Y- PJMA‘\I i
T -Ruckfuhrung
- R37 v
R:
Masse Tk 38 I
4.7k
T
o
Betrrebsspannung
Tsy
Muenzspa :

2 0—1 Ts3 Qﬂdﬂvyusrlmpuly 50
Referenz- Eingang k
spannungs: Us Uy Up
- il

r;z-c 33 %1 Ru3 i
! 28k 47k 39k ¥ 5 ¥ B 12 n 0 9
p—
012

11 O DOunkeltast - O A 2300
Du;l:g.‘aé_sf- T35 T " Ausgang
my -En

ingang T3 7 ‘_/ff L1l 2 3 4 5 6 7 8
! ) [ bl 5
L 38 %0
| Dunkeltastschaitung u L U Us

9 | Sleich - 150k

Masse [ §paNNUNGS -
eingang
‘ |
‘ L+u
Ri0 R42 R4 Grundhelligkeits - >
27 15k Y200 b ) N
l E - E" e Bild 3: Priifschaltung 1
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DT-Eingang

Bild 4: Priifschaltung 2

2. Dynamische Kennwerte (7, = (25 + 5) “"C; Ug = 12V; Priifschaltung 2)

Parameter

x MeBbedingungen
Eingangsimpedanz des Y-Kanals
bei 1 MHz Rqy in kQ 33,7 U3, =69V
Coy in pF 5,4 Uz =21V
Eingangsimpedanz der FD-Kandle
bei 1 MHz Rypp in kQ >200 u=01V
- Cepp in pF 55 f =1 MHz

400

26 (1977) H.12
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Abweichung der Y-Spannungs-
verstarkungen untereinander

AVy(Y) in %

Parameter X MeBbedingungen
max min nichtlineare Verzerrungen bei einer U2, 5=69V;
Ausgangsamplitude von 2,5V Uz =21V
Elektrische Verlustleistung Prot max 1060  — mW m(Y) in % 1,85 f = 1 kHz modifiziertes
Umgebungstemperatur &, 55 °C m(FD) in %, 1,09 Signal nach RFZ-
Sperrschichttemperatur ¥ jax 130 [¢] °C Standard (Sagezahn)
Warmewiderstand Ryyja 70 — K/W f_ = 1MHz
Betriebsspannung Us 15 0 A\
Spannung an den Farbdifferenz- und Y-Verstdrkungsabfall bei 3 MHz
Gleichspannungseingdngen Uy 3,16 9 0 \" und bei 5 MHz
Spannung am Y-Eingang U3 3,5 0 \Y AV, (Y) 3 MHz in dB 0,04 Uj,a,6=69V
Belastungsstrom fiir die Farbausgange Is .10 30 0 mA AV, (Y) 5 MHz in dB 0,15 Uz =21V
Belastungsstrom fiir den Dunkeltast- Kleinsignalbetrieb
ausgang |y2 15 0 mA - —
Eingangsstrom fiir die Dunkeltast- Flankenanstiegszeit in den Ka-
schaltung l7,1s 42 _2 mA ndlen t, te in ns < 80 U, 3,8=69V;
Belastungsstrom der Referenzspannung |2 -+2 -2 mA Uis =21ViUpp =1V
Belastungsstrom fiir die Y-Rickfiihrung Iy +3 -3 mA tr, ¢ =80 ns; tp = 20 us
Dematrizierungsfehler F in % 2,44 Ui, 3,16=69V;
Uy =21V;
Elektrische Kennwerte us.ie =03V (SS);
f = 1 kHz
1. Statische Kennwerte (3, = (25 = 5) °C; Us =12V; U =1,6V;
U306 = 6,9 V; Prifschaltung 1) Gleichtaktunterdriickung GTU
in dB 48,4 U,3,16=69V;
Uz =16V;
x—20 X x+20 U = 1V;f=1kHz
Stromaufnahme bei Schwarzbild lso 109,7 1257 129,6 mA Ubersprechdampfung zwischen
Schwarzwertpegel in den Ausgangs- den Kandlen R
signalen Uy g 7,95 8,11 8,27 \" a (R-Y) indB 39,5 U3, 16=69V;
relative Schwarzwertpegelab- a (B-Y) indB 42,9 Uy =21V;
weichung 4Up gw —150 =25 155 mV U0, Uses = 1 V; f =10 kHz
Anderung der relativen Schwarzwert-
pegelabweichung im Temperatur- Spannungsverstarkungen der
bereich 15. .. 45°C AU 4 (94) 0 13 30 mV FD-Kangle V, (FD) (1) 2,60  Uj, a6 =69V;
Schwarzwertpegel am Dunkeltast- Y-Spannuhgsverstﬁrkungen Uy, =21V;
ausgang UpT sw 8,40 888 923 V VoY) (1) 2.73 uss = 0,3 V; f =1 kHz
Eingangsgleichstréme fiir die FD- und
Gleichspannungseingénge |y 3,6 on 1,05 2,64 uA Abweichung der FD-Spannungs-
Differenz der Eingangsgleichstréme verstarkungen untereinander
Aly,3,46 —14 0 0,65 uA . VB(B—Y) — VR(R-Y
Referenzspannung U, ¢ AVy(FD) in % 3.0 : Vn)(B—Y)( ) 100
—lror == 100 uA 6,74 6,90 7,05 v

Vi(Y) —=Va(y)

4,0
= Vi(Y)

00

Austastimpuls der Dunkeltastung
Uptaust in V

Ug = 0,55V
—3,89 Uprrimg. = 10V

Wird fortgesetzt
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Monolithischer bipolarer
Analogschaltkreis A 230 D

Teil 2 und SchiuB

Dipl.-lng. RUDIGER KANNBLEY

Halbleiterinformationen-126

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

b Tvee - fUs) | T Tuprew =reus)
9 Uy 316 = 63V | Us =055V
s Uy =16V g T .
S | s
gt—t—r————t e 9
H | } H
& URsw UGsw -UBsw s
7 I | § 8
|
6 - 7
100 ©5 10 15 120 R5 B0 B5 40 0 m

Us inV -—

Bild 5: Uy o = H{UL), U, 5.0 = 6,9V, Uy = 1,6V

Sonstiges

Die Qualitatskennwerte und Methoden zu ihrer Sicherung
sind in der TGL 24 951 , Mikroelektronik, Monolithische in-
tegrierte Schaltkreise, ailgemeine technische Forderungen,
Prifung, Lieferung” und ~im  Fachbereichsstandard
TGL 31457 ,Monolithischer bipolarer RGB-Matrix-Schalt-
kreis A 230 D" festgelegt.

Abhdngigkeiten

Die folgenden Abhdngigkeiten gelten, wenn nicht anders
angegeben, fiir #, = (25 + 5)°C. Die Abhangigkeiten stel-
len typische Verlaufe, aufgenommen an einer reprdsentati-
ven Stlickzahl, dar (siehe Bilder 5 bis 14).

| Ursw = f(i)
T T us

-2V

0 20 30 40 50 55
Vg in °C -—
Bild 8: Uy o = (), Us =12V, U}, 3, s =69V, U3 =16V
830 -
[Ursw ’?‘<a)
| T e L 17
Lol L lUpame= 69V
U = konst |
S f I T 11
< 820 4 || .
2 1}
S UG sw 1+ ,.L_4
810
A% 0 2 E7 20 %0 ss
Vg in °C ——=—

Bild 9: Uy . = f{4,), Us =12V, U, 5 =69V, U, = konst.

Bild 10: U, . = f(#,), Us =12V, U; = 0,55V
Bild 11: U, = f(4,), Us =12V, —1.. =100 /A

Bild 12: V,(Y) = f(3,), Us =12V, U, ; =69V, U; =21V,
u, =03V, f=1kHz

Bild 13: Uy o = f(Ug), Ug = 12V

Bild 14: U, = f(—1.of), Us =12V

Bild 6: U, . = f(Us), U; =055V

6% I
| Uref = 1Us)
| Iref = 100pA
| 8% | [ |
X >
< 693
¥
S s@f- ! |
| ‘
691 L 1 [ | § | |
0 n 12 13 14
13 /A :
Us nV — == UsinV — e

Bild 7: U, = f(Us), —l.oc = 100 /A

‘ 89
> 88 T Upr sw* H(8q)"
< (S N (N S (N (S O N O NS S SN Y 4
3 | Us =055V
=87 + 1- : |
S L |
0 0 20 30 w0 50 5
Vg in °C - "
10
‘ 720
I 69 =L - { f -Ure/"(lqa) S
> i [ | [ || \Ug =12V ‘
< r [ T I I ref = 100uA l
< I |
w68 1 1
)
0 0 2 0 40 50 55
‘;'a in °C -—
1"
295
29
g
<
s 285} — < V()
= | Us L%
Uy 3.6 = 69V
28 Uz =2V
’ uss = 03V
f - 1 kHz |
2’750 0 20 30 40 50 55
Wy in °C -—
12
10,
| \
‘ \Ursw=f(Ug) | |
» Us

-2V

0 ar a2 03 0 05 06 a7 a8 as 10 1
UshV"- -

693

-—

Uref =f(~Irer)| |

N lug =1nv
< : 1
3
6525 50 100 150 200
Iref in pA -
1“
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Integrierter
MOS-Schaltkreis U 352 D
TGL 26178

Dipl.-Ing. RICHARD KLEIN

Der U 352 D enthdlt ein dynamisches 64-Bit-Schieberegister
in 4-Phasentechnik, bestehend aus MOS-Feldeffekttransisto-
ren vom p-Kanal-Anreicherungstyp. Samtliche Eingange des
MOS-Schaltkreises sind mit integrierten Gateschutzdioden
versehen. Neben dem eigentlichen 64-Bit-Serienspeicher
enthdlt er eine logische Schaltung zum Steuern der Funk-
tionen , Einschreiben” und , Speichern”.

Der Schaltkreis wird in einem zehnpoligen Dual-in-line-
Plastgehduse geliefert. )

Abmessungen (Bild 1)

AnschluBbelegungen und Schaltzeichen (Bild 2)

Die Ausgangsinformation steht direkt am Ausgang a und
negiert am Ausgang @ zur Verfiigung. Zur Vervielfachung
der Kapazitdt konnen mehrere Schaltkreise ohne Zuschal-
tung anderer Bauelemente direkt zusammengeschaltet wer-
den.

Ein sicherer Umlauf der Information ist gewdhrleistet, wenn
der Speichereingang e], mindestens wdhrend der Zeit t.,
auf L liegt.

Wenn Ulber den Dateneingang e ein L eingeschrieben wer-
den soll, so muB der Signaleingang e wdhrend der Zeit tyg
mindestens fiir 100 ns auf L und anschlieBend der Speicher-
eingang e[, mindestens wahrend der Zeit 51 auf H liegen.

Das Ausgangssignal an a und @ steht im Zeitraum von
500 ns bis maximal 4 s nach dem Erreichen des H-Pegels
von ¢p?2 zur Verfligung. Das Ausgangssignal L entladt sich
mit einer Zeitkonstanten, die sich aus der angeschalteten
auBeren RC-Belastung ergibt.

Bild1:
Abmessungen,
Bauform

K 21.D2.1.10
TGL 26 713

Bild 2: AnschluBbelegung
1 - Ausgang &

2 - Dateneingang e <p;

3 - Takteingang cp; 8 — BulkanschiuB B

7 - Takteingang

4 - Ausgang a 9 - Takteingang
1 5 - Takteingang cp; cp3
] 2 3 A RE § — Befehlseingang 10 — innere Verbin-
I e cp, G cpp Speichern e, dung i. V.

Bild 3: Logische Struktur
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Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

Kennwerte (4, = 25°C)

o R el AL

Kennwerte MeB- Wert Einheit
bedingungen min max
Eingangsreststrom
Signal- und Speicher-
eingénge —l, —U, =25V - 10 uA
Eingangsreststrom
Takteingdnge —l;, -U,. =31V — 50 wA
Ausgangsspannung —U,; —Uen=12V;
—Ue. =9 V;
—Ueppu =1V
_Ucpl. =24V;
f = 300 kHz;
Ry = 10 MQ
CL=23...
60 pF 10 - v
Ausgangsspannung — U,y 2 \"
Eingangskapazitat
Signal- und Speicher-
eingénge C, 3 pF
Eingangskapazitat
Takteingénge C,, - 22 pF
Taktspannung —U.p1. 24 27 Vv
Taktspannung —U.pn 0 1 "
Signal- und Speicher-
spannung —U,p. 9 24 \
Uant 0 2 \
Taktfrequenz f., 0,01 1 MHz
Grenzwerte
Kenngréfe MeB- Grenzwert bzw. Einheit
bedingungen Bereich
Eingangsspannung
Signal- und Speicher-
eingénge U, —25:sa 0.3 'V
Eingangsspitzenspannung
Signal- und Speicher-
eingdange —Uqy r=1:10,
tomax = Tus 31 \
Eingangsspannung
Takteingénge U, -31...403 V
Impulsspitzenstrom —I .y t=1:10,
tp max 1 us 2 mA
Betriebsumgebungs-
temperatur 9, 0...4+70 C
Lagertemperatur i/ 55...+125 °C
Zeitbedingungen fiir Taktsignale (C, = 30...60 pF)
(alle Werte sind Minimalwerte)
Impulsdauer tea 150 ns
tim 150 ns
ten = 300 ns
t;« = 300 ns
Taktflankenabstand thyn = 150 ns
tye = 150 ns
tora =0 ns
tq =0 ns
trn =0 ns
the =0 ns
tym = 150 ns
tga = 150 ns
-2V
py
-2V
-2V
cpp
-22v
=2V
cp3
=22V
-2V
<hy
=22V

Bild 4: Impulsdiagramm
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Operationsverstarker MAA 725,
MAA 725 B, MAA 725 C, MAA 725 H,
MAA 725 J und MAA 725 K Teil 1

Dipl.-Ing. IVAN STEHNO, Tesla Roznov, nar pod.,
CSSR

Die analogen integrierten  Schaltungen  MAA 725,
MAA725B, MAA725C, MAA725H, MAA725) und
MAA 725 K gehdren mit ihren Parametern zu den besten
Operationsverstdrkern von Tesla Roznov. Sie sind flr
Gleichstrom- und Niederfrequenzanwendungen bestimmt
und, wie Bild 1 zeigt, in Metallgehdusen mit acht Anschlis-
sen verkappt. Bild 2 zeigt das Schaltbild. Die elektrischen
Grenzwerte sind aus der Tafel 1 und den Bildern 3 und 4
zu ersehen.
In den Tafeln 2 und 3 sind charakteristische Werte der Para-
meter der einzelnen Typen MAA 725, B, C, H, J und K an-
gefiihrt. Typische (Mittel-)Werte sind Informationswerte und
werden nicht garantiert.
Aus den technischen Daten geht hervor, dafl die Typen
MAA 725, MAA 725 H die besten Eigenschaften aufweisen,
~ dann folgen MAA725B, MAA725]) und zuletzt erst MAA
. 725 C und MAA 725K, die auch die billigsten sind. Dabei
liegt der Hauptunterschied im zulassigen Bereich der Ar-
beitstemperaturen, der bei den Typen MAA 725, MAA 725 H
die héchste ist, und zwar —55...--125°C. Die Parameter-
werte bei einer Temperatur von 25 °C unterscheiden sich bei
den einzelnen Typen nicht wesentlich, in einigen Fallen sind
die Eigenschaften sogar tibereinstimmend.
Da es um einen Gleichstromverstarker mit groBer Verstdr-
kung geht, beeinfluBt der Innenwiderstand der Signal-
quelle (des Generators) nicht nur die resultierenden Rausch-
eigenschaften, sondern auch die Gleichstromverhdltnisse.

Halbleiterinformationen-128

Tafel 1: Grenzwerte der Operationsverstiarker MAA 725, B, C, H, J, K

Betriebsspannung

MAA 725, B, C, Ug max a2V

MAA 725, H, J, K UB miax +3.,+15V
Differenzeingangsspannung') Uipmax T 22 \Y
Eingangsspannung?) I max + 20 v
Spannung zwischen den
Anschliissen 1 und 7 Ui/7max £ 0.5 \"
oder 8 und 7 Us/7max £ 0.5 '
Gesamtverlustleistung®)

(s < 75°C) Piotmax 500 mW
Betriebstemperatur

MAA 725, MAA 725 H s max ~55...4-125 °C

MAA 725 B, MAA 725 ) amax —20...4+85 °C

MAA 725 C, MAA 725 K P4 max 0...4+70 °C
Lagerungstemperatur s mazx —65...4150 °C

1) Giiltig fiir Impulse mit Impulslange 5% und Tastverhdltnis 10°. Bei
Gleichstrombetrieb muB dieser Wert um + 5V verkleinert sein

2) Siehe Bild 3
?) Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur ist im Bild 4 angefihrt

Daher kann es bei der Anderung dieses Widerstandes auch
zur Anderung der Spannungsverhdltnisse kommen, die man
durch das mit den Anschliissen 1, 7 und 8 (siehe Bild 5)
verbundene Potentiometer kompensieren kann. Fiir eine
groBe Spannungsverstarkung des Operationsverstarkers ist
diese Kompensation notwendig.

Die Eingangs-Offsetspannung kann auch durch die Schal-
tung im Bild 5 einfach realisiert werden und ist fiir die mei-
sten Applikationen ausreichend.

’g‘i Bei Forderungen nach geringerem Rauschen sollte der In-
8 nenwiderstand der Signalquelle niedrig sein. Die Eigen-
Y ! schaften des Widerstandes der Signalquelle kénnen die
) ? gesamten Rauscheigenschaften ebenfalls beeinflussen.
& Eine der empfohlenen Schaltungen fiir die Frequenzkom-
. pensation zeigt Bild 6; die Werte der Kompensationsbauele-
Al . . . .
ol mente fiir verschiedene Verstdrkungen sind in der Tafel 4
1 angefihrt.
Bei besonders hohen Anspriichen an die Gleichstrompara-
#020min_[] meter und ihre Unabhéangigkeit von der Temperatur ist die
9048max Kompensation des Eingangsruhestromes notwendig.
Bild 1: Hauptabmessungen A ) Y
und Schaltung der Anschlii NIN # _ . +37
der IS MAA 725, B, C, H, J, K gy i Pog . ®; *p o B
0k L 10k 9k [ |300 300 150 Rrs
- 5 To 73 18k
B ST - T21
1a[] ext 18
42k 42k /I '\ ™ I
J<"6 Ty >—| s T23 A
Tig X
3 h ] 2 T7 Ts <
6
5
P
I s
2
i 2 ;
] 1— Tis Tis
< ol /r,7
1
Rq I o) A Riy[] Py
Bild 2: Schaltung der IS 2,7k 220 57k L1124k 24k L5 Tk 150 [ 2,2k
MAA 725,B,C, H, J,K ot
_UE

radio fernsehen elektronik 26 (1977) H.15

495



Tafel 2: Charakteristische Par der Operationsverstirker MAA 725, B, C, H, J, K (giiltig bei 5, = 25 °C) 20, MAA 725.B.CHJK B
‘ [ Sy = 25°C /
Kenndaten MAA 725 MAA725B  MAA725C L /,
MAA 725 H MAA 725 ) MAA 725 K % A
>
MAA 725, B, C Ugp +15 + 15 + 15 \" ‘é MAAm.B.(_://
MAA 725 H, J, K Usp + 12 + 12 + 12 A Q| /)
b~ /
Eingangsspannungs-Unsymmetrie ¥ Z A7
bei Ry < 10 k2 Uio 05<1 05< 1.5 07<25 mV I v/
Eingangsstrom-Unsymmetrie Lo 2<2 32<20 6,5 < 35 nA /.
Eingangs-Nullstrom I 53 < 100 68 < 100 80 < 125 nA n | RIS
Eingangs-Rauschspannung (effektive) L
bei 4f = 10 Hz...15 kHz,
Rs == 10 kQ Uirerr 1 1 uV
Eingangswiderstand bei f = 1 kHz Ry 1.5 1.5 1.5 MQ s -~
Eingangs-Spannungsbereich
MAA 725, B, C U, £9 +135 +14>+135 +14> 1135 V
MAA 725 H, J, K U; +1 +105 +11>+105 + > +105 V L
Leerlauf-Spannungsverstarkung ou L .
bei Rz = 2 k2, Ugye £ 10V ’ B i
MAA 725, B, C A, 3-106>1-108 3-106>0,5-106 3.106 > 2,5-10° e
MAA 725 H, J, K Ay 3-106>1-10° 2,4-106>0,5-106 2106 > 2,5-10° Bild 3: Bereich der rulassigen Gleich-
Gleichtakt-Unterdriickung takt-Eingangsspannungen in Abhéngig-
Ry < 10 kQ H 120 > 110 120 > 100 120 > 94 dB keit von der Speisespannung
Empfindlichkeit (U;0)
Betriebsspannungsénderung
bei R, < 10 kQ 600
MAA 725, B, C Eus 4 <10 4 <10 9 <35 uV/V
MAA 725 H, J, K Eun 4<10 6 <10 9 <35 uVV
Ausgangs-Spitzenspannung bei ‘ 500} D
Ry = 10 k@ MAA 725, B, C Yo max 135> +12 £135>+12 +£135>+12 V ‘ 2
Re = 10 kQ MAAT725H, J, K Uomax +105>+9 +105>+9 +105>+9 V 400 o
Ry = 2kQ MAAT725,8B,C Uo nax +135>+10 +£13,5>+10 +135>+10 V 3 o
Re =2k MAAT25H, J, K U max +105>3+7 £W0S5>+7 105> F%7 V S e :
Ausgangswiderstand bei 3 300 s |
f=1kHz Ry 150 150 150 Q & Mmaa72scKk-s !
Leistungsverbrauch 200 T 1 maazs )
MAA 725, B, C P 85 < 105 90 < 120 95 < 150 mw ° | MAA7BH
MAA 725 H, J, K P 55 < 75 60 < 90 60 < 120 mW ——
100 R
1) ohne &uBere Kompensation; Ry — Innenwiderstand der Spannungsquelle i % E
o 1 1 1
Q525 5 85 05 15
Tafel 3: Ch k i he Pa Yy in °C —o=—
der Opcrehonsnrs!&rﬁer MAA 725,B,C, H, J,K MI/N . )
Bild 4: Maximale Verlustleistung in Ab-
.y il
MAA 725, B, C Us +15 + 15 +15 Vv { i’\:::'g'-gkeul von der Umgebungstemp
MAA 725 H, J, K Up + 12 +12 + 12 v Nt
gliltig bei —55 < ¥, < +125°C MAA 725, H «4Bild 5: Die Komp tion der Eingang
—20 £ 9, < +85°C MAA 7258, ) Offsetspannung
0< 9, £ +70°C MAA 725 C, K
MAA 725 MAA 725 B MAA 725 C
MAA 725 H MAA 725) MAA 725 K
Eingangsspannung-
Unsymmetrie Bild 6: Empfohl 1
R, < 10 k@) Uio <5 <25 <35 mv tion (s. Tafel 4). Der W|dcnt¢nd R; muB
Temperatur- bei knpmmvu Belastung des Opera-
koeffizient der R
S:fy‘:’:‘::s":i:""ung- und R; (3,3k2..10 MQ) (je nach Be-
darf) sind g i mit den Kond
Ry = 50 QF) Dy 1,2<5 2<10 4 uV/K sclodaon C fiir die Filterung der Speise-
R, = 50 Qf) Dy 0,6 0,6 0,6 uV/K und schiitzen
Eingangsstrom- auch teilweise die IS gegen Stromiiber-
Unsymmetrie lastung.
= +4125°C hio 1,2<20 = - nA
0 = +85°C o = 22<20 — nA
8, = +70°C lio s - 5< 35 nA Tafel 4: K bauel te fiir verschiedene A
da = —55°C lio 7.5<40 - - nA in geschlossener Schleife
8y = —20°C ho - 75< 40 — nA
?;mperatgr.c I") 5<% nA Aul R| inQ C| in glF R2 inQ C2 in ‘uF
koeffizient der
Eingangsstrom- 10,000 10 200 ?'058 B -
Unsymmetrie D; 42 <150 < 300 90 pA/K s m ;’g 10 _ .
Eingangs-Nullstrom 10 27 47 270 1,5
9, = +125°C I 45.< 100 — - nA 1 0 P 39 2
9y = +85°C I - < 100 - nA
B = +70°C Iy - — <125 nA
:9,: . _;g f(:: :; 9_‘_) <200 z 200 - rr\‘ﬁ Fortsetzung von Tafel 3
Oy = 0°C Iy - - < 250 nA Gleichtaktunter-
Leerlauf-Span- driickung
nungsverstirkung Ry £ 10 kQ CMR > 100 > 100 15 dB
Rz, = 2kQ, Empfindlichkeit (1;0)
9o = +125°C Ay >1-100 — - Betriebsspan-
Rz = 2kQ, nungsénderung
By = +85°C A, - >5.108 — Ry <10 kQ Eip <20 <2 2 nVV
R, 2 2kQ, Ausgangsspitzen-
9, = +70°C A, i - > 125 - 10° spannung
R, = 2k, Rz = 2 kQ
9, = —55°C A, >25-100 — -— MAA 725 B, C Uo max > F10 > +10 > %10 Vv
Rz = 2k, Rz = 2kQ
Jy = —20°C A, - >25-10° — MAA 725 H, J, K Uomax > 17 > =7 > 17 v
Rz = 2kQ,
Og = 0°C A, - - > 125 - 108 5) ohne GuBere Einstellung  ©) mit &uBerer Einstellung
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Operationsverstarker MAA 725,
MAA 725 B, MAA 725 C, MAA 725 H,
MAA 725 J und MAA 725 K |

Teil 2 und SchiuBl

Dipl.-Ing. IVAN STEHNO, Tesla Roznov, nar. pod., CSSR

Die wichtigsten Abhdngigkeiten der Spannungsverstdrkung
und der Eingangs-Offsetspannung von der Temperatur und
der Frequenz sind in den Bildern 7 bis 10 angefiihrt.

Die Stabilitat des Verstdrkers kann unglinstig durch zu
groBe Widersténde besonders der gemeinsamen Massever-
bindungen beeinfluBt werden.

Die Kondensatoren, die die Speisespannung (Anschliisse 4
und 7) abblocken, miissen unmittelbar am Operationsver-
starker angeschlossen werden. Das Gehduse ist mit dem
AnschluB 4 leitend verbunden.

Die Operationsverstarker der Reihe MAA 725 haben einen
Schutz gegen Ubersteuerung des invertierenden Eingangs.
Ihr Ausgang ist gegen MassekurzschluB (auf die Spannungs-
quellenmitte bezogen) geschiitzt. Die Operationsverstarker
MAA 725, B, C sind analog den ausléndischen Erzeugnissen
1A 725, B, C der Firma Fairchild.

100
) MAA 725,8,CH X
Aysfif)
0K Cp = Rp==
% % Ry=W0KQ; C; = 500k -t15V
. \ - 250
=
Y3 -
<2 00 huRLoS708,C1 1000pF \\;\
5 Ry =470 ; C; =10000pF N
N
Ry = 2702, C1=50000pF Ro= 27002, Co=15000F N
20 N Bild 7: Leerlauf-
\ Spannungsver-
stérkung in Ab-
P Ry =002 Cr = 50000pFR2=390 ; C =20 000pF héngigkeit von der
\ Frequenz fiir ver-
N schiedene Werte
der Kompensa-
-2 L R T \ tionsbauelemente

%

0’ 10%

f in Hz ——e—
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Maa725,8.C1
| Agef(f)
| %y =25°C

Bild 8: Geschlos-
sene Spannungs-
verstérkung in
Abhéngigkeit
von der Frequenz
bei Anwendung
der empfohlenen
Kompensations-
bauelemente

‘ 30 MAAT725CK, Ry& 2k(
% bttt 1%
< ] ‘v
3 ——— Bild 9: Leerlauf-Span-
2ol —t——4 157/ nungsverstérkung in Ab-
— hédngigkeit von der Um-
gebungstemperatur
0 10 20 30 L0 50 60 70

-

Bild 10: Eingangs-
Offsetspannung in Ab-
héngigkeit von der Um-

Up in mV

a1
0 10 2 30 40 50 60 70
\90 in °C -—

Aus unserem Fachbuchangebot

Probleme der Festkorperelektronik, Band 8

Herausgegeben vom Kombinat VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)

300 Seiten, 88 Bilder, 10 Tafeln, Broschur, 30,— Mark

VEB VERLAG TECHNIK BERLIN

Der vorliegende Band enthdlt neben Arbeiten iber die

mikro-physikalische Struktur der Halbleiter Ubersichtsbei- -

trdge iber technologische Probleme, z.B. lber die lonen-
implgntation.

Bemerkenswert ist eine Abhandlung tber die Akustoelektro-
nik, von der man sich wesentliche Impulse fiir die Vervoll-
kommnung mikroelektronischer Bauelemente verspricht.

Leserkreis: Physiker, Ingenieure und Techniker in der Halb-
leiterforschung, -entwicklung und -anwendung, Studierende
der Fachstudienrichtung ,Elektronische Bauelemente®.

radio fernsehen elektronik 26 (1977) H.16

527



528

26 (1977) H.16

radio fernsehen elektronik

Integrierter MOS-Schaltkreis
Uu109D TGL 26175 o s g
Halbleiterinformationen-130
JOACHIM DUMMER
Der integrierte MOS-Schaltkreis U 109D ist ein Paritdts- Mittei
tteil d
detektor fiir 9 bit, bestehend aus MOS-Feldeffekttransistoren K;m‘:;'uZ?VOEUBsFe:; k Erfurt
vom p-Kanal-Anreicherungstyp. Alle Eingdnge sind mit inte- . HASWE .
grierten Gateschutzdioden versehen. Der Schaltkreis ist fir
die digitale Anwendung in negativer Logik vorgesehen. Er
wird im 14poligen Dual-in-line-Gehduse mit 7,5 mm Reihen- |
abstand geliefert. [.‘MAG ,,,,,,, S
Abmessungen 1 T
DIL-Gehduse K 21.D2.1.14 TGL 26 713 (Bild 1) o
Sh | .
AnschluBbelegung und Schaltzeichen (Bild 2) 3 l [ ] l o -
Wahrheitstafel = ‘
| |3sr0m2s 045201 |
AnschluB en 15 2520025 |
— % 13 R p 0 9 8
Schritt e, € € € € e € e € |a |a e O e O O o
1 L L L L L L L bt L |t |H 'i
2 HL L L L L L L L [HIL TMe——7T—7
3 L H L L L L L L L H |L ;
4 H H L L L L L L L L H [y Uy 8 gy I7l
Anzahl der Eingénge | ungerade —»|L |H A
: mit L-Pegel | gerade —|H |L R
512 HHHHHMHHH H |H|L [0l [ [P [ [el [5] [6]
L]
Betrfebsspunnung —Uy=27 ' 2 " G
Statische Kennwerte (1%, = 25 °C) _
0‘9 o
Kennwert MeB- Wert Einheit _11 & @ E e e )
bedingungen  min. typ. max. 4 %2 O & s s € Bild 2
Eingangs- ;
reststrom —lg —U.=25V - _ 10 uA E_l.nscholtvfg.r-
Eingangsspan- Zogerung; tur 2
nung —VUex . o 2 v Ausgang aton | R =1 MS?: — 320 ns
Eingangsspan- ) CL=¢60p
nung —UeL 9 . . Vv E.l'nscholtve_l_'-
Ausgangsspan- zogerung fur - ;
nung —U,n —Umn <2V —  — 1V Ausgang Gton | f=250kHz ~ — 510 B
’ — 7 S oV Ausschaltver-
- o o fur
Ry, = 100 kQ angaIvng
Ausgangspan- —Upg <2V 10 . . v Ausgang a toff | —ue =13V — 490 ns .
nung —Uqr, —Ue, =9V b= 19013 m
Ry, = 100 kQ Ausscholt\;?r- g 3
- ’ zégerung fir o
:Srs\gc’igljsﬁ‘m Ausgang @ torg | tr, = 300ns  — 300 ns e |
a IT o= .
bei Belastung yT=1:2
o . U < . o
5 ELEG _ld' l][ > g\\; 3 * Grenzwerte (¥, = 0...70°C)
& ) e
n:zga:glj's]pon Kennwert MeB- max. Wert Einheit
bei Be\ustﬂu;\g bedingungen bzw. Bereich
mit +1 mA —Uent E 2V 5 - - v Betriebs-
iilare Sirsm —Ue. 29V spannung U —31...40,3 Vv
) N Eingangs-
aufnahme —I; Ry, = 1 MQ — 35 — mA spannung U, —25...40,3 \%
CL :_fo pF Eingangs-
— e = 13V spitzenspan-
tT=1:2 nung +c.\[ t/T =1:10 —31 Vv
‘ f = 250 kHz tpmax =1 ps
. ‘ & o apis Impulsspitzen-
Dynamische Kennwerte (¢, = 25 °C) shro g YT —1:10 ’ mA
tpmax = 1 us
Kennwert MeB- Wert Einheit Last- R
bedingungen . min. typ. max. kapazitét C, 10 o
Eingangs- ' Betriebs-
kapazitgt C —U; =0V - _ 6 Vv umgebungs-
R ¢ Mef;spannung e temperatur ¥, 0...70 °C
<02V Lager-
f—05...2 MHz temperatur ¥y — —55...4+125 °C




Dipl.-ing. HELFRIED GEUPEL

Varaktordiode SAZ 71

Die SAZ 71 ist eine Speicher-Varaktordiode auf Silizium-
basis. Sie ist insbesondere fiir Frequenzvervielfacher kleiner
Leistung im Zentimeterwellenbereich vorgesehen. Die Diode
ist in Epitaxie-Plonartechnik ausgefiihrt und besitzt ein La-
dungsspeicherverhalten. Dadurch  sind ~hohe Verviel-
fachungswirkungsgrade maglich.

Die SAZ 71 hat ein hermetisch abgeschlossenes Metall-Ke-
ramikgehduse. Auf dem massiven KatadenanschluB ist das
Halbleiterplattchen groBfldchig aufgebondet, was eine gute
Wdarmeabfiihrung gewdhrleistet. Alle GuBeren metallischen
Oberfléchen der Diode sind galvanisch vergoldet. Die fiir
kommerzielle Anwendungen geforderte hohe Zuverldssigkeit
wird durch eine sorgféltige Produktionsiiberwachung und
spezielle Belastungstests gesichert. Alle ausgelieferten
Dioden haben wéhrend des Herstellungsprozesses folgende
Priifungen durchlaufen:

— Dichtigkeitspriifung mit Wasserdampf unter erhohtem
Druck

— Dichtigkeitspriifung mit radioaktiven Isotopen zur Fest-
stellung von Mikrolecks

— Wdrmelagerung bei +-155 °C

— Kaltelagerung bei —55°C

— Schwingungspriifung
Priifklasse FB 2-50-0, 75-30 TGL 200-0057

— StoBfolgepriifung
Prifklasse Eb 6-15-500 TGL 200-0057

— Belastungstest mit 50-Hz-Wechselspannung;
dabei sind maximaler DurchlaBstrom und Scheitelsperr-
spannung so gewdhlt, daB eine weitgehende Ausnutzung
von zuldssiger Verlustleistung und Sperrspannung erfolgt.

Abmessungen (Bild 1)

Masse 1,49
0,7max
i Keramik Katode
i T 4 |
S T Lgv
g _,,,_*,,,MAWE e P
E i o
| [N
Bild 1: + + ‘
Abmessungen LL47200 | 38 L SR
in mm - 98203 -
Kennzeichnung

Die Dioden tragen auf der Keramik einen Stempelaufdruck
mit Typenbezeichnung und Hersteller.

Grenzwerte
Bezeichnung Wert Einheit

min max
Spitzensperrspannung Urry 30 \'
HF-Eingangsleistung P, 1,0 w
Sperrschichttemperatur 4 -+150 °C
Lagerungstemperatur —55 +125 °C
Informationsdaten
Verhéltnis der Giitegrenzfrequenzen bei der maximal zul&ssigen Sperr-

fQso

spannung (Ug =30V) und Ur = WTQJ ® 2,1
1) Cy = Cot — Cc (Ctor Gesamtkapazitat)

1
) fq= T (rs Serienverlustwiderstand)
7 s

3) Die Serieninduktivitdt L, ist die Differenz aus der durch die Diode
hervorgerufenen Induktivitédt und der Induktivitdt eines massiven Metall-
kérpers mit den duBeren Abmessungen der SAZ 71

Halbleiterinformationen-131

Mitteilung aus dem
VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Kennwerte (#, = 25°C)

Bezeichnung MeB- Wert Ein-
bedingungen min typ max heit
Sperrspannung Uy Ig =10 A 30 Vv
Sperrschichtkapa-
zitat Cy') Ug=6V,
f =1MHz 02 0.5 pF
Gitegrenzfrequenz fg?) Up =6V 150 GHz
innerer Warmewider-
stand Ry 70 200 K/W
Gehdusekapazitat C. 0,45 pF
Serieninduktivitat L) 1.1 1,5 nH

02 1
5 A i
A I/
1073

03

08 09 10
Us in V -

Bild 2: Typische DurchlaBkennlinien in Abh‘ngigkeh von der Um-
gebungstemperatur

1]

re = Kg) ‘ \
| £ =1kHz | ]

I
|
i
—e i,
SAZ 71
[
|
{
|

100
s—-— 4 4 (S } c 1 \Y%
| | }

6
10 2 P 6 8 107 2 ¢ 6
Ig in mA -

Bild 3: Typische Abhédngigkeit des differentiellen FluBwiderstandes r.
vom FluBstrom s. a. S. 650
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Monolithisch integrierter 1-W-NF-
Verstarker A 211D Teil1

Der monolithisch integrierte 1-W-NF-Verstarker A 211D ist
fir den Einsatz in Rundfunk- und Fernsehempfdngern sowie
anderen akustischen Geréten vorgesehen.

75205 |

Halbleiterinformationen-132

Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Ug

mit Eingangssignal 4,2 15 \Y

ohne Eingangssignal 18 Vv
Eingangsspannung U; —0,5 1,5 \Y
Ausgangsspitzenstrom oy 1 A
Gesamtverlustleistung Py,

o = 45°C, Ak =0 1 w

Ja = 45°C, Agx = 8 em? 1) 1,35 w
Betriebstemperaturbereich i, —10 70 *C
Lagerungstemperaturbereich #,*) —40 125 °C

1) Die Kiihlfldche bezieht sich auf eine einseitig kupferkaschierte Pla-
tinenflache (K = 8 cm?), die sich unmittelbar am Bauelement befindet
und mit den Anschliissen 3 bis 5 und 0 bis 12 verl5tet ist.

2) nur giiltig fir Temperaturwechselpriiffung nach TGL 28 505 Prifunter- (=2

gruppe B2

Elektrische Kennwerte
(Ja=25°C—5K, Us=9YV, Ri <50mQ, R,=8Q)

UpinV —»

Blid 4: Typische Sperrkennlinien in Abhdngigkeit von der Umgebungs-
temperatur

650 26 (1977) H.19/20 radio fernsehen elektronik

|
| U | E— -
% 13 12 - 10 9 8 N
OO0 min  typ  max
Gesamtstromaufnahme lgo
1 . T———— U =0 3.5 10 mA
innerer Gegenkopplungswider-
stand Ry 7,05 kQ
.| l?.’ L———]]_j l?’ L7l Ausgangsspannung Upo
U, =0 5,0 v
Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung Ei"cjgongosslfom o 510 nA
1 — Bootstrap 8 - Eingang lhl s
2 — Betriebsspannung 9 - Gegenkopplung ges:'_, r‘]’(z‘:g"‘:/ pannungs-
3, 4, 5 — Masse 10, 11, 12 - Masse ver _a e
6 - Ausgang 13,14 - Frequenz- f =1 kHz, Po = 50 mW 1 47,5 dB
7 - Masse kompensation Signal/Rauschabstand S/N
Po=1W 54,3 dB
Eingangswiderstand fiir offene
Abmessungen in mm und AnschluBbelegung (Bild 1) Verstarkung R,
f=1kHz 390 kQ
Gehduse DIL-Plastgehduse Klirrfaktor k
. - p— 0
Bauform K 21.D2.1.14 nach TGL 26 713; die An- f=1kHz, Pop = 50 mW 1.4 0
hlii 3 bis 5 d 10 bis 12 sind I f =1 kHz,-Po = 850 mW 1,3 10 %
schliisse is 5 un is sind als f — 1 KHz, P — 925 mW 24 v,
Kiihlstege zusammengefaBt f=1kHz, Pp= 1W 6.3 %
Masse ~1g
Typstandard TGL 29 107 Wird fortgesetzt
Fortsetzung von Seite 649 ‘ 15
SAZ7!
5 | T~ N |
P R S I -
SAZ 71 cup M LR o)
. ICjUR6V
‘ Ip=f(Ug) EI_‘JW )
2 - 13 4 -
! ¥y=100°C f =1 MHz
RS W = 25°C
| i 12—t — =
&
s . 1
2 10— -
0! 09
5 08
] 0 20 30 ¢ 66807 2 ¢ 68100 2 ¢ 6 810 2 4

UpinV -

Bild 5: Typische Abhéngigkeit der Sperrschichtkapazitit von der Sperr-
spannung, normiert auf der Sperrschichtkapazitit bei Uy =6V




Monolithisch integrierter
1-W-NF-Verstarker A 211D
Teil 2 und Schluff

Allgemeine Applikationshinweise

— Die Leiterplatte ist so zu gestalten, daB die Leiterziige von Betriebs-
spannung, Masse und LautsprecheranschluB kleinstmdgliche Impedan-
zen aufweisen.

— Die Betriebsspannung Uy ist mit einem Elektrolytkondensator = 100 uF
so direkt wie mdglich am Schaltkreis abzublocken.

— Die angegebene maximale Ausgangsleistung bei einem Klirrfaktor
k = 109, wird nur dann erreicht, wenn der Innenwiderstand der Ver-
sorgungsspannungsquelle Ry < 50 mQ ist.

— Die maximale Eingangsspannung sollte U; =250 mV nicht iber-
schreiten.

— Bei Ansteuerung des A 211 D aus einer hochohmigen Quelle sind gaf.
die von der Réhrentechnik her bekannten MaBnahmen gegen Brumm-
und Stdrspannungseinstreuung anzuwenden (Abschirmung, glinstige
Leitungsfiihrung zum Eingang, kurze Leitungslinge).

— Als Koppelkondensator zum Eingang des A 211D (AnschluB 8) sollte
kein Elektrolytkondensator verwendet werden.

— Ein KurzschluB des Ausgangs (AnschluB 6) gegen Masse oder gegen
die Betriebsspannung fiihrt zur Zerstdrung des Schaltkreises und ist
deshalb zu vermeiden.

— Die Standardbeschaltung der Frequenzkompensation ist

56 pF zwischen den Anschliissen 13 und 14,
150 pF zwischen den Anschliissen 13 und 6,
100 nF zwischen den Anschliissen 6 und Masse.

— Die untere Grenzfrequenz des RC-Gliedes am AnschluB 6 muB kleiner
sein als diejenige des RC-Gliedes von AnschluB 9 nach Masse.

Anwendungsbeispiele

1. NF-Verstérker mit Tonblende

Bei dieser typischen Anwendungsschaltung des A 211 D liegt der Laut-
sprecher an der Betriebsspannung; die Brummspannungsunterdriickung
ist gering. Die Schaltung ist daher besonders fiir Batteriegerdte
geeignet.

Bei Netzgeréiten werden an die Siebung der Versorgungsspannung hohe
Anforderungen gestellt.

1% 13 12700 9 8 59 i«
| —
2
Re
— !
h2 3
Tio Re
n T
Ry
——— 6
13
Tis
Ts Tg Ti
7
Rs R7 —
3.510.12
&

Bild 2: Innenschaltung

Bild 3: MeBschaltung
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Mitteilung aus dem
Kombinat VEB Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder)

Technische Daten der Anwendungsschaltung bei Uy =9V, R, =80Q

Ausgangsleistung Py bei k = 10% 1w
Eingangsspannung U, bei Py =1W 14 mV
Verstarkung V, 48 dB
Bandbreite 50 Hz...15 kHz
Héhenabsenkung 4V, bei f = 10 kHz 10 dB

2. NF-Verstdrker

In diesem Anwendungsbeispiel wurde die Standardbeschaltung so mo-
difiziert, daB der Lautsprecher an Masse liegt.
Die gréBere Brummspannungsunterdriickung macht diese Schaltung vor
allem fiir netzgespeiste Empféanger interessant.

3. NF-Verstdrker mit Leistungsstufe

Der A 211 D 1&Bt sich im erlaubten Arbeitsbereich auch als Leistungs-
treiber einsetzen. Im Anwendungsbeispiel arbeitet der Schaltkreis auf
einen Lastwiderstand von etwa 33 Q als Treiberstufe fiir das komplemen-
tare Transistorpaar. Die maximal erreichbare Ausgangsleistung wird in
erster Linie durch den Kollektorstrom und die Verlustleistung der End-
stufentransistoren bestimmt.

Fir Ug =12V und R, =4Q sind die Transistortypen BD 354/355 bzw.
BD 135/136 geeignet.

o_“o_r,:, e . n =2 500u
A201D >4 =
9
£ ‘ .
’0"*[] o 2 }wn
220
66 18n
I .

Bild 6: NF-Verstirker mit Leistungsstufe
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|
laz2no | 1 |
|Tso.Is0e#(Us) |
i Ry =80 |
r
s |
2
g
g
4
2 ¢}
=]
;‘3
2
0
Bild 7

0
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0 s 10 15 20
Py in W m—
Bild 10
K A211D
c N =f(Ry)
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Ing. WINFRIED MULLER

Optoelektronische
Halbleiterbauelemente

In den néchsten Folgen dieser Reihe werden wir u. a. Infor-
mationen iber die optoelektronischen Halbleiterbauele-
mente des VEB Werk fiir Fernsehelektronik bringen. Die fol-
genden Hinweise sind fiir alle diese Verdffentlichungen zu
beachten.

Die wichtigsten optoelektronischen Bauelemente sind

— Lichtemitterdioden

— Lichtemitteranzeigen

— Fotodioden

— Fototransistoren

— optoelektronische Koppler.

Definition der KenngréBen

HauptkenngréBen sind solche KenngroBen, die fiir
die Anwendung der Bauelemente wesentlich sind.
NebenkenngréBen sind solche KenngréBen, die fir
die Anwendung der Bauelemente von untergeordneter Be-
deutung sind und/oder wahrend der Anwendung vernach-
lassigbaren Verdnderungen unterliegen und die durch die
Konstruktion und Herstellungstechnologie gesichert sind.
GrenzkenngroBen sind solche KenngréBen, deren
Werte der Anwender nicht liber- oder unterschreiten darf,
je nachdem, ob es sich um maximal oder minimal zuldssige
Werte handelt.

Einbauhinweise
gelten fiir optoelektronische Bauelemente des VEB WF.
Zug- bzw. Druckbeanspruchung

Permanente Zug- bzw. Druckkréfte an der Gehduseaus-
trittsstelle der Anschliisse sind nicht zuldssig.

Beim Einbauvorgang ist eine Zug- bzw. Druckkraft (Druck-
kraft nur bei Anzeigen) in Richtung der Gehduseaustritts-
stelle der Anschliisse von 5N fiir das gesamte Bauelement
sowie fiir jeden einzelnen AnschluB von 2,5N, bei Kopplern
und Anzeigen von 1N, zuld@ssig. Die Beanspruchungsdauer
darf max. 10s betragen.

Biegebeanspruchung

Eine Torsionsbeanspruchung an der Gehduseaustrittsstelle
der Anschliisse ist nicht zuldssig.

Es sind héchstens zwei Biegungen bei einem Biegeradius
von =>0,5mm und einem Winkel von 90° zuldssig. Die
Biegestelle muB mindestens 3 mm von der Gehduseaustritts-
stelle der Anschliisse entfernt sein. Bei der Biegung sind die
Anschliisse zwischen der Biegestelle und dem Gehduse zu
fixieren.

Erlduterungen zu den verwendeten Begriffen und Kurzzeichen

Halbleiterinformationen-134

Mitteilung aus dem
VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die Biegung der Anschliisse darf nur zu ihrer Breitseite er-
folgen.

An Bauelementen mit abgebogenen Anschliissen diirfen die
Anschliisse nur in dem im MaBbild des Typstandards ange-
gebenen Bereich (z.B. 0...15°) verandert werden.

Torsionsbeanspruchung

Eine Torsionsbespruchung an der Gehduseaustrittsstelle der
Anschliisse ist nicht zuldssig.

Einbauvorschrift

Die Bauelemente diirfen nicht in der Ndhe von warmeerzeu-
genden Bauteilen angeordnet werden, wenn dabei der Be-
triebstemperaturbereich  nach  Typstandard tiberschritten
wird.

Die Einbaulage ist beliebig.

Die Anschliisse kdnnen max. bis zu den Aufsetzkanten in
die Bohrungen der Leiterplatte gesteckt werden.

Die Halterung ist nur an den AnschluBbeinen vorgesehen.
Wird das Bauelement zusdtzlich durch eine Bohrung ge-
steckt (Frontplatte o.d.) oder mit einer zusdtzlichen Halte-
rung versehen, dirfen keine Zug-, Druck- oder Scherkrafte
bzw. Torsionsspannungen an den Anschlissen auftreten.

Die Anschliisse diirfen vor und wéhrend des Einbaus nicht
verunreinigt werden, insbesondere diirfen die Anschliisse
nicht mit bloBen Handen beriihrt werden.

Zur Erhdhung des Kontrastes ist ein schwarzes Umfeld fiir
die LED-Anzeigeelemente zu empfehlen.

Zur Einhaltung des lIsolationswiderstandes und der Prif-
spannung gemdB TGL 32114 ist ein Mindestabstand von
0,5 mm zwischen der Leiterplatte und dem Kopplergehduse
einzuhalten.

Lothinweise

Bei der Lotbadlétung muB die Létung auf der den Bauele-
menten abgewandten Seite der Leiterplatte erfolgen.

Bei Lotkolbenldtung muB der Lotkolben ordnungsgemdf ge-
erdet werden.

Bei der Létung muB ein Mindestabstand von 1,5mm zwi-
schen der Leiterplattenunterseite und dem Gehduseboden
eingehalten werden. Beim Einléten der Lichtemitteranzeigen
(V@B 71/73, VQB 37) muB der konstruktiv bedingte Min-
destabstand Leiterplatte — Gehduseboden eingehalten wer-
den.

Bei der Kolbenldtung muB zusétzlich beachtet werden, dafB
fir ausreichende Wéarmeableitung an der Gehduseaustritts-
stelle der Anschliisse gesorgt wird.

Spannungen Widersténde Sonstige
Ur DurchlaBgleichspannung R Gesur.ntwiir.me-. therm. Widerstand Sini Empfindlichkeit (Fotostrom)
Un Sperrgleichspannung Rio |5°|°"°"5W'd9""""d 2o Wellenlénge der emittierten Strahlung
. Riny innerer Warmewiderstand Ap Wellenlédnge der max. spektralen
Urrm  Spitzensperrspannung re differentieller Widerstand Empfindlichkeit
Uce Kollektor-Emitterspannung t Anstie it
. r gszei

Ugc Emitter-Kollektorspannung Kapazitdten te Abfallzeit
Ucem  Kollektor-Emitterspitzenspannung Ciot Gesamtkapazitat tq Verzdgerungszeit
Uyo Prifspannung Cio Koppelkapazitat t, Speicherzeit

g an A tp Impulsbreite
Ugcen  Emitter-Kollektorspitzenspannung Temperaturen 4 Y e thiiltals
Strdme Pate Lagerungstemperatur fmax Grenzfrequenz

Pa Umgebungstemperatur Ptot Gesamtverlustleistung

I Sperrgleichstrom Py Sperrschichttemperatur a spektrale Halbwertsbreite
lc Kollektorstrom TK;y  Temperaturkoeffizient der Lichtstarke 46 Offnungswinkel
Ip DurchlaBgleichstrom TKyr  Temperaturkoeffizient der Iy Lichtstarke
IerM SpitzendurchlaBstrom DurchlaBgleichspannung le Strahlstérke
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Bereich der zuldssigen
Lottemperatur schraffiert

mit Vorwa@rmung
auf Vg =50°C

280

270

2
S

Lotternperatur % in C ———e=—
N
g

240

N
v
w
=
w
o
~
o

Lotdauer t in' s ———w—
Létdiagramm (Grenzwerte)

Die folgenden Léttemperaturen sind Richtwerte, die zur An-
wendung empfohlen werden. Siehe auch das Létdiagramm
(Bild).

Tauchléten:  LSN 60 nach TGL 14 908/02
Temperatur T=1245°C
Lotzeit t=3s
Vorwdrmtemperatur T=150°C
Kolbenlotung: Temperatur T < 300°C
Lotzeit t<3s
FluBmittel

Die verwendeten FluBmittel diirfen nicht korrodierend wir-
ken. Zulassig ist z. B. das FluBmittel FW 32 nach TGL 14 907.

Ausloten

Mehrfaches Ein- und Ausldten ist zu vermeiden. Zum Zweck
der Reparatur ist jedoch die einmalige Wiederverwendung
der Bauelemente gestattet. Sowohl beim Ausléten als auch
beim erneuten Einléten sind die vorgenannten Werte und
Angaben unbedingt einzuhalten.

Waschvorschrift

Die Bauelemente diirfen zur Beseitigung der im LétprozeB
entstandenen Verunreinigungen maximal 10 min bei Nor-
maltemperatur mit folgenden Waschmitteln gewaschen wer-
den: Athanol, Methanol, Isopropanol, Butanol, Fit, Fluor-
kohlenwasserstoffe (,Fridona“). AnschlieBend sind die Bau-
elemente zu trocknen. Der Restsduregehalt der einzelnen
Waschmittel darf zu keiner Schédigung des Bauelementes
fuhren.

Nach dem WaschprozeB diirfen die optisch wirkamen Fla-
chen (z. B. Anzeigefldche) nicht mit bloBen Héanden beriihrt
werden.

Standardverzeichnis

TGL 200-8 160  Halbleiterbauelemente;
Begriffe der Halbleitertechnik
TGL 200-8 161 Halbleiterbauelemente
TGL 200-8200  Halbleiterbauelemente;
Kurzzeichen der Halbleitertechnik
TGL 200-8295 Halbleiterbauelemente;
MeBverfahren der Halbleiterdioden
TGL 200-8350 Halbleiterbauelemente;
Bezeichnungssystem fiir Halbleiterdioden
TGL 0-5031 Strahlungsphysik und Lichttechnik
TGL 16016 Schaltzeichen der Elektrotechnik
Halbleiter
TGL 11811 Halbleiterbauelemente ;
Bauformen fiir Transistoren
TGL 34 579 Halbleiterbauelemente;
MeBverfahren fiir optoelektronische Strahlungs-
empfénger
TGL 34578 Halbleiterbauelemente;
MeBverfahren fiir optoelektronische Strahlungssender
TGL 34 580 Halbleiterbauelemente;
MeBverfahren fiir optoelektronische Koppler
TGL 31246 Halbleiterbauelemente;
Strahlungssender und Strahlungsempfénger
Allgemeine technische Forderungen, Priifung und
Lieferung
TGL 32377
Bl. I-IV Bauelemente der Elektronik
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Lichtemitter — Anzeigebauelemente

Lichtemitterdioden und Lichtemitteranzeigen sind Halblei-
terbauelemente, deren Grundbaustein eine einzelne oder
mehrere lichtemittierende Dioden sind. Wird eine lichtemit-
tierende Diode in DurchlaBrichtung betrieben, sendet sie
elektromagnetische Strahlung aus.

Die ausgesandte Wellenldnge der Strahlung wird von der
verwendeten Halbleiter-Materialkombination und deren
Dotierung beeinfluBt.

Die in der Tafel zusammengestellten Materialkombinationen
haben praktische Bedeutung erlangt.

Material Farbe Wellenlénge
GaN blau ~ 450 nm
GaP:N griin 555 nm
GaAsP:N gelb 590 nm
GaAsP:N orange 625 nm
GaAsP rot 655 nm
GaAs:Zn Infrarot 900 nm
GaAs:Si Infrarot 930 nm

Sichtbares Licht emittierende Einzeldioden werden als Si-
gnallampen und als Indikatorlampen zur Kennzeichnung
eines Schaltzustandes in elektronischen Schaltungen ver-
wendet.

Infrarotes Licht emittierende Dioden (IR-LED) werden vor-
nehmlich in Lichtschrankenanordnungen eingesetzt.
Lichtemitter-Anzeigebauelemente werden entsprechend dem
vorliegenden Anwendungsfall mit unterschiedlichen An-
steuertechniken betrieben. Um in diesem Zusammenhang
schaltungstechnisch glinstige Lésungen zu erhalten, ist es
erforderlich,  Lichtemitter-Ziffernanzeigebauelemente  mit
entsprechender Polaritdtszuordnung der gemeinsamen Ge-
genelektrode zur Verfiigung zu stellen. Die Segmente von
Anzeigebauelementen mit gemeinsamer Anode werden ka-
todenseitig angesteuert.

Fir digitale Schaltungen steht fiir diesen Zweck der BCD-
Dekoder/Treiberschaltkreis D 147 C u.&. zur Verfligung.
Anodenseitig angesteuerte Lichtemitter-Ziffernanzeigebau-
elemente mit gemeinsamer Katode werden fiir Zeitmulti-
plexschaltungen verwendet.

Fir spezielle Anwendungen werden die einzelnen Anzeige-
bauelemente zu mehrstelligen Anzeigeeinheiten (Displays)
auf einer Leiterplatte als Baueinheit zusammengesetzt. Fiir
den Zeitmultiplex-Betrieb (time-sharing) sind alle mehrstel-
ligen Lichtemitter-Anzeigeeinheiten vorbereitet und nur
durch diese Betriebsart ansteuerbar.

Bezeichnung von Licht- und IR-Emitterbauelementen

Verbundbauelemente

1. Element Halbleiterwerkstoff

2. Element Funktion

3. Element Bauform und Kennzeichnung des Strahlungsbe-
reiches

4, Element

5. Element } zweistellige Zahl

zu 1.: V== Verbindungshalbleiter
zu 2.: Q = Strahlungsquelle
zu 3.: Buchstabe = Strahlung im sichtbaren Bereich
A = Einzeldiode :
B == 7-Segment-Symbol, einstellig
C = 7-Segment-Symbol, mehrstellig, DIL-Bauform
D = 7-Segment-Symbol, mehrstellig, einseitiger Steck- oder L&t-
anschluB mit Linsengeh&use
E = 7-Segment-Symbol, mehrstellig, einseitiger Steck- oder Lét-
anschluB mit Reflektorgeh&use
F = Diodenreihe
Ziffer = Strahlung im Infrarotbereich
1 = Einzeldiode
u d.: = Ziffern 1 bis 9
zu 5.: = Ziffern 0 bis 9

\ Kennzeichnung der Ausfiihrung,
| keine Zuordnung von Merkmalen

Kombinationsbauelemente

1. Halbleiterwerkstoff
2. Bauform

i' } zweistellige Zahl

zu 1.: V= Verbindungshalbleiter

T 2.: = Kombination mehrerer (verschiedenartiger) diskreter Bau-
elemente auf einer Leiterplatte

zu 3.: Ziffern 1 bis9 | Kennzeichnung der Ausfiihrung;

zu 4.: Ziffern 0 bis 9  f keine Zuordnung von Merkmalen
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Lichtemitteranzeigen VQB 71, VQB 73
TGL 31245

Die lichtemittierenden Anzeigen VQB71 und VQB73 mit
gemeinsamen Anoden (Bilder1 und 3) bestehen aus rot-
strahlenden GaAsP-Dioden auf Festkérperbasis in Segment-
ausfiihrung. Der Typ V@B 71 dient zur Darstellung der Zif-
fern 0 bis 9 und eines Dezimalpunktes, der Typ VQB 73 zur
Darstellung der Zeichen - und —.

Diese Bauelemente werden zur Anzeige in Gerdaten und An-
lagen eingesetzt. Die Wellenlénge ihrer maximalen Emis-
sion liegt bei 630...690 nm, die Halbwertsbreite bei 40 nm.

Abmessungen (Bild 2)
Masse 1g

Bild 1:
Lichtemitteranzeigen
VQB 71 (rechts)

und VQB 73

Foto: W. Miiller
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Grenzkennwerte

Va8 71 vaBs 73
F Neel 8 0 e A
alils
'] - , }
ARl AT
gl Lo 1 U, gl fataed.
o E/ I’c o cl ;
R AR -
1 Lv'“.;sjm | ~le
AR
S

Kemzeichnung nach
TGL 312 40

: 75202 Pl
| 2 S |
225402 —
Bild 2: Ab gen der Lichtemitteranzeigen VQB 71 und VQB 73
Kennwerte bei ¢, = 25°C
min. typ. max.
Lichtstarke!) /Segment Iy
bei Iy = 10 mA 30 50 - ped
Lichtstarke!) /Dezimalpunkt Iy
bei Iy = 10 mA 30 50 - ucd
DurchlaBgleichspannung/Segment Ug
bei Iy = 10 mA - 3.6 4,0 \"
DurchlaBgleichspannung/DP Uy
bei Iy = 10 mA - 1.8 20 V
Sperrgleichstrom/Segment
bzw. DP I
bei Ug =6V — - 100 wA

DurchlaBgleichstrom/Segment bzw. DP Iy

bei 9, = —25...4+25°C — — 15 mA
SpitzendurchlaBstrom, periodischer/Segment
bzw. DP lipum

bei #, = —25...425°C 100 mA?)
Sperrgleichspannung Uy

bei #, = —25...+70°C - - 4 Vv

Umgebungstemperatur (Betrieb) ,
VQB 71, VQB 73
Temperaturkoeffizient der Lichtstarke TK;y

bei #, = 25...70 °C — — 1—1.01 %/K

Reduktionskoeffizient des DurchlaB-
gleichstromes

—25 — +70 *c

bei #, = 25..70 °C - - | —0,18| mA/K
Umgebungstemperatur g
bei Lagerung bis zu 1 Monat —50 — -+50 °C

1) Lichtstdrkemessung erfolgt senkrecht zur Lichtaustrittsfliche mit einem
Offnungswinkel von 15° + 3°

?) wobei der mittlere DurchlaBgleichstrom nicht Uberschritten werden
darf.

Betriebsbedingungen

Der Effektivwert des Impulsstromes soll nicht groBer als der
zugelassene DurchlaBgleichstrom je Segment bzw. Dezimal-
punkt sein. Es ist eine moglichst kleine Impulsdauer zu wdh-
len, jedoch darf der maximale SpitzendurchlaBstrom den
Grenzwert von Ipry = 100 mA nicht tiberschreiten.

Um eine flimmerfreie Anzeige zu gewdhrleisten, muB im
Timesharing-Betrieb die Impulsfrequenz = 100 Hz sein.

GE; (gern. Anode) GEp (gem Anode)
E H(DP)
GEp i
Bild 3: Innenschaltun- ; i ' '
gen. Oben: VQB 71; B c
unten: VQB 73 L_w, S . N

T
401+
A T
- 11 i
! | vag 71 | | |
= Va8 73 I
s 350 —t—t 1t
|
I | | N
:LL |
E-n- 4 # ,} T
~
Bild 4: 3011 | C ~
DurchlaBspannung in —t «1/-— =8mA (segment— 1]
Abhinglghn von der ., r I =4mA L
Umg 9 P | 1 1 O O
=40 =20 0 2 40 60

80
Wy in C—-—
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Lichtemitteranzeigeeinheit VQD 30
TGL 34766

Vorldufige Daten

Die Lichtemitteranzeigeeinheit VQD 30 (Bild 1) besteht aus
einer Leiterplatte, die mit neun rotleuchtenden, monoliti-
schen GaAsP-Chips bestiickt ist. Sie dient zur Darstellung
der Ziffern 0 bis 9 sowie von Dezimalpunkten.

Die Anzeigeeinheit ist insbesondere fiir den Einsatz in elek-
tronischen Taschenrechnern geeignet. Die Ansteuerung ist
nur im Zeitmultiplexbetrieb méglich.

Abmessungen (Bild 2)
Masse =~ 4,9 g

Bild 1: Lichtemi igeeinheit VQD 30
Foto: W. Miiller

1 8«5-40  _, Kennzeichnung nach 85203,
e — TGL 31246~ _ nglu_ 7
I —% -
= —tj(
~ 2 oo
g ! b}
Ry —— —— !
| ¥ P rrves 1
11 il ”mm uigiuin _+
i Al B K20 K K K 209 ‘
wailast 2 B E T T R q e T iy
- 16%25= ,40,7 N
| 55¢%02
Bild 2: A gen der Lichtemitteranzeigeeinheit VQD 30
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Mitteilung aus dem
VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Kennwerte bei #, = —10°C und 45°C

min. typ. max.

Lichtstarke!) Segment bzw.
Dezimalpunkt |y

bei lpry = 7 mA
Lichtstarkeverhéltnis?) %)

13 - - ued

1V max
von Segment zu Segment ——
IV min

bei lppy = 7 mA - - 18
Lichtstarkeverhéltnis!) 2) %)

I
von Ziffer zu Ziffer "Lnf;

V mm

bei |pn“ =7 mA - - 1.8
DurchlaBspannung!) /Segment bzw.
Dezimalpunkt U;

bei lppy = 7 mA - - 1.9 \
Sperrgleichstrom/Segment bzw.
Dezimalpunkt Iy

bei Up =3V — - 100 1A

Grenzkennwerte bei #, = 25°C

DurchlaBgleichstrom/Segment bzw.

Dezimalpunkt I — — 5 mA
SpitzendurchlaBstrom') /Segment

bzw. Dezimalpunkt lppy - - 30 mA
Sperrgleichspannung/Segment bzw.

Dezimalpunkt Up — — 3 )

Reduktionskoeffizient der DurchlaB-

gleichspannung/Segment bzw.

Dezimalpunkt TKyg bei Iz = 5 mA

im Temperaturbereich —10...+45 °C — - —1,8 — mV/K
Reduktionskoeffizient des DurchlaB-

gleichstromes/Segment bzw.

Dezimalpunkt TK;p

im Temperaturbereich 25...45 °C — - —0,05 mA/K
Temperaturkoeffizient der Licht-

starke/Segment bzw.

Dezimalpunkt TK;y

im Temperaturbereich 25 ..45 °C - - -1,0 %o/t
Umgebungstemperatur #, (Betrieb) —10 — -+45 °cC
Umgebungstemperatur ¢ bei

Lagerung tber einen Monat —40 — -+-45 C

1) tp =50 us, vp =1:14

2) Der Lichtstérkemittelwert Iy einer Ziffer wird iber alle Segmente ge-
bildet.

3) Lichtstdrkemessung erfolgt in Richtung der geometrischen Achse der
Diode und Anzeigen (senkrecht zur Halbleiteroberfldche) mit einem Off-
nungswinkel von 15° + 3°

) tp < 500 s, f 20,1 kHz

%

a

&

A%
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TC 10 Symistor (Triac)

Nach Unterlagen des sowjetischen AuBenhandelsunterneh-
mens Energomaschexport

Der Symistor (Triac) TC 10 ist zum Einsatz in 50-Hz-Wech-
selstromkreisen vorgesehen. Er kann bei beliebiger Polaritét
der Hauptspannung mit positiven oder negativen Steuer-
signalen eingeschaltet werden.

Die urspriinglich fiir Gleichrichterdioden und Thyristoren
vorgesehenen Kiihlkérper K10 und K25 des VEB Gleich-
richterwerk Stahnsdorf kdnnen verwendet werden.

Halbleiterinformationen-137

Grenzstrom (StoBstrom)

1 Periode 1/, Periode
(20 ms) (10 ms)
110A 140 A

70A 100 A

Sperrschicht-
temperatur

25°C
125 °C

2
21
G . 15 /MI
~N
i
| &2
Bild 1: g
MaBbild des Symistors (Triac) i 925
G SteueranschluB, [
M1 und M2 Hauptanschliisse, me M2
M2-M1 Vorwiirtsrichtung
(positive Richtung)
Tafel: Spannungsklassen
Klasse  empfohlene periodische nicht-
Betriebsscheitel- Spitzen- periodische
spannung spannung Spitzen-
spannung
inV inV inV
1 80 100 110
1,5 120 150 170
2 160 200 225
3 240 300 335
4 320 400 450
5 400 500 560
6 480 600 670
7 560 700 785
8 640 800 900
9 720 900 1000
10 800 1000 1100
1 880 1100 1230
12 960 1200 1340
Kennwerte

Dauergrenzeffektivstrom

bei 100 °C Gehausetemperatur,
DurchlaBwinkel 360° el, f = 50 Hz 15A

Dauergrenzeffektivstrom ohne

Kihlkérper

bei 40 °C Umgebungstemperatur,
DurchlaBwinkel 360° el, f = 50 Hz 3A

Eine anschlieBende Spannungsbelastung ist nicht zuldssig.

Sperrstrom
bei der periodischen Spitzensperr-
spannung und der Sperrschicht-
temperatur 125°C
Schleusenspannung
DurchlaBersatzwiderstand
oberer Ziindstrom
bei ©#j = 25°C, Spannung an den
Hauptelektroden 12V
nach besonderer Vereinbarung
lieferbar
obere Ziindspannung
bei ¥; = 25°C, Spannung an den
Hauptelektroden 12V
Nichtziindspannung
bei ¥j = 125°C
Nichtziindstrom
bei #j =125°C
mittlere Steuerleistung, maximal
oberer Haltestrom
Einschaltzeit
bei ¥; =25°C

Spannung an den Hauptanschl. 100V

Ziindstromamplitude = 1 A

Ziindimpulssteilheit 1 A/us

Stromanstieg auf Dauergrenzstrom
Freiwerdezeit

bei ¥; =125°C, Iy =17 A,

Stromabfall 5 A/us, pos. = oder

neg. Spitzensperrspannung
kritische Spannungssteilheit

bei #;.= 125°C, Spannungsanstieg

auf pos. = oder neg. per. Spitzen-
spannung

nach besonderer Vereinbarung
lieferbar

kritische Spannungssteilheit nach

der Kommutierung
bei ¥; = 125°C

kritische Stromsteilheit
bei ¥; = 125°C, Stromanstieg
auf 17 A, 50 Hz, Ziindimpuls-
amplitude 0,3 A, Ziindimpuls-
dauer 50 us, Steilheit des
Zindimpulses 1 A/us

innerer Warmewiderstand
Sperrschichttemperaturbereich
Luftdruck

relative Luftfeuchte bei 35 °C
Schwingungsbeanspruchung 5...80 Hz
StoBbeanspruchung

Masse

< 3mA
<10V
< 29,4 mQ

< +100 mA

< 450 mA

<45V

<12 us

< 200 us

>10V/us

> 100 V/us

1V/us

10 A/us

1,2 K/W
—50...4+125°C
800...1 600 mbar
98 %

73,5m/s? (=~7,59)
118 m/s? (== 12 g)
10,59
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Bild 2
Abhéngigkeit

der Kippspannung
in Vorwdrts-

und Riickwdrts-
richtung von der
Sperrschicht-
temperatur 9,

Bild 3

Haltestrom Iy in

Abhéngigkeit von
der Sperrschicht-
temperatur J;

1 Maximalwert,

2 Mittelwert,

3 Minimalwert

Bild 4
DurchlaBverlust-
leistung P in
Abhdngigkeit vom
Effektivwert des
DurchlaBstromes
It crys) bei sinus-
férmigem Strom-
verlauf

¢ : DurchlaBwinkel

Bild 5
DurchlaBverlust-
leistung Py bei
Halbwellenbetrieb
in Abhédngigkeit
vom Effektivwert
des DurchlaB-
stromes

@: DurchlaBwinkel

Bild 6

Transienter innerer
Wirmewider-
stand Z,,;. in
Abhéingigkeit von
der Zeit
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Bild 7
Steuerspannung U
in Abhdngigkeit vom
Steuerstrom Ig
Parameter
Sperrschicht-
temperatur
2
*3
Bild 8:

Abhéngigkeit des
Steuerstromes von
der Dauer des
Steuerimpulses
bei einer Sperr-
schichttemperatur
von 25°C

Bild 9
Freiwerdezeit t, in
Abhéngigkeit von
der Sperrschicht-
temperatur ;.
Stromamplitude
vor der Kom-
mutierung
12)2=17A

Bild 10
Freiwerdezeit t, in
Abhéngigkeit vom
Hauptstrom vor
der Kommutierung.
1-9;=25°C,
2-9;=125°C

Bild 11

Kritische Anstiegs-
geschwindigkeit
der Hauptspan-
nung in Abhéngig-
keit von der
Sperrschichttem-
peratur

1 — Maximalwert,

2 - Mittelwert,
3 = Minimalwert
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HALBLEITERINFORMATIONEN 160

Analoger integrierter Fostl(iirperschaltl(r'eis A 202D

Mitteilung ous dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Anwendung

Der integrierte Schaltkreis A 202 D ist ein monolithisch inte-
grierter Aufnahmeverstarker mit automatischer Aussteue-
rungsregelung, Mikrofonverstarker und Wiedergabeverstar-
ker fir den Einsatz in Heim- und Tonbandgeréten.

Abmessungen und AnschluBbelegung (s. Bild 1)

Gehduse DIL-Plastgehduse

Bauform 21.2.1.2.16 nach TGL 26 713
Masse <21g

Typstandard TGL 35767

Grenzwerte, gultig fir den Betriebstemperaturberaich

min maox Einheit
Betriebsspannung Usg 51) 12
Betriebstemperoturbereich #, 1) —25 +70 °C
Betriebstemperaturbereich &,

bei Ug =9V —25 +100 °C

Statische Kennwerte, gemessen bei ¢, — 25°C, — 5 K,
Us =9V +03V

min typ mox Einheit
Stromaufnahme VV lg6%)7)

bei Uy = 0; ry geschlossen 59 8 mA
Stromaufnahme AV und AA Ig;.%)%)

bei Uig = 0; r3 geschlossen 10,7 16 mA
Ausgangsgleichspannung VV Uy?)?)

bei U;; =0 5,0 v
Eingangswiderstand VV R;;%)%) 14,1 kQ

\
Dynamische Kennwerte, gemessen bei #, = 25°C — 5K,
Us =9V + 03V, f=1kHz
min typ mox Einheit
Spannungsverstarkung VV A,yy?) 63 68,9 dB
Eingangsrauschspannung VV U»%)

bei f = 0,3...15 kHz 0,52 wV
offene Spannungsverstarkung A, ,¢ryvv?)3) 73,5 dB
Klirrfaktor VV kyy?)

bei U, = 1,25 mV, r; geschlossen 0,32 1,2 Y%
Spannungsverstarkung A, .y

bei U]. = 0,22 mV.

ry geschlossen, r; offen és 70,3 dB
offene Spannungsverstarkung A, orrav?)?) 79.0 dB
Ausgangsspannung AV mit AA Uy

beiUg=1V,

r, offen, r; geschlossen 800 1180 1600 mV
Ausgangsspannungsverhéltnis AV 4Ug?)

bei 4U,s = — 20 dB bezogen ouf

Ug=1V;

r, offen, ry geschlossen 1.5 3 dB
Klirrfaktor AV mit AA k,yv?) 0,44 1.2 9%
Verz8gerungszeit bis zum Einsotz
des AA t,%)

bei AUy = 420 dB bezogen ouf

Ujs =100 mV 15,6 ms

Abregelzeit t,%)

‘bei A4Uj3 = +20 dB bezogen auf

Uis = 100 mV, Regelfehler < 3dB 160 ms
Aufregelzeit t,*)

bei 4U,g = —20 dB bezogen auf

Ujg = 1V, Regelfehler < 1 dB 19,9 s

') Die Schaltkreise sind im Umgebungstemperaturbereich funktionsfshig
unter Beriicksichtigung der Temperaturabhéngigkeit der KenngréBen

) MeBschaltung 1

3) MeBschaltyng 2

D] Moﬂscho}mng 3

Aufbau und Wirkungsweise

Der monolithisch integrierte Aufnahme- und Wiedergabe-
verstarker A 202 D enthalt folgende Funktionsgruppen:

— Vorverstarker VV
— Aufnahmeverstarker AV
— automatische Aussteuerungsregelung AA.

Der Schaltkreis kann im Betriebsspannungsbereich Us =5
bis 12 V betrieben werden.

Der Vorverstarker ist ein rauscharmer, linearer Verstarker mit
umschaltbarer externer Gegenkopplung fiir Mikrofonauf-
nahme und Wiedergabe. Der Eingangswiderstand betrdgt
etwa 14 kQ.

Der Aufnahmeverstérker stellt einen modifizierten Opera-
tionsverstarker dar. Die externe Gegenkopplung realisiert
den fiur die Aufnahme erforderlichen Frequenzgang.

Der Ausgangstransistor der automatischen Aussteuerungs-
regelung bildet zusammen mit dem Vorwiderstand R am
Eingang des Aufnahmeverstirkers einen elektronischen
Spannungsteiler. Die automatische Aussteuerungsregelung
steuert den elektronischen Spannungsteiler derart, daB sich
in einem bestimmten Eingangsspannungsbereich die Aus-
gangsspannung nur geringfligig Gndert.

Anwenderhinweise

— Der Schaltkreis A 202 D darf nicht unter Betriebsspannung
in eine MeBfassung gesteckt werden. In allen Anwen-
dungsfallen sind die beiden Masseanschlisse 5 und 10
stets gemeinsam und gleichzeitig anzuschlieBen.

— Der Ausgangsspannungsteiler R;, Rj dient der stufen-
losen Einstellung einer Ausgangsspannung zwischen etwa
700 mV und 1,6 V. Der urspriinglich als Einstellregler vor-
gesehene Widerstand Ry, kann damit als Festwiderstand
gewahlt werden.
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Bild 1: Ab gen und AnschluBbelegung

1 Eingang Vorverstirker (VV)

2 Emitter Eingangstransistor VV
3 NF-Massepunkt VV

4 Ausgang VV

5 Masse VV und AA

6 Ausgang automatische Ausst 9 lung (AA)
7 invertierender Eingang Aufnah drker (AV)
8 nichtinverti der Eingang AV

9 Ausgang AV
10 Masse AV und AA
11 AnschluB Integrationskondensator
12 AnschluB regelzeitbesti des RC-Glied
13 Eingang AA
14 Eingang AA
15 Betriebsspannung AV und AA
16 Betriebsspannung VV
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— Der Widerstand Ry wurde mit 33 kQ so gewdhlt, doB der -
nutzbare Regelumfang im Mittel optimal ist. Wird fir Ry dui # ;””5

ein Einstellregler verwendet, so kénnen Exemplarstreu-
ungen, die eine Verringerung des nutzbaren Regelumfan.-
ges bewirken, ausgeglichen werden.

— Die Betriebsspannungszufihrungen 15 und 16 sind uber
Ry entkoppelt. Da sich mit geringerer Betriebsspannung
Usys der Regelumfang stark vergréBert, kann bei Bedarf
die Betriebsspannung am AnschluB 15 herabgesetzt
werden.

— Fiir einen Betrieb mit Dynamikverminderung (z. B. Um-
schaltung Sprache/Musik) ist es 6konomisch vorteilhoft, ‘
anstelle einer Verkleinerung von C;; den Widerstand Ry w
zu verkleinern, wodurch zusétzlich noch der Regelumfang
groBer wird. gl | ~——
— Der Vorverstarker ist fir Mikrofone mit einer Empfindlich- 000"
keit von 0,2 mV/ubar und einer Ausgangsspannung von td = ¢s
0,2...40 mV verwendbar. . =
t
]
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Bild 6:
P . i e Aufnahmeverstér-
Bild 3: g 2 (emp A 9 ker mit automa- g
A = Mikrofonaufnohme tischer Aussteue- I T Z 0 7
W = Wiedergabe rungsregelung,
H = Handaussteuerung MeBschaltungen 1 Yis —
AA = tische Ausst gsregelung und 2 v
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— Der Widerstand Ry wurde mit 33 kQ so gewdhlt, daB der
nutzbare Regelumfang im Mittel optimal ist. Wird fiir Ryg
ein Einstellregler verwendet, so kénnen Exemplarstreu-
ungen, die eine Verringerung des nutzbaren Regelumfan-
ges bewirken, ousgeglichen werden.

— Die Betriebsspannungszufihrungen 15 und 16 sind Uber
Ry entkoppelt. Da sich mit geringerer Betriebsspannung
Ugs der Regelumfang stark vergréBert, kann bei Bedarf
die Betriebsspannung am AnschluB 15 herabgesetzt
werden.

— Fir einen Betrieb mit Dynamikverminderung (z. B. Um-

schaltung Sprache/Musik) ist es 6konomisch vorteilhoft,
anstelle einer Verkleinerung von C;; den Widerstand Ry
zu verkleinern, wodurch zusatzlich noch der Regelumfang
groBer wird.
— Der Vorverstarker ist fir Mikrofone mit einer Empfindlich- e
keit von 0,2 mV/ubar und einer Ausgangsspannung von =~ ¢
0,2...40 mV verwendbar. - -
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Optoelektronischer Koppler MB 110

JURGEN GRAFE

Der optoelektronische Koppler MB 110 besteht aus einer In-
frarotemitterdiode als Sender und einer Si-Fotodiode als
Empféanger und dient zur galvanischen Trennung von Strom-
kreisen mit hohen Potentialdifferenzen.
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Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung

Bild 2:
Abhéngigkeit der
Verlustleistung

der Ausgangs- 20

diode von der E

Umgebungstempe- ?25 0 25 50 75 100
ratur

Vg in C ————

Kennwerte bei //, = 25 °C

Bezeichnung min. typ. Einheit

Ausgangskreis
Sperrgleichstrom i)
bei lr =0
Ugr =20V - - 50
bei Il =0
Up=50V - - 10
Eingangskreis
DurchlaBgleichspan-
nung Ufr
bei Ir = 100 mA -
Sperrgleichstrom Iy;
bei Up =3V - - 10
Koppler
Sperrgleichstrom I
bei Iy = 50 mA
Up=20V 75
Isolationswiderstand R;,,
bei Ui« = 0,5kV
Schaltzeiten
bei ir == 50 mA
Ug =20V
RL =51Q
Anstiegszeit t, - 50
Abfallzeit tf - 50

nA

1.3 1.5 \'

1A

100 - uA

o' 10 - Q

250 ns
250 ns

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Grenzkennwerte bei /#, = —25...470 °C
Bezeichnung min. max. Einheit
Infrarotemitterdiode
DurchlaBgleichstrom?) Iy - 100 mA
DurchlaBspitzenstrom?) Ippy - 200') mA
Durchbruchsspannung Ugg, 3 - \%
Spitzensperrspannung Uppy  — 3 Vv
Fotodiode
Durchbruchsspannung Uk, 50 - Vv
Spitzensperrspannung Urry - 50 \%
Koppler
Prifspannung?) Uy - 2 kV
Betriebstemperaturbereich
9y —25 70 °C
Lagerungstemperatur-
bereich g —55 125 °C
10 ' Tr(9a)
| — i “IF(3=25%)
|
Q6—+ }
Bild 3: K a—— t S —
Abhéngigkeit des | N\
DurchlaBgleich- Q21— |
stromes von der 0 |
Umgebungstempe- -25 0 25 50 75 100
ratur Yq in °C ————
6 T ‘
$ | S— l -
Ig=f(Ue)
< Parameter: Vg
s f—7
Y
”'2
] E—
T
Bild 4: 4
Mittlerer Durch-
laBstrom der
Eingangsdiode
in Abhéngigkeit L ———
von der DurchlaB-
spannung.
Parameter: -3
Umgebungstem- 10 08
peratur /7,
102
‘ 8 CR™ f(UR)
of— T 0a=25°C
T Ee [T
Bild 5: Py M e A 1 1 R
Mitilere Kapazitat ‘a “"\ W
der Fotodiode im € jo! B
Ausgangskreis des x 8 = 1 1 P —
Kopplers MB 110 © 6 S
in Abhéingigkeit 4
von der Sperr- o' 2 4668100 2 4 6810 2 4

spannung

') gemessen bei einer Impulsdauer
r=ltp Ti = 1:2

?) siehe Bild 3

3) Bezugsatmosphare

{, =

und Korrekturwerte

bungsbedingungen nach TGL 20 6.8 02
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Ug in v ——w=—

50 »s und einem Tastverhdltnis

bei abweichenden Umge-
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02 Bild 6: Bild 10: 022 57
8 Mittlerer normier Mittlerer Uber- K= 7& Y
6 - ter Sperrstrom der tragungsfaktor in Ie=50mA, Ug =20V
Fotodiode des Abhéngigkeit von a0 \ 1
=1 - Ausgangskreises der Umgebungs-
des Kopplers temperatur '; s \ -
2 . MB 110 bei I, =0 x R \
in Abhéingigkeit
von der Um- a6 ;\\ —
! gebung P S~
106 I[ . ratur )
11374
6 - Y2 w s 6w w8
] i T Ir(q) Wiy 5
/4L A
K= =250 [
2 Ie=0; Ug=20V
Q20 ]
ol I
0 20 40 &0 80 100 120
Uq in °C —w=— K=f(Ig) -4
. I Parameter:Jq /
g |[®2v. | / 1]
2, x Q15 / / ‘
T /
102 50mA . / /’
! [/
6 | /
¥ BNV {4
< mA T __../_ .
3
- o TS ]
na, Bild 11: AA?‘ ;:}’a-g;"‘c
6 Mittlerer Uber- = "
P Ip=1(UR) tragungsfaktor / [ va~60C
Parameter: I in Abhdngigkeit / /, /
2 vom Eingangs- / /
strom. Parameter: 005 / — -
100 Umgobungs:
8 temperatur 7, 00 2 ¢ 6 810 2 4 6 8102
6 ImA K = Igflp Ig in mA —————
4
7 00 . 2
! 2 4 68 2 4 6810 2 «
Up inV — T=00 Irrm =f(tp)
g Parameter T =
Bild 7: Mittlerer Ausgangsstrom der Fotodiode 8 n S = 25°C
in Abhdngigkeit der Sperrsp g. P ter: 6 --~\\ P -
Eingangsstrom 1 — ———
ingangsstr ) : p \\_.\
: — ~
3 TS
14 W 2 as P —
VT * S
‘ l"ﬁ”i’ 1 Ip(0g) ]
| K= - 8
x l ;x Tr (U= 25°C) f(dg) p
10— \Up=20v
| I =50ma ‘
|
08— | L ‘ -
: | | 2
20 30 <0 50 6 70 80 102
Yin °C —m=— 0S5 2 ¢ 68104 2 ¢ 6 803 2 ¢ 6 802 2 4 6 8wt
Bild 8_: Mittlerer normierter Ausgangsstrom der bp; &
Fotodiode in Abhtingigkeit von der Umgebungs- Bild 12: Impulsbelastungsdiagramm fiir den Spitzenstrom der Eingangsdiode fiir eine Um-
temperatur gebungstemperatur #, = 25 °C

6
£
< /
& 2 /
o /
8
6
4
Ip=f(Ig)
y / il
e ®
L/
e l
5 S—
‘¢
68109 2 & 6810 2 4 6810° 2

Ig in mA ———m—

Fotadiod

Bild 9: Mittlerer Ausgangsst der F
in Abhédngigkeit vom Eingangsstrom
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A 274D

Integrierter Schaltkreis zur gleichspannungsgesteuerten Hohen- und Tiefeneinstellung fiir

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Abmessungen und AnschluBbelegung (Bild 1)

Gehduse DIL-Plastgehduse

Bauform 21.2.1.2.16 nach TGL 26 713

Masse <15g

Typstandard TGL 35766

223 7510125
I=l f \
N \
Q4501 |l tGis

2510125 ]

6 15 1 13 12 4 10
th th rth th r‘-:rhrﬁ"?

'

S pse e e g ae gy ae s
1 2 3 4 5 67 8

Bild 1: Ab gen und AnschluBbelegung
1, 2 Eingdnge des Tiefenstellers rechts
3 Ausgang des Tiefenstellers rechts
4 Emgcnq der Shutupcnnung des Tiefenstellers
5 gang des Ti tellers links
6 7 Eingango des Tiefenstellers links
8  Betriebsspannung
9, 10 Eingéinge des Hohenstellers links
1" Ausgang des Hh llers links
12 Eingang der Steuerspannung des Hohenstellers
13 Ausgang des Héhenstellers rechts
14, 15 Eingéinge des Hohenstellers rechts
16 Masse

Grenzwerte, gliltig fir den Betriebstemperaturbereich

NF-Stereosysteme

Statische Kennwerte, J, = 25°C — 5K, Ug =15V

min typ mox

Gesamtstromaufnahme ls(, in mA

beiUi=U; =6V 26,5 40
Eingangsstréme

li,2in KA 05 2

lg,7 in 1A 05 2

Lo.jo in WA 05 2

ligas in uA 05 2

Dynamische Kennwerte, J, = 25°C — 5K, Us =15V,
f=1kHz

min typ max

Klirrfaktor k in %)

beiU;=U;, =1V 0,06 02
Ubersprechdémpfung a in dB
beiU =U;=1V 56 67

Fremdspannungsabstand ay in dB?)
bei U; =100 mV, Uy =50 mV, A, = 0dB

maximale Verstarkung A, in dB

bei Uy =100 mV, U; = Upp =10V 15 18
maximale Abschwéchung —A, in dB

bei Uy =100 mV, Uy = Upp =1V 15 19,5
Gleichlaufabweichung |ag| in dB 2
Héhen- und Tiefeneinsteller getrennt

bei Uy = Ujp = 100 mV, A, = 0dB fir den

abzugleichenden Kanal

56,5 60

Héhen 0,3
Tiefen 0,05
Verstarkung bei linearem Frequenzgang A, in dB 0

moximale Verstérkung bei maximaler Héhen- und

min max Tiefenanhebung A,y in dB 1,5
maximale Abschwéchung bei maximaler Héhen-
Betriebsspannung Uy in V 18 und Tiefenabsenkung —A,7;, in dB -1.3
Steuerspannungen
UginV 12
Upin V 12 1) nur giiltig fir Temperaturwechselpriifung nach TGL 28 505, Prifun-
AbschluBwiderstand Ry in kQ 4,7 tergruppe B 2
Betriebstemperaturbereich 8, in °C —25 + 70 N foe di i
. ; ) fir die Messung des Fremdspannungsabstandes ax Hinweis bei der
1 © —
Lagerungstemperaturbereich f,.4') in °C A0 +i2s MeBschaltung (Bild 4) beachten
09 7 6 67 5
L 8
r"H _____ 1["" "H’_"_}_"T
| I
| |
|
I |
| |
| elektromisches elektronusches |
| |Potentiometer mit Potentiometer mit :
: ”"""’W Gpe-| na[h/olpevﬂe(n (pe- |
| |rationsverstarker ratwonsverstirker I
: 2ur Hohenstellung fu‘r( Tiefensteliung i
‘)
i |
L e ||
schaltung | schaltung
! Horenstel Tiefenstel- r !
| a a |
| liung™” | wng —— || |
, elektrorusches elektronisches :
I Potentrometer mit Potentiometer mit |
| |nachrolgendern Gpe- nachfolgendern Ope :
| |rationsverstarker rationsverstarker |
| |zur Hohenstellung zur Tiefenstellung |
} rechits rechts :
! |
: |
- | [a |
|
L._ii,_—__' S [ (P N IS | Wl | J/w
y a4o
4 6
" 15 " oRrw 27 3 P
Bild 2: Blockschaltung $(12) 79) (1) 2 3(17) (73)£ é () 15)
AnschluB fur den 2 Verstarker in Klammern fur den2Verstarker:Ip'=1+43 Ry'*Rp+47
Bild 3: Innere Schaltung »
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% 18K 12k 4
100n i
; 33k
Eing. =
270K L
/ *Us
oL A27
A
Y 12
L A
270k
33k 120k 39k _‘3%:
i 82 == 33n
i i 4 :»J-»_m,g
100n | Bk 12k=s 0k 3, || 8n Tu 12k
gﬂ SSK 18k
gehorrichtige *Us
c31, tarke -

# Balance famiiiing 15k
0k 10K Lautstarke 108 Hohen ﬁ\rffaffn
lin lin. ln ln

330
Bild 4: MeBschaltung. Fiir die Messung des Fremdspannungsabstan- Bild 5: Anwendungsheispiel
des ay gilt: C;, Cy, C;, C; = 1 4F, Cy = 470 uF
Vu=f(Uy) Jy=25°C 1
I (Us a oy =25°C; f=ThkHz Sy =25, F+ ThHz
Wrvay| Ve f W) Us-Bv Vup Vu gy
o8 £ +40 Hz und f+15kHz a8 | Yur=f(Us) Uy =100mv a8 | Vum f(Us) Uy =700mV
U, =10V bei Us =15V Upp =70V beils =15V
/"
T Y, N4OHz
N5 kMz 20 — 20
0 ] =T
/ _.__—_-_1____.-—-—--" r_ o ] e e e e e e e e e o e
75— * 15
-W /
- / 10 10
-20
5 5
_J ol J_L 0
0 2 4 6 L 0 755 % 14,5 % 5.5 6 ﬁ 13,5 % %5 15 755 ] ’a
Yrlp Y o Us
v v v
Bild 6 Bild 7 Bild 8
Bild 9 Bild 10 Bild 11
- °, - - -, ; - -
‘HIH A 25°C; fTkHz yj,, Sy <25, £+ ThHe l Is=F(Us) 3=25°C; Uy =Uypp=6V
“Vupe
a8 | W =r(us) Ur = 00mV a8 | Vuy = f(Us) Ur =700mV =)
Urp =7V bei Ug=15V Up =7V beiUs =15V
2 /1/
» _-:E% 20 2 //
e e et e e
% %
10 ) 25
5 5
0 S } -
135 % #5 15 155 ® a%..s % #.5 3 5 55 % ®s5 15 w5 % s
_Us us UTS —_—
v %




T Uy =25°C; Fe ThHz
A | ker(us)
% Up =Up =TV
02
a1
\
_—A—A__L—.
0;53 » -5 % s ” X
K .
v
t Us= 15V, = TkHz
& ke f(Fa)
% Up=Up =1V
“r
a1
——
4 2 W W
=

‘%T#, /%/” * F(Us)

Oy =25 f ThHz

Uy = 700m V) Vu=0d8
fur aen abzuglerchen-
aen Kanal

s
|

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17:
Anwendungsbeispiel

a8

ﬁ_l/_« Jacf = ()

Us =75V feThHz

Uy, » 700m Vj Vi »0d8
fur den abzugleichen-
den Kanal

-2

I Jag/r = F W) Us=15V;f« 1hHz
T Ufia= 100mV;Vu = 0dB
a8 fur den abzugleichen-
den Kanal
05
@
a3
g2
a7
NN
0
-0 20 0 60

T o =25°C;F=ThkHz
T=f
| fea /71 Ces) Upg *100mV, Vu=0dB
/%qé fur den abzuglerchen-
aen Kanal
a5
0,/
a3
02|
o1
0 L_"‘_—;‘G__"
735 % %5 % 755 %5
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Integrierter Schaltkreis zur gleichspannungsgesteuerten Lautstérke-
und Balanceeinstellung fiir NF-Stereosysteme Teil 1
Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
In Verbindung mit einer entsprechenden RC-AuBenbeschal- Dynamische Kennwerte, ¢, = 25°C — 5K, Ug = 15V,
tung kann auBerdem eine physiologische Lautstdrkebeein- f=1kHz
flussung realisiert werden.
min  typ maox
Abmessungen und AnschluBbelegung (Bild 1)
Klirrfaktor k in %
Gehduse DIL-Plastgehduse bei Up = Up = 1, S, offen 031 05
Bauform 21.2.1.2.16 nach TGL 26 713 Balance hergestelit
M <15 bei Uy =100 mV, U;z =9V, S, offen 0,06 02
asse = 199 D&mpfung iiber den gesamten Schaltkreis o, in dB
Typstandard TGL 35765 bei Uy =Uj3=1V 72,5
Ubersprechdémpfung ay in dB
Balance hergestelit
bei Uy = Uy =1V, S, offen 56 81
bei f = 12,5 kHz 56 76
Fremdspannungsabstand ay in dB?)
22,3 7510125 Balance hergestellt
bei U; = 100 mV, Uy = 50 mV, S, offen 52,5 57,5
o Verstérkung A, in dB
]. ] I H'H'HH' 815 \ Balance hergestellt
(NN ! \ bei Uy =100 mV, U3 =9 V, S, offen 17 20,
0 WUl § i Verstarkungsabfall 4A, in dB .
045101 13! 025 705 >\/ bei f = 20 Hz 0,6
= 252028 B2 g s bei f = 20 kHz 0
- — Gleichlaufabweichung |ag| in dB
16 65 % 13 12 1 10 9 Balance bei A, = 0 dB hergestellt
thhcichmmtim bei Ujy = Uy =1V, A, = 60 dB, S, offen 04 4
\ bei Uy =Upp=1V, U3 =35V, S, offen 0.1 2
L) Balanceeinstellbereich AAyg in dB —6
' AAl‘oj indB 6
[SSJL R8 gy Re gy B4 gy R gy u gy ue gy o) bei U, = 100 mV, A, = 0 dB, S, offen
12 3 4 5 6 7 & Up=9V
Balanceeinstellbereich 4Ayg in dB 6
Bild 1: Ab gen und AnschluBbelegung ) AAgoz in dB —6
1, 2 Eingéinge der physiologischen Lautstérkekorrektur rechts bei U;; =12V .
3 Ausgang der physiologischen Lautstérkekorrektur rechts Steuerspannungsbereich Ujz, Uy in V 9
4 AnschluB fiir Widerstand zum Einschalten der physiologischen Steuerstrom |y In 1A 8
Loutstdrkekorrektur bei Up =8V
5 Ausgang der physiologischen Lautstérkekorrektur links Steuerstrom 3 in A
6, 7 Eingéinge der physiologischen Lautstérkekorrektur links bei Uy =8V 13
8 Betriebsspannung Frequenzbereich f in Hz -20 20 000
9 Ausgang des Lautstirke-Bal instellers links
10 NF-Massepunkt .
11 Eingang des Lautstirke-Balanceeinstellers links Aufbau und Wirkungsweise
12 Eingang Balanceeinstellspannung . . . . .
13 Eingang Lautstdrkeeinstellsp g Der monolithische integrierte Lautstarke- und Balance-Ein-
:; :‘lﬂaﬂnn des Lautstirke-Balanceeinstellers rechts stellschaltkreis enthdlt folgende Funktionsgruppen:
asse
16 Ausgang des Lautstérke-Bal instellers rechts — zwei Ansteuerschaltungen
— zwei Verstarker, deren Verstdarkungsfaktoren im notwendi-
gen Bereich gedndert werden kénnen .
Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich — zwei elektronische Potentiometer mit nachgeschalteten
Operationsverstarkern.
min  max Wird fortgesetzt
Betriebsspannung Uy in V 18
Steuerspannungen 9 7 6 5
Ujpin V 12 f
; S S O O S
UiinV 3 | ;
Lastwiderstand R; in kQ 4,7 ” °|L‘—{7—6—] |
Betriebstemperaturbereich J, in °C —25 + 70 | I
Lagerungstemperaturbereich ,,,') in °C —40 4125 : einstellbarer elektronisches i
i Verstarker Potentrormeter rmit |
| links ; nachfolgendem l
| Operationsver - |
| starker, links |
Statische Kennwerte, J, — 25°C — 5K, Us = 15V { {
| L | [Ansteuer- |
! Bysoiogel |
min  typ max ; P tei {
| |
Gesamtstromaufnahme lg in mA | elektromsches I
bei Ujp = Uy = 6 V, S, geschlossen 26,5 40 ! salentometsy it |
emnstellbarer nachfolgendem
Eingangsstréme on den Anschliissen 11 und 14, ! Verstarker Operationsver :
ITRTR LN 1 i rechts starker. rechts '
Eingangsimpedanz ohne AuBenbeschaltung Z, in MQ 7 : 4 l
| H >—] |
1) nur giltig fiir Temperaturwechselprifung nach TGL 28 505, Prifun- " | 5 |
tergruppe B 2 i ‘J: { J|
S 4] S IS .
?) fur die Messung des Fremdspannungsabstandes ax Hinweis bei der Bild 2:
MeBschaltung (Bild 4) beachten Blockschaltung v rn7 2 ’ #
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Integrierter Schaltkreis zur gleichspannungsgesteuerten
Lautstéirke- und Balanceeinstellung fiir NF-Stereosysteme Teil 2 und SchiuB
Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Mit Hilfe von Steuergleichspannungen (fir Lautstarke und
o f:ogﬁn . 9k 39k i mg . Balance) laBt sich die Verstarkung der beiden Verstarker
- L 5 6y 4 g & Ausg sowohl gleichsinnig (Lautstarkeregelung) als auch gegensin-
- ”"m" 2157 poa nig (Balanceregelung) verdndern. Gleichzeitig mit der Ein-
£ing i ) - 7 stellung der Lautstdrke erfolgt eine Einstellung zweier elek-
270H > 7 &P 7 7 e tronischer Potentiometer. Zusammen mit nachgeschalteten
427 4 el I 67o*Ys Operationsverstdrkern und entsprechenden AuBenbeschal-
o r r “70u . A 27¢ P tungen erhalt man eine physiologische Lautstarkebeeinflus-
m% ) “qL sung in beiden NF-Kandlen. Die physiologische Lautstérke-
1 [Pﬁ.g £ = . beeinflussung ist ein dem menschlichen Gehér angepaBter
H £7 /H: R"H JSH: / > lautstarke-steuerspannungsabhdngiger Frequenzverlauf des
- 33k e 39: ,:9;« . - Verstarkungsfaktors. Mit Hilfe des Schalters S, ist der Phy-
- HH 3 siologieteil wahlweise ab- bzw. zuschaltbar.
[”v 1 azn i} 1L 12k Iln
1185 A= [0Au.
100n 1| 18k 12k 10k 34 on 1 12k
ME’” S AT
' irrihiise *Us Bild 5: MeBschal- o L U
rricht (of
Jautstarké- 15K tung. Fiir die T o gha Uz ur2
Balance korrektur T . :ﬂo::ng des
Lautstarke Hohen refen remdspannungs-
11,?—“{& 71958‘ Zfifﬂ lﬂ\ f,‘,’," abstandes ay
330 gilt: 2
+ Cu G 10N
C., gsf:WFnF %0 unf " j S —
Bild 3: Anwendungsbeispiel g‘: C: - ‘7‘; nF v
o L
1
éj "%
1
A273D
1 ..‘2"\3
Bild 4: Innere Schaltung ’ 4 5o TS
100 inF
1 Kanal Ansteuerschaltungen 2um 2
, 377 92(6) arsnzse 0 d TuF
1 L
R1 R2 R3 f]Re R5 m |R6 R7| [ 33k 120k 120k82 33k,
RE L;? | 77 | 87
T3 5 i : 1 [
T2 L - ‘ R9||R an|| prs l )
, 45 I In £ Uy Upz Us
s ] | |r72 02y
77 |76 T A~
' oy Q7% ,
r1(] [|rn 07 J16 I * adu £ U
17 716 ais] [ (|5 (]~ | | g S
35 A 719 120 T27|T22 723 i 724} ¥ s /
I 726 03 725 I r - Vu 0dB
&[] [1r20 RI R R26 ' [NRRNR R |!
R21 ‘223 24| 25 | 7L 128129 04 130 aAyy
. R37 f a ™\ 2
| . N\ /
05 06
Y IGEER I LED R35 |ﬁ36 /
726 R37 I 727 | 0
% R39 [ R%0 I [
: R41 | |R¥2 Re3 ||Rys
732 737 1 R4S L
3% 3. 736 = I *
R46|R47 73_9L. !
‘J | /
| ! 8 N
: T42  T43 3 T4 ! = /
‘ A% (Jrso # I jadug_/
RN | R& MR, -12
67 l R62 2l [HG 6% []?51
i 010 R66 i nL
% 1 &1&!11‘ N 12 73' Bild 6 ‘ > ‘91
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th Augg=F (Uz) .
Au us =15v
o f =1KHz
% 4 Auqgy=0dB /
T
/
2 — 0
-%ﬂ—o

Bild 7

Vu= £ (Us)
U_,- 100mV

f = 1KHz
Uig=9V

Bild 10

|AAI!!|
B AAuyz=F (U,)
VU 'Dd.
f =1 KHz
14
12
10
//
8
6
% %_—’3__”
Y
Bild 13

29 (1980) H.5

ds
Vu=g(r)
Uy3= Poram
» %3 Rpimu=1k S
\
oy |
20 ‘ %
- v
=
0 - .
ki —
Bild 8
B k = ¢ (Us)
Ug= 7V
f = TKHz
04 Vh- Dd_?
—
a3 I —
\\
02
01

k
TG,P
k=Ff (V&)
Vu- OdB
f = 1TKHz
041
N
\\
03
02
Q'L-Lf T db;w‘“
Bild 14
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Is = ¢ (Us)
Ram Pwe = Tk 82

/

1%

24
22
2013 % 5 #——1’
19._..
Bild 9
al,
ag = ¢ (us)
Vu- 'md‘
f = 1KHz
1
% 17
iép._.
Bild 12
&,
ag= ¢ (&)
Vu=-60dg
f = 1KHz

Bild 15
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Optoelektronischer Koppler MB 104
JURGEN GRAFE

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik

Der optoelektronische Koppler MB 104 besteht aus einer
GoAs-Infrarotemitterdiode als Sender und einem npn-Si-
Fototransistors als Empfdanger. Er dient zur galvanischen
Trennung von Stromkreisen mit hohen Potentialdifferenzen
und ist vorwiegend fiir den Einsatz in der MeB-, Steuer- und
Regelungstechnik vorgesehen.

Grenzkennwerte bei , = —55...-}85°C

47204

Infrarot-
emitterdiode

Fotolr

afnialwin|~

fir Anschlufi 1

Bild 1: Ab gen und AnschluBbelegung

Kennwerte bei 3, = 25°C

Bezeichnung min.  typ. mox.

Eingangskreis

DurchlaBgleichspannung Uy in V

bei Iy = 40 mA 1.3 1.5
Sperrgleichstrom Iy in uA

bei Uy =6V 10

Ausgangskreis

Kollektorstrom Icgo in nA

bei UCE =10V 50
Kollektorstrom lcg() in uA

bei Ucg =32V 10
Kollektor-Basisstrom l¢po in uA

bei Ucy =70V 100
Emitter-Kollektorstrom lgco in uA

bei Upe =6V 10

Koppler

Kollektorstrom I¢g in mA
bei lp = 10 mA, Ucg =5V
Gruppe A 4
Gruppe B 10 28
Gruppe C 16
Kollektorstrom ¢y in mA
bei lp == 3,2 mA, Uce = 04V
Gruppe A 0,2
Gruppe B 0,5
Gruppe C 1,6
Isolationswiderstand Ry, in Q
bei Uy == 0,5 kV 10" 102
Schaltzeiten
bei lr =10 mA. Un - 5V. R|A =75Q
Verzdgerungszeit ty in ys 5
Anstiegszeit t, in us 10
Speicherzeit t, in us 1.5
Abfallzeit t¢ in us 10

Bezeichnung min. mox.
Infrarotemitterdiode

DurchlaBgleichstrom Iy in mA 40
DurchlaBspitzenstrom lggy in mA 80')
Spitzensperrspannung Ugpy in V ]
Transistor

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung Uy in V 32
Emitter-Kollektor-Spitzenspannung Uy in V 6
Koppler

Prifsponnung Uy in kV2) 2.8
Betriebstemperaturbereich ¢, in "C —55 85
Logerungstemperaturbereich &, in °C —55 125

') gemessen bei einer Impulsdauer t, = 50 us und einem Tastverhdltnis
= % =1:2

?) Bezugsatmosphére und Korrekturwerte bei abweichenden Umgebungs-
bedingungen gemdaB TGL 20 618/02

‘ —————
MB 104C
gt
4 / // "\
=
s /
x o3 MBIOKA|
8
6 /// B
i@ )
K= =f(Ig)
» - Bg-25°C |
Bild 2: Mittlerer
Ubertragungs-
faktor in Ab- ]
héingigkeit vom 0 2 < 6 80 2 2
Eingangsstrom Icin mA —em
102,
3‘—L ,,1 .._.ﬂ.7é
Ic =/ (Ig) 4
* 7 =5V hg= 25°C // /
£ /
<
P

Bild 3: Mittlerer
Kollektorstrom
des Ausgangs-

N

transistors in 00
Abhéngigkeit vom 100 2 ¢ 6 & 2 ]
Eingangsstrom Ig in mA ——w—
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Bild 5: Mittlerer Kollektorstrom in Abhdngigkeit

Bild 4: Mittlerer DurchloB

diode in Abhéngigkeit von der DurchlaBspan-

der Eingang
der Kollektor-Emitterspannung (MB 104 A). Paro-

107 2 ™ 2
8 = e
; 7 ]] ] 02 Vg 2S°C Parameter I 102 <omAl—
- 8 N S 8
6 — I T - - 6 20mA _—
¢ - 8 il 1 18 omA AL ——| | ‘ ///
B < = // 10mA
< tg=85°C £ LT | |20ma / »
K s e 2 ’7/ - 1 §2 v 1=
C
2 —25°C L ‘/ & // 2mA
10! 4 10mA U;ol
81— e ey O | (A (I S N ~ 8 . 4 Y| —
/ / 6 | 6 7ah
102 177 4 SMA | ¢ 2mA =
Y/ 774 R —— ol | A
6 A VS SN W— 2 - 22— —
1mA
— 4 B — 100 2mA 100 o
8 IS I S 8 = .. .
Ip = (Up) 5 —— 51— )
Parameter : thy y 4 1 N R
2 I 1mA [S-I(UCE)
! 2 il 2 'q=25°C; Parameter Ir
I11] d
103 =) 7 7 0l 0 7
09 10 i1 1,2 13 14 15 70 2 4 6810 2 ¢ 6810 2 10 2 4 6 810 2 4 6 810 2
Upin V ——w— Uggin V. ——m=— UCEhV_>

Bild 6: Mittlerer Kollektorstrom in Abhdngigkeit
der Kollektor-Emitterspannung (MB 104 C). Pova-
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nung. Par ter: U #a. Die meter: Eingangsstrom |, meter: Eingangsstrom |,
Zuordnung der Parcmotor xu don Kurven muB
in kehrter Reihenfolge erfolgen
12
l | E!

2 o, s I (l’) - rhS
Iogo™(Yoep! y ” —_ rides
Parameter: 1, et ‘41"5V Ig=10mA ]

102 a - - i // K

8 / O

* 6 rad v 7 08 ol 7\\\\
1T - 4 d p
LA MB 104 A
g ] éog //
<
< / /
o at% e w o
8 5 A & P 40 50 60 80 0
5 —/ / / 190 in °C ————
A "oc
" 1/ b o Bild 8: Mittlerer normierter Ausgangsstrom des Fototransistors in Ab-
’08 P 7 héngigkeit von der Umgebung peratur 9,
o
)
6 ,/ > //
P T 22 )
p - | |
- L~ | |
:—/ L 0 ‘ N T - — 1
2 & L 1 | e (e
00 2 ¢ 6810 2 4 = | | ] | ¥q=25C
Ucgo in V —=— &° \A\ ‘ | R
| |
‘0 2 4 6 8 10 2 13 6 18 20
Ugg in V ————
Bild 7: Mittlerer Kollektor-Emitterdunkelstrom in Bild 9: Mittlere Kollektor-Emitterkapazitit des Fototransistors im Aus-
Abh&ngighlt von dov Kollektor-Emitterspan- gangskreis des Kopplers MB 104 in Abhéngigkeit von der Kollektor-
nung. P g g P B Emitterspannung
10 l'r[ I
0,6 =0,01
? = i o

0.4 FRM = t
& —— Pz .1 Parameter 7"#'
< [ — ~:~ 1}0-25'0

0,2

E e \\
i —— S
01 0.5 —
n e~

0,06

0,04 0

002 — 3 3 -3 Bild 10: Impulsbelastungsdi m fiir

0 2 4 6 1 2 4 6 10 2 4 6 10 2 4 6 den Spitzenstrom der Elngangsdlodo fiir
fp in s ——— eine Umgebung P M, =25°C
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D 410D

Integrierter kurzschluBfester Treiberschaltkreis, drei UND-Gatter

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Der Schaltkreis zeichnet sich durch hohe Stérsicherheit und
Zerstorfestigkeit aus. Er besteht aus drei UND-Gattern mit
zwei, drei und vier Eing@ngen, wobei je einer invertierend
wirkt. Im Bereich der Eingangsspannung von 1...44V ist der
Eingangsstrom nahezu konstant. Zur Unterdriickung von
Stérimpulsen wird bei jeder UND-Funktion durch interne
Verzégerungsstufen ein Eingangssignalwechsel verzdgert
zum Ausgang weitergeleitet. Das zweite UND-Gatter besitzt
einen AnschluB E zum VergréBern dieser Verzdgerungszeit
durch Anschalten eines externen Kondensators.

Uber den Eingang Z kann durch eine Spannung Uy der H-
Pegel fiir alle drei Gatter gemeinsam eingeschaltet werden
(Uon = Uz).

Abmessungen und AnschluBbelegung (s. Bild 1)

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max

Betriebsspannung Ug in V 14Y) 35
Eingangsspannung U; in V2) vor Schutzwider-
stand 5,6 kQ

dauernd —30 50

fir max. 6 us und Wiederholh&ufigkeit

max. 300 Hz —300 300

fir max. 12 us und Wiederholh&ufigkeit

max. 300 Hz —150 150
Spannung Uy in V3) vor Schutzwiderstand 560 Q
om Ausgang fir max. 6 us und Wiederholh&ufig-
keit max. 300 Hz —300 300
Betriebstemperaturbereich &, in °C —25 85

Logik positiv
A " . b~ Alle drei Ausgéinge sind gegen Masse und Betriebsspannung Uber je
IOQgChe Funktionen Y1 =A1.B1.€1-D1 einen Widerstand von 560 Q dauernd kurzschluBfest.
Y2 =A2 Y2 = A2 2 D2 Bis zu einer Umgebungstemperatur von &, ==23°C ist jede beliebige
Y3 =A3:-D3 Anzahl gleichzeitiger Kurzschlisse zugelassen.
Masse <15¢ Bei einer Temperatur bis 54°C sind dogegen nur zwei Ausgéinge
Typstondord TGL 37 512 gleichzeitig kurzschluBfest und im Temperaturbereich bis 85°C nur ein
Ausgang.
1) Bei Unterschreitung ist die Funktion nicht mehr gewdhrleistet.
223 7510125 %) Zerstérgrenzen
HEEHHEHHHE 315 / N
\
(NN A\
04520 13748 425 3hs
2520125
5 5 G ORYR Betriebsbedingungen
b b hdad
é min max
! Betriebsspannung Ug in V 14 32
‘-;TT-ZJ “7-; ‘2-' ‘}‘ '-;’ ‘;’ ‘Z' L-Eingangsspannung Uy in V —0,15 5
H-Eingangsspannung Uy in V 7.5 44
Bild 1: Abmessungen und AnschiuBbelegung Auslostungsfokior Ne fvsiameigen) — s
22 r.‘_‘_...__._._._.._.lr 1 %
i 8 . B '
L I
- —1 — = !
& ) | o1z
a g > ¥
= H{rH [ |
= .
| b 9 @ é ) | T— 3 o
o, o — — & - _— ¢ — ¢ b R 50 |
e S —_— —— Syt N
7 2 3 4 r 5 6 7

Bild 2: Innenschaltung

A, B, C: nicht negierende Eingiinge

D: negierende Eingéinge

E: AnschluB fiir externen Kondensator zur
Einstellung der Signalverzdgerungs-
zeit der zweiten UND-Funktion

£ Ausgiénge

t {] AnschluB zum Einstellen der H-Aus-
gangsspannung

M: Masse

Bild 3: Blockschaltbild einer UND-Funktion
1 Eingangsschutizschaltung
2 Eingangsstromsenken
3 UND-Verkniipfung
4 Verzdgerungsstufe
5 Schmitt-Trigger
6 Ausgangsstufe
7 Ausgangsschutzschaltung, kurzschliuBfest gegen Us und Masse
i S g fiir alle drei UND-Funktionen

9 ot ) 9
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Ada

Jeder Eingang einzeln

Elektrische Kennwerte, ), = —25...485°C
MeB- min typ?)  mox
schaltung
Stromaufnahme |y in mA
bei Ug = 14V 104 59 ) 12
bei Us =24V 104 6,2 12
bei Us =30V 104 6.3 12
L-Eingangsstrom I;; in mA
bei Uy =24V, U, =5V 105 0.1 0,15 0,3
H-Eingangsstrom | in mA
bei Us =24V, U, =30V 106 0,1 0,15 0,3
L-Ausgangsspannung U, in V
bei Ug =30V, lp,. = 1,6 mA
Un=75V 108 0,9 1.4
H-Ausgangsspannung Uq, in V
* bei Uy =14V, —lgy =3I mA
Unu=75V, U, =5V 107 12 12,9
Steuerstrom aus AnschluB Z —I, in mA
bei Us s 30V, U||| - 7,5 v
Up=5V,U,=5V 109 1,0 2
105
2. Gatter
Ugo—% & [T
n_
UIL‘ I
Jeder Eingang einzeln
106 2 Gatter | 107 2. Gatter
ugo——F & [ uso—— & |7
H,_ s | - ==0
-1
U, OH
H
U,H‘ Uu‘ | {

okl

Jeder Ausgang einzeln

Uk a
Un l

i1

Jeder Ausgang einzeln

108 109 <
]
2. Gatter ¥
o % & [
6 —t
79 S oz
— - -Iz
U"’l o U
- 7
1
110 2.catter | 111 2.Gatter

Bild 4: MeBschaltungen

trem tTHL
By ___
Generator 90% Qz‘ \
(E impuls) 50% 50%
P <08y___10 72 0%
tpy, tpLH
Yo _
Ausgangsimpuls 50% 20
Yoo _ .
29 (1980) H.7 radio fernsehen elektronik

KurzschluBstrom
gegen Masse —lpsy in mA
Us=30V, Uy =75V,
gegen Ug
Us=30V, Un=175V

Uy =5V 110

10

10,2 18

5,9

Dynamische Kennwerte, gemessen bei Us =24V + 0,4V,
Ui =175V +01V,RL=282kQ

MeB-  min typ’)  max
schaltung
Signalverzégerungszeit in us
Gatter 1 und 3
beim Ausschalten t); m 1 4,4 9
beim Einschalten ty;;. m 1 3,0 9
Signalverzégerungszeit in us
Gatter 2 t).y
bei C; ==33nF
beim Ausschalten ty; m 55 8,5 12
beim Einschalten ty,. m 1,5 2,6 4
%) fir alle typischen Werte gilt ¥, = 25°C — 5K
r D410
;“%N_ tow = f <C7)
Us = 24V
R. =82kS8
0’ /I
04 //
/ Gatter 2
o //
10' /

Bild 6

0° 07 107 103 0%

T D 410
!gﬂ tou= £ (C7)
M Us = 24V
R. = 82kR
DY
0
b
04
n!
Gatter 2
02
nl
b'U_ T Y W
Bild 7 5.1, —

4 Bild 5: Zeitdiagramm von Eing

und A

9ung L



D410
o Uow = (Us)
a5 ~lon=3mA
5 i
25 /,
g /
5 //
2 25 K’ B
Bild 8
12 I
D410
dz | iz=f (U2)
=30V
10 e
08—
06—
04
02
T 2
Bild 11
19.0 D 410
toy = F (Us)
XL C7 =33nF
adl R. =82k&
Gatter 2
a7
0 25 30 5
Bild 14
t D 410
. T tow = £ (va)
M Us = 26V
ms R = 82k
90 Cz = 33nF
AQ
Gatter 2
as P H 0

Bild 17

s

D410
u Uogu=f (Uz)
% Us =30 v
gy = Parameter
2 0mA
3mA
SmA
7mA
20
<10
10 0 0
b -
Bild 9
1 D 410
t touy= ¢ (Us)
,.? DLK s
RL =82 kS
4
Gatter!.3,
3
7. 20 }L X 35
Yp—
Bild 12
I T
D410
t tow= ¢ (Us)
me [ C7 = 33nF
R. = 82kS&
2, —
Gatter 2
15 20 25 0 35
Yoo
Bild 15
1 D410 -
-
¢ tow = £ (&)
2 Us =24V —
A
R, -&k‘g//
30 -
/
29
Gatter 1,3
28 =2 O u 0
P —
Bild 18
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T D 410
Up Ua=F (lo)
Ug =30V
2 g I
20
10
p & A 5
-
Bild 10
r D410
% tow = f (Us)
o R =082k&
30
—
25
20
Gatter 1,3,
15
JV._.
Bild 13
t
5
30
L 410
tou = f (V&)
Ug =24V
R, =82k&
AN Cy =33nF
29 \v\ -
-20 20 40 ! 0
B
Bild 16
t D410
52
. tow= ¢ (V&)
t D /
- Us =24V
50 R, =82ks
4P /
s Gatter 1,3
L6 -2 U H
% —
Bild 19

29 (1
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Bezeichnungskode fiir sowjetische IS

In der UdSSR wurde ein bis ins Detail aussagekréftiger Be-
zeichnungskode fiir integrierte Schaltungen ausgearbeitet.
Nach der sowjetischen Norm GOST 17 021-75 werden IS in
analoge (z. B. Verstarker, Detektoren, Modulatoren, Demo-
dulatoren, Fequenzumsetzer) und digitale (Konjunktion, Dis-
junktion, Negation usw.) unterschieden. Der Bezeichnungs-
kode ist in der Tafel 1 wiedergegeben.

Gelegentlich finden sich noch &ltere sowjetische IS, deren
Bezeichnung noch nicht mit diesem Kode ubereinstimmt,
frither galt der nach Tafel 2.

Tafel 1: Sowjetischer Bezeich kode fiir integrierte Schaltungen

Bauelementefamilie

fortlaufende Numerierung der IS inner-
halb einer Serie funktionell gleicher IS

r— Unterschiede in elekfrischen Parametern
B Funktion

K 4 0 YQ 1 I
T | [~ Seriennummer

Technologie (1, 5 monolithische Inte-
gration; 2 hybride Integration)

wenn vorhanden: fiir allgemeine An-
wendungen zugelassen

Tafel 3: Buchstabenkode fiir I1S-Funkti

Funktion ab GOST davor

Videoverstarker

18 682-73 Folgestufen
Anzeigeverstarker
Signalgeneratoren Gleichstromverstarker
Sinusgeneratoren rc rc

Operations- und
Differenzverstarker
andere Verstarker

Rechteckgeneratoren,
astabile Multivibratoren I'T —

Generatoren fiir
Auswahl- und

lineare Signale ra —

Oenaiatorenifas Vergleichsschaltungen
Sonderformen re re Amplitudenauswahl
Rauschgeneratoren M — und -vergleich (Pegel)

iibrige Generatoren I — Zeitauswahl und
Detektoren -vergleich
Amplitudendetektoren oA IA Frequenzauswah| und
Impulsdetektoren an hi g7 -vergleich
Frequenzdetektoren Ic Inc Phasenauswahi und
Phasendetektoren o oe -vergleich
andere Detektoren andere Auswahl- und
(2. B. Treiber) Pes n Vergleichsschaltungen
Umschalter und Schalter Verzégerungsschaltungen
fiir Strom KT — passive
fir Spannung KH — aktive
Transistorschalter KT andere
Diodenschalter — 3914 Filter
andere Umschalter und
Schalter KII KII Hochpol
Modulatoren Tiaipah
BandpaB
Amplitudenmodulatoren MA MA
Phasenmodulatoren MD Mo Spuridiiter
Frequenzmodulatoren MC MC endareFiter
Impulsmodulatoren MU MU Impulsformer
andere Modulatoren MII M1 Rechteckimpulsformer
Umformer spezielle Formen
Frequenzumformer nc nc andere
Phasenumformer e ho o] Stromversorgungs-
Impulsléngenumformer  TIJ — schaltungen
Spannungsumformer IIH IIH Gleichrichter
Pegelanpassung ny - Umformer
Digital-Analog- Spannungs-
Umsetzer A nn stabilisatoren
Analog-Digital- Stromstabilisatoren
Umsetzer B K andere
BCD-Dual-Umsetzer und integrierte Einzel-
Dual-BCD-Umsetzer P — elemente (Arrays)
andere Umformer nn nn Dioden \
Verstarker Transistoren
HF-Verstarker VB — Widerstédnde
ZF-Verstérker yP - Kondensatoren
NF-Verstarker YH — kombinierte Arrays
Sinussignal-Verstérker yC yC andere

Impulssignal-Verstarker

In der Tafel 3 schlieBlich sind die Buchstabengruppen zu-
sammengestellt, die die Funktion des Bauelementes kenn-
zeichnen.

Tafel 2: Friiherer jetischer Bezeich gskode fiir integrierte
Schaltungen

Bauelementefamilie

fortlaufende Numerierung der IS inner-
halb einer Serie funktionell gleicher IS

_j r—- Unterschiede in elektrischen Parametern
K1Y T 401 A Seriennummer
'L L_.l Funktion

Technologie (1, 5 monolithische Inte-
gration; 2 hybride Integration)

|

wenn vorhanden: fir allgemeine An-
wendungen zugelassen

Literatur

Uslovnye oboznadenija mikroschem (Vereinbarte Kennzeichnung inte-
grierter Schaltungen.) RADIO 53 (1977) H. 3, S. 57 und 58

yu yu universelle Analog-
s ¥B schaltungen XA KA
VE 3 logische Schaltungen
YM e UND (AND)
yT yT (Konjunktion) Jan JIH, I3
ODER (OR)
v T (Disjunktion) JI Ja
v v Negation JIH JIH
NAND JB JA, 1B
NOR JB JB, JIE
UND/ODER (AND/OR) JC JC
CA CA NAND/NOR JITI JP
NOR/OR JIM -
CB CB Expander Jn JII, JI9
andere Mehrfunktions-
cc cc schaltungen JIn I, IK
Trigger
CP Co JK-Trigger
(JK-Flip-Flop) TB TB
cn — RS-Trigger
(RS-Flip-Flop) TP TP
D-Trigger (D-Flip-Flop) TM —
BM me T-Trigger (T-Flip-Flop)  TT TC
BP mc
BII — Schmltt:Trlgger T TII
kombinierte Trigger
(RST usw.) TK TK
PB PB Register up up
:g :g Adder um uc
@op &r Halbadder nin ni
on — Koder (z. B.
BCD-Dezimal-Koder) uB M
AT . Zshler UE UE
AD o Dekoder un nun
AIT _ Matrizen )
Arbeitsspeicher (RAM) PM -
Arbeitsspeicher (RAM)
EB . mit Steuerschaltung PY -
EM o Programmspeicher
(ROM) PB o=
Programmspeicher
oo (ROM) mit
EI _ Steuerschaltung PE -
andersartige - JM
andere Speicherelemente  PII —
HI HI digitale Universal-
HT HT schaltungen X WM
HP HC andere IS, fiir Rechen-
HE HE anlagen und Einzelgerdte WII —
HK HK IS fiir Mikroprozessor-
HII - systeme UK —_
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Mitteilung ous dem Wirtschaftsbereich des VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder)

Der Schaltkreis arbeitet als ein von einer batteriespan-
nungsproportionalen Schwellenspannung gesteuerter Schal-
ter und ist fir die VerschluBzeitensteuerung in elektro-
nischen Kameras und dhnliche Anwendungen der industriel-
len Elektronik vorgesehen.

Abmessungen und AnschluBbelegung (s. Bild 1)
Gehduse DIL-Plastgehduse
Bauform 21.2.1.1.4 nach TGL 26 713
Masse <05g
Typstandard TGL 32537
9.5 65
k —gy
E t [ 4
Q.
"I i
v L. ] H
. 035
05 ] 75
‘ B 015"
4 3 ;
M Bild 1: Abmessungen und
AnschluBbelegung
1 Betriebsspannung
2 Eingang
) 3 Masse
Ul 4 Ausgang
7 2
1
]
[ —
hwelle Endstufe
2 Komparator S ¢
umschalter
C _K
3

‘ 3ild 2: Blockschaltung

g—»
'él.
o

20— A3020 4
= 3 d
Qe O U _I- 100‘

Bild 4: Innenschaltung

Integrierter Schwellspannungsschaltkreis A 302 D

Grenzwerte, gliltig fur den Betriebstemperaturbereich

min max

Betriebsspannung Ux in V 2,3") 6,3
Eingangsstrom Iy in mA 1
Ausgangslaststrom lop, in mA 60
Lastinduktivitat Ly, in H 2
verpolte Betriebsspannung Us in V

Ri. > 100Q

t = 20 min —5

t <10s —6,3
Betriebstemperaturbereich?) ¢, in°C —10 455

Statische Kennwerte, gemessen bei #, =25°C 4+ 5K

min typ max

Betriebsstrom g in mA

bei Us=4V, Uy=0V,

S, offen 2,7 5
Schaltpegel , Iy aus” a,?)

bei R, = 120Q, Ug =4V,

S, geschlossen 0,57 0,587 0,6
bei R, =120, Us =123

bis 6 V, #, = —10 bis

+55°C, S; geschlossen 0,559 0,612

Schaltpegel Iy ein” a¢?)
bei R, =120Q, Us=14V,

S; geschlossen 0,5 0,518 0,535
L-Eingangsstrom —Ijj, in nA

bei Us=14V, U, =0V,

RL = 1209,

Sy geschlossen 1 25

H-Eingangsstrom |1 in nA

bei Us=4V, Uy=14V,

RL =120Q, 3 25
relative Schaltpegelanderung

Aa, )

aa

bei Ugs=123.6V,

Ry, =120Q,

&y = —10...455°C 0,02
L-Ausgangsspannung U,
in mV

bei Us=4V, Uj,=0V,

loL = 40 mA, S, offen 225 300
Ausgangssperrstrom lon
in uA

bei Us = Uiy = Uou

=6V, S, offen 1.5 100

Dynamische Kennwerte, gemessen bei #, = 25°C — 5K,
Us=4V, Ui,=0V, Ulp=26V,
_ Rechteckimpulse, tp = 10 us,
tp/T = 0,2. RL =120 Q, Z() = 509

min  typ  max

Ausschaltverzégerungszeit tyy in us 1.3
Einschaltverzégerungszeit ty, in us 0,9
Anstiegszeit des Ausgangsimpulses

tr in ns 45
Abfallzeit des Ausgangsimpulses

tt in ns 45

!) bei Unterschreiten Funktion nicht gewdhrleistet

2) Die Schaltkreise sind im Betriebstemperaturbereich unter
Beriicksichtigung der Temperaturabhdngigkeit der Kenn-
gréBen fiir den vorgesehenen Anwendungsfall einsetzbar.

%) bezogen auf Betriebsspannung

%) a, bei Us=4V und ¥, =25°C

radio fernsehen elektronik 29 (1980) H.8 515




1 5 ) I *] | =
& ! ‘ 5| N 4302
mA l mA Is =1 (%)
py - ) Us=4 v
A302
Is=f(Us) '
Wy 26°C / 2
3 7 N
2 /,
7
i
ot—+— . ’ 05 = —5
UV — /€ —e
Bild ¢ Bild 7
6 1005 107
A 302
Tt A302 aa(Us) A 302 ae (Us) e f(Us)
nA . I = F(a%a) || aq Us™ . ag* #(Us) aellis+4 .
N p . Wy =26°C
Us =4V B,°25°C
1
‘ o
\ 1 P
N b
3 ' 7 —
2 N
1
[
o 0 25 55 %23 ¢ o 23 ¢ 6
Pe/C —e Us/V —e ; Us/V —
Bild 8 8itd 9 Bild 10
Bild 11 Bild 12 Bild 13
T
i il too tan
S u’_ i Qg (Ha) e (V%) A 302 6v
" Uy-ov G250 A 302 aely=25) a¢*/(Va)
loc ~4$0mA g = f(Sy) Us = Parameter W
Us = Parameter

73

230t
/ >
1 = 17

23v

N\

W7

23v

999 0999
&

0 g ﬁL—‘ ‘
- -0 55 & 25 - 0 5

% /°C —e &/%C — Iy/C—

ofb—
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Statischer Festwertspeicher U 551D

Ing. URSULA SCHLOFFEL

Mitteilung aus dem VEB Funkwerk Erfurt

Der integrierte Schaltkreis U 551D ist ein statischer, elek-
trisch programmierbarer Festwertspeicher (PROM) in p-
Kanal-Silicon-Gate-Technologie. Alle Eingdnge des PROM
sind mit integrierten Gateschutzelementen versehen. Die
Abmessungen des Schaltkreises entsprechen der Bauform
fir monolithische integrierte Schaltkreise 21.2.3.2.24 (24po-
liges DIL-Plastgehduse, 15 mm Rasterabstand) nach TGL
26713 (s. Bild).

Der U551 D ist vorwiegend fiir den Einsatz in Datenverar-
beitungsgerdten vorgesehen. Er hat eine Speicherkapazitdt

&2
€=

PROM 0y }— 4
ap—5
la3 —6
ag —7
05'—0
o — 9
az — 10
ag [— 1

.q—zT.

1 2568
& Bit

AnschluBbelegung und Logikbild

von 2048 bit. Zur Auswahl der Worte stehen acht Eingdnge
zur Verfligung. Die Ausgabe erfolgt in 256 Worten zu je
8 bit.

Der Schaltkreis hat einen Chip-enable-Eingang (CS). Fir
UGs = L ist der Chip aktiviert, fir Ucs = H sind die Aus-
gtinge hochohmig. Zur Verringerung der Verlustleistung
kann die Betriebsspannung Ugg getaktet werden.

Zusammenschaltbedingungen

Die Zusammenschaltung der Schaltkreise (Dateneingdnge)
kann beliebig unter Beachtung der angegebenen Verzdge-
rungszeiten, Eingangsstrome, wirkender Lastkapazitaten und
Storkapazitdten erfolgen. Die Eingdnge konnen von TTL-
Gattern angesteuert werden, wenn gewdhrleistet ist, daB
das TTL-Gatter mindestens U,y = Ucc — 2V als H-Pegel
abgibt.

Ausgangsseitige Parallelschaltung mit Bauelementen, die
keinen Chip-Select-Eingang aufweisen, ist nicht moglich.

Bitmusterbestellung

Die Bestellung eines Bitmusters der beim Hersteller zu pro-
grammierenden Variante des U 551 D hat nach dem Werk-
standard des Herstellers FS 457.06 zu erfolgen.

Zusétzlich kann auch vom Anwender ein entsprechend pro-
grammiertes anschluB- und signalkompatibles Speicherbau-
element zur Verkiirzung der Durchlaufzeit zur Verfiigung
gestellt werden, das als Vorlage der beim Hersteller zu pro-
grammierenden Bauelemente dient. Dazu sind je Bitmuster
zwei Bauelemente notwendig.
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Statische Kennwerte im Lesebetrieb
bei J, = 0...70 °C, Ucc = Ugg

Dynamische Kennwerte im Lesebetrieb

Zugriffszeit ej-eg ty. in pus

Haltezeit fir Information am Ausgang toye in us

Dynamische Kennwerte im Programmierbetrieb
bei #, =25°C, Ucc =0V, Upg =12V, Uehe =0V

min typ max
Tastverhaltnis Ugo., Upp in Y, 20
Programmierimpulsbreite tpg in ms
bei —Uge =35V, —Upp = —Up = 48V 1 3
Datenbereitstellzeit tyy in us 25
Datenhaltezeit t,; in us 10

Grenzwerte im Programmierbetrieb, bezogen auf Ucc

Betriebsspannung Ugg
Betriebsspannung Upp
Betriebsspannung Upg
Eingangsspannung U,, U,, U
Betriebstemperatur #,

—40 V...Uyy + 0,3V

—48 V...Uyy + 0,3V
0...12V

—48 V...Uyy + 0,3V

25°C + 10%

Grenzwerte im Lesebetrieb, bezogen auf Ucc = Ugp

min typ max
Betriebsspannung —Ug in V 8,55 9 9,45
Betriebsspannung —Upp in V 8,55 9 9,45
Betriebsspannung Ucc in V 4,75 5 5,25
Eingangsreststrom —I, in ©A
bei Uge =Uppy =Ucc =0V
—U,=10V 1
Ausgangsspannung U, in V
bei I, = 1,6 mA 0,4
Ausgangsspannung U, in V
bei —la = 0,5 mA 2,4
Stromaufnahme I in uA 1
||m in mA 40
bei Ugg = Uy = —9V
Uce=5V, I, =0V
Clampstrom l¢p in mA
bei Uy, = —1V 10
zuldssige Gesomtverlustleistung
P, in mW 800
Statische Kennwerte im Programmierbetrieb
bei ¥, =25°C, Ucc =0V, Uche =0V
min typ max
Betriebsspannung —Ugg in V 35 40
Betriebsspannung —Uj,, in V 46 48
Betriebsspannung Uy in V 10,8 13,2
Eingangsspannung Uy in V —2 0,3
Eingangsspannung —U,; in V 40 48
Eingangsspannung Upgy in V —2 0,3
Eingangsspannung —Upg in V 46 48
Stromoufnahme Ip; in mA (Spitzenstrom)
bei —Ugg = 40V, —Uy,;, = 48 V,
Uy =12V 200 300
Stromaufnahme Iy in mA
lge in mA 10 100
bei Ugg =40V, —Upp =48V,
Ugp =12V 10

Betriebsspannung Ugg
Betriebsspannung U),),
Eingangsspannung U,
Betriebstemperatur ,
Lagertemperatur 9

—20...0,3V
—20...0,3V
—20...03V
0...70 °C
—55...+125 °C

29 (1980) H.12
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TTL-MIS-Treiber D 461D in Bipolartechnik zur Ansteuerung von MIS-Speichern

Mitteilung aus dem Wirtschaftsbereich des VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Der Schaltkreis D 461 D enthalt zwei Zweifach-NAND-Gat-
ter in positiver Logik. Beide Gatter haben je einen separa-
ten Eingang und Ausgang (A, Yy, A, Y2) sowie einen ge-

meinsamen Eingang E. Es gilt jeweils

Yi=A;-E

Der Schaltkreis kann mit TTL- bzw. DTL-Signalen ange-
steuert werden. Der Wert des Ausgangs-H-Signales wird
durch die zweite Betriebsspannung Ug, festgelegt. Der
seinem Hauptanwendungs-
zweck fiir Ug, = 16...20 V optimiert. Die angegebenen Kenn-

Schaltkreis ist entsprechend

gréBen gelten aber im Bereich Us, = 4,75..24 V.

Abmessungen und AnschluBbelegung (s. Bild 1)
Logik positiv

logische Funktion Y; =A; - E

Masse =~ 19g

Typstandard TGL 35 336

X [\

T 5 \
) l Luqs \,}r’”-""
045137 L T

25tqns 13183

i

2 7 109 8
o O o O O |

Oz

~4| O |p=

~

|5 o gy gy o
3 4 5 6 7

Bild 1: Abmessungen

Bild 2: A E Ay M
AnschluBbelegung

Grenzwerte
min max

Betriebsspannung 1 Uy, in V) —0,5 7
Betriebsspannung 2 Usz in V!) —0,5 25
Eingangsspannung Uy in Vi) 5.5
Spannungsdifferenz U,g zwischen einem
Separateingang (A, A;) und E in V 5,5
Ausgangsspannung U, in V

bei Uy =0V, lgy =20 mA Usa+1.5
Eingangsstrom || in mA

bei maximaler Eingangsspannung

U, =55V 1
Dauergleichstrom ly;, in mA

bei L am Ausgang 100
Verlustleistung Py in mW

bei #, = 70 °C 800
Arbeitstemperaturbereich ¢, in °C 0 +70
Lagerungstemperaturbereich 4, in °C —65 1150
Betriebsbedingungen

min typ max

Betriebsspannung 1 Us; in V 4,75 5 5,25
Betriebsspannung 2 Usz in V 4,75 20 24
Umgebungstemperatur &, in °C 0 70

i %

701

Jeder Eingang wird
einzeln gepraft

1702

Jeder Eingang wird

emnzeln gepraft

Bild 3: Scholtbild eines Gatters. Die angegebenen Werte sind Nenn-

Bild 4- MeBschaltungen 99 bis 102

radio fernsehen elekt
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Bild 5: MeBschaltung 103. Jedes Gatter wird einzeln gepriift, nicht be-
schaltete Klemmen bleiben offen

2V ,ZV/

THL 77 You
- -

Bild 6: Zeitdiagramm von Eingangs- und Ausgangsimpuls

Statische Kennwerte

bei ¢, = 0..4+70°C

Kennwert MeB- min max
schal-
tung
H-Eingangsspannung Uy in V) 2
L-Eingangsspannung Uy, in V') 0.8
FluBspannung der Eingangsdiode —U,;
in Vi)
bei Iy = —12 mA; Ug, = 4,75V 102 1.5
H-Ausgangsspannung Uqy in V!)
bei 'Ull = —10 mA; U“, - 0.8 Vv 100 U\:—2,3

L-Ausgangsspannung Ug,, in V')
bei Us: = 15...24 V; U||| =2V

lo, = 10 mA 100 0.3
lor. = 40 mA 100 0,5
H-Eingangsstrom Iy in vA
bei U; = 2,4V A-Eingang 101 40
Us, = 5,25 V E-Eingang 101 80
L-Eingangsstrom —I;, in mA
bei U; = 0,4 V A-Eingang 101 1.6
Uy, = 5,25 V E-Eingang 101 3.2

Stromaufnahme lg;;; und g2 in mA
beide Ausgdnge H; alle Ein-

génge an M

Ug, = 525V 99 4

Ug: =24V 99 0,5
Stromaufnahme lg;;. und Iy in mA

beide Ausginge L; alle Ein-

génge an 5V

Uy =525V 99 24

Ugy =24V 99 1"
Ruhestrom der Quelle 2 Isay in mA

bei Ug, = 0V, Uga =24V 0,5
Dynamische Kennwerte
bei Uy =5V, Uy =20V, ¥, =25°C, C;,= 390 pF.
Rp=10Q
Kennwert MeB- min max

schal-
tung

Einschaltverzogerungszeit ty. in ns 103 22
Ausschaltverzégerungszeit t) in ns 103 20
Flankenzeit von H nach L tyy;, in ns 103 35
Flankenzeit von L nach H typ); in ns 103 40
Gesamtverzdgerungszeit von H nach L
tpuL in ns 103 10 47
Gesamtverzégerungszeit von L nach H
tpri in ns 103 10 55

') Spannung bezogen auf Masse
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Dickschichteinsteller — geschlossen —
in Miniaturausfiihrung

Dipl.-lng. VOLKER NAGEL und Dipl.-lng. STEFAN MEISSNER

Mitteilung aus dem VEB Elektronische Bauelemente Dorfhain

Im VEB Elektronische Bauelemente Dorfhain, Betrieb im
Kombinat Elektronische Bauelemente Teltow, wurde ein
neuer Dickschichteinsteller in geschlossener Ausfiihrung
entwickelt und in das Produktionsprogramm aufgenommen.
Dieser Einsteller mit Feintrieb wird in der P-Ausfiihrung
(Spindeleinstellung parallel zur Leiterplatte) und in der S-
Ausfiihrung (Spindeleinstellung senkrecht zur Leiterplatte)
hergestellt.

Die technischen Parameter des neuen Bauelementes sind
im Uberarbeiteten Fachbereichstandard fiir verdnderbare
Schichtwiderstinde der Baureihe 513 und 523 TGL 27 423
(verbindlich ab 1. 1. 1981) zusammengefaft.

Gegeniiber den bestehenden Dickschichteinstellern der
NenngréBen 513.1313 und 513.813 nach TGL 27 423 wird der
neue Einsteller in miniaturisierter Ausfiihrung mit den GuBe-
ren Abmessungen 11 mm X 10 mm X 6,5 mm sowie mit in-
ternational Uiblichen RastermaBen gefertigt (Bilder 1 und 2).

Aufbau und Wirkungsweise

Das Widerstandselement wird wie bei den Vorgéngertypen
durch Siebdruck hergestellt. Dabei werden jeweils Kontak-
tierungs- und Widerstandspaste auf ein Keramiksubstrat
aufgedruckt, getrocknet und einem BrennprozeB unterzo-
gen. Diese Dickschicht, auch Cermetschicht genannt, ist
glashart und hermetisch abgeschlossen, wobei ein gutes
Klimaverhalten mit niedrigem Temperaturkoeffizienten er-
reicht wird. Die AnschluBlétfahnen werden mit Hilfe eines
effektiven Lotverfahrens angebracht.

Lotfahnendiagonale QZQ@

L l6tbar

b I
mii

-
65.q3 359Q3

Bild 1: Abmessungen des Dickschichteinstellers — NenngréBe 513.610
(S-Ausfiihrung)

Léttahnendiagonale Q7.q0s
P 1stbar 7]
1Q 2 |
»ﬁ* [
o o —
csall {d_._._A K g é,._ 5
i & o &l ¢
| B, ]
ri
- - L———
32:‘23 15:a3 ﬁiqg
Bild 2: Ab gen des Dickschichteinstell ~ NenngréBe 513.1010

(P-Ausfiihrung)

Das Gehduse des Einstellers besteht aus Ober- und Unter-
teil. Als Gehdusematerial wird Polykarbonat (blau) einge-
setzt, das im Bereich von —55...4-125 °C temperaturbestdn-
dig ist. In das Gehauseunterteil wird das mit Létfahnen be-
stiickte Widerstandselement eingesetzt. Das Gehduseober-
teil tragt in einer Passung den Federtréger, auf dem eine
Schieiffeder, die die elektrische Verbindung vom Wider-
standselement zum Schleiferabgriff herstellt, fest verankert
ist. Eine gute Kontaktgabe und ein geringer Ubergangs-
widerstand werden durch eine Schleiffeder mit Multifinger-
abgriff erreicht.

Die Funktion des Antriebes bzw. die Einstellung des ent-
sprechend abzugreifenden Widerstandswertes wird durch
einen neuartigen Spindelfeintrieb realisiert. Dabei ist eine
als Spindel benutzte Druck- bzw. Schraubenfeder einseitig
in einem geschlitzten Spindelbetatigungskopf eingelotet.
Diese flexible Spindel greift in den Zahnkranz des Feder-
trdgers ein und transportiert bei Betdtigung des Spindel-
kopfes den Schleiffedertréger. Gleichzeitig werden mit die-
sem Spindeltrieb die Anschldge gegen Uberdrehung ge-
sichert, und ein deutlich hér- und fiihlbarer Ratscheffekt
zeigt die Endstellungen des Drehbereiches an. Der Spindel-
trieb wird durch eine Snap-in-Verbindung im Gehduse-
oberteil befestigt.

Beide Gehduseteile werden durch Kleben miteinander ver-
bunden. Die Létfahnen werden je nach Ausfiihrungsform (P
oder S) abgewinkelt sowie am Gehduse zusdtzlich befestigt.
Nachtrdglich erfolgt ein Abdichten der Létfahnendurchbrii-
che am Gehduseunterteil. Die Kennzeichnung von Wider-
standswert, Toleranz und AnschluBbezeichnung (a, b, c) ist
auf der Oberseite des Bauelementes angebracht.

Elektrische und mechanische Parameter

Die Dickschichteinsteller in Miniaturausfiihrung werden mit
Nennwiderstandswerten nach der E-3-Reihe, beginnend von
10 Q,,4,7 MQ hergestellt. Die Nennwiderstandstoleranz im
Bereich < 100 Q betragt + 20°. Im Bereich von 100 Q bis

SWV 470k £10% 51310101 TGL 27423

verdnderbarer Schichtwiderstand : S@_
Nennwiderstandswert : 470 k2
Nennwiderstandstoleranz : +10%

NenngroBe : 513.1010.1(.12 TK-Wert +100+106/K )

Bild 3: Bezeichnungsbeispiel

1

|
Pro| |
A

0

Bild 4: Verlustleistungskurve

¥, = Umgebungstemperatur, P, = temperaturbedingte Verlust!eistung,
Py = Nennverlustleistung
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4,7 MQ werden diese Bauelemente sowohl mit + 20 % als
auch mit + 109/, Toleranz geliefert.

Neu ist bei diesem Einsteller, daB im Nennwiderstandsbe-
reich von 100 Q...1 MQ zusatzlich der Temperaturkoeffizient
mit 4 100 - 10°0/K garantiert wird, Im Bezeichnungsbeispiel
(Bild 3) sind dafiir die NenngroBennummern 513.1010.1 und

Technische Forderungen fiir Dickschichteinsteller
(Auszug aus iiberarbeiteter TGL 27 423)

KenngréBe Wert
NenngroBe 513.1010
513.1010.1
513.610
513.610.1
Prifklasse 55/125/56
Kurve 1
Nennwiderstand nach Reihe E 3 10...470 Q
1...4 700 kQ
Nennwiderstandstoleranz
<100Q + 209,
100 Q...4,7 MQ + 10%,; + 209,
Nennverlustleistung Px bis zur
Umgebungstemperatur 470 °C 0,5W
Grenzspannung 250V
Anschlagwiderstand RuhA, Rick
Rx = 10..220 Q <2Q
Ry >220Q < 0,005RN
Einstellbarkeit J:“” < 0,39,
N
Kontaktwiderstand :—: <50,
Stehspannung > 500V
Einstellkonstanz nach t < 250h <0
Beanspruchung t < 56Tage S 1%
Priifung Gy <2%
Ry -

Einstellkonstanz unter normalen
klimatischen Bedingungen t < 5000h < 20/,
Dauerhaftigkeit nach ARg

<1000 h bei 70°C Ry < 39,
minimale Betriebsspannung 10mV
Temperaturkoeffizient

<100Q + 250 - 10°0/K

100 Q...1 MQ + 100 - 10°0/K;1)

+ 250 - 10°6/K

> 1MQ + 250 - 10°6/K
Schwallétbarkeit (Lotzeit) >8s
Lotbestandigkeit /%2—8 <0,5%
Woschmittelbestﬁngigkeit gegeniber
Fluorkohlenwasserstoff

Beanspruchungsdauer >20s

Temperatur =225°C
Betdatigungsmoment 0,1...1,0 Nem
Betdtigungsfestigkeit nach
< 200 DoppelwegenL—:Q&x < 2%
Festigkeit gegen Axiclbgelostung >2N
Zugfestigkeit der Anschliisse >5N
Spindeldrehungen 18

Anschlag
StoBfestigkeit
Einsatzgruppe: BI

Priifklasse nach TGL

200-0057/04: Eb6-25-8000
niedrige Temperatur
trockene Warme 4R,
feuchte Warme R,
Priifausfallrate Apg,q
Betriebsausfallrate
Abmessungen Spindeleinstellschlitz

Lange

Breite

Tiefe

A Rab
N

Rutschkupplung

< 015 0,/()

IAIAIAIA
(8]
o
3
=

1) = NenngréBen 513.1010.1 und 513.610.1
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513.610.1 anzugeben. Die NenngréBen 513.1010 und 513.610
werden mit TK-Wert + 250 - 1070/K gefertigt.

Die Bauelemente kénnen mit einer Verlustleistung von
0,5W bei einer Umgebungstemperatur von 70 °C belastet
werden (Bild 4). Die Schwalldtbarkeit sowie die Waschmit-
telbesténdigkeit gegeniiber Fluorkohlenwasserstoff werden
gewdhrleistet.

Nach Betdatigung von 200 Doppelwegen ist eine Wertabwei-
chung von < 2", zuldssig. Das Betatigungsmoment liegt
bei 0,1...1,0 Ncm.

Den Forderungen der Anwenderindustrie nach Angaben
von bestimmten Zuverlassigkeitswerten bei elektronischen
Bauelementen wird auch im Fachbereichstandard Rechnung
getragen. Vom Hersteller wird fiir diese Dickschichteinstel-
ler eine Priifausfallrate von 5 - 100h~! angegeben. Im Ab-
schnitt , Prifverfahren” der TGL 27 423 sind die Bedingungen
zum Nachweis der Priifzuverldssigkeit verankert. Zusé&tzlich
wurde eine Betriebsausfallrate von 1-107h"! aufge-
nommen.

Weitere technische Parameter, die vom Hersteller garantiert
werden, sind in der Tafel angegeben.

Anwendung

Die Dickschichteinsteller nach TGL 27 423 werden auf
Grund des niedrigen TK-Wertes und des guten Klimaver-
haltens vorwiegend im MeBgerdtebau und in Nachrichten-
Ubertragungsanlagen eingesetzt. Durch das kleine Einbau--
volumen bei groBer Nennverlustleistung werden die Bauele-
mente Uberall dort verwendet, wo bei einer groBen Pak-
kungsdichte auf der Leiterplatte verdnderbare Widerstande
hoher Belastbarkeit und guter Stabilitdt bendtigt werden.
Durch die Gestaltung des Gehduses kann der Einsteller
universell auf der Leiterplatte eingesetzt werden.

Der neue Dickschichteinsteller stellt in seinen duBeren Ab-
messungen sowie in den technischen Parametern eine Qua-
litatsverbesserung gegeniiber den bestehenden Typen der
Baureihe 513 dar. Mit diesem Miniatureinsteller sollen die
Bauelemente der NenngréBen 513.1313 und 513.813, die
nicht mehr fir Neuentwicklungen von Geréten zugelassen
sind, abgeldst werden.
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Lichtemitterdiode VQA 23

Dipl.-lng. KARL GOERNEMANN

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die Lichtemitterdiode VQA 23 ist eine griinleuchtende GaP-
Diode mit einer diffus abstrahlenden, griineingefarbten All-
plast-Linsenverkappung mit 5 mm Durchmesser.

Die VQA 23 ist vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige- und
Kontrollelement in Frontplatten von Gerdten und Anlagen
vorgesehen. Sie kann durch eine Montageeinheit (Fassung
und Klemmring) komplettiert werden.

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate betragt die
Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen
hypothetisch mindestens 10 Stunden.

Abmessungen und Masse von Diode, Fassung und Klemm-
ring

siehe Bilder 1 und 2

Standard TGL 34 817

Masse 03g

(otbar verzinnt

Bild 1: Abmessungen der Diode in mm

Kennwerte, bei ¢, = 25°C

min. typ. max.

Lichtstarke in mcd!)

bei lp = 10 mA VQA 23 Iy 06 — —_
VQA23A |, 0,6 1,2 —
VQA23B I, 1,3. 20 —
VQA23C |, 2,5 3,0 =
VQA23D |, 4,0 55 —
DurchlaBgleichspannung Uy in V
bei Iy = 20 mA —— 2,6 3,0
Sperrgleichstrom Ig in «A
bei Up =15V — — 100
Wellenldnge der max. spektralen
Emission Apayx in nm?) 555 565 570

Reduktionskoeffizient des DurchlaB-
gleichstromes —TKjp in mA/K

bei ¥, = 55...85 °C — — 0,66
Temperaturkoeffizient der Lichtstdarke
—TKjy in 9/K

bei ¥, = 25...85°C — = 1,0

1) Lichtstarkemessung erfolgt mit einem Offnungswinkel von
15° + 3°,
?) Die Halbwertsbreite liegt bei 40 nm.

Grenzwerte

min. max.

DurchlaBgleichstrom Iy in mA

bei 4, = —25...455°C — 30
SpitzendurchlaBstrom, periodisch Iy in mA

bei J, = —25...4-25 °C

tp =100 us; T=1:10 — 100

Sperrgleichspannung Uy in V

bei #, = —25...485°C - 5
Betriebstemperaturbereich #, in °C —25 85
Lagerungstemperaturbereich ., in °C

fur Lagerung bis zu 30 Tagen —50 50

a)

- #7+Q1
b) Masse 0099

Bild 2: Ab der Mont inheit in
mm, a) Fassung, b) Klemmring

Informationshinweis zur Lichtstarkekennzeichnung

Die Kennzeichnung der Lichtstarkegruppe befindet sich auf
der Verpackung.

Soll die Information zur Lichtstarkegruppe auch nach der
Montage der Dioden, z. B. auf Leiterplatten, erhalten blei-
ben, so wird — sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden kénnen — zur Kennzeichnung nachstehende Farbko-
dierung auf den Leiterplatten empfohlen:

Farbkodierung

Lichtstarkegruppe Grundtyp A B & D

Farbpunkt — rot schwarz grin  gelb

radio fernsehen elektronik 30 (1981) H.3 17
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Bild 3: FluBkennlinie I, = #(U;) bei o, = 25°C

100
90
80
I
™ \ IV -fA) —]
< ol —| \ Vmax
"
2| g ool
>
S
30
20

N

o 3

-

520 540 560 580 600 620 640
Ain pm ———=—

Bild 4 Relative spektrale Emission
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Bild 5: Mittlere normierte Abhéngigkeit der Lichtstdrke vom FluBstrom
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Bild 6: Impulsbelastungsdiagramm bei J, = 25°C

Bild 7: Strahlungscharakteristik
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Bild 8: Mittlere relative Temperaturabhéngigkeit der FluBspannung
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Lichtemitterdiode VQA 33

Dipl-lng. KARL GOERNEMANN

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die Lichtemitterdiode VQA 33 ist eine gelbleuchtende Diode
auf GoAs-P-Basis mit einer diffus abstrahlenden, gelbge-
farbten Allplast-Linsenverkappung mit 5mm Durchmesser.
Die VQA 33 ist vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige- und
Kontrollelement in Frontplatten von Gerdten und Anlagen
vorgesehen. Sie kann durch eine Montageeinheit (Fassung
und Klemmring) komplettiert werden.

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate betragt die
Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen
hypothetisch mindestens 10° Stunden.

Abmessungen und Masse von Diode, Fassung und Klemm-
ring

siehe Bilder 1 und 2

Standard TGL 34 818

(6tbar verzinnt Masse Q3g

(27) ) I
C 16203 86202
} Katode | _ |1

|

| -

e 171203

Bild 1: Abmessungen der Diode in mm

Kennwerte, bei /, = 25°C

min. typ. max.

Lichtstarke in med!)

bei lr =20 mMAVQA33 |, 06 — —
VQA33A Iy 0,6 1,2 —
VQA33B Iy 1,3 20 —
VQA33C Iy 25 30 -—
VQA33D I 4,0 5,5 =
DurchlaBgleichspannung U in V
bei |l = 20 mA — 2,3 2,5
Sperrgleichstrom Iz in uA
bei U =5V —_ . 100
Abstrahlwinkel @ in Grad
bei Ip = 20 mA 50 — —
Wellenlénge bei max. spektraler
Emission Ajpax in nm?) 580 587 600
Reduktionskoeffizient des DurchlaB-
gleichstromes —TKyp in mA/K
bei ¥, = 25...85°C —- — 0,66
Temperaturkoeffizient der Lichtstarke
—TKjy in 2%/K
bei ¥, = 25...85 °C —  — 10

') Lichtstérkemessung erfolgt mit einem Offnungswinkel von
15° 4 3°,
) Die Halbwertsbreite liegt bei 40 nm.

Grenzkennwerte
min. max.

DurchlaBgleichstrom Iy in mA

bei #, = —25..425°C — 50
SpitzendurchlaBstrom, periodisch lpiyn in mA

bei #, = —25...425°C

tp =100 us, 7=1:10 — 100

Sperrgleichspannung Up in V

bei ¥, = —25...485°C — 5
Betriebstemperaturbereich i, in °C —25 85
Lagerungstemperaturbereich .ty in °C

fur Lagerung bis zu 30 Tagen —50 50

a) L #32101
Masse 008g
-~ #92 -
i
o
__7:Q1
b) Masse 0099
Bild 2: Ab g der Montageeinheit in mm; a) Fassung, b)
Klemmring

Informationshinweis zur Lichtstarkekennzeichnung

Die Kennzeichnung der Lichtstérkegruppe befindet sich nur
auf der Verpackung.

Soll die Information zur Lichtstdrkegruppe auch nach der
Montage der Dioden, z. B. auf Leiterplatten, erhalten blei-
ben, so wird — sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden kénnen — zur Kennzeichnung nachstehende Farb-
kodierung auf den Leiterplatten empfohlen:

Farbkodierung

Lichtstarkegruppe Grundtyp A B & D

Farbpunkt —- rot schwarz griin  gelb
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min: ~typ. 5
*g = & :
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4 | |- &
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100 10!
8 — 03 2 & 68102 2 4 680" 2 4 6 819
6= == - T ————
1 1 & | Bild 6: Impulsbel gsdiagramm bei #, — 25 °C
2 I—
07
0 1 2 3 4
U inV —— — -
0
Bild 3: FluBkennlinie I, = f(U,) bei 9, = 25°C 20° 10
30°
‘oo
00|
50°
/ =
& + /P \ 60°
X 60! I \ 70°
1
€ L= ) &°
Vmax
2|fe "
N " Sasikid O P
o j \\ Bild 7: Str g istik
N\
)
540 560 580 600 620 640 660 680 14
A in nm ———— Ye_.
13 T
Bild 4: Relative spektrale Emission
12 I =20ma
Ur
A
Uroco
10 o 10 —
8 P —
6 )' [ ——
/ e
£
/ s
- / -20 0 20 40 60 80
E 2 &, in OC ——
S X fllg) .
N = IiF. : . M lati N PP .
= 00 Iviig =20mA) Bild 8: Mittlere r Temperatur gigkeit der F p 9 ‘
8
6 /
| IS SO
70,
2 | ] i
50
107 e N
8 €
6 o £
N
4 + & N
2
2
10 - -
02 0
0 1 2
10 2 & 6 810 2 4 6810 0 20 40 60 80 100
Ipin mA ——== ¥y in °C ———w=—
Bild 5: Mittlere normierte Abhéngigkeit der Lichtstirke vom FluBstrom Bild9: T turabhéingigkeit der Strombelastung
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Programmwahlschaltkreis U710 D

Dipl.-Ing. EGON SCHROPFER

Mitteilung aus dem VEB Funkwerk Erfurt

Der Programmwahlschaltkreis U 710 D ist ein Achtkanal-Be-
rihrungstastenschaltkreis (TGL 32 056). Sein Einsatz erfolgt
hauptséchlich in Verbindung mit dem Schaltkreis U711 D
(s. S.309) zum Schalten der Abstimmspannung in vollelek-
tronischen Tunern mit BerUhrungstasten. Er ist in p-Kanal-
MQOS-Hochvolttechnologie gefertigt und in einem 16poligen
DIL-Plastgehduse mit 7,5 mm Reihenabstand untergebracht
(TGL 26 713 Bauform 21.2.1.2.16). Der Rasterabstand der An-
schliisse betragt 2,5mm (Bild 1). Alle Eingéinge sind mit
integrierten Gateschutzdioden versehen.

Der Programmwahlschaltkreis U710D hat acht Eingangs-
kandle. Von diesen wird beim Einschalten der Betriebsspan-
nung stets Kanal 1 gesetzt (Vorzugslage). Er kann in zwei
Betriebsarten genutzt werden:

Eingang 3 Eingang 2

Eingang 4 Eingang 1

Eingang 5 Betriebsspannung
Eingang 6 Eingang Verkniiptungslogik
Eingang 7 Betriebsspannung
Eingang 8 Ausgang 4

serieller Eingang Ausgang 3

Ausgang 1 Ausgang 2

ay a2 a3 a;

o Q o T
ego- A 2 | B Wmm-‘
Setzmatrix evt
G 2 € & &5 & & &
Bild 2: Blockschaltbild
-y
Takt
. & Ull’vll
13} O—’ a
3] ————04;
o —o4
E‘ 04- 2
E: @—ﬁ— 93
Eg ? o043
I3 O—Z
é ' j
%, Bild 3:
= [ 3-Bit-Zéhler mit
acht Zustinden

Parallelbetrieb

Ein L-Signal an einem der Eingangskandle (alle Ubrigen auf
H-Pegel) bewirkt ein diesem Eingang zugeordnetes Setzen
der drei Speicher-Flip-Flops dieses Schaltkreises liber eine
Eingangsmatrix (Bild 2, Tafel 2).

Tafel 1: Technische Daten

Betriebsspannungen —U; = 27 +] 2V, U,=0V
Elektrische Kennwerte bei ¢, = 25 °C

Wert
min. typ. max.

Kennwert
Eingangsspannung H —Uey in V 2
Eingangsspannung L —Ug), in V 9
Ausgangsspannung H —U,y in V 1

bei Ry, = 100 kQ

—L=1mA 3
Ausgangsspannung L —U,, in V 10

bei Ry, == 100 kQ

la=1mA 9
stat. Stromaufnahme —I; in mA

bei I, =10 2,4
Grenzwerte
Betriebsspannung U, in V

bei 0...470°C —31...40,3
Eingangsspannung U, in V

bei 0...470°C —25...40,3")
Eingangsfehlstrom —Il¢ in ©A

bei 0...4+70°C, —Uy, =10V 0,5
Betriebsumgebungstemperatur ,, in °C 0..470
Lagerungstemperatur ¢ in °C —55...+125

') Kann beim Einschalten (Beriihren der Sensortaste) iber R, = 22 MQ
an U; gelegt werden

Tokt =U
e | U,ievl |
Ey0—1-1 a
Epo0- —OA;
£30—d 23
Ej& €4 92 —0Ap
E5 O0— :5 a3 i
6 —OA3
& 0— 33 o
Epo- 7] —OA4
Ego—
L%
fod
es| Upley |
O PQ
o) i
E o——-;ll- o
n 2
5,20_.2
e ) &
Ey,
£150——12] 4
E,GO—-—-E-
Bild 4: Y%
4-Bit-Z&hler mit : -
16 Zusténden
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Tafel 2: Achtkanalvariante, Parallelbetrieb, e. = H

Kanal AnschluB

e e e; e e, e; e; ey a a, a;
1 L HHHHHHH H H H
2 HL HHHHHH L H H
3 HHL HHHHH H L H
4 HHHL HHHH L L H
5 HHH H H L HHH H H L
6 HHHHHIL HH L H L
7 HHHHHMHIL H H L L
8 HHHHHMHHL L L L

Tafel 3: Achtkanalvariante, serieller Be-
trieb

e, bis eg = H, T = Taktimpuls liegt an

Kanal AnschluB

e. a a» aq,
1 T HHH
2 T L H H
3 T H L H
4 T L L H
5 T HHL
6 T L H L
7 T H L L
8 T L L L

Tafel 4: 16-Kanal-Variante, Parallelbetrieb

~Uy -U;

e i—l ;—|
s vl WY

10— a) e o9
&) O—rf }——o0a)
&0—— ay e [=——==09
&, O—— ———-oq;
e U700 a e umo a5
&5 O———— 9 |—oqg
€7 0—— a e ——o0a7
eg o— F——00ay

Bild 5: Bedingungen fiir das Zusammenschalten des U 710 D mit dem
U 711 D fiir den Achtkanalbetrieb

ov
=2v

—

Y. 1V S

f

Bild 6: Bedingungen fiir Taktimpuls

t, — 50 «s, gemessen xwischen — 2V und —9V
t. = 60...200 us
Impulspause 2> 200 s

Tafel 5: 16-KunaI-Vuri'onte. serieller Betrieb

Der Eingang e. ermdglicht ein serielles Durchtakten der drei
als Ringzahler geschalteten Flip-Flops (Bild 2, Tafel 3). Er
kann fiir Fernsteuerzwecke genutzt werden. Die Taktbedin-
gungen gibt Bild 6 an. In der Schaltung nach Bild 3 sind
beide Betriebsarten moglich. Die Ausgabe der Kanalinfor-
mation erfolgt liber Gegentaktausgangsstufen im BCD-Kode
(Tafeln 2 und 3). Fir beide Betriebsarten sind zwei Schalt-
kreise U710 D zu einer 16-Kanal-Variante zusammenschalt-
bar (Bild 4).

Die Ausgdnge a;, a,, ay a; sowie die Eingdnge e. werden
jeweils verbunden. Eine Entkopplung der Ausgdnge erfolgt
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e.—H e, bis e; = 4, T = Taktimpuls liegt an
Kanal Anschluf3 Kanal AnschluB
€ € e, € €, ¢; e; e € € ey epne:e,;e;e; a a,a; aq, e a ay ay Q4

1 LHHHHHHHHHHHHHMHMH HHHH 1 T H H H H

2 HLHHHHHHHHHHMHHMHMH L HHH 2 T L HHH

3 HHLHHHHHHHHHHHMHMH HL HH 3 T H L H H

4 HHHLHHHHHHHHHHHMH L L HH 4 T L L HH

5 HHHHLHHHHHHHHHHMH HHLH 5 T H H L H

6 HHHHHLHHHHHHHHHMH L HL H 6 T L HL H

7 HHHHHHLHHHHHHHHMH HL L H 7 T H L L H

8 HHHHHHHLHHHHHHMHH L L L H 8 T L L L H

9 HHHHHHHHLHHHHHHH HHHL 9 T H H H L

10 HHHHHHHHHLHHHHHMH L HHL 10 T L HHL

1 HHHHHHHHHHLHHHHH HL HL " T H L H L

12 HHHHHHHHHHHLHHHH L L HL 12 T L L HL

13 HHHHHHHHHHHHLHHH HHLL 13 T H H L L

14 HHHHHHHHHHHHHLHH L HLL 14 T L H L L

15 HHHHHHHHHHHHHHLH HL L L 15 T H L L L

16 HHHHHHHHHHHHHHHL L L L L 16 T L L L L
Serieller Betrieb durch eine innere Verkniipfungslogik (Bild 2), die unter der

Bedingung

eyv|. = U| und a; = L
bzw.

e.l.=Uyunda,=H

die Ausgdnge eines der beiden Schaltkreise abschaltet (vgl.
die Tafeln 4 und 5). Dazu liegt der AnschluB e}, des ersten
Schaltkreises (Kandle 1 bis 8) auf U;-Potential und der des
zweiten Schaltkreises (Kandle 9 bis 16) auf Bulkpotential
(Bild 4).

Bild 6 zeigt die Zusammenschaltung eines Schaltkreises
U 710 D mit einem Schaltkreis U 711 D.
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Dekoderschaltkreis U 711 D
Dipl-ing. EGON SCHROPFER

Mitteilung aus dem VEB Funkwerk Erfurt

Der Dekoderschaltkreis U711 D ist ein Binar-(1 aus 8)-De- :L': f:
i & 2 ¥ : altungs-
kqder in p-Kanal Hoch\./'olnlechm.)logne (TGL 32 054'). Sein koralehan oc |,
Einsatz erfolgt hauptsachlich in Verbindung mit dem o4, 2 B—o
Schaltkreis U710D (s. S307) zum Schalten der Abstimm- o142 3 o
i p Sy G e ) t H—o
spannung in vollelektronischen Tunern. Er ist in einem 16po- o3]s s 5o
ligen DIL-Plastgehduse mit 7,5 mm Reihenabstand unterge- 6 2o
bracht (TGL 26 713 Bauform 21.2.1.2.16). Der Rasterabstand A ; L°l1
der Anschliisse betragt 2,5 mm (Bild 1).
Alle Eingénge sind mit Gateschutzdioden versehen. Eine an-
gelegte Bindrinformation wird in einer Dekodiermatrix in
eine dekadisch organisierte Ausgangsinformation umgesetzt.
Die Ausgabe erfolgt, indem jeweils eine der acht Eintransi- =Uy
stor-Ausgangsstufen nach Bulk durchgeschaltet wird (Ta- W?Ul
fel 2). In dieser Grundbetriebsart liegen der AnschluB ey| auf 19 A
U,-Potential und e, auf H-Potential (Bild 3). ’ E,o-——eL 1%2__o g
_L—‘a » 3
EZO_ez' .aJ__o '
. a,
E3 o1 H——Oﬁ:
Ausgang 4 a4 |1 [6]as Ausgang 5 : 7o .
2 gﬂ—OAa
A 3 2 A 6 .
ingorg 3. 2y B % Suw Bild 3: Ya
Ausgang 2 ap E ay Ausgang 7 Bindr 1-aus-
Angorg 1 a E ap  Ausgang 8 8-Dekoder
Eingang 4 ey, E Up Betriebsspannung
Eingang 3 €3 E 7] e, Eingang Verkniipfungslogik -U
Eingang 2 ez [7] U, Betriebsspannung [ev v
gingang 1 e, [8] iV innere Verbindung Ejo
g &
Bild 1: AnschluBbelegung, Anschliisse von oben gesehen 2 5o
L e
4
Tafel 1: Technische Daten
Betriebsspannungen —U; == 27 +‘2 \Y
Elektrische Kennwerte bei i}, = 25°C.
Weit
min. typ. max.
Kennwert
Eingangsspannung H —Ugy in V 2
Eingangsspannung L —Uey, in V 9
Ausgangsspannung H —U,y in V )
bei —l, = 3 mA 2 iy
a= Bindr/1-aus-
stat. Stromaufnahme —I; in mA 16-Dekoder
bei I, =0 1
TrJTIe:gur:snh der Ausgangsspannung Tafel 2: AnschluBbedingungen, Achtkanalvariante
& a
bei #, = 10...50 °C,
Ry, = 100 kQ 0 Kanal AnschluB
e e e ag ay ay a; a; Qag a; O
Grenzwerte
Betriebsspannung U, in V 1 H H H H L L L L L L L
bei 0...-+70°C —31..403 2 L H H L HL L L L L L
Eingangsspannung Ug in V 3 H L H L L HL L L L L
bei 0...470°C —25...4+0,3 4 L L H L L L HL L L L
Belastbarkeit der Ausgénge —I, in mA 5 H H L L L L L HL L L
bei 0..470°C 3 6 L H L - L L E L H L L
Betriebsumgebungstemperatur #, in °C 0..-}+70 7 H L L L L L L L L HL
Lagerungstemperatur #. in °C —55...4+125 8 L L L L L L L L L L H
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Tafel 3: AnschluBbedingungen, 16-Kanal-Variante

Kanal AnschluB
e e e € a ay a; Qs a; a; a; ax ay Q0 Qi Q2 Gy Qy, Qp, Oy
1 H H H H H L L L L L L L L L L L L L L L
2 L H H H L H L L L L L L L L L L I L L L
3 H L H H L L H L L L L L L L L L L L L L
4 L L H H L L L H L L L L L L L L L L L L
5 H H L H L L L L H 'L L L L L L L L L L L
6 L H L H L L L L L H L L L L L L L L L L
7 H L L H L L L L L L H L L L L L L L L L
8 L L L H L L L L L L L H L L L L L L L L
9 H H H L L L L L L L L L H L L L L L L L
10 L H H L L L L L L L L L L H L L L L L L
1 H L H L L L L L L L L L L L H L L L L L
12 L L H L L L L L L L L L L L L H L L L L
13 H H L L L L L L L L L L =L L L L H L L L
14 L H L L L L i L L L L L L L L L L H L L
15 H L L L L L L L L L L L L L L L L L H L
16 L L L L L. LL L L L L L L L L L L L L L H
Zwei Schaltkreise U711 D sind zu einer 16-Kanal-Variante - U -
zusammenschaltbar (Bild 4), da unter den Bedingungen ey, * L !
=U, und e, =L bzw. ey = U, und e, = H der Schaltkreis | e, e,
abgeschaltet ist.(TafeI3). Somit is.t der AnschluB ey, 'des ¢ 0— - % |00,
ersten Schaltkreises auf U;-Potential und der des zweiten 20— —oa;
Schaltkreises auf Bulkpotential zu legen. Die Eingdnge e :Jg___ g, (7] :g“a
bis e, werden jeweils zusammengeschaltet. Im Bild 5 ist eine e;o——- 4ae0 . ley | V7O —og;
Zusammenschaltung des U 711 D mit dem U 710D zu einer 50— e & —oag
16-Kanal-Variante angegeben. :gg: :&?67
ks e
T'Ul T‘VI
|
€9 O— g e —o0ayg
€po— —O0da)
€119 4 €2 —oay
€20—~1 u7oo umo [om
€130— €3 —o0a)3
€740— 009,
€750— a4 €4 —o0;5
. €169 —o00ay
& -t_|t'w
Bild 5: Bedingungen fiir das Zusammenschalten des U 711 D mit dem
U 710 D; 16-Kanal-Variante s
Berichtigung zu den Halbleiterinformationen A 273 D und A 274 D
In den Heften 4 und 5 (1980) sind in den Halbleiterinforma-
tionen 163 und 165 jeweils im Bild ,Anwendungsbeispiel” Wk 39k 160K
folgende Fehler enthalten, die wir zu berichtigen bitten: o T k[T g2k
— An der Verbindungsstelle 1-uF-Koppelkondensator, Pin5 H 330 s
des A273D zu der Widerstand-Kondensatorkombination A
am Pin 10 des A 274 D fehlt der Verbindungspunkt. Y P
— An der Verbindungsstelle Pin6 (und auch Pin7) des / /H- 84010
A 274D, Widerstande 12kQ, 180kQ und Kondensator & A27%
33 nF fehlt der Verbindungspunkt. A A
— An der Verbindungsstelle Pin9 (und auch Pin 15) des P £P
A 274 D, Widerstand 39 kQ fehlt der Verbindungspunkt. SH- /H= 1
— Der zwischen den Pins 1 und 2 des A 274D liegende Wi- H s ; 3
derstand betragt nicht 18 kQ sondern 180 kQ. EDRED
— An der Verbindungsstelle Pin1 (und auch Pin2) des " 5 s L snis
A 274D, Widerstinde 12kQ, 180kQ und Kondensator "J_Efz % Tu L] 72k
33 nF fehlt der Verbindungspunkt. % 760 k
— An der Verbindungsstelle Pin 11 (und auch Pin 13) des goriichtise *Us
A 274 D, 1-uF-Koppelkondensator fehlt der Verbindungs- Bal kocrektur 15k
punkt. onfl, 708 Lautstarke i ;a}é\,w,,,,, ;ﬁ\r%r:n
Unser Bild zeigt die korrigierte Zeichnung des Anwendungs- n - i
beispiels fiir die integrierten Schaltungen A273D und 1 D”q

A274D.
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Infrarot-Emitterdiode VQ 120
Dipl.-lng. KARL GOERNEMANN
Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die IED VQ 120 ist eine GaAs-Diode in Metall-Keramikge-
hduse mit Glaslinse. Sie ist iberall dort vorteilhaft anzuwen-
den, wo hohe Anforderungen an die Stabilitat der elektri-
schen KenngréBen und die Montagedichte der Bauele-
mente (RastermaB 2,5 mm) gestellt werden.

Der Einsatz erfolgt in doppeltkaschierten Leiterplatten als
modulierbare Strahlungsquelle in elektronischen Gerdten
fir das Nahfeld (Abstand < 10 mm). Die Anschliisse haben
ferromagnetische Eigenschaften.

In Verbindung mit dem Miniaturfototransitor SP 211 (an-
ndhernd gleiche Bauform) lassen sich Koppelanordnungen
mit sehr geringen Abmessungen aufbauen.

Abmessungen siehe Bild 1
Masse 0,03 g
Standard TGL 32 172

Anode vergoldet,  Katode vergoldet,

lotbar ro!bar
/ »

.
+ — =
ln.‘

L l6min___| .

Casar || [ s

3302 |

Bild 1: Abmessungen

KenngréBen, bei i, = 25°C

min. typ. max.

DurchlaBgleichspannung Uy in V

bei I} = 50 mA — 1,25 15
differentieller Widerstand rf in Q

bei I} = 50 mA — 1,2 —
Sperrgleichstrom Ij; in A

bei Uy =2V — — 100
Strahlungsleistung P in (W

bei Iy = 50 mA, t, = 50 ms

VQ120A 400 600 —
VQ1208B 700 900 —
vQ120C 1000 1350 —
Wellenldnge der max. spektralen
Emission Amax in nm

bei lp = 50 mA 9215 940 975
spektrale Halbwertsbreite .14 in nm

bei Ip = 50 mA - 55 75
Offnungswinkel der Strahlungskeule @
in Grad (Halbwertsbreite) 20 30 —

Schaltzeiten
bei lppy = 100 mA
Anstiegszeit t. in us - 06 2
Abfallzeit t; inus — 05 2

Grenzwerte, bei ¢, = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

min.  max.

DurchlaBgleichstrom Ip in mA — 100
SpitzendurchlaBstrom Ippym in mAY - 200
Sperrgleichspannung Uy in V — 2
Sperrschichttemperatur #; in °C — 125
Betriebstemperaturbereich #, in °C —65 100
Lagerungstemperaturbereich g in °C —65 150

" tp=>50us; 7=1:2 bei abweichenden Bedingungen
siehe Bild 12

Hinweise zu den Einbau- und Loétvorschriften sind beim Her-
steller zu erfragen.

200} 0 Kiihlfidche ® 120mm?
oo | ® Kihifldche & 4mm?
<
T 00r 3 %0
[~ c
€ gl&
g |- g
~ 0 0 =N
00 125

Og in °C  ———

Bild 2: Maximaler DurchlaB in Abhéngigkeit von der Umgebungs-
peratur — Kiihifliche: Leiterfliche am AnodenanschluBl

_F | toaa

100% —
90% — — —

{ :b:ml_é
5 |
0% Ji;:f _'"‘ -
T J¥E

Bild 3: Definition der Schaltzeiten

iables
Impuls- vaia
’—‘ Ddmpfungs- Oszillograf
generator glied |
Synchronisation

* SP103 nach TGL 29969

Bild 4: Prinzipschaitung zur Ermittiung der dynamischen KenngrdBen
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laBgleichspannung

10! y o s
. A7/
v
6 yaa
: A1
I/
< ,;
£ &)
-
072 T
8 A A
6 IAVENAUA
IR
P U]
1] Ir = (UF)
I [ Parameter : \Jy
2
ol / / /
Q8 Q9 10 1A 12 13 14 15

Ur in ¥ ———

Bild 5: Mittlerer DurchlaBgleichstrom in Abhéingigkeit von der Durch-

UF = f(Jy)
Parameter: Ig

-
W

N JF=100ma
-~

Upin v ————
=

~.

™.
~.
~
= 50"3“\‘

I

~—

=15mA |~
M.

N

Bild 6: Mittlere DurchlaBgleich

2 50 %

Uy in

gebungstemperatur

P

100 125
€ ——

g in Abhdngigkeit von der Um-

DurchlaBstrom

9
8
7 T
< LI\
£ 6
S
5 4
¢ \ re=f(If)
= 260,
5 A\ g = 25°C
2
1 T
0
34 68102 2 4 6 6107

IFinA—-—-

Bild 7: Mittlerer differentieller DurchlaBwiderstand in Abhéngigkeit vom

14
13 W)
1 K= =fi%)
" R0 hW 7=
10
k 09 e
08 <
a7 NS
NN IF=100mA
06 TF=50mAN S
[ Ny
0s L
0 2% 50 7 100 125

b
L 9 v
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Sy in €

Bild 8: Mittlere normierte Strahlungsleistung in Abhdngigkeit von der
u : :
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Bild 9: Mittlere Strahlungsleistung in Abhéngigkeit vom DurchlaBstrom
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Bild 10: Mittlere normierte Strahistéirke in Abhdingigkeit von der Beob-
achtungsrichtung. Strahlungsempfénger: Fototransistor SP 211; 1: Ent-
fernung Strahler~Empféinger
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Lichtemitterdiode VQA 15
Dipl.-Ing. KARL GOERNEMANN

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die LED VQA 15 ist eine rotstrahlende GaAsP-Diode mit
einer diffus abstrahlenden, farblosen Allplastlinsen-Verkap-
pung. Sie ist vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige- und
Kontrollelement in Gerdten und Anlagen vorgesehen. Durch
ihre Bauform lassen sich vorteilhaft Lichtemitterdioden-Zei-
len im RastermaB 2,5 mm zusammensetzen. Mit diesen Zei-
len kdnnen komplette Anzeigeanordnungen, wie Schriftzei-
chen und Skalen, aufgebaut werden.

Abmessungen siehe Bild 1
Masse 0,03 g
Standard TGL 34 816

O 1

Bild 1:
Ak

KenngrdBen, bei ¢, = 25°C

min. typ. max.

Lichtstarke |y in med!

bei Ip =20 mA VQA 15 0,4 — _
VQA 15 A% 0,4 — .
VQA 15 B2 06 — —

VQA 15 C?) 09 — —
DurchlaBgleichspannung Uy in V

bei Ir =20 mA —_ - 1,8
Sperrgleichstrom Ig in uA

bei U =5V —_ - 100
Abstrahlwinkel ® in Grad®

bei I =20 mA 100 — -

Wellenlédnge der max. spektralen
Emission Amax in nm%

bei Ip =20 mA
Reduktionskoeffizient des DurchlaB-
gleichstromes —TKjr in mA/K

bei ¢, = 25...70°C — — 0,66
Temperaturkoeffizient der Lichtstarke
—TKrv in %/K

bei ¥, = 25...70°C — e . $0

630 — 690

h Lich_t:tﬁrkemessung erfolgt mit einem Offnungswinkel von
15° £ 3°

?).Innerhalb einer Verpackungseinheit (= 1000 Dioden) ist
die Gruppenbreite < 2,0.

4 Die strahlende Fldche des Chips befindet sich innerhalb
der Anzeigefléche.

" Die Halbwertbreite liegt bei 40 nm.,

Grenzkennwerte

min.  max.

DurchlaBgleichstrom Iy in mA

bei ¥, = —25...25°C — 40
periodischer SpitzendurchlaBstrom Iy
in A%

bei #, = —25..25°C - 1
Sperrgleichspannung Uy in V

bei #3 = —25..70°C — 5
Betriebstemperaturbereich ¢, in °C —25 70
Lagerungstemperaturbereich #, in °C —50 50

Mty =10 us; =1:1000

3
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4b - 4{1‘_,4 B S N T
2 27 : 4]
02 / Irrm = f(UE)
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Bild 2: Typische DurchlaBkennlinie (impulsmé&Big) mit Streubereich
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Bild 3: Mittlere normierte Temperaturabhéngigkeit der DurchlaBspan-
nung

Informationshinweis zur Lichtstiérkekennzeichnung

Die Kennzeichnung der Lichtstarkegruppe befindet sich nur
auf-der Verpackung.

Soll die Information zur Lichtstarkegruppe auch nach der
Montage der Dioden, z. B. auf Leiterplatten, erhalten blei-
ben, wird zur Kennzeichnung — sofern nicht direkt die Buch-
staben verwendet werden kénnen — nachstehende Farbko-
dierung auf den Leiterplatten empfohlen.

Farbkodierung

Lichtstarkegruppe Grundtyp A B C

Farbpunkt — rot schwarz griin
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025+
o x0T "
10 ] * R(t=0) ——
01—+ —T
08— — S——
07— R I - S — Bild 14: Koppelcharakteristik VQ 120 — SP 211 in Abhéngigkeit vom Ab-
Qﬁg 1 t 11 T 1 stand. Normierungsbedingungen: S, = 1 (A'lx; P, = 0,7 mW
0 2000 4000 6000 8000 10000

Bild 13: Mmlerc normierte Slrahlungslcutung in Aphéngigkeit von der

368

Bel gszeit. Belastung gungen: I, = 50 mA; 4, — 70°C
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1072 468002 468107 2 ¢ 68102  charakteristik
{ in mm —— VQ 120 - SP 211
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Kapazitatsdoppeldioden KBC 111 A,b aus der Uc!SSR
und Kapazitatsdiodenterzett 3 KB 113 aus der CSSR

Dipl-Ing. RAINER BIELEFELDT

Mitteilung aus dem VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin

Mit der Weiterentwicklung von UKW-Eingangsteilen insbe-
sondere flir den Einsatz in hochwertigen Stereoempfdngern
macht sich zur Erhéhung der GroBsignalfestigkeit und der
Empfindlichkeit und zur Verringerung von Kreuzmodulatio-
nen die Anwendung von Kapazitdtsdoppeldioden erforder-
lich.

Die Kapazitdtsdioden KBC 111 A, B sind auf der Basis der
Planar-Epitaxietechnologie hergestellte Doppeldioden mit
gemeinsam herausgefiihrter Katode zur Frequenzabstim-
mung im UKW-Bereich.

Das Kapazitatsdiodenterzett 3 KB 113 besteht aus drei ein-
zeln ausgemessenen, ebenfalls durch Planarepitaxie herge-
stellten Kapazitatsdioden, die auf Grund ihrer hohen Kapa-
zitdt und eines groBen Kapazitdtshubes fir den Einsatz in
AM-Empfangsteilen vorgesehen sind. Damit ist auch in die-
sem relativ niedrigen Frequenzbereich die Substitution des
Drehkondensators méglich.

Bezliglich der Biegefestigkeit der CSSR-Dioden ist zu ver-
merken, daB drei Biegungen um 90° mit einem Radius von
0,5mm im Abstand von 0,5mm vom Gehduse in Richtung
der kleineren Querschnittsabmessung der Anschliisse zu-
gelassen sind (s. Bild 3).

72-04
"—JQ_C -4? OA -Forbpunkt
+ & "
l | [ Imax

- . 1 T

Forbpunkt: weif) KECITTA | l i Q
orangeKBC 1116 |

5101254 13max

Bild 1: Mechanische
KBC 111 A, b in mm

Abmessungen der Kapazitétsdoppeldioden

e 12,6
4,1 min. 4,2 max. 4,1 min. g
2,5min. 25min,

| 2N Tl S

S
-4 Ju— — s — '~
\ - 1~

Kennzeichnung der Katode

Farbkode
———

Bild 2: Mechanische Abmessungen des Kap
in mm

Bild 3: &,’/

Biegen der An- ,/’1'
schliisse der u
3KB 113

Die in den Kennlinien der KBC111 A, b angegebenen
Streubereiche beziehen sich auf 95"/, der Dioden.
Abmessungen in mm (Bilder 1 und 2).
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Bild 5: Streubereich der
Strom-Spannungskenn-
linien in Sperrichtung bei
a) ¥, = —60°C + 3K;

b) #, =25°C + 10K;

c) 9, =55°C + 3K c)
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<
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0 2 0
Ug in V ——mmm
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Bild 6: 20
Abhéingigkeit der
Giite Q von der 250 /
Sperrgleichspan- 20 L
nung Uy 20 < S
-
/ ld"
>
e VA
L4
p [
N / A/
170 7
4
160 7
/
15 /
/4
/,
WO 2 4 6 [
Upin V ——e=
Elektrische Grenzwerte
KBC111 A, b 3KB113
max. Sperrgleichspannung
Uk wax in V
bei #, = —60...100 °C 30 12
Umgebungstemperatur &, in °C —60...100 —55...85
relative Luftfeuchtigkeit 989, bei 40 °C
Statische Kennwerte
Sperrstrom Iy in uA
bei Uy = 30 V und
da=25°C + 10K <1 < 0,05
#y = 60°C <0,2
94 =100°C £+ 3K < 50
#y = —60°C + 3K <1

Dynamische Kennwerte

KBC111 A KBC111 b6 3KB 13

Gesamtkapazitét C,,¢ in pF
bei f =1 MHz und

Ug =30V 2,7...36,3 29,7...36,3 < 13
Ug =20V =16
Uy =10V = 55
Up= 1V 230...280

Kapazitatsverhaltnis
bei Uy, : Upy=4: 30 und

f=1MHz, ¢, =25°C+ 10K 221 221
Gite Q
bei Uy = 4V und f = 50 MHz 2 200 150

Temperaturkoeffizient der Kapa-
zitat TK¢ in 1/K

bei Uy =4V
Kapazitatstoleranz im
Terzett AC in "y,

bei Uy =1V, f=1MHz 6')
Kapazitatstoleranz von 2 Dioden
im Terzett AC,, Cy, Cy in "}

bei f =1 MHz und

-
w
=
A
o
S

Upy=1..6V + 19

Uy2 =6...20 V + 2)

Uya = 20...30 V + 3%
Serienwiderstand r, in Q

bei C,,s = 200 pF, f = 0,5 MHz <4
) 4C= &—lez Up=1V

Cm
) ACy, 9,3 = &l“_Cm —AC; Uy =1..30V
m

Literatur

[1] Auszug aus den technischen Bedingungen der KBC111 A, b
[2] Technische Bedingungen fiir dos Kapazitétsdiodenterzett 3 KB 113
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Lautsprecher

Dipl.-lng. HAGEN PFAU

Mitteilung aus dem VEB RFT Fernmeldewerk Leipzig

Im folgenden veroffentlichen wir eine Typenibersicht mit
technischen Daten von Lautsprechern der DDR-Produktion,
unterteilt in

Universallautsprecher, rund und oval
Speziallautsprecher fiir Lautsprecherboxen
Speziallautsprecher fiir die Musikelektronik.

Diese Ubersicht dient der technischen Information und be-
deutet keine Lieferpflicht. AuBerdem sei darauf hingewie-
sen, daB nicht alle Typen im Amateurfachhandel erhdltlich
sind. Es ist auch kein Direktbezug vom VEB RFT Fernmelde-
werk Leipzig bzw. dem betreffenden Hersteller méglich.
Uber Begriffe, Benennungen, Einteilungen und technische
Forderungen geben die angegebenen Fachbereich-Stan-
dards Auskunft. Die wichtigsten Begriffe sind anschlieBend
kurz erldutert. Uber die Abmessungen der Kérbe Formen
A bis D informiert unser aus TGL 200-7086/04 entnommenes
Bild.

Tafel 1: Gegeniiberstellung der bisherigen und neuen
Lautsprechertypen

bisherige Typen
mit Dauermagnetsystem

neue Typen
mit Dauermagnetsystem

A 16/4-1,0 A 16/4-1,0 m
L 2201 L 2251
L 2202 L 2252
L 2205 L 2255
L 2206 L 2256
L2225 | L 2275
L 2225 L 2276
L 2501 L 2551
L 2532 L 2552
L 6201 L 6251
L 6202 L 6252
L 6205 L 6255
L 83n L 8351
L 8312 L 8362
L 8315 L 8365
LP 5531 LP 5581
LP 5534 LP 5584
L 5904 L 5954
L 591 L 5961
L 5912 L 5962
L 5914 L 5964

Form A bis Form D fiir Lautsprecherkdrbe nach TGL 200-7086 04

q Y

Fom‘ll A: kreisrund, ohne Befesti-
gungsohren und ohne Befesti-
gungsldcher

Form B: kreisrund, ohne Befesti-
gungsohren,” mit Befestigungsl3-
chern

Mit der schrittweisen Einflihryng neuer, verbesserter Dauer-
magnetsysteme der GroBe A 16/4 werden neue Lautspre-
chervarianten geschaffen, die die bisherigen Typen abldsen.
Unsere Tafel 1 bringt eine Gegeniiberstellung der bisherigen
und der neuen Typen.

Die technischen Daten bleiben gleich. Die neuen Dauer-
magnetsysteme sind gegeniiber den Vorgdngertypen im
Durchmesser 3 mm kleiner und 2 mm héoher.

Erlduterung einiger Begriffe

Kennempfindlichkeit Eg

Die Kennempfindlichkeit in dB ist der iiber einen festgeleg-
ten Frequenzbereich (vorzugsweise 250...4 000 Hz) gemittelte
Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m bei einer zuge-
fihrten Leistung von 1VA, bezogen auf den Grundpegel

po=2 - 107 Pa.

Verzeichnis der Fachbereich-Standards fiir Lautsprecher

TGL 200-7086/01 Freistrahlende Tauchspul-Lautsprecher;
Einbaulautsprecher;

Allgemeine technische Forderungen

TGL 200-7086/02 Freistrahlende Tauchspul-Lautsprecher;

Typprifung

TGL 200-7086 03 Freistrahlende Tauchspul-Lautsprecher;
Einbaulautsprecher;

Abnahmeprifung und Lieferung

TGL 200-7086 04 Freistrahlende Tauchspul-Lautsprecher;
Einbaulautsprecher; '

Hauptabmessungen fiir Korbe

TGL 31 72301 Lautsprecher;

Begriffe, Formelzeichen, Einheiten

TGL 31 723/02 Lautsprecher;

Einteilungen, Benennungen

TGL 200-7081 Lautsprecher-Dauermagnetsysteme

(Blatter 1 bis 4 und 7)

Heimstudiotechnik (HiFi-Technik);
Lautsprecher

TGL 28 66006

Form C:
gungsohren und Befestigungsls-
chern

kreisrund, mit Befesti- Form D: oval, mit Befestigungs-

ohren und Befestigungsldchern

L74)
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Ubertragungsbereich A;

Der Ubertragungsbereich ist der zur Schallabstrahlung aus-
nutzbare oder vorzugsweise ousgenutzte Frequenzbereich.
Fir HiFi-Lautsprecher gilt ein besonderes Toleranzfeld.

Nennbelastbarkeit P,

Die Nennbelastbarkeit in VA ist diejenige dem Lautsprecher
zufiihrbare elektrische Leistung, die im Dauerbetrieb mit na-
tirlichen Schallereignissen nicht uberschritten werden soll.
Der vom Hersteller angegebene Wert bezieht sich auf eine
Dauererprobung mit einem speziellen Rauschsignal.

Fir HiFi-Lautsprecher ist auBer der Nennbelastbarkeit noch
die Hochstbelastbarkeit von Bedeutung. Sie ist diejenige

30 (1981) H.9 radio fernsehen elektronik

elektrische Leistung eines sinusformigen Signals, angelegt
im Bereich von 250 Hz bis zur unteren Grenzfrequenz, die
der Lautsprecher bei kurzfristiger Belastung (max. 2s) ver-

trdgt, ohne anzuschlagen oder bleibenden Schaden zu neh-
men.

Nennscheinwiderstand Z,,

Der Nennscheinwiderstand in Q ist der zur Anpassung des
Lautsprechers angegebene Widerstandswert. Er betrdagt
etwa das 1,0- bis 1,2fache des kleinsten Wertes des Schein-
widerstandes oberhalb der niedrigsten

Eigenfrequenz .
(Grundresonanzfrequenz) des Lautsprechers.




Halbleiterinformationen 179

Ansteuerschaltkreis U 706 D

Dipl.-lng. EGON SCHROPFER

Mitteilung aus dem VEB Funkwerk Erfurt

Der Thyristor-Ansteuerschaltkreis U 706 D (TGL 35950) ist
fir eine Steuerung leistungselektronischer Einrichtungen
durch

— Phasenanschnitt

— Pulsbetrieb

— Schaltbetrieb oder

— Schwingungsblocksteuerung nach dem Nullspannungs-
bzw. Nullstromverfahren

vorgesehen. Er wird in p-Kanal-Hochvolt-MOS-Technologie
gefertigt und hat ein 24poliges DIL-Plastgehduse (Bauform
21.2.3.2.24. TGL 26713, Reihenabstand 15 mm). Die Ein-
gange entsprechen der p-MOS-Standardbaureihe und sind
von Schaltkreisen dieser Reihe direkt ansteuerbar. Der An-
steuerschaltkreis U 706 D ist in negativer Logik gefertigt.
Die zahlreichen Anschlisse zu den internen Schaltungs-
punkten des U 706 gewdhrleisten u.a. die Vielseitigkeit sei-
nes Einsatzes in der Leistungselektronik.

Erlauterungen zu den in der AnschluBbelegung (Bild 1) und
im logischen Kurzschaltbild (Bild 2) verwendeten Bezeich-
nungen:

Os

Synchronisationsausgang fur zentrales Filter:
Herausfiihrung der im Schaltkreis erzeugten ndherungsweise
symmetrischen Impulsfolge dreifacher Netzfrequenz an
einem Open-Drainausgang mit Lasttransistor. Dadurch wird
die Parallelschaltung dieser Ausgdnge von mehreren Schalt-
kreisen U706 D einer Ansteuereinrichtung moglich. Die Si-
gnalfolge OS wird Ublicherweise zur Ansteuerung eines ein-
kanaligen Filters genutzt.

osv
Synchronisationsausgang fur Verzégerungssignal:

Der Open-Drainausgang kann u.a. zur Ansteuerung eines
RC-Gliedes zur Erzeugung einer sdgezahnférmigen Ver-
gleichsspannung fiir analog wirkende Verzégerer genutzt
werden.

OouP

Ausgang fir Phasenspannungs-Uberwachung:

H-Potential an dem Open-Drainausgang OUP zeigt eine
Storung des Impulsverhaltens der von der Netzfrequenz ab-
geleiteten Signale an und wird verwendet, um z.B. bei
Ausfall einer Phase die betriebene Anlage abzuschalten.

ON1, ON2

Ausgdnge fir Nachimpulse:

Durch Beschaltung dieser als Gegentaktinverter ausgefiihr-
ten Ausgdnge mit je einem RC-Glied und den Nachimpuls-
eingdngen (IN1, IN2) konnen die Zindimpulse verlangert
werden.

01, 02, 03, 04

Ausgénge fur Zundimpulse:

Da diese Open-Drainausgénge mit Lasttransistor realisiert
sind, konnen die Zindimpulsausgdnge. eines Schaltkreises
bei Bedarf beliebig parallelgeschaltet werden.

IP1, IP2, IP3’
Eingange fir Phasensignale:

Aus dem dreiphasigen Netz gewonnene Rechteckimpulsfol-

THYRI.

190— 1 |4 1 b—o4
150— 2 | SCHALU-
s0— 3 KREIS 2 b—on
210—1
180—{c2 Ios

n 4 |—o9
20— 4 -

= 5 —o1
130— A
%o—8 6 on
205 7 l—om
80— 6
60—7 8 —o23
70— 8
50— 9 9f—or

Bild 1: AnschluBbelegung
U 706 D

Bild 2: Schaltungskurzzeichen
U 706 D

gen steuern lber diese Eingdnge die Logik der Synchroni-
sation.

181, 1S2

Eingange fir Synchronisationssignal:

Die Synchronimpulse werden extern aus dem OS-Signal ge-
wonnen und bewirken eine erhchte Stdrsicherheit des Sy-
stems.

v
Eingang fir verzégertes Signal:

An diesem Eingang erfolgt das Auslosen des Zindimpulses
mit dem Umschalten von H- auf L-Potential. Er gewdhrlei-
stet im nichtbeschalteten Zustand H-Potential.

Tl

Ein-/Ausgang fir Zeitglied zur Bestimmung der Zindimpuls-
zeit:

Dieser ist sowohl MOS-Standardeingang als auch Open-
Drainausgang.

ITP

Ein-/Ausgang fiir Zeitglied zur Bestimmung der Zindimpuls-
pausenzeit bei Impulsgatterbetrieb:

Dieser ist sowohl MOS-Standardeingang als auch Open-
Drainausgang. Zum Erzeugen von Monoimpulsen ist H-Pegel
anzulegen.

IN1, IN2

Eingange fur Nachimpulse:

Durch Zuschalten von RC-Gliedern ist das Verlangern des
Ziindimpulses moglich (s. ON1, ON2).

IS

Eingang fiir tragheitslose Sperre:

Beim Umschalten auf L-Pegel werden die Zindimpulse so-
fort gesperrt.

ISV
Eingang fiir verzégerte Sperre:

Ein einmal begonnener Zindimpuls wird vollstandig ausge-
geben, bevor das Sperrsignal durchgeschaltet wird.

radio fernsehen elektronik 30 (1981) H.10
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ON2 ON1 Il‘il IIZ If Iiv IPLP
1P
—e— 01
P2 —w]
P Eingangslogik- | Zundbefehis - Umketr- |0 02
Verknipfungs- | eingabelogik steverung
Eingangs- und Zindbefehls- | Zindbefehls- | .o o3
information | Zyordnungs - formung treiberstufen
IS1 —=f logik Impulssperre o
152 —w=i
os osv Oé; v Ir ITP

Bild 3: Blockschaltbild

IPR
Programmiereingang:

Dieser Eingang bestimmt, ob die Zindimpulse an den Aus-
gangen 01 und 02 oder 03 und 04 ausgegeben werden.

Funktionsbeschreibung
Die Teilstrukturen nach Bild 3 haben folgende Funktionen:

1. Die Eingangslogik empfangt netzsynchrone Signale, die
sowohl einphasig als auch mehrphasig sein konnen, und ge-
winnt daraus Informationen zur richtigen Kanalzuordnung,
den- Synchronisierzeitpunkt, ein Summensignal fir ein ein-
kanaliges Netzfilter und ein Netziberwachungssignal.

2. Die Verkniipfungs- und Zuordnungslogik ubernimmt die
kanalrichtige Zindsignalmischung und -ausgabe.

3. Die Zindbefehlseingabelogik enthalt einen Eingangstrig-
ger, der den Zindbefehlsaufruf empfdangt. Bei einfachen
Stellereinrichtungen mit steuerbarem Sdgezahn kann die
Triggerschwelle auch direkt zur Zindimpulsverzéogerung ge-
nutzt werden.

4. Die Ziundbefehlsformung ermoglicht eine stromrichterge-
rechte Zindpulsform.

5. Die Sperrsignal- und Programmlogik gestattet eine Um-
steuerung und/oder Sperrung der Ausgangssignale, die so-
wohl durch den Ziindimpuls verriegelt als auch direkt sein
kann.

6. Die Zindbefehle werden Uber Ausgangstreiber an die
aufgerufenen Ausgdnge gebracht und liegen dort als H-
Pegel vor. Die Ausgangstreiber sind niederohmig dimensio-
niert, so daB Ubliche Endstufen direkt steuerbar sind.

Technische Daten

Grenzwerte
Betriebsspannung Upy) in V —31..0,3
Eingangsspannung U} in V —25...0,3
Betriebstemperaturbereich #, in °C 0...70
Lagertemperatur . in °C —55...125
Verlustleistung P, in W

bei /,, = 25...45°C 0,8
Lastkapazitat Cy. in nF <10
Lastkapazitat Cy, in nF

far AnschluB OSV 56+ 10",

Kennwerte bei Uj;p < 2V, Uy, 2 9V, #,=25°C

Betriebsspannung —Upp in V 27 J_;
statische Stromaufnahme —Ipp in mA £ 15
Verzégerungszeit t, in us

bei —Upp =25V, R}, = 4,7 kQ,

Ci, =100 pF < 30
Ausgangsspannungen

Eintransistorausgang OSV

bei —l,=2mA, —Upp=25V —Ugn <04V

Eintransistorausgang OUP

bei —I,=1mA, —Up) =25V —Uny £06V
Gegentaktausgdnge ON1, ON2

bei Ry = 100kQ, —Up =25V —U,. > 10V

bei '() =1 mA —U“I‘ 2 5V

bei Rj, =100kQ, —Uppn =27V —Un £ 0,5V

bei |, = 1,2mA, —UpH =25V —Umn g2V

30 1981) H.1o radio fernsehen elektronik

Eintransistorausgdnge mit
Lasttransistor 01, 02, 03, 04

bei |, =1uA, —Up,=25V —Uy. =12V
bei R, =100k, —Up) =127V —Uy £05V
bei —I, =5mA, —U)h=25V —Upn =1V
Eintransistorausgang mit
Lasttransistor OS
bei ly=10uA, —Up) =25V —Uy, > 10V
bei —Il, =1 mA —Umn <2V
Eintransistorausgdnge bzw.
-eingdnge ITI, ITP
bei —I,=1mA, —UppH =25V —Uy =2V
Ausgangsreststrom an OSV, OUP
und 01 bis 04
bei —Uhn:28 V, —U‘.Lr" 28V 1
und Ausgang im L-Zustand —ly1. < 10 «A
AusgangskurzschluBstrom an 01 bis 04
bei _UIIID =25V |“;, 4 0,1 mA
bei —Ujp) =28V lot, < 1,4 mA
Eingangsreststrom an ITI, ITP
bei —Uy, =25V, —Upn =28V
Ausgang im L-Zustand —li. = 10 1A
Eingangsreststrom an IV
bei —Uj;, =15V, —U;) =25V ITH \"zvuA
bei —Uj;, =15V, —Up) =28V I, < 50 nA
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Silizium-Leistungstransistoren aus der Sowjetunion

KT 814 A,b.B.I;
KT816 A,b,B,I;

KT 815 A,6,B,1
KT 817 A,b,B,I

Dipl.-lng. WOLFGANG MOGLING

Mitteilung aus dem VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin

Die komplementaren Transistoren KT 814/815 und KT 816/ Maximalwerte, Gehdusetemperatur ¢ = —40...4100 °C
817 sind fir einen weiten Einsatzbereich speziell in der Kon-
sumgijterelekt'rc?nik vorgesehen. Der Einso'tz erfolgt in ana- KT 814 KT 815
logen und digitalen Schaltungen als universelles Bauele- AB B T A B B T
ment.
Die Transistorreihe KT 814/815 A bis I ist in einem Span- Polaritét pnp npn
nungsbereich bis etwa 80V einsetzbar. Diese Reihe hat I6macinA 1,5 1,5
eine Verlustleistung von 10 W und einen Kollektorstrom von ICMmax in A
1,5A (Dauerstrom). Hauptmerkmal der Transistoren KT (tp < 10 ms,
814/815 ist ein Plastgehduse &hnlich der internationalen Q > 100) 3 3
Bauform TO 126 bzw. SOT 32. UERB max in V 5 5
Die Reihe KT 814/815 ist mit den bekannten Typen BD 135 UCEOmax in V
bis 140 vergleichbar. (Iy = 0) 25 40 60 80 25 40 60 80
Die Transistoren KT 816/817 A bis I' haben bei gleichem UCER max in V
Gehduse und gleichen Spannungsklassen eine hdohere (Rip = 100 Q) 40 S0 70 100 40 50 70 100
Strombelastbarkeit und Verlustleistung. Sie sind vergleichbar Pemax in W
mit der internationalen Reihe BD 233 bis 238. (¥ =25°C) 10 10
P max in W
(ohne Kiihlung) 1 1
. 38 P max in °C 125 125
Emitter Kollektor
e _{_/_ N Bauform fir die Typen KT 814 und KT 815 siehe Bild 1
] g
o B <
N = — Die im folgenden beschriebenen Transistoren sind Bestand-
agf / 2 S teil der Zieltypenliste des VEB Kombinat Mikroelektronik und
> P 56 max Wilimiai als solche fir den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungs-
themen gemdB den Bedingungen fiir den Zieltypeneinsatz
zugelassen. Hieraus kann jedoch keine Lieferverpflichtung
Bild 1: Bauform der Silizium-Leistung istoren KT 814 und KT 815 abgeleitet werden.
8 l' Elektrische Parameter, Umgebungstemperatur , = 25 + 10 °C
| /
: o KT 814 KT 815 MeBbedingungen
g 2 A b r A b B r
Q
05 .} lcro in A < 50 (1000')) 50 (1000') Uc = 40V
5 [’ UckoinV > 25 60 80 25 40 60 80 Ij; = 50 mA
4 tp < 300 wus
5 / Q > 100
Up=2v / UCEsa( inV § 0,6 |(‘ = 500 mA
102 { UpEsatinV < 1,2 I3 = 50 mA
6 / hyge in Q < I, = 5 mA
4 / f = 0,8 kHz
i / hye 2 40 40 30 40 40 40 30 Ue=2V
(30%) (30%) (30%) (20") (307) (30%) (30) (20) I, = 150 mA
0! frin MHz > 3 U-=5V
02~ 04 06 08 10
g I Y li; = 30 mA
cein pF < 75 Uer=105V
= 465 kHz
ceinpF < 60 Uec=5V
f = 465 kHz
::l:nlzini??:g::i:ci'r‘:c‘;\:?:ung ") 3 =100 °C
der Typen KT 814 A bis I 2) ¥, = —40°C
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500 1000, %0
» 9 ES /( - 20 -
[// 7 ] 5 d
400 800 = 100 v el
* ) = LY \
=] 80
/-—_‘—'—‘ Ig=5mA \
T 300 e T 600 /‘ = 60 \
€ 3 IS . pr 1" e ; g2V \
© © 40
20 400 20 4 2
Ig= ImA ‘ 072 4681002 466072 4 681022 4661°
a) Ig in mMA ———e=—
y E
100 200 = ——
? 80 )//
Ueg = 2V
0 5 "1 (4:]
0 04 08 12 16 20 % 2 4 6 8 2 il ig = B
. ) 60 L
a) g h v —=— b) U in V —e=— % @ 0 20 & 60 80 W
b) e in % ———
Bild 3: Typische Ausgangskennlini in Emitterschaltung der Typen KT 814 A bis I'. a) Im
Anfangsbereich; b) im aktiven Bereich Bild 4: Typische Abhdngigkeit der Grossignai-
stromverstdrkung in Emitterschaltung der Typen
KT 814 A bisI. a) Vom Emitterstrom; b) von
der Gehd&iusetemperatur
12 1
b o —
e @ ? e LA v
Uees P — a9 /' é i
6 6 8
R B R R R * T, P ) 1/
Rge n L —=— 5 y B = /
—
Bild 5: Typische relative Anderung der Kollek- 5%0,7 il 2
tor-Emitterspannung mit dem Basis-Emitterwider- L~
stand der Typen KT 814 A bis I 06 ”‘; = i
' 2 ¢ 6 a0 2 ¢ 6 6103 - f
Ip inmA —e— s -+
04 Bild 7: Typische Basis-Emitter-Séttigungsspan- 2 —f
' nung in Abhiingigkeit vom Kollektorstrom der 2 1
Typen KT 814 A bis T’ UCE'”/
t 03 02
Ic /g =10 8 | 7
> Q2 i / f 2 L~ 6 —
rS " 4 A —
§ d 300 e
o g ¢ Yeg™ ¥ 2t —
:,8 1 o 6 — I [
0 8, ! : I 10 L
o2 4 6 8102 2 ¢ 6 8103 20 X 4w S0 60 M H 0N 0 02 04 06 08 0
Io in mA ——— Ve in € - Upgin V — s
Bild 6: Typische Kollektor-Emitter-S&ttigungs- Bild 8: Typischer Kollektorreststrom in Abhén- Bild 9: Typische Eingangskennlinie in Emitte-
spannung in Abhéngigkeit vom Kollektorstrom gigkeit von der Geh&dusetemperatur der Typen schaltung der Typen KT 815 A bis I'
der Typen KT 814 A bis I’ KT814 AbisT
500 1000 ——
¥ l /Fz 7 ¥ 30 25 |1 20
Yy et I
] L1
TG | —l
— / g 5
f 7 * | 10
& 200 A T 00 —
K _...—--—"——- 4 < ,—/'——
K e [~
200 400 =
Ug= 2mA 7~———"——"T5—-‘5m a
100 200 ( L
«4Bild 10: Typische Ausgangskennlinien in Emt-
terschaltung der Typen KT 815 A bisI'. a) Im
0 0 Anfangsbereich; b) im aktiven Bereich
0 04 Q8 12 16 2,0 0 2 4 6 8- 0
a) Ypg in v —o=— b) Ug 1 V —e—
00 12
g2V
* Ig = 150mA 10
— 8 Yer
P { // Uees 08 [~
% hae
hze @ 60 a6 I
s » q —" 00 0l 02 03 0¢ 05 b
20, ] Rge in L ——o=
072 4681002 468072 466022 4 6807 Y@ 2 0 2o w & o wm
a Ig in mA ——— b) Yo in C ——w—
Bild 11: Typische Abhdngigkeit der GroBsignalstromverstérkung in Emitterschaltung der Typen Bild 12: Typische relative Anderung der Kol-
KT 815 A bis I'. @) Vom Emitterstrom; b) von der Gehdusetemperatur lektor-Emitterspannung mit dem Basis-Emitter-
widerstand der Typen KT 815 A bis I’

710 30 1981) H.11  radio fernsehen elektronik



0%
I/lg=10 /
> 05
£
;0'7 ///
0,05
0
o 2 4 6802 2 4 6 6100
lchmA—-
Bild 13: Typische Kollektor-Emitter-S&ttigungs-

spannung in Abhdingigkeit vom Kollektorstrom
der Typen KT 815 A bis I’

Maximalwerte,

4
’zo ‘ 2
/
> 09 4 t”g
< lo/lg=0 ]
Fos e 1
4 - £
& 2
> 07 al 5’
) i -
a?
QG/ 6 =1
—
v 2 4 68100 2 4 6810 20 0 & 5 60 M & N w0

Ip in mA ———

Bild 14: Typische Basis-Emitter-Séttigungsspan-
nung in Abhéngigkeit vom Kollektorstrom der
Typen KT 815 A bis T’

Elektrische Parameter,

B.ld 15: Typischer Kollektorreststrom in Abhé&n-
gigkeit von der Gehdusetemperatur der Typen
KT 815 A bis T

Gehdusetemperatur #¢ = —60...4+100 °C Umgebungstemperatur J, = 25 + 10°C
KT 816 KT 817 MaBeinheit KT 816 KT 817 MeB-
A B B T A B B T ABBTI ABBT Eedingungen
Polaritdt pnp npn lepo
lcmax in A 3 3 inuA < 100 100 (3000")  Uc = UCE max
IBmax in A 1 1 Ucko
lcMmax in A inV > 25 45 60 80 25 45 60 80 I¢c = 100 mA
(tp < 20 ms, tp < 300 us
Q > 100) 6 6 Q > 100
UEB max in V 5 5 UCE sat
UCF,Hmnx in V inV S 0,6 0,6 I(‘ =1A
(Ig =0) 25 45 60 80 25 45 60 80 UBE sat
UCERmax in V inV < 1,5 1,5 Iy = 100 mA
(Reg = 100 Q) 40 45 60 100 40 45 60 100 oy = 25 25 Ue=2V
P(V‘max in W (15"') (15"') l]-‘ =1A
(9 =25°Q) 25 25 fr
PCmax in W in MHz > 3 3 Ue=10V
(ohne Kiihlung) 1 1 I, = 250 mA
¥ max in °C 150 150 f=1MHz
Ce
Bauform fir die Typen KT 816 und KT 817 siehe Bild 16 i,.‘, pF < 15 115 Ug=0,5V
f=1MH:z
» 8 2,8max Ce
o /‘“" "°"/""°’ i in pF < 60 60 Ug =10V
e —— s — @ ﬂ f=1MH:z
/[ .,E
B I e Y s ﬂ ) 9, = 150°C
> Snp— b l‘)n—_~_60 °C
gE Basis 254max
& 1, 4rmax 1, )max 12| |5
Bild 16: Bauform der Silizium-Leistungstransistoren KT 816 und KT 817
2
o’ ./ 20 20 7,
f 7 45/ = 45, %) ‘// 30 /{
6 l’ 7 30 o /// //1
F-3 . > ¥ - -
IS& e e
' - I 130
@ 5 —
~ 2 " <12 - < 13 L1 | "1 s
00 y ol p P e o ’ A ’ T |lg=5ma
¢ II /c/'— Ig=5mA /
s 1 e/ /)78 08
I/
4
/
l 04 04
2
0z 3 ] 70 % 04 08 12 16 20 % 2 4 6 8 2
Ugg in V —e=— a) Upg in V ——m— b) Ug in V ———
Bild 17: Typische Eingangskennlinie in Emit- Bild 18: Typische Ausgangskennlini in Emitterschaltung der Typen KT 816 AbisT. o) Im

terschaltung der Typen KT 816 A bis T’

Anfangsbereich; b) im aktiven Bereich
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Bild 19: Typische Abhiingigkeit der GroBsignal-
stromverstirkung in Emitterschaltung der Ty-
pen KT 816 AbisI. a) Vom Emitterstrom;
b) von der Gehdusetemperatur

I Bild 23:
2 | Typischer Kol-
02 lektorreststrom
8 in Abhéngig-
6 keit von der
‘ Gah#
? 2 .
W ’
cé
6 =
4
S
2 /
100 7
6 7
4
2
]
NN W w0 0 W 20
Y in T —=—
£ Bild 24:
/ Typische Ein-
0 gangskenn
f) "' linie in Emit-
o 7 terschaltung
der Typen
g ‘ KT 817 Abis T’
&
@
N /l
100 {
8 I
1
: [
4
/
, |
0!
04 06 Q8 10
Ugg in V —a
06
? 04
>
£
§¥ 7
—
38 0 t=—t
o 2 4 6802 2 4 68103 2
Ie in MA ———m—
Bild 28: Typische Kollektor-Emitter-Séttigung

spannung. in Abhdngigkeit vom Kollektorstrom
der Typen KT 817 A bis T
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Bild 20: Typische relative Anderung der Kol-
lektor-Emitterspannung mit dem Basis-Emitter-
widerstand der Typen KT 816 A bis I'

YT 0 0 02 o 0t 0

Rggin 1 ———w—

12
t |

10 L)
= s
SEO.B Lt

ot

g’qs

o 2 4 6802 2 4 68105 2

lchmA ——

2
60 40 -20 0 20 40 60 80 W0 120 X0
b) U in °C —=—

Bild 26: Typische Abhéngigkeit der GroBsi-
gnalstromverstérkung in Emitterschaltung der
Typen KT 817 AbisI. a) Vom Emitterstrom;
b) von der Geh&usetemperatur

12
1,0
? i .p
m IB A
> bﬂ
< .—-——-\-"/
Hos
sa‘o
T 2 < 68102 2 4 648105 2

Ipin mA ———

Bild 29: Typische Basis-Emitter-Sattigungsspan-
nung in Abhéngigkeit vom Kollektorstrom der
Typen KT 817 A bis I’
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Bild 21: Typische Kollektor-Emitter-Séttigungs-

spannung in Abhdngigkeit vom Kollektorstrom
der Typen KT 816 A bis T

|

Bild 22: Typische Basis-Emi Séttigungsspan
nung in Abhdngigkeit vom Kollektorstrom der
Typen KT 816 A bis I’

20 2,0
/50 = 73
r Z g
16 16
> - 30
< A frmm
S F3 < 25
L2 €92 20
20 K8 e
s 5
08 08
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04 04
Tovsma g = 5mA
0 0 l
0 04 08 12 16 20 0 2 4 6 8 0
a) Uog in V ——— b) U in V ——
Bild 25: Typische Ausgangskennlinien in Emitterschaltung der Typen KT 817 A bis I
a) im Anfangsbereich; b) im akti Bereich
2 ] f 12
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h2e 06
4 R 02 03 L
N Rggin 1 —o—
Ys=2¥
2 Bild 27: Typische relative Anderung der Kol-
\ lektor-Emitterspannung mit dem Basis-Emitter-
widerstand der Typen KT 817 A bis I'
022 4 6807 2 4 68100 2 4
a) Ig inA —
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Bild 30: Typischer Kollektorreststrom in Abhén-
gigkeit von der Gehdusetemperatur der Typen
KT 817 A bis I’
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B 260D

monolithisch integrierter bipolarer Ansteuerschaltkreis fiir Schaltnetzteile

Dipl.-ing. RALF WAGNER

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Anwendung

Der Schaltkreis B 260 ist zur Steuerung des Schalttransistors
in geregelten Sperrwandler- und DurchfluBwandler-Schalt-
netzteilen bestimmt. Des weiteren werden diverse Schutz-
funktionen realisiert, die den Netzteil vor Uberlastung und
Zerstérung schitzen.

Gehduse 16poliges DIL-Plastgehduse der Bauform
21.2.1.2.16 nach TGL 26 713. AnschluBbelegung
siehe Bild 1

Masse < 15g

Typstandard 37514

Funktionsbeschreibung (Bilder 2 und 3)

Dem B 260 wird eine der Ausgangsspannung des Schalt-
netzteils (SNT) proportionale Spannung Uj; zugefithrt und

75%
/ \
/ \
0...15°
75
1615 16 13 1211 10 9
Mafle in mm
* Grofitmaf
1 23 45678
Raum fdr Markierung
Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung
1 Betriebsspannung Ug - 8 Progr ierkond
2 stabilisierte Spannung U, Sdgezahngenerator

3 Eingang Regelverstérker 9 Synchronisationseingang

(Steuerspannung) 10 Fernbed gseingang
4 Ausgang Regelverstirker 11 Eingang Strombegrenzung
5 Eingang Pulsd dulat 12 Masse
. (frei beschaltbar) 13 Eingang Uberspar gsschutz

6 Eingang Tastverhd&ltnis- 14 Ausgangstransistor (Emitter)

begrenzung 15 Ausgangstransistor (Kollektor)
7 Programmierwiderstand 16 Mitsteuereingang
Ségezahngenerator (Vorwaértsregelung)

~
@
©
%
N

) 3
I ZA
38 | osv| losv

Bild 2: Blockschaltbild

Pulsdaver- K Ausgangs” 1T s
s

mit einer internen Referenzspannung verglichen. Die Aus-
gangsspannung dieses Regelverstarkers wird einem Puls-
dauermodulator (PDM) zugefiihrt, mit einer im Sdgezahn-
generator erzeugten Spannung verglichen 'und in ein Recht-
ecksignal verwandelt, dessen Tastverhéltnis Vi von der
Steuerspannung U, abhdngt. Dadurch wird die Einschalt-
dauer des Schalttransistors und somit die dem Netz entnom-
mene Energie variiert.

— Der B 260 kann wahlweise aus einer Spannungs- oder aus
einer Stromquelle gespeist werden. Die stabilisierte Span-
nung U, der internen Spannungsversorgung kann zur Spei-
sung des Spannungsteilers fiir die Vrp.x-Einstellung ge-
nutzt werden und ist mit einer Schutzschaltung gegen zu
niedrige Speisespannung ausgeriistet, die die Steuerschal-
tung ab- und nach Uberschreiten der Schwellspannung Ui
tiber ,Langsamanlauf"” wieder zuschaltet.

— Die interne Referenzspannung wird durch eine tempera-
turkompensierte Spannungsquelle (Bandgapschaltung) er-
zeugt.

— Die Ostzillatorfrequenz des Sagezahngenerators wird
iber die externen Bauelemente Ry, und Cgyy eingestellt.
Wdhrend des Riicklaufes des Ségezahns wird der Ausgang
gesperrt, wodurch die V7 max-Begrenzung gegeben st
(Riicklaufzeit ty min < 1,5 us). Der Sdgezahngenerator kann
iber den TTL-kompatiblen Eingang 9 mit dem L-Pegel syn-
chronisiert werden, wobei die Frequenz des Synchronsignals
niedriger als die Oszillatorfrequenz sein muB. Uber den An-
schluB 16 kann eine Vorwdrtsregelung, d. h. eine Reduzie-
rung des Tastverhdltnisses Vi umgekehrt proportional zu
U, vorgenommen werden, wenn Uy > U, wird. Dabei wird
die Frequenz unwesentlich veréndert.

— Der Verstarkungsfaktor des Regelverstarkers kann durch
die Gegenkopplung (AnschluB 4) festgelegt werden. Bei
Unterbrechung der Regelschleife nimmt der Eingang 3 uber
eine interne Stromquelle H-Potential an, so daB das Tastver-
haltnis Null wird. Bei U, < 0,6V wird der interne 1-kQ-Wi-
derstand zum GuBeren Widerstand am AnschluB 6 parallel-
geschaltet und damit V yux reduziert.

— Die Spannung am AnschluB 6 (V1 nax-Einstellung) be-
stimmt das héchstmogliche Tastverhdltnis. Durch einen Kon-
densator am AnschluB 6 wird der ,Langsamanlauf” nach
der Totzeit bestimmt.

— Die Strombegrenzung erfolgt iiber zwei Komparatoren mit
den Schwellspannungen Uy ih und Ujpip. Fir die Dauer
der Uberschreitung der Schwelle | wird der Ausgang ge-
sperrt und nach Unterschreitung sofort wieder freigegeben.
Wird hingegen die Schwelle Il iiberschritten, erfolgt nach
Unterschreitung die Freigabe des Ausgangs iber ,Langsam-
anlauf”.

— Beim Uberschreiten der Schwellspannung U,y wird der
Ausgang gesperrt und nach Unterschreitung sofort wieder
freigegeben. Durch diese Impulssperre wird der Uberspan-
nungsschutz realisiert.

— Kollektor und Emitter der Ausgangsstufe sind an die An-
schiiisse 15 und 14 gefiihrt. Am AnschluB 14 kann somit das
invertierte Signal des Anschlusses 15 abgenommen werden.
Zur Begrenzung der Spannung am Kollektor des Ausgangs-
transistors (AnschluB 15) ist dieser iiber zwei Klemmdioden
mit der Speisespannung verbunden.

radio fernsehen elektronik 31 (1982 H.2
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Bild 3: Erweitertes Blockschaltbild

Elektrische KenngréBen, giiltig fir i,
KenngréBe MeB- Einstellwert! $1 S, x—2 X X+ 20
schal-
tung
Stromaufnahme ¢
Is in mA 1 —l; = 0,3 mA —x 700 750 8,30
U;. U;. UQ. U“ =0
stabilisierte -
Spannung Uz inV 1 —l; = 5 mA x — 8,60 8,73 8,83
interne Referenz-
spannung
U;, Usin V 1 Ry =0 x x 3,46 3,54 3,82
Sattigungs-
spannung
Ui sat in mV 1 Ui, Viaa U, Ujig =0
Ry =0
lys = 40 mA x x 139 172 204
Eingangsstréome
fir Regelverstér-
ker —l3 in uA 1 Uy =2V x x 7,20 8,70 9,9
Uberstromschutz
—lyin uA 1 Uy =2V
Us;=1V x x 0,0 0,01 0,01
Vi max-Einstel-
lung —lgin uA 1 U, Uyg = 2V ~x 013 020 0,37
U=1V
Uy =0
Synchronisation
—lg in uA 1 Ug =0 x x 568 65,0 73,7
Fernbedienung
—lo in uA 1 Uy = x x 483 55,0 61,0
Strombegren-
zung —lyin uA 1 Uy = 250 mV x x 213 3,00 4,30
Uberspannungs-
schutz —ly3 in uA 1 Uy = 250 mV x x 135 1,68 2,37
Vorwdrtsrege-
lung ls in uA 1 Uy = 12V x x 0,01 0,02 0,04
Rickloufzeit?
ty min in us 1 Ug =2V
100 31 (1982) H.2 radio fernsehen elektronik

=25°C und Us = 12V, wenn nicht anders angegeben

KenngréBe MeB- Einstellwert! $, S x—2 x X+ 20
schal-
tung
Ui Us, Ug =6V
Ui, Ui, Ui, Uis =0
Rinz = 10 kQ
Csii2 = 1nF
lis = 5 mA - 0,29 0,52 0,74
Betriebsspan-
nung U, inV 1 Iy = 30 mA
Uy =10 x x 259 26,7 27,8
Schwellwerte?
Unterspannungs-
schutz Ugy inV 2 . 9,40 9,55 9.66
Fernbedienung
Uy, in V 2
einmalige 1,09 1,19 1,21
Impulsunterdriik-
kung Uyq ¢p in mV 2 395 409 455
Langsamanlouf
Ui in mV 2 495 520 588
Uberspannungs-
schutzUg3inmV 2 510 526 590
Synchronisation
Ugip in V 2 1,09 119 1,21
!} Es bedeuten x: Schalter geschlossen t :
: Schalter gedffnet ) l | fad'ssz
Vor der statischen Messung ist die B
Ausgangsstufe nach dem Impulsdia- > 15 slhrn?

w

gromm am AnschluB 8 (Bild4) durch-
zusteuern

Bild 4: Impulsdiagramm

Das maximale Tastverhaltnis Vi, ergibt sich ous der Beziehung

T ~ tumin

Vi max = (T Periodendauer)

Die Schaltschwellen sind erreicht, wenn der Ausgangstransistor ge-

sperrt (Ugsy) und bei den Schaltschwellen

Utine Usowne Usnnien 2u-

satzlich der Transistor Ty (Ug ) durchgesteuert ist,




Grenzwerte, die im Betrieb nicht lber- oder unterschritten

werden dirfen

Kenngré\ﬂe

min. max.
Betriebsspannung Ug in V 0,5 18
Ausgangsspannung U in V 0 5
Ausgangsspaonnung Us in V 0 Ug
Eingangsspannung Uy in V 0 Us, jedoch < 24V
bei Stromspeisung
Eingangsspannung Uy, in V 0 U,
Stromaufnahme |s in mA — 30 Bild 5: Zuldssi Arbalhersizh
Ausgangsstrom Iy in mA — 40 g B IEUISassger: ATHSItsneiaic
max. Stromaufnohme der
stabilisierten Spannung —I; in mA 5
Referenzstrom fiir R
Ségezahngenerator —I; in mA — 1.5
Strombelastung des
Regelverstarkerausganges |, in mA - 0,5 (beiU,=1V)
Strombelastung des I I
Regelverstirkerausganges —I; in mA - 1.5 (beiU.,=6V) 330 == ==100n |
Betriebstemperaturbereich , \ 4 - 0 Us=Uj
By in °C —25 85
x=3, 5.6,9, 10, 11, 13 250mV o
w o
; e o ’ 2v o
Informationswerte, gliltig fir %, = 25°C — 5K und Ug =12V,
3 - 6V O ! 6
gemessen im Betriebsfall
zv o g 2 5
Informationswert X—2 & x+ 20 30mA 3 3
2 5 i
Spannungspegel U; in V 43ma lg a B L
1y = 100 xA 540 555 570 SmA 5 2H ‘”’I
Sagezahnschwellspannungen . 5mA g 6 n
UQH“| inV 5,70 5,83 5.?6 40mA - 7 0
UsLin inV 1,00 112 1,22 7
Leerlaufverstarkung : l 8 9 1000
AU, 4U; in dB 54,0 60,0 61,5
: Zeitmel3 - lH
U
» ok | | N7 ke C8/1276800F H
I r I falls nicht anders
a
22nI
5 / S
- 75k
Tk
Bild 6: MeBschaltung 1
Bild 7: MeBschaltung 2 (LabormeBschaltung)
125
2k 82k 2k 2k
2k 22k Tk Tk
4
; w
9 i [i<]

Up2v

85

np— —
Ug=12V
Ro=12,6k)
T v
> §
E g9 <
S ‘4444.“«“‘4
w
4
] “Q%
7 7777777,,
-625 0 25 55
l’a in °C ——w—
Bild 8: 15 = f(#,)
31 (1982) H.2
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Bild 9: I = f(Us)
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Bild 12: Uy, ./ = H{#,); Schaltschwellen der
Strombegrenzung

Yime (%) 1
Vrmax0 vz
10 Us = 18V -

r g = 25°C
o 08

: \

£ 06 -\

£ \

> 04

4 \\

02735 10 15 20 25
Ug/Uz ——=—

Bild 15: Abnah des | Tastverhélt-

nisses in Abhéingigkeit von der Spannung U,

-
<

=Gy

160 =12V
?a =25
Ry12 = Parameter
120

N

f in kHz ——e=—

3
7
W

N
R
d \ [0k
) o——] —2
2 J 4 5

C in NF ———e—

Bild 18: Frequenzkurven des Sdgerahngenera-
tors f = H{Cy,y2)

102
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Bild 10: U,,, = #(#,); Schaltschwelle ,Unter-
spannungsschutz”

Ug= 12V
-Ip =5mA
90
LLdys
Ll L
>
f:
)
.85 ey T2
8955 0 25 55 I

t’a n C——uow

Bild 11: U, — £(,)

0,65 2
0
USIYZV Us =12V
2 8 Ry =0
06 T 6 N
: | pikiit s 4 4 4l
H d 2 \‘U"U " UM yu:":"/sv
S .SP \ /
5 38 o Us=3,6V
il s 5 -2 \%‘Jo‘y
/»—/4, xf(rﬂ" 'l’m P4 2
/ 7%% -4 T $
as / M . W
' = T
E ¢ = AN %0 S 0 25 55 85
Wy in °C —= Uy in °C ——m=—
Bild 13: Uy, = #(7,); Schaltschwelle ,Uber- Bild 14: 4v, = 1(d,)
spannungsschutz® U,
100 V7 max =1 (U,Us.Ug) » Vr:f{M'
s =&V /_ -n2v
15?0 = 25° wol o -zsec
80 - f, = S50kHz T Ry / ]
| LT /
$ o = l D AN
g 20 /
. R
> 40 WUV A% TN TNES [ . | 7= 50 / ""’/ 3/
/ “ i /
o1 LA
/ L1
0 P r—

T2 3 4 5 6 7
YUs Ugin V —e=

Bild 16: Abhéngigkeit des Tastverhéltnisses Vi,
von der niedrigsten der Spannungen U, U;, U,

f t(Ryp)

160 \ ‘L;S -2V
y =25°C

Cg/12 = Parametér

8§
A

f in kHz ———w—

\
40
\ \\
~—~——
\\_%
0 L
0 0 2 30 40 50

R in ki) ——w—

Bild 19: Frequenzkurven des Sédgerahngenera-
tors f = f(R;,2)
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A2MD

monolothisch integrierter, bipolarer Bild-ZF-Verstarkerschaltkreis
Dipl.-Ing. SIEGFRIED KANTIMM

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Anwendung
Der Schaltkreis A 241D ist ein monolithisch integrierter 223*% 75%
Bild-ZF-Verstarker mit Referenzsignalgewinnung, Demodu- t‘ '7 e
lator, Stérsignalinvertierung, AFC-Regelsignalgewinnung T ' * ;
und Regelstrombereitstellung fir Kanalwdhler mit pnp-Tran- I s // \\
sistoren. —‘_' D...150
" . o 5 055 75
Gehduse 16poliges DIL-Plastgehduse der Bauform
21.2.1.2.16 nach TGL 26 713. AnschluBbelegung 125
siehe Bild 1. 1615 16 13 1211 10 9
PO 0 N00.
Masse =15g %
é Malfle in mm
: i 4 * Grofitman
Funktionsbeschreibung E l,j? ToTTTT
Der A 241 enthdlt einen dreistufigen geregelten ZF-Verstér- Raum fir Markierung
ker mit innerer Gegenkopplung. Die Regelspannungsgewin-
nung erfolgt intern durch eine Komparatorschaltung mit
Synchronpegel als Bezu hn m im : Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung. Markierung als
Y. pegs S Delugiwelt onne exteinsn ,Tcs"_ puls Profilierung im Gehduse kennzeichnet die Seite mit AnschluB 1
Die Regelspannung steht am AnschluB 14 am Siebglied zur i :
Verfi d NN R 5 1, 16 Eingang ZF-Signal
erfigung un ermoghchlt die Regglung der Verstdarkung 2, 15 AnschluB fir externe Kapazitdit
um etwa 63..0dB. Um ein gutes Signal/Rauschverhdltnis 3 AnschluB fiir Tunerregeleinsatzpunkteinstellung
und einen groBen Regelhub bei guter Signalvertrdglichkeit 4 AnschluB fiir Tunerregelung
zu erreichen, werden die drei Stufen nacheinander, begin- ? Jwhbd N S0 Rupaision
i N % 6 AnschluB fiir AFC-An- und Abschaltung
nend mit der letzten, abgeregelt. Da die Verstarkerstufen 7, 10 AFC-Kreis
galvanisch gekoppelt sind, ist eine Gegenkopplung zur Ar- 8,9 Referenzsignalkreis
beitspunktstabilisierung erforderlich. Die Demodulation er- 11 Betriebsspannung
; . . 12 Videoausgang
folgt in einem Synchrondemodulator, dessen Eigenschaften 13 Masia
aus dhnlichen Einsatzgebieten hinreichend bekannt sind. 14 AnschluB fiir Siebung der Regelspannung und VCR-Schalter
Referenz-
signalkreis AFC-Kreis
o eem—— '_'—'—_
: - |
| | | |
| I |
lL - | AFC-Schalt -
. R (—— spa
y Us=12V g - @ nnung
©:0°bei =90° bej
A 241 f :3q9/3-fz ?:35,9»4’4:{ +Us
L
+Ug +4V
sk Qak | b—e] | 4k D <k 3 Re
- al Y2 | s
” 2F-Verstarker 15k 15k ):(D—q URef Usss <25V - Tare
> DTD- < = P=0 6vE55v
c 20 AFC- AFC- N
2-15 I | Referenzsignal- |—{  Synchron- Regelsignal 1
T 1k verstdrker demodulator Abschaltung
Cx :EL { Urer 4
16
o N [\ + Video -
A ST e I e
signal vom I Ui ] P 7 P Uzr 'S;H ator > o Tn. stufe 200
ZF -Filter 12 Videosignal - —I T
1 | .,_D gewinnung
'\1 i 12 Video-
K T2 T | (g e
2 15k 15k Video- Vorverstér ker spannung
- 57
L4 ] AL Y
75 U, T2 LT,
_____] +5V +Us S O :AVIJ o:r'? 78
R ——-———-———l I =
Kanalwdh ler- (4 Ultra- 25mA
e(strom - elsignal - Regelspann - ;
r_'e:g\elsl‘rom 4 Rveergsrarker t’?beregfung gzgnmg %gam»—-;—.:‘ 7 Weldinverter
w——c_: ] fir AVR mit Storaustastung| 73 VCR-
I4 max :10mA 56_{ Schwarzinverter Abschaltung
Y
ey 1
7
*Us ﬁ;—g — —==- —— (externes Regelsignal) 1
Einstells des Kanal -
wohle ”’9@”" 1 VCR-Schalter

Bild 2: Erweitertes Blockschaltbild der IS A 241 D
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Bild 3: MeBschaltung 1
Ubertrager: Schalenkern 18 mm X 11 mm

1600/163
primér: 6 Wdg.
sekunddr: 2 X 3 Wdg. bifilar

Li: 6 Wdg. 0,25 CulS auf Einzelfilterkérper gewickelt, gerechnet auf
ganze Kdrperlénge

Anmerkung: Der Referenzkreis wird mit L, so abgestimmt, daB sich
bei Anlegen eines synchronimpul dulierten Eingangssignals der
Bildtrigerfrequenz 36,9 MHz von etwa 300 4V ein maximaler Abstand
zwischen Nullsignalpegel und WeiBpegel bzw. ein minimaler Abstand
iwischen WeiBpegel und Synchronpegel des Ausgangs-Videosignals
ergibt

Das dafiir notwendige, in Amplitude und Phase unmodu-
lierte Referenzsignal wird in einem Verstarker aufbereitet.
Der durch die Restseitenbandmodulation in Amplitude und
Phase modulierte Bildtréger wird in dieser Stufe mit einem
schmalbandigen Filter (Anschlisse 8 und 9) ausgesiebt.
Dadurch wird die Phasenmodulation bis auf einen nicht
storenden Rest herabgedriickt und durch Begrenzung die
reétliche Amplitudenmodulation beseitigt.

Der durch diese passive Referenzsignalgewinnung entste-
hende Nachteil, daB kurze Stérimpulse auf Grund der lan-
gen Einschwingzeit des Referenzkreises abhdngig von ihrer
zufdlligen Phasenlage groBe positive oder negative Stor-
impulse videoseitig erzeugen, wird durch die Stérsignal-
invertierung beseitigt. GroBe positive Stérimpulse (ultra-
weiB) werden intern auf einen mittleren Grauwert geklemmt,
groBe negative Stérimpulse (ultraschwarz, Synchronpegel-
bereich) d&ndern die Steilheit der Regelspannungsgewin-
nung, d. h. Verringerung des Entladestromes an An-
schluB 14, um keine groBe Eingangsspannung vorzutdu-
schen. Aus der automatischen Verstdrkungsregelung wird
auch der Regelstrom fiir den pnp-bestiickten Kanalwdhler
abgeleitet, der am AnschluB 4 zur Verfligung ‘steht. Mit
einem am AnschluB 3 befindlichen Einstellregler kann durch
einen zusétzlichen Strom der Ubernahmepunkt zwischen ZF-
Verstarker- und Kanalwéhlerregelung eingestellt werden.

Fir die AFC-Regelsignalgewinnung ist ein zweiter Demodu-
lator eingefiigt, der durch die GuBere Beschaltung (zweiter
LC-Kreis an den Anschlissen 7 und 10, mit Referenzkreis an
8 und 9 Bandfilter) als Frequenzdiskriminator wirkt. Ist fyr
= fgT 8011, erscheint am AnschluB 5 (Gegentaktstromaus-
gang) kein Signal, bei Verstimmung kénnen bis zu + 200 xA
flieBen. Durch Anlegen einer Spannung <2V am An-
schluB 6 kann die AFC abgeschaltet werden, am AnschluB 5
erscheint dann kein Signal.

Wenn VCR-Betrieb vorgesehen ist, kann mit einer Span-
nung am AnschluB 14 von < 0,8V der Videoausgang des
Schaltkreises abgeschaltet werden, so daB weder von innen
ein Signal passieren kann noch die externe Einspeisung
durch den Schaltkreisausgang belastet wird.
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Bild 4: MeBschaltung 2 (LabormeBschaltung)
Ubertrager: Schalenkern 18 mm X 11 mm

1600/163
primér: 6 Wdg.
sekundér: 2 XX 3 Wdg. bifilar
A 241D
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Bild 5: Abhéngigkeiten der Regelspannung U, und des Tunerregel-
stromes |, von der Eingangsspannung

50._
| A 241D
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Bild 6: Abhéngigkeit des AFC-Stroms I; von der Frequenz (fyr s, =
38,9 MHz1) nach MeBschaltung 2

Grenzwerte, die im Betrieb nicht iiber- oder unterschritten
werden diirfen

KenngroBe Kleinst-  GroBt-
wert wert
Betriebsspannung Ug in V - 14
Tunerregelstrom I, in mA - 12
AFC-Strom |5 in mA —1 1
AFC-Schaltspannung Ug in V - 6
Betriebstemperaturbereich #, in °C —25 55




Elektrische KenngréBen, giiltig fir #, = (25 — 5)°C, Us
=12V, fgT = 38,9 MHz, wenn nicht anders angegeben

Die unter Einstellwerte genannte Spannung uj

ist das

0,707fache des Eingangssignalspitzenwertes des unmodu-

lierten Signals

KenngréBe MeB- Einstell- x—20 x - x4 20
schal- werte
tung
Stromaufnahme
Ig in mA 1 Us=12V 49 52 57
Us=14V 62 66 71
AFC-Bereich
Us in V 1 Ug=3.5V;
ly =
—0,5mA 11,25 11,31 11,36
Kontakte
2 u. 4 ge-
schlossen
Uy in mV 1 Usg=35V;
|5 =
+0,5mA 383 406 428
Kontakte
1 u. 4 ge-
schlossen
AFC-Strom-
Symmetrie-
abweichung
A|5 in IllA 1 U11, = 8,1 Vv
Ug=35V —374 48 33,3
U5 = 6.0 V
Ausgangsspan-
nung U, AGC
.ein" in mV 1 Uy,=5V
I, = 10mA 91 104 118
Ausgangsspan-
nung Uy in V
bei uj = 1 U“ = 8,1 Vv
uj=20 575 5,96 6,17
Synchronpegel
U12 inV 1 uj = 20 mV
m=20 2,99 3,04 31
BAS-Ausgangs-
amplitude
Uypsg in V
bei 10 Y%,
Resttrager ") - 2,48 2,63 2,76
minimale Ein-
gangsspan-
nung zum Errei-
chen des Syn-
chronpegels
Ui min in uV 2 ) 106 128 153
Ton-ZF-Span-
nung am Video-
ausgang upF in
mV selektiv ge-
messen 1 frr =
32,4 MHz
m=0
UigT
=20mV
uUirt
= 0,63 mV
for
= 6,5 MHz 55,5 63,8 74,4
AFC-Schalt-
spannung Ug
inV 2 f=fpT
-+ 100 kHz 2,52 2,7 2,88

') Die BAS-Ausgangsamplitude ergibt sich aus der Beziehung «U;sss

= 0,9 [Upa(u; = 0) — Upa(u; =

20 mV)]

7) Rechteckimpulsmodulation (negativ)

ty = 5 us

fo =15 kHz

m = 0,18

VCR-Schalt-
spannung U,
inV 2
AFC-Strom |

in uA 2

ZF-Restspan-
nung uzf in mV
am Videoaous-
gang
38,9 MHz 1
77,8 MHz 1
Regelumfang
azr in dB 2

Videoband-
breite Byigeo

in MHz
U,,(1,5MHz)

— =22
U]:(Bvldeo) V—

Signal-Rausch- 2

abstand as/anN
in dB

Intercarrierstor-
abstand ICA
in dB 2

Storinverter-

pegel Uy in V
Schwelle
ultraweiB 2
Eintastpegel
ultraweiB 2
Schwelle
ultraschwarz 2
Eintastpegel
ultraschwarz 2

- 1,25 1,29
U(; =35 \"

= fgr
-+ 100 kHz 230 232
f=fgr
— 100 kHz —223 —225

uj = 20mV 3,5 5:2
11,2 13,8

2) 58,9 60,6
azr = 201g
Uj max

Uimin

UiBT

=50 mV

Uiy

=25mV

fy =

37,4 MHz

bis fBvideo

(Zwei-

sender-

methode) 7,4 8,1

Qg
—_ |
- 201g

N
(Amplitude
d.Schwarz-
weil3-
sprungs
zum Effek-
tivwert des
Rausch-
signals) 52 55
Messung
des
Rausch-
signals
tber
Rausch-
filter nach
TGL
8836/04,
Abschnitt
8.11.1

ICA

=201g
" U

Messung:

u's5

UisT

=20mV

fm=

2,75 MHz

m = 0,82

UpFr

17 18

6,57 6,64
4,46 4,56
1,7 1.8

3,82 3,88

1,33

236

—228

8,0
18,0

62,7

8,8

56

19

6,71

4,67

1,9

3,99
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Prozentuale Abweichungen, Einstellbedingungen siehe Tafel
+Elektrische KenngréBen®

KenngréBe Gy= Py = Us= ug =
15°ChH  55°CH  10,8V?) 13,2VD)
Videoausgangs-
spannung Uy,
bei uj=20 +0,7 0/0 —0,7 0/0 -—10 0/0 +10 0/0
Videoausgangs-
spannung Uy,
bei uyj=20mV 09, 0% —10% +10Y,
minimale Ein-
gangsspannung
Ui min 0 0/0 —109%, —18 0./0 —A4 0/0
AFC-Strom
Is bei f=fgr
+ 100 kHz 00/0 —40/0 '—100/0 +10%
—lg bei f= fgT
— 100 kHz 0% —059% —10Y% +10Y%
Ton-ZF-Spannung
Upr
bei DF
= 5,5 MHz 0% +25% 2% —1,5%
ZF-Restspannung
am Videoausgang
38,9 MH:z +59% —20Y%, —159, —309
77,8 MHz +39, —819, —12% —29,
Videobandbreite
Bvideo +25% —4Y% —3% —6%

Bei den Abweichungen von der Betriebsspannung ist zu be-
riicksichtigen, daB der Schaltkreis iiber keine interne Be-
triebsspannungsstabilisierung verfiigt und damit die inter-
Bild 7: Leiterplatte fiir MeBschaltung 2 nen Arbeitspunkte sich entsprechend andern.

") Us =12V, bezogen ouf #,=25°C; %) #, = 25°C, bezogen auf
Ug =12V ’
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Halbleiterinformationen 183

Si-pnp-Transistoren SC 307 bis SC 309

Mitteilung aus dem VEB Mikroelektronik ,Anna Seghers” Neuhaus

Anwendung

Die Transistoren der Typenreihe SC 307 bis SC 309 sind pnp-
Silizium-Epitaxie-Planartransistoren fiir den Einsatz in NF-

12,5 L 42

- I~ .

Vor- und Treiberstufen sowie fiir universelle Anwendung. Die °) - ‘ :&q ~

Verwendung als Komplementdrtransistoren zur Typenreihe § = "‘J
S

/L~

SC 236 bis SC 239 ist méglich. Der Typ SC 309 ist besonders
fur rauscharme Vor- und Treiberstufen vorgesehen.

Gehduse

Die Abmessungen entsprechen der Bauform L3/12 nach TGL

Bild 1: Ab n
11811 Plastgehause (s. Bild 1). ' messunge

Masse Statische Kennwerte'), bei #, = 25°C — 5K
=~0,1g
min. typ. max.
Warmewiderstand
e j Kollektor-Basis-Reststrom —Icpo in nA
Rinja < 0,5 K/mW bei —Ucg = 45V; SC 307 <1 100

bei —Ugp = 30V; SC 308, SC 309 <1 100
Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung

Absolute Grenzwerte UBRYCEDD in V

bei —lg =2 mA; SC 307 45
SC 307 SC 308, SC 308, SC 309 25
SC 309 Emitter-Basis-Durchbruchsspannung
—U(BR)EBO in V
Kollektor-Basisspannung —Uggo in V 50 30 béi —lg = 10 uA; SC 307 6 9
Kollektor-Emitterspannung —UcEgo in V 45 25 SC 308, SC 309 5 9
Emitter-Basisspannung —Ugpo in V 6 5 Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Kollektorstrom —I¢ in mA 100 100 —UCE sat in mV
Kollektorspitzenstrom —Ilcg in mA 200 200 bei —I¢ = 100 mA, —Ig = 0,5 mA 70 250
Basisstrom —Ig in mA 50 50 bei —l¢ = 100 mA2), —Ig = 5 mA 410

Gesamtverlustleistung Py in mW Basis-Emitter-Sattigungsspannung

bei ¥y = 25°C 250 250 —UBE aar in mV
max. Sperrschichttemperatur ; in °C +150 4150 bei —I¢ = 10 mA, —Ip = 0,5 mA 735
Lagerungstemperaturbereich g in °C —55...4-150 bei —I¢ = 100 mA?), —Ig = 5 mA 910
Basis-Emitterspannung —Ugg in mV
Dynamische Kennwerte (typische Werte) E:: __ld((’;i ;2%’ _:; _:_ g':ﬂ?A Zgg
bei —Uce =6V, —Ic = 20 mA 690
h-Parameter in Emitterschaltung Transitfrequenz f1 in MHz
—Uce=6V, —lc=2mA, f=1kHz bei —Ucg =5V, —Igc = 10mA,
Kleinsignal-KurzschluB-Eingangswiderstand f =20 MHz 350
hyge in kQ 4 y-Parameter in Emitterschaltung
Kleinsignal-Leerlauf-Spannungsriickwirkung hioe 3 - 1074 bei —Ugg =10V, —Ig = 5mA,
Kleinsignal-KurzschluB-Stromverstarkung hyge 260 f =100 MHz
Kleinsignal-Leerlauf-Ausgangsleitwert hye in uS 65 !(urzschluB-Eingongsodmittonz Yite )
Eingangskapazitdt Cyyp in pF in mS N . (8,2+j10.7)
bei —Ugg = 0,5V, f =1 MHz 9.0 !(urzssc:hluB-Ruckwcrtsste|Iheut Yi2e N —
i, . in m —0,07—j0,
Au;gfrfaioﬂp:néo\} (f:i’ ;“MF:_":I 5.6 KurzschluB-Vorwartssteilheit yoqe )
: - : ' in mS (13,5—j28,5
bei —Ucp =10V, f=1MH:z 47 KurzschluB-Ausgangsadmittanz ysme
Rauschfaktor F in dB ~ inmS (2,14j2.,9)

bei —Ucg =6V, —lc =0,2mA, f = 1kHz

Kollektor-Rickwirkungszeitkonstante
Af =100 Hz, Rg = 2kQ

hyan .

fir SC 307, SC 308 1,6 (< 8) —in ps

bei —Ucg =6V, —Ic = 0,2 mA, bei —Ucp =10V, —l¢c = 5mA,

f=10,03..15kHz, Rg = 2kQ f =30 MHz 133

far SC 309 1,4 (< 4) Leistungsverstérkung Gpe in dB

bei —Ugk, =10V, —Ic = 5mA, f = 100 MHz, bei —Ucr =8V, —Ilc=1mA,

Rg =60Q 6,0 f =100 MHz, Rg = 60Q, RL = 1kQ 4
Die typischen Werte ohne Kennzeichnung der Stromverstar- ;) Anwendung der MeBverfahren nach TGL 200-8317
kung beziehen sich auf Bauelemente der Stromverstérkungs- ) impulsmaligs: Mescng

gruppe D.
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Ergdnzung zur Halbleiterinformation 180
»KT 814 und KT 815 -
sowjetische Si-Leistungstransistoren”

Fir die Niederfrequenz-Leistungstransistoren KT 814 und
KT 815 aus der UdSSR, von denen wir im Heft 117(1981),
S.709-712, eine Halbleiterinformation verdffentlichten, wird
von seiten des Kombinats Mikroelektronik fir Neuentwick-
lungen auf die Typen

SD 335, SD 337, SD 339 (npn-Typen, TGL-Nr. 39 123) und
SD 336, SD 338, SD 340 (pnp-Typen, TGL-Nr. 39 124)

orientiert, deren Entwicklung im VEB Mikroelektronik ,Anna
Seghers” Neuhaus abgeschlossen ist.

Die Typen KT 814 A, B B, I und KT 815 A, B, B, I" sind ab
1982 nicht mehr Bestandteil der Zieltypenliste des VEB Kom-
binat Mikroelektronik. Ein Import der genannten UdSSR-
Typen wird nur noch dann durchgefiihrt, wenn auf Grund
von technischen Erfordernissen im Rahmen der Ersatzbe-
stickung ein Einsatz der eigenen Typen SD 335 bis SD 340
nicht méglich ist.

Die Daten folgender Typen stimmen weitgehend Uberein:

SD335 KT815Aundb
SD337 KT815B
SD339 KT81s5T
SD336 KT814Aundb
SD338 KT814B
SD340 KT814Tl




Halbleiterinformationen 184

Lichtemitter-Ziffernanzeigebauelemente VQE 21 bis VQE 24

Ing. WINFRIED MULLER

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die Lichtemitteranzeigebauelemente VQE 21 bis VQE 24
sind zweistellig und emittieren griines Licht. Fiir die Seg-
mente werden GaP-Diodenchips verwendet, die auf einer
Substratunterlage befestigt sind und in ein aufgesetztes
Lichtschachtsystem hineinstrahlen. Die VQE21 und die
VQE 23 haben gemeinsame Katoden und die VQE 22 und
die VQE 24 gemeinsame Anoden fir jede Stelle.

Bei der VQE 21 und der VQE 22 dient die erste Stelle zur
Darstellung der Zeichen +, —, : und'der Ziffer 1 sowie
eines Dezimalpunktes. Die zweite Stelle dient zur Darstel-
lung der Ziffern 0 bis 9 und eines Dezimalpunktes.

Bei der VQE 23 und der VQE 24 dienen die erste und die

zweite Stelle zur Darstellung der Ziffern 0 bis 9 und eines

Dezimalpunktes.

Die Ziffernhéhe betrdgt 12,7 mm. Die auf der Unterseite der
Anzeigebauelemente herausgefiihrten Anschlisse sind in
der Leiterplatte einlétbar, kénnen aber auch gesteckt wer-
den.

Abmessungen siehe Bild 1
Masse 59
Standard TGL 39 352

Kennwerte, bei ¢, = 25°C

min. typ. max.

Lichtstarke Iy in wed') 2) %) %)

bei Ip == 10 mA Gruppe B 230 460
Gruppe C 350 700
Gruppe D 520 1040
Gruppe E 780 1 560
Gruppe F 1170 -
Lichtstdrkeverhdltnis 1V max 1) 5) 4)
'\'mlu
bei I = 10 mA 2,0
DurchlaBgleichspannung Uy in V7)
bei Ip = 10 mA - 2,0 2,6
Sperrgleichstrom I in ©A7)
bei Up =6V — - 100
Wellenldnge der max. spektralen
Emission Zmax in nm 555 565 575
spektrale Strahlungsbandbreite 4 ;
in nm - - 40

Reduktionskoeffizient des DurchlaB-
gleichstromes —TKjp in mA/K

bei ¥, = 25...85°C 0,25
Reduktionskoeffizient des relativen
SpitzendurchlaBstromes —TKjrrM

Y/K

bei J, = 25...85°C 0,8
Temperaturkoeffizient der relativen
Lichtstarke —TKyy in 94/K

bei ¥, = 25...85°C 1,0

') Lichtstérkemessung erfolgt mit einem Uffnungswinkel von 15° + 3*
7 Iy-Wert gemittelt iber sieben Segmente einer Ziffer

%) Der typische |\-Wert des Dezimalpunktes betriigt 35%, der der Teil-
segmente D und E des Pluszeichens 60 %, des |,-Wertes entsprechend
Anmerkung 2)

¢) Die Bewertung der Lichtstirke des Dezimalpunktes und der Teil-
segmente D und E des Pluszeichens erfolgt visuell in Anpassung an
das Ziffernbild

5) von Segment zu Segment eines Bauelementes

%) Segmentpaarungen = 4: 1 zwischen Ziffern benachbarter Bauele-
mente sind unzuléssig

7) je Segment und je Dezimalpunkt

+0,20 1)
2‘00__025
3%, 93 10°
295 >
-
4 2

o
A
—
W%
13
200402

a)

Srelle der

Kennzeichnung L\J_i_ﬁx 45°

+Q20")
28013%

127 °

a1
|, -
_F GUel F[] ngt’.\

n
>

.E C L E| C p=]

(PR P AP
" F

b) == = —

ey 0 ] | e

8x254:20,32°)

5
e Lo FEFTTreEeries

18 1716 1514 131211 10

tttttttttpts
123456789

f ] <)

Bild 1: Bauform und Abmessungen a) von VQE 21, VQE 22, b) von
VQE 23, VQE 24 sowie c) AnschluBbelegung

) Anzeigelldche

) Der Einsatz der Anzeigen auf Leiterplotten mit metrischem Raster-
maB ist zuldssig

Tafel 1 (s. 0. Bild 1)

AnschluB Belegung Belegung
VQE 21 VQE 22 VQE 23 VQE 24
1 nicht belegt C
2 Fi E
3 B, D,
4 gem. K, gem. A, gem. K: gem, A,
5 gem. K: gem. A, gem. K; gem. A,
6 D, D,
7 E; E;
8 Ca Ca
9 H, H:
10 G, G,
1 A Ay
12 F. Fy
13 B, B,
14 A B,
15 El Ft
16 C A
17 D, G,
18 nicht belegt Hi
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‘ I | / | L 096 1 5t —
21— “ S — =1 l;"’ .7174_4 g ‘ B
| / ‘ 0951+ + 3l N
BN B — EEER
|| ,' )’ | g =25%C ase L1 | | HEE s |
10! | 25 35 45 55 65 75 85
9 | i - —] Jq in °C —
g_ﬂka‘i ) Bild 1 | |
+— ——1— ild 3: 10" |
6} X —[’Lv—-ﬂ‘—af +— Uk 7 00 2 3 ¢« 5678910 2
ST T T T T T Tk iyl
L) T 11 Bild 5:
| | | !
3t - ‘,,1[ l SN TN S S — b ,mi,v,,,,_. tH,)
<] |,I [ | ‘ T : V(1y=10 mA)
[ ‘ w Ierm = FO) |
2 - f — 4t [""— — 150! 4 - FRI‘I’>’0;H2‘; —
RN | O
ol L] |
100 | ’LL N E o
0 1 2 3 ¢ 5 s
‘ . o x
Us inV ——— R 50
Bild 2: DurchlaBgleichstrom 1, als Funktion . “
der DurchlaBspannung U, 0 06 Bild 4: Zuléssige Impulsbelastbarkeit je Seg-
T~ A ment
VQE 23 VQE 23 WaE 21
(VQE 24) (VQE 24) (QE 22)
! |
' |
B !
1108 ()
(E 1
Anschlisse fur | = - \““/T/ 1
weitere Anzeige-|| ) | | Anschlusse |
bauelemente | Leiterzugseite | Vorzeichen |
oder A | | |
Segmenttreiber | | l I L f \
| | . {
‘19 1 oM AELD c1;9!¢4c E D, l~1)|
~ ’ UE i H {
' 5,4 Stelle y 3,2 Stelle 1. Stelle, Vorzeichen !
Bild 6: Beispiel eines Leiterplatten- Anschlisse N R gem.ila) gem.K(a) gem K(a)
entwurfs fiir 5' ;stellige Anzeigeein- Stellentrelber
heit, Multiplexbetrieb .
'~
Kermzeichnung
Die Stelle der Kennzeichnung und die AnschluBbelegung KONDENSATOR'M'KROFONE
auf dem Bauelement sind Bild 1 zu entnehmen. Siehe auch
Tafel 1 (S. 309). } Studio-Mikrofone SMS 70 u.a
Grenzwerte } Drohtlose Studio-
DurchlaBgleichstrom I in mA?) Ubertrogungsanhgen
bei #y = —25.25°C 20 } MeBmikrofone 20Hz - - - 100 kHz
SpitzendurchlaBstrom lpgy in mA7) ¥)
bei ¥, = —25...25°C 150 Fordern Sie bitte unsere Prospekte an!
Sperrgleichspannung Uy in V7)
bei ), = —25..85 °C P RFT-VEB MIKROFONTECHNIK GEFELL
Betriebstemperaturbereich #, in °C —25 85 DDR - 6552 Gefell - Telefon 262 - Telex 58-88 43
Lagerte aturbereich ¥y in °C
i ity b le B Exporteur: ELEKTROTECHNIK EXPORT-IMPORT
fir Lagerung bis zu 30 Tagen 50 50 . :
Volkseigener AuBenhandelsbetrieb der DDR
) t, < 1ms, r=1:10; abweichende Tastverhdltnisse nach Vereinba- DDR 1020 Berlin. Alexonderplotz- Haus der Elektroindustrie
rung mit dem Hersteller
310 31 (1982) H.5 radio fernsehen elektronik
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Analoger integrierter Schaltkreis A 232 D

Dipl.-lng. LUTZ-PEITER BARCK

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Anwendung

Der Schaltkreis A 232 D ist eine RGB-Schaltung zur Ansteuerung von
Videoendstufen in Farbfernsehgerdten.

Gehéuse 16poliges DIL-Plastgehouse der Bouform 21.2.1.2.16
nach TGL 26 713, AnschluBbelegung siehe Bild 1
Masse <15g

Erzeugnisstandard Fachbereichsstandard TGL 38 007

Hinweise zur dynamischen MeBschaltung A 232 D (Bild 2)

1. Messung der Verstarkungen

Eingangsspannung (Sinussignal u, = 100 mV, f - 1 MHz) an E,
S, —~ a, S;— b, S, geschlossen,

S, — a: Signal am Y-Eingong.

S, — b: Signal an den Farbdifferenzeingéngen,

Ausgangsspannung an A, (50-Q-AbschluB beachten).

Berechnung: v, = 20 Ig e d in dB
u

2. Messung der Gegenkopplungseingangsspannungen:

S, — b, S, gedffnet, U, =12V,

Messung an A; mit Spannungsmesser R, 10 MQ.

3. Messung der Steilheit der Ausgangsditterenzverstérker :

Eingangsspannung (Sinussignal u,. = 10 mV, f 1 MHz) an E,
S; - b, S, — a, S. geschlossen,

23t 75%
~ 7
}

r !

89%

0...15°
5 055 75

175

615 14 13 1211 10 9

Mafle in mm
* Grofitmall

1 23 456 78
Raum fir Markierung

Bild 1: Abmessungen

Ausgangsspannung an A, (50--Abschlul beachten).

Berechnung: s — 40 2in mA V.
s

4. Die Auswahl des zu messenden Kanals erfolgt mit S..
KenngroBen

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und Streugrenzen. Garan-
tierte GroBt- bzw. Kleinstwerte werden im Erzeugnisstandard ange-
geben.

Statische KenngréBen, gemessen bei U, 12V, o, 25 C 5K
KenngroBe X — 20X X+ 2a
Gesamtstromaufnahme |, in mA 53,7, 57,0 61,1

Farbdifferenzeingangsstrom
bei U, U,U. - 8V, U.=0V

Blaukanal 1;.in vA 0.637 0,770 0,969
Grinkanal I, in «A 0,641 0,797 1,032
Rotkanal I, in vA 0,655 0,797 1,060

Gegenkopplungseingangsspannung
bei U. = 8 V')

Blaukanal Uy, inV 5,951 5978 6,012
Grunkanal U, in V 5,945 5,972 6,011
Rotkanal U, inV 5,948 5,973 6,010

max. Ausgangsstrom des Ausgangsdifferenz-
verstarkers

bei Uy, Uys, Uy, = 8,2V,

Ui Ui Uy 65V,

U.=0V; U; 1.5V

Blaukanal 1, in mA 415 4,46 4,80

Griunkanal |, in mA 4,26 4,57 4,87

Rotkanal 1, in mA 4,22 4,52 4,83
Umschaltpegel der Klemmschaltung Usy in V

bei U; = 0 V") 6,78 6,84 6,91

Umschaltpegel der Ausblendung uber
AnschluB 7 U. in mV
bei U =0 V") 768 804 837
Umschaltpegel der Ausblendung uber
AnschluB 8 U., in V
bei U: 1.5V") 1,58 1,61 1,64

') Messung ouf dynamischer MeBschaltung

und AnschluBbelegung

-

Y-Eingang ~waad
2 Farbdifferenz- A d
eingang blau
3 dyn. WeiBregler blau
4 Farbdifferenz- 6
eingang griin R
5 dyn. WeiBregler

griin %2

Farbdifferenz- N i:w
eingang rot
Ausblendeingang
Klemmimpuls-

L)

eingang Yy O
9 Betriebsspannung

10 Ausgang rot G o
11 Gegenkopplungs- U3, Us ©
eingang rot

12 Ausgang griin 50

13 Gegenkopplungs-

eingang griin
14 Ausgang blau
15 Gegenkopplungs- 0|
eingang blau

LY
16 Masse £ 3 s 12k

Bild 2: Dynamische 5 i

—O0+12v

o RS RIS

MeBschaltung >
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70} ﬁL 7.3
? A2320 9

- Ig=1(Us)
s |3 U Ugihg =1(Ug )
gqs- & 60
!; - / UnUgiUs
§qo_ o /

55 50

n 12 B 132

Ug in V ———m—

Bild 3: Stromaufnahme und Gegenkopplungs-
eingangsspannung als Funktion der Betriebs-

0 %o :\ 4
Eb S | |a220
L L T | T Vuz-m=reup —
Q7 70 7 21— Yus-13=11Us)
Ug = 12V
W o =t [ 7
os- $sof- ¥ s Q 0 A
Tl T .
& el 2
ENE: @
P Sl S T 32 /,
; SR - o
© o = 12, gl = (W)
30T .1; 21 I dig= 1 (8) (U, Ui Usg=8,2V) L e //
Gl . % -
Lol 10 1 I I 4 ,
o- o- 0 =
25 0 % 5 % 1 2 3 4« 5 6 7 8 9 ®

Bild 4: Stromé&nderungen im Betriebs-

temperaturbereich

19:,,',,-c-—>

namischen WeiBregler als

U3, Us in V —sm=—

Bild 5: Verstérkungseinstellbereich der dy-

Funktion der

374
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spannung extern legt: Gleichsp g U, U,
Grenzwerte (giiltig fiirr den Betriebstemperaturbereich) Verstarkungseinstellbereich der dynamischen
WeiBregler, bezogen auf Rotkanal
KenngroBe min. max. bei Uy, U; =0V, u. = 100 mV
- - Blaukanal v,u_i5 uy, in dB —4,40 —4,96 —531
Betriebsspannung Ug in V 1" 13,2 Griinkanal Vyi_is iy In dB —4,60 —517 —5,57
Y-Eingangsspannung U, in V 0 13,2 bei Uy, Us = 10 V, u, = 100 mV
dynamische WeiBregler-Eingangsspannung Blaukanal Vuz_15 g in dB 3,06 3,51 3,95
Us Usin V. . 0 13,2 Griinkanal Vyt_is max in dB 317 348 4,06
Farbdifferenzeingangsspannung Us, Ui, U in V 0 13.2 3-dB-Grenzfrequenz der Kandle bezogen auf Farbdifferenzeingéinge
Ausblendeingangsspannung U; in V — 0,5 4,4 bei u. = 100 mV
Klemmimpulseingangsspannung Uy in V 0 13,2 Blouk(clnol fus 12 in MHz 37 41 44
Ausgangsspannung Uy, Uy, Uy in V Ui, U, Uy, 16,2 Griinkanal fn;»l:x in MHz 3,7 4,04 4,4
Gegenkopplungseingangsspannung U, U, Rotkanal  fuys in MHz 3,7 4,06 4,5
Ui in V 44 132 Verstdrkungsabfall der Kanéle iiber Y-Eingang
Strom am Klemmimpulseingang —Ix in mA 1 bei f= 5MHz, u. = 100 mV
Verlustleistung Py in W 1.2 Blaukanal Av,.s in dB —0,34 —0,24 —0,12
Betriebstemperaturbereich ¢, in °C —25 55 Griinkanal Avy_i in dB —038 —027 —0.16
Lagerungstemperaturbereich #, in °C —40 125 Rotkanol  Av, |-|; in dB 035 —023 —0,11
Steilheit der Differenzverstarker
Dynamische KenngréBen, g \bei Uy =12V, #, = 25°C —5K bek u, =10 mV, { =1 MHz
Blaukanal s in mAV 20,3 22,7 26,1
KenngrdBe R—20 % %4 20 Griinkanal sy in mA,y 20,7 22,3 25,5
Rotkanal sy in mA'V 20,1 22,0 25,6
Eingangsspannungsvertraglichkeit wuj, ui, ugew. in V
bei Pegelverhéltnissen entsprechend 2
100-"-Farbbalkentestbild im Blaukanal 3,40 * A2320
nominelle Verstérkung zwischen Farbdifferenz- > 8 A(J’rAUDAUs-U”,(,(B,UBMb}-
eingéngen und Gegenkopplungseingédngen E 4 UpUpaiUss (9g=25°C)
bei f =1 MHz, u. = 100 mV ' Ug=12v
Blaukanal .15 in dB —0,57 —029 —0,12 Lo
Grinkanal v,;_3 in dB —0,58 —0,32 —0,13 }
Rotkanal vy in dB —1,00 —0,52 —0,14 i 7
nominelle Verstérkung zwischen Y-Eingang §_° /
und Gegenkopplungseingéngen . < / ’
bei f =1 MHz, u, = 100 mV glld O:klndlemng der 2
Blaukanal vy in dB —0,44 —0,17 0,00 ei::::g:::c:\’:\gu:g
Griinkanal vy in dB —0,46 —0,20 0,00 als Funktion der * s 0 55
Rotkanal v, i\ in dB ~088 039 —0,03 Betriebstsmporatior By in °C ——
Tast- pn, Sandcastie - Ausblend-
. % gt
? ..,,,s"]'"‘,., ? Schwellvert- A2
I——> schaiter "*\
" 1 Gegen- o
- sty kopplung } O-R
L Differenz- | kw0 End-
o ™ Matrix 5 stufe
stufe
~(R-Y) v e
1" e kopplung =00
!
i Ditferenz- nd -
3 "1 Motrix || Verstirker vers | fmk
o= stufe 1 +Us
=(G=Y)
. Gegen- -
L-m.,m.,.. Pooc il 0-8
L Differenz- {ﬁ End-
2 =1 Motriv |t "‘w“"'k*" verstdirker stufe
v
-(8-Y)
- U = Uinacha
Bt Bild 7: Blockschaltbild




Halbleiterinformationen 186

Leistungsschalttransistoren SU 167 und SU 169

LUTZ EHRHARDT
Mitteilung aus dem VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf

Die Transistoren SU 167 und SU 169 sind als Si-npn-Lei-
stungsschalttransistoren im TO-3-Gehéuse vorrangig fiir den
Einsatz als Leistungsschalter bei hohen Spannungen vor-
gesehen. Ihre besonderen Merkmale sind

— hohe Strom- und Spannungsbelastbarkeit
— kurze Schaltzeiten des Kollektorstromes
— groBe elektrische Zuverldssigkeit.

Die nachstehend genannten wichtigsten Daten aus dem
Erzeugnisstandard und dem ergdnzenden Informationsblatt,
wie auch alle nichtgenannten, wurden auf der Grundlage
des Standards TGL 24 247, Transistoren, Allgemeine Tech-
nische Bedingungen, festgelegt.

Eine sichere und &konomische Projektierung von Halblei-
terschaltungen setzt eine hinreichend genaue Kenntnis der
verwendeten Halbleiterbauelemente voraus. Hierzu sind
ferner folgende technische Unterlagen erforderlich:

TGL 32377/01 bis 04
TGL 37518

Bauelemente der Elektronik
Erzeugnisstandard SU 167/169
Informationsblatt zum Erzeugnis-
standard SU 167/169

Diese Unterlagen werden ergdnzt durch:

Kennwerte, bei 4. =25°C — 5K SU 169 SU167

Kollektor-Emitter-Reststrom ¢y in mA

Grenzwerte, gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SU 169 SU 167

Kollektor-Basisspannung U¢pn in V 1 000 800
Kollektor-Emitterspannung U¢eo in V 400 325
Kollektorstrom I¢ in A 10
Kollektorspitzenstrom Iy in A 15
Basisstrom Iy in A 4,0
Basisspitzenstrom lgy in A 8,0
negativer Basistrom —I; in A 0.1
negativer Basisspitzenstrom —lgy in A 4,0
Gesamtverlustleistung P\, in W

bei #. < 25°C 100
Sperrschichttemperatur #; in °C 150
Betriebstemperatur #, in 'C 125

Aligemeine Anwendungshinweise, Einbau- und Loétvorschrif-
ten fir Halbleiterbauelemente des VEB Gleichrichterwerk
Stahnsdorf.

Abmessungen und AnschluBbelegung (Bild 1)

Gehduse galvanisch verzinntes

Metallgehduse
Bauform TO-3 (TGL 11811)
Masse < 22g

Erzeugnisstandard TGL 37518

Léteigenschaften, mechanische Festigkeit und klimatische

bei Uyr = —2,0V, Ugi = 1000V, <10 e
Uck = 800V <1.0 Bestdndigkeit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Létbedingungen TGL 24247
U‘”“}"“"_i" v R Lotbarkeit der Anschlisse TGL 200-0053/02
e ==l ¢ < 40 2% Die Anschliisse der Transistoren sind fiir Schwallétung nicht
Emitter-Basis-Durchbruchsspannung vorgesehen 0
U ;o in 'V i - ) .
::I»rl:(; ki ‘ >80 Schwmg.ung‘sfeshgken FA 500-0,75/10-6
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung StoBfestigkeit Eb 645:8000
Ucksat in V konstante Beschleunigung 490 ms™*
bei lc =8,0A, Iy =25A <33 Zugfestigkeit der Anschlisse 5N
g 9
Basis-Emitter-Sattigungsspannung schneller Temperaturwechsel —50...450°C
U.::..I in Va T B feuchte Warme
ilc=80A, ly=2, <22 T
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéaltnis hyyy: TGL 9206/01. Ca 21 Tage
bei Ucg =10V, Ic =25A =15 Eine Torsionsbeanspruchung der Anschliisse ist nicht zulds-
Abfallzeit des Kollektorstromes t; in us sig. Sie dirfen jedoch dreimal um 20° gebogen werden.
bei Ic =80A, Iy=—ly =25A <10 Dabei ist das Gehduse vor Biege- und Zugbeanspruchung
Speicherzeit des Kollektorstromes t, in us zu schiitzen!
WAL Io =B by ==ly= 234 S 40 Zusétzliche Informationen fiir die Anwendung dieser Tran-
s e s1.25 sistoren enthalten die Bilder 2 bis 11.
o T T o i
max. M { P 1
1090+025 max33 e ] §
] ] 58 € B3
@ £ n, m] \‘\
0 Sy 0,/ms
| s < = ML :
_@ & :1 13 < \ TN 102ms
5 Msg’h E"“‘ L : ® 0 ALY l
+ 1 X T
g8 | \\ 1 N PN\Y-FHasms HH
- m I 10ms
Kollektor' N’ L Q\\!
#43%02 max23 0! ' o’ \\}L— 'f"’
J: sams 11
Bild 1: Ab gen und AnschluBbelegung
" |
02 10?2 !
Bild 2: Hachstauldssiger Arbeitsbereich : ;
Rechts: | — Gleichstrom; Il — rechteckfs : : 8 I =25°C 1
periodische bxw. Einzelimpulse (r < 0,01). [ I g I l l 1[
Links: Il - periodisches Einschalten t < 0,6 s; 107 1 073
Ry < 100 Q; IV — periodisches Auschalten (U, 0 w0 00 1200 100 1’ 102 103 10¢
<0) lely 22,0 = —lg LS200 uH;t S 2ms)y Ugg in V ——— = Ueg in V —
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Bild 3: P, bzw. Isy = f(9,)

Bild 4: hy ¢ = f(I¢), typischer Verlauf
Bild 5: Ucg oo = f(lg), typischer Verlauf
Bild 6: Uy ., = f(lg), typischer Verlauf
Bild 7: Ucgpum = H{Rpg)

Bild 8: Z;,,;c = k - Ry},jc

Bild 9: Icpo = ()

Bild 10: f; = f(I¢), typischer Verlauf

Bild 11: C; = f(Uy), typischer Verlauf
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D394D

Ansteuerschaltkreis fiir gechopperte Schrittmotoren und Magnete

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Dieser integrierte Schaltkreis zur Ansteuerung von Leistungs-
endstufen flr gechopperte Schrittmotoren und Magnete bei
symmetrischem oder asymmetrischem Betrieb enthalt zwei
getorte Komparatoren und zwei Logikblécke mit antivalenten
Treiberausg@ngen. Mit Hilfe eines Sperreinganges kénnen
die vier Treiberausgdnge auf Masse gelegt werden.

220 750125

B
\
\)
WQTW" |[_335%03 o 0,150

025
2 d%0ms 1304 s
AD0OAEBS
IRBKRBRERLR
O
72345678

Bild 1: Ab gen und AnschluBbel

Abmessungen und Anschlul}belegung
(s. Bild 1)

Gehduse DIL-Plastgehause

Bauform 21.1.1.2.18 nach TGL 26 713
Masse <15g

Typstandard TGL 38013

Logik positiv

Logische Funktionen
A1=K2 Sy1mitK2=K1
A2=Sp - E1
A3=Sp-E1
Ad=KA4. Sy2mitk4=K3
A5=Sp-E2
A6=Sp-E2

Ig,,-ls_=f(tUg)
s [a-257C
mA K1, K3.E1.E2.Sp auf Masse

K2.K4 auf 3V Ise,
Sy!1.Sy2 auf SV /
50 alle Ausgange offen 7
. /
40 /

1 - Synchronisationseingang Sy 1
2 - Komparatorausgang A 1

3 - Komparatoreingang K 2

4 - Komparatoreingang K 1

5 - negative Betriebsspan-

nung Uq

6 — Komparatoreingang K 3

7 — Komparatoreingang K 4

8 — Komparatorausgang A 4

9 - Synchronisationseingang Sy 2

10 - Eingang E 2

11 - Eingang Sp

12 - Ausgang A 6

13 - Ausgang A S

14 - Masse

15 —= Ausgang A 2

16 — positive Betriebsspan-
nung Uy,

17 — Ausgang A 3

18 - Eingang E 1

Sy2 0 I

£2 o—} |

SpO

l
|
|
I
|
|
l
I

e S

Bild 2: Blockschaltung

Bild 3

radio fernsehen elektronik

30

“lg_

o -
Sy1.Sy «Afl A4
EI—-AJ\ E2 - A6

2,,,
¥,-25°C

K1, K3 auf Masse

K2,K4 Spauf24v
loH = =1.2mA bzw. -50mA
lOL = 16mA bzw.50mA

El = A2/E2 —~AS
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min. max.
positive Betriebsspannung Us, in V 7
negative Betriebsspannung Ug_ in V -7
Eingangsspannungsdifferenz zwischen K 1 und
K 2 oder K 3 und K4 |AUx| in V § 6
Eingangsspannung an K 1, K2, K 3 oder K 4
Ui in V -5 +5
Eingangsspannung an Sy 1 oder Sy 2 Uy, in V 0 5,5
Eingangsspannung an E 1, E 2 oder Sp
U 0 +Uy
Uisy 0 +Usg
Ausgangsstrome
in den Ausgang A 1 oder A 4 Iy in mA 20
in den Ausgang A2, A3, A5 oder A6
lor, in mA 55')
ior, im mA 702)
aus dem Ausgang A 1 oder A #%) loy in mA —70

maximale Dauerverlustieistung der Ausgangs-
transistoren der Ausgénge A2, A3, A5
oder A 6 bei H-Zustand®) Py in mW
bei t,yux = 10 ms 150
maximale Impulsverlustleistung der Ausgangs-
transistoren der Ausgénge A2, A3, A5

oder A 6 bei H-Zustand®) Py in mW 300
zuldssiger Arbeitsbereich Py, in mW
bei #, = 0...4+25°C 1330
bei #, = +70°C 730
Betriebstemperaturbereich #, in °C 0 +70
)ty £ 20 ms
) tp S 10ms

3 Nicht mehr als einen Ausgang gleichzeitig fiir maximal 1 ms gegen
Masse kurzschlieBen. Die Periodendauer darf 60 s nicht unterschreiten.
Y Die Verlustleistung P, der Ausgangstransistoren ist wie folgt zu
berechnen:

P, = |—=lonl Ui bei Ueg = +Us — Uan — 0,7V

Statische Kennwerte, bei ¢, = +5..4+70°C, Us, = 4,75...

525V, Ug. = —4,75...—5,25V
min. max.

H-Eingangsstrom in K1, K2, K 3 oder K 4
Lk in uA

bei Us= 1+ 525V +19mV, Ug=105V,

Uy = —3...43V 75
L-Eingangsstrom aus K1, K2, K 3 oder K 4
Ik in wA

bei Us = + 525V, Uy = -2V,

Uy = —3..+3V —10
H-Eingangsstrom in Sy 1, Sy 2, E1, E2
oder Sp Iy in vA

bei Uy =24V, Ug =+ 525V 40 10°
L-Eingangsstrom aus Sy 1 oder Sy 2
I in mA

bei Ug = + 525V, U, =104V —-1.6
L-Eingangsstrom aus E 1, E 2 oder Sp
iy, in A

bei Us = + 525V, U;, =04V —10
H-Ausgangsspannung an A 1 oder A 4
Uo" inV

bei Us = + 4,75V, lgy = —1,2 mA 2,4
H-Ausgangsspannung an A2, A3, AS
oder A6 Upy in V

bei Ug = + 4,75V, loy = —50 mA 2,4
L-Ausgangsspannung an A 1 oder A 4
Ug. inV

bei Us = + 4,75V, lo. = 16 mA 0.4

L-Ausgangsspannung an A2, A3, AS
oder A6 Uy, inV

bei Ug = + 4,75V, lg. = 50 mA, Sp auf 2V 0,4
H-Ausgangsstrom aus A2, A3, A5
oder A6 loy in mA

bei Us = + 5V, Uy = 0,7 V...Ugy —50
Stromaufnahm e in +Ug lg, in mA

bei Us = +525V,K1=K3=Sp=E1=E2

auf 0, K2=K4 auf 3V, Sy1=Sy2 auf 5V 70
Stromaufnahme in —Ug ls. in mA

bei Us= 1525V, K1 =K3=Sp=E1=E2

auf 0,K2=K4auf 3V, Sy1=Sy2 auf 5V —26
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Siliziumsensorzelle SP 105 — ein moderner Fotodetektor
fur die rBeIidltungsmessung in elektronisch gesteuerten Kameras

Dr. rer. nat. JORG-D. HARTMANN und
Dipl.-lIng. GERHARD WITSCHAS

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Der internationale Vergleich zeigt, daB dieser neue Foto-
detektor aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin
insbesondere dem vorgesehenen Haupteinsatzfall der Be-
lichtungsmessung in elektronisch gesteuerten Kameras
bestens angepaBt ist.

Technische Eigenschaften

Die Siliziumsensorzelle SP 105 ist ein Halbleiter-Sperr-
schichtfotoempfanger fir den fotovoltaischen Betrieb und
wird im Gegensatz zu liblichen Fotoelementen nach einer
optimierten  Epitaxie-Planar-lonenimplantationstechnologie
gefertigt. Sie wurde speziell fiir den Einsatz als optisch-
elektrischer Wandler in halb- und vollautomatisch arbei-
tenden elektronischen Kameras entwickelt. Auf diesen An-
wendungsfall sind die technischen Daten ausgerichtet.
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Bild 1: MaBbild SP105. GroBe der wirksamen lichtempfindlichen
Fldche 1,9 mm > 1,9 mm
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Bild 4: Mittlere Empfangscharakteristik der Si-Sensorzelle SP 105.

k(@) o &
O=0) #(A), 9, =25°C

Abmessungen siehe Bild 1
Masse 02g
Standard TGL 38 567

Weitere typische Eigenschaften sind in den Bildern 2, 3 und
4 dargestellt.

Allgemeine technische Forderungen

Ein Empfénger fiir dic Belichtungsmessung in Kameras muf}
insbesondere eine spektrale Fotoempfindlichkeit ahnlich der
des verwendeten Filmes haben. Zielfunktion sowohl fir das
Filmmaterial als auch fiir den Empfénger ist die CIE-Augen-
kurve V(4).

Kriterien der Anpassung sind die Wellenldange des Maxi-
mums der spektralen Empfindlichkeit, die relativen spektra-
len Empfindlichkeiten bei 400 nm und bei 700 nm sowie die
Aktinitat bezlglich der Farbtemperatur 4 800 K.

Die zweite funktionsbestimmende Eigenschaft der Empfén-
ger fiir den Einsatz in der Kamera-InnenlichtmeBtechnik be-
trifft die Linearitdt des Zusammenhangs zwischen dem opti-
schen Eingangssignal (Beleuchtungsstirke) und dem elek-
trischen Ausgangssignal (Fotostrom). Hohen Linearitdtsan-
forderungen wird nur der kurzschluBnahe Betrieb gerecht.

radio fernsehen elektronik 31 (1982) H.10 641




642

100 Bild 5: Vergleich
der Empfindlich-
keitscharakteristi-
ken S i = H#)

relative

80 spektrale

K Empfindlich-
c 70 keit SP 105
3 bei U, =0V
< — — — CIE-Augen-
u'f " kurve V (/)

— . - relative

50 spektrale

Empfindlich-

40 keit V 507

30 = =y

20 —r—

10 —

0 . —
400 500 600 700 800 900 1000

Ain nm———w—

Abweichungen treten infolge des statischen Betriebes bei
kleinsten Beleuchtungsstarken und erhdhten Temperaturen
auf, wenn Restspannungen einen Dunkelstrom durch die
Sensorzelle bewirken, der dem Hellstrom vergleichbar wird.
Das Dunkelstromverhalten der Sensorzelle bei kleinen Span-
nungen (U < 0,01V) wird durch den Nullpunktwiderstand
Ry charakterisiert, der. Abstand zwischen Dunkel- und Hell-
signal und damit auch die Einsetzbarkeit im Bereich klein-
ster Beleuchtungsstarken durch das Giteprodukt Rgly.

Internationaler Parametervergleich

Beziiglich der gebrauchswertbestimmenden Eigenschaften
[V(%)-Anpassung, Giiteprodukt IKRy] nimmt die Siliziumsen-

sorzelle SP 105 im internationalen Vergleich eine Spitzen-

position ein. Dies wird durch die typischen Datenblattkenn-
werte verdeutlicht.

@
Vergleich der technologischen Grundkonzeptionen

Die BPW 21, S 1133 und SP 105 sind Siliziumbauelemente,
wahrend die V 507 auf GaAsP basiert. Da die obere Grenz-
wellenlédnge fiir Siliziumfotodioden nahe i = 1,1 um liegt,
ist eine spektrale V;-Anpassung erforderlich. Ublicherweise
werden hierfir Filtergldser eingesetzt. Diese ermoglichen
insbesondere eine sehr gute Angleichung der Wellenliange
maximaler Fotoempfindlichkeit an die Wellenldnge maxima-
ler Augenempfindlichkeit. Mit der Einbettung der Filterglas-
ronde in die PlastspritzpreBmasse wurde eine 6konomisch
sehr vorteilhafte Technologie fir die Si-Sensorzelle SP 105
entwickelt.

Die Grenzwellenlange von GaAsP-Fotodioden (z. B. V 507)
wird mit Hilfe des P-Anteils auf etwa 650 nm eingestellt.
Ohne Einsatz zusdtzlicher optischer Filter wird damit die
storende Infrarotempfindlichkeit negiert, wobei jedoch das
Maximum der spektralen Fotoempfindlichkeit erheblich von
dem Maximum der Augenempfindlichkeit abweicht. Den
Vergleich der Empfindlichkeitscharakteristiken liefert Bild 5.

Anwendungsmaglichkeiten

Eine hohe Fotoempfindlichkeit im sichtbaren Spektralbe-
reich und ein besonders hoher Nullpunktwiderstand sind die
spezifischen Eigenschaften der Si-Sensorzelle SP 105, aus
der ihre Applikationsmoglichkeiten im Elementbetrieb resul-
tieren. Als Sensor fir die MeB-, Steuer- und Regelungstech-
nik wird man dann auf dieses Bauelement zuriickgreifen
konnen, wenn eine Bewertung sichtbaren Lichtes mit An-
sprechzeiten nicht unter 1 us erforderlich ist.

Neben der Belichtungssteuerung in elektronischen Kameras
als Hauptanwendungsfall sind folgende Einsatzgebiete
moglich:

— Helligkeitssteuerung von Fernsehgerdten

— Steuerung der Belichtung beim Entwickeln von Schwarz-
weiB- und Farbfotos

— externe Belichtungsmesser

— Steuerung von Blitzlichtgeraten

— Belichtungssteuerung in wissenschaftlichen Bildaufnahme-
gerdten.
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Technische Daten
bei 7, = 25°C [1]

Kennwert MeBwert
min. typ. mox.
KurzschluBstrom Iy') in #A
bei E == 10 Ix, R, < 10 Q 2,0 3,0 4,0
Leerlaufspannung U; in mV
bei E = 10%Ix, R, ~ 107 Q 360 440
Nullpunktwiderstand Rg?) in Q
bei E = 01x, Ug = 10 mV 0,5 - 100 15 - 10"
Wellenlange des Maximums der spek-
tralen Empfindlichkeit i ., in nm
bei R, < 102 Q 520 555 580
relative spektrale Empfindlichkeit ¢
si rer’)
bei R < 102 Q
2 = 400 nm - 0.3 0.5
A = 700 nm - 0.1 0,25
Aktinitat a(X,.)*%) 0.9 1.0 1,1

KurzschluBempfindlichkeit S,
in nA/lx im Bereich
103 1x < E < 10% Ix
bei R < 10Q - 3.0
Anstiegszeit t, in us
bei lpyy = 10 xA, R, = 1 kQ,

A = 650 nm 1.0
Abfallzeit t; in us
bei lpy = I.O nA, R = 1kQ,
4 = 650 nm 1.0 -
Sperrschichtkapazitat C; in nF
bei E = 0 Ix 0.3
Temperaturkoeffizient
der Leerlaufspannung TK{; in mV/K - 2
des KurzschluBstromes TK,, in ",/K +0,05
') gemessen bei Normlichtart A noch TGL 37 363
) Ry = Ha bei Uy = 10 mV
IrRO
) Bezugswellenlange 4 = 1. max
0 x
[S(xe- SGImdl [S(R)xen - V(A)dA
‘) a(Xe) = g o
‘. X
[St)xe V(IEL  [SG)xcN - S)reid
0 0
Es bedeuten:
V(z) CIE — Augenkurve fir Tagessehen
S(i)xe Spektralverteilung der Strahlung bei T, = 4 800 K
S (1) xex Spektralverteilung der Strahlung bei Ty = 2 856 K

S(2)re1 spektrale Empfindlichkeitsverteilung des Fotoempfingers

Datenblattkennwerte (typ.)

Kennwert BPW 21")  V 507%) S 1133) SP 105%)
KurzschluBstom 1y
in A

bei E-= 1000 Ix 7.0 1.6 54 3.0
aktive Flache A _
in mm? 7.5 2.2 6.6 3.6
Leerlaufspannung U,
in mV

bei E = 1000 Ix 380 440
Nullpunktwiderstand
Ryin Q

bei Uy = 10 mV 0,36 - 1095 23.10" %) 3.10" 15-10'
abgeleitetes
Giteprodukt IyRy in V0,25 10° 3,7-10°% 1,6 10° 4,5 108

Wellenlange des
Maximums der spek-
tralen Empfindlichkeit
s max in M 565 640 550 555
relative spektrale -
Empfindlichkeit S; .. )

bei 400 nm 0.4 0,15 0,15 0.3

bei 700 nm 0,35 0,05 0,1
Aktinitat a(X,) 0,85...1,15 0,9...4;,1

') Firma AEG/Telefunken (BRD)

?) Firmao Nippon Electric Corporation (Japan)

) Firma Hamamatsu (Japan)

‘) VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin (DDR)

) Gemittelte MeBwerte, da keine Angaben in den Datenbléattern

Obige Angaben wurden Datenbldttern entnommen. Fiir den Anwender
wirken sich fehlende Datenblattangaben (z. B. Ry bei BPW 21) wegen
der fehlenden Parametergarantie erschwerend ous.
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Dipl.-ilng. KARL GOERNEMANN

Mitteilung aus dem VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Lichtemitterdiode VQA 25

Die VQA 25 ist eine griinstrahlende GaP-Lichtemitterdiode
in diffus abstrahlender, griiner Allplastlinsen-Verkappung.
Die Diode ist vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige- und
Kontrollelement in Geréten und Anlagen vorgesehen. Durch
ihre Bauform lassen sich vorteilhaft Lichtemitterdiodenzeilen
im RastermaB 2,5 mm zusammensetzen. Mit diesen Zeilen
kénnen komplette Anzeigeanordnungen, wie Schriftzeichen
und Skalen, aufgebaut werden. Fiir eine mehrfarbige Ge-
staltung bieten sich wegen der gleichen Bauform die Licht-
emitterdioden VQA 15 (rot) und VQA 35 (gelb) an.

Abmessungen siehe Bild 1
Masse 0,03g
Standard TGL 37905

Katode

Bild 1:
Abmessungen der
VQA 25 und

VQA 35

Kennwerte, bei , = 25°C

min. typ. max.

Lichtstérke Iy in med")?)
bei Iy = 10 mA VQA 25 0.4 — .
VQA 25 A 0,4 — —
VQA25B 0,6 — -
VQA25C 0,9 - -
VQA 25 D 1,35 — -

VQA25E 2,0 - -
VQA 25 F 30 - —
DurchlaBgleichspannung Uy in V
bei Iy = 10 mA — — 2,5
Sperrgleichstrom |, in uA
bei Uy =5V — - 100
Offnungswinkel & in °
bei Ip = 10 mA 100 - -
Wellenldnge der mox. spektralen
Emission Aax in nm?) 555 — 570

Reduktionskoeffizient des
DurchlaBgleichstromes —TK;; in mA/K
bei #, == 40...85 °C - — 0,44
Temperaturkoeffizient der
Lichtstarke —TK;, in 9,/K
bei #, = 25...85 °C - - 1,0

") Lichtstérkemessung erfolgt mit einem OUffnungswinkel von 15° + 3°

) Innerhalb einer Verpackungseinheit (= 1000 Stiick) betrégt die
Gruppenweite, bezogen auf Iy, < 2

3) Halbwertsbreite < 40 nm

Y tp =10 us, r = 1;1000; abweichende Tastverhéltnisse siehe Impuls-
belastungsdiagramm

Grenzwerte
min. max.

DurchlaBgleichstrom [x in mA

bei #, = —25...40 °C — 30
periodischer SpitzendurchlaBstrom Iy in AY)

bei §, = —25...40 °C - 0,25
Sperrgleichspannung Uy in V

bei #, = —25...85 °C — 5
Betriebstemperaturbereich &, in °C —25 85
Lagerungstemperaturbereich fir
Lagerung bis zu 30 Tagen #, in °C —50 50

Lichtemitterdiode VQA 35

Die VQA 35 ist eine gelbstrahlende GaAsP-Lichtemitter-
diode in diffus abstrahlender, gelber Allplastlinsen-Verkap-
pung. Die Diode ist vorwiegend fiir den Einsatz als An-
zeige- und Kontrollelement in Geraten und Anlagen vorge-
sehen. Durch ihre Bauform lassen sich vorteilhaft Lichtemit-
terdiodenzellen im RastermaB 2,5 mm zusammensetzen. Mit
diesen Zeilen kénnen komplette Anzeigeanordnungen, wie
Schriftzeichen und Skalen, aufgebaut werden. Fiir eine
mehrfarbige Gestaltung bieten sich wegen der gleichen
Bauform die Lichtemitterdioden VQA 15 (rot) und VQA 25
(grin) an.

Abmessungen siehe Bild 1
Masse 0,03g
Standard TGL 37 906

Kennwerte, bei ¥, = 25 °C

min. typ. max.
Lichtstarke |, in mcd")?)
bei | = 20 mA VQA 35 0,4 - —
VQA 35 A 0,4 - -
VQA 35B 0.6 - —

VQA 35 C 0.9 - -
VQA 35D 1,35 - -

VQA 35 E 2,0 - -
VQA 35 F 3,0 - -
DurchlaBgleichspannung Uy in V
bei I = 20 mA = 2,3 2,5
Sperrgleichstrom Iy in vA
bei Uy =5V — - 100
Offnungswinkel © in °
bei Iy = 20 mA 100 - -

Wellenldnge der max. spektralen
Emission 4., in nm?)
Reduktionskoeffizient des
DurchlaBgleichstromes —TK;; in mA'K
bei #, = 40...85 °C — - 0,44
Temperaturkoeffizient der
Lichtstérke —TK;, in ",/K
bei #, = 25...85 °C i = 1.0

) Lichtstérkemessung erfolgt mit einem Uffnungswinkel von 15° + 3°

2) Innerhalb einer Verpackungseinheit (= 1000 Stick) betrégt die
Gruppenweite, bezogen auf Iy 0, < 2

3) Halbwertsbreite < 40 nm

) t, =10 us, r = 1:1000; abweichende Tastverhéltnisse siehe Impuls-
belastungsdiagramm

Grenzwerte
min. max.

DurchlaBgleichstrom Iy in mA

bei #, = —25...40 °C - 30
periodischer SpitzendurchlaBstrom Iy in mAY)

bei #, = —25...40 °C — 250
Sperrgleichspannung Uy in V

bei #, = —25...85°C - 5
Betriebstemperaturbereich #, in °C —25 85
Lagerungstemperaturbereich fiir
Lagerung bis zu 30 Tagen # in °C —50 50

Informationshinweise zur Lichtstérkekennzeichnung fiir die
VQA 25 und VQA 35

Die Kennzeichnung der Lichtstarkegruppe befindet sich nur auf der
Verpackung. Soll die Information zur Lichtstérkegruppe auch nach
der Montage der Dioden z. B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird
zur Kennzeichnung — sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden kdnnen — nachstehende Farbkodierung auf den Leiterplotten
empfohlen.

Farbkodierung
Lichtstarkegruppe  Grundtyp A B C D E F
Farbpunkt - rot schwarz griin gelb blau weiB
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C520D

Monolithisch integrierter, bipolarer 3-digit-A-D-Wandlerschaltkreis

Dipl.-Phys. UWE GARTNER und HS-Ing. MANFRED KULESCH

Mitteilung aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Abmessungen und AnschluBbelegung siehe Bild 1

Gehduse 16poliges DIL-Plastgehduse der Bauform 21.1.1.2.16
nach TGL 26 713

Masse < 1,5¢g
Typstandard TGL 38 014

Anwendung

Der Schaltkreis C520 D ist ein 3-digit-Analog-Digital-Um-
setzerschaltkreis mit einem maximalen Fehler von + 0,1",
vom MeBwert + 1digit. Die dreistellige Anzeige von MeB-
werten bietet eine Vielfalt von Einsatzmoglichkeiten bei der
Ablosung meBwerkbehafteter analoger Anzeigeinstrumente
und der digitalen Weiterverarbeitung der BCD-Kode-Aus-
gangsinformation (z. B. AnschluB an Mikrorechner, Zwi-
schenspeicherung o. d.). Dabei ist es notwendig, die Aus-
gangsinformation zu demultiplexen und eine Impulsaufbe-
reitung der Digitinformation vorzunehmen.

Blockschaltung siehe Bild 2.
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615 14 13 1211 10 9
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guuougagud
1 23 45678
Raum fdr Markierung

Bild 1: Abmessungen und

Grenzwerte, die im Betrieb nicht unter- bzw. iberschritten

werden dirfen

KenngroBe min max.
Betriebsspannung Uy in V 0 7
Spannung U;; am Eingang H in V —-15 15
Spannung U,, am Eingang L in V —15 15
Spannung U, an den BCD-Kodeausgangen in V 0 7
Spannung Uj an den Digitausgidngen in V 0 7
Spannung U fiir Betriebsartenumschaltung in V 0 7
Alle Spannungen sind auf MasseanschluB (Pin 7) bezogen
Betriebsbedingungen
KenngréBe min max.
Betriebsspannung Uy in V 4,5 55
Umgebungstemperatur 7, in °C 0 70
Eingangsspannung zwischen den Anschlissen 10 und 11
Ui in V ~0,099 0,999
Spannung fir Geschwindigkeitsumschaltung U, in V
Normalbetrieb 0 0.4
Hold-Betrieb 0,8 1.6
High-Speed-Betrieb 3,2 5.5

Ausgabe von Vorzeichen und Uberlauf

— negatives Vorzeichen
Die Ausgabe des Vorzeichens erfolgt im MSD als BCD-
Kode-Wort HLHL 2 10.

— positiver Uberlauf
Die Ausgabe des positiven Uberlaufes erfolgt in allen
drei Digits als BCD-Kode-Wort HLHH 2 11.

— negativer Uberlauf

Die Ausgabe des negativen Uberlaufes erfolgt in
drei Digits als BCD-Kode-Wort HLHL 2 10.

den

AnschluBbelegung

1 BCD-Datenausgang Q

2 BCD-Datenausgang Q,
3 NSD (mittleres Digit) . Re
4 MSD (héchstwertiges Digit)

26k

Oszillator

5 LSD (letztes Digit)
Betriebsartenumschaltung
Masse

Nullpunktabgleich

L

Teiler

Nullpunktabgleich J
10 Eingang L

11 Eingang H
12 Integrationskondensator
13 Endwertabgleich

usI-
K Wandler

Zahler

14 Betriebsspannung Uy L
15 BCD-Datenausgang O
16 BCD-Datenausgang Q,,

!

R

Komparator

1: 2%
Teiler

Bild 2 (rechts) :
Blockschaltbild

s
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Elektrische Kennwerte,
bei #, = 25°C — 5K fiir die angegebene MeBschaltung

KenngréBe MeBbedingungen  min. typ. max.

Stromaufnahme

lg in mA Uy =50V; 10,0 17
Ug=12V

Fehler der

Linearitét Fy,,
in ", vom MeBwert Uy =5,0V;

Us 04V,
Uyp=0
~99 mV < Uy,
< 999 mV —0,1 40,05 0,1
—1digit +1 digit -1 digit
L-Ausgangsspannung
der BCD-Kodeaus-
gange Ugy, in mV Uy, =50V;
lo, = 1,6 mA;
Ug=1,2V,
‘Up=Uy=0 90 400
Gleichtakt- )
unterdriickung
CMR in dB Uy =5,0V;
Us <04V
Uy = Uyy = Uy
—200 mV < Ucy
= 200 mV 47
Betriebsspannungs-
unterdriickung
SVR in dB 45V < Uy
Nullpunkt <55V
Endwert Us <04V,
Uyp=0
U = 0(NP) 75
Uy, =900 mV (EW) 69
Stromaufnahme der
BCD-Kodeausgénge
loy, in mA Ug), = 400 mV;
Uy =350V 1.6 5,1
Stromaufnahme der
Digitausgénge
lo in mA Uy =4V 1.6 3,6

Reststromaufnahme
der BCD-Kode-
ausgdnge lgs in pA U, =50V;

Ug=1,2V

Uy =U;; =0 500
Reststromaufnahme
der Digitausgange
los in pA Uy =5V;

Ug =12V 500
Eingangsstrom
Iy in nA
(Eingang H) Nullpunktabgleich

mit 50-kQ-

Einsteller

Uy =5V 124
Tk des Nullpunktes
Tkyy in #VK Up=U;; =0

Uy, <04V

0< 9, <70°C

U=5V 28
Tk des Endwertes
Tkizna in ppm/K Uy = 900 mV;

Uy =0

0¥, £70°C

Us £04V;

w=3sV 27

Wandlungsrate fir
normale Betriebsart
Ums - s ! Ug £04V;

Uu =5V 2 5 7
Wandlungsrate fir
schnelle Betriebsart
Ums - s! Ue=5V;

32V S Ug

<55V 48 122 168
fiir Betriebsart
«Halten"
notwendige
Spannung Ug in V Uua=5V 0,8 1.6

Funktionsbeschreibung

Der monolithisch integrierte, bipolare A-D-Wandlerschalt-
kreis C520D ist aus folgenden_ Funktionsgruppen aufge-
baut:
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Bild 3: Zeitlicher ~
Ablauf am t
Komparator- ton - -
eingang
AU = Nullpunkt-
verschie- 1] AU
bung il
t = Entlade-
zeit .
t = Auflade- et
zeit h 2 e
Us., = Schwell-
spannung
des Kom-
parators NsD 1 | l_I—
Jt = Verschie- Lso 1 I
bung des MSD L
Endwertes I L
b >5ms :
1,2V bas’
Bild 4: Impuls- & gav .
diagramm | 4 t —-—
220n320%,
H il E
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S, c5200 und
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0s us 55v OpO———
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8
c IRR R
Sty bis S14 Toy=16mA% 1%
Beschaltung 1 Beschattung 2
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U3 y £ 20%
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Bild 5: MeBschaltung
Q,, Q; = Stromquellen fiir den Nullpunktabgleich

Q, = Stromquelle fiir den Endwertabgleich
Q, = Stromquelle zur Ermittlung von U, bei 1,6 mA der BCD-Aus-
gtinge

Ugr2 = Steuerspannung fiir Q, und Q,
Ugyy = Steuerspannung fiir Q;

2 4
t AFpp=f(y) ? 2 AFgy=1t%)
o0 %o
8 S
= =2
& &
Q. N
- 25 5 7 100 %3 0 3 w B W

Yy in °C—=— Uy in °C ——

Bild 6: Nullpunktdrift Bild 7: Endwertdrift

1. Analogteil
— Band-Gap-Referenzquelle
— Spannungs-Stromwandler (U-1-Wandler)
— Komparator

2. Digitalteil
— Ostzillator
— Teilerstufen
— Zdahler
— Kontroll- und Steuerlogik
— Multiplexer
— Ausgangsstufen

Der Digitalteil ist in I2L-Schaltungstechnik realisiert. Der
C 520 D arbeitet nach dem Dual-Slope-Verfahren. Dabei er-
folgt eine Umwandlung der Eingangsspannung in einen
dazu proportionalen Strom, mit dem der extern angeschlos-
sene Kondensator C; entladen wird. Diese Entladung ge-
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Bild 10: Applikationsschaltung 1 G
T,, T, Ty Si-pnp-Transistoren mit hy, = 75, »——“—ra 2 a4
I¢ max = 100 mA - QB
U = Geschwindigkeitsumse haltung 1
P, = Nullpunktabgleich 13 slec
P, = Verstirkungsabgleich EW P
') Bei Verwendung der im zukiinftigen HFO- 10k 7 I
Sortiment vorhandenen BCD-zu-Siebenseg- P w % ‘?‘l
mentdekoder-Schaltkreise D 347 D, D 348 D 7x 10K S
kénnen die sieben 130-Q-Widersténde ent- Synchro-
fallen —OoUg =+ 5V nisation
0nF 3 ¢ % 330nF Gy bis G4: D108D i
Bild 11: Applikationsschaltung 2 11

schieht wahrend einer festen Zeit t; (Bild 3). AnschlieBend
erfolgt eine Umschaltung der Stromquellen, und der Kon-
densator wird mit einem intern vorprogrammierten Kon-
stantstrom wieder aufgeladen, bis die Kippschwelle des
Komparators erreicht ist. Dadurch wird der Zahler gestoppt,
und die bis zu diesem Zeitpunkt in den Zdhler eingelaufe-
nen Impulse wéhrend der Zeit t; sind dann ein MaB fir die
angelegte Eingangsspannung. AnschlieBend erfolgt die
Ausgabe des Zahlerstandes digitseriell.

Ausgangsstufen

- BCD-Kodeausgdange

Die BCD-Kodeausgdnge sind Offenkollektorstufen (siehe
Blockschaltbild Bild 2). Die GroBe des Ausgangsstromes ist
intern begrenzt und betrégt mindestens lpj, = 1,6 mA bei
Upl.= 0,4 V. Eine externe Begrenzung des maximalen Aus-
gangsstromes ist auf Grund der internen Schaltung nicht
notwendig. Die typischen Werte fiir lgi, sind den elektrischen
Kennwerten zu entnehmen.

— Digit-Ausgangsstufen
Die Digitausgénge sind Offenkollektorstufen mit intern vor-

handenen Kollektorwiderstanden von 1kQ (siehe Block-
schaltbild Bild 2). Die GroBe des Ausgangsstromes ist intern
festgelegt und betrdgt mindestens lp= 1,6 mA bei U
= 4,0V. Eine Begrenzung des maximalen Ausgangsstromes
ist auf Grund der internen Schaltung nicht notwendig. Die
Digitausgangsstufen sind nicht TTL-kompatibel.

— Ausgabe des BCD-Kodes

Die Ausgabe des BCD-Kodes erfolgt digitseriell. Dabei liegt
die entsprechende BCD-Kodeinformation nacheinander bei
gleichzeitigem Schalten des entsprechenden Digitausganges
in der Reihenfolge MSD, LSD, NSD an den BCD-Kodeaus-
géngen an (siehe Bild 4). Bei Impulsbetrieb muB die Trig-
gerimpulsbreite am AnschluB 6 gréBer als 5ms sein, da
eine Umsetzung nur dann begonnen wird, wenn alle drei
Digits im H-Zustand sind.

Nullpunktabgleich

In der MeBschaltung (Bild 5) sind die Schalter S;; bis _S“
und S3 gedffnet und S; sowie S, geschlossen.

Einstellbedingungen:
U;; = 0,5mV + 0,01 ", vom Endwert (EW)
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Stromquelle Q; auf Mittelstellung
lg3 =50 uA + 2,5, N

Der Nullpunktabgleich erfolgt mit den Stromquellen Q; und
Q,, die gegenldufig arbeiten. Das heiBt, bewirkt die Ande-
rung der Steuerspannung Ugry/2 eine Stromdnderung fiir Q
auf lgy + /I, so andert sich fir Q, der eingestellte Strom
auf lgy — Al Y

Fir den Abgleich des Nullpunktes wird nach obiger Einstell-
bedingung der Umschaltpunkt der BCD-Kodeausgabe von
LLLL auf LLLH im LSD ausgewertet, wobei im NSD und MSD
an den BCD-Kodeausgéngen LLLL erscheint. Nachdem der
erste Endwertabgleich durchgefiihrt wurde, erfolgt noch ein-
mal der Nullpunktabgleich.

Fir Messungen beim Anwender werden die Stromquellen Q,
und Qj durch entsprechende Potentiometer nach Beschal-
tung 2 im Bild 5 ersetzt. Der Nullpunktabgleich und die
dazu notwendigen Einstellbedingungen sind fiir beide Be-
schaltungen identisch. -

Beim Nullpunktabgleich nach Beschaltung 2 ist dann der
Umschaltpunkt der BCD-Kodeausgabe von LLLL auf LLLH
im LSD erreicht, wenn im LSD etwa mit gleicher Héaufigkeit
die beiden Zusténde LLLL bzw. LLLH an den BCD-Kodeaus-
gdngen auftreten.
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Endwertabgleich

In der MeBschaltung sind die Schalter Sy, bis S;4 und S;
geoffnet, und Sy sowie S, sind geschlossen.

Einstellbedingungen:
U;; = 900,5 mV + 0,01 ", vom Endwert

Der Endwertabgleich erfolgt mit der Stromquelle Q;. Dabei
wird die Steuerspannung Usr; so lange variiert, bis der Um-
schaltpunkt der BCD-Kodeausgabe von LLLL auf LLLH im
LSD erreicht ist. Fiir das NSD zeigt die BCD-Kodeausgabe
LLLL und fir das MSD HLLH.

Nachdem der zweite Nullpunktabgleich erfolgt ist, wird der
Endwertabgleich wiederholt.

Fiir Messungen beim Anwender werden die Stromquellen Q,
bis Q; durch entsprechende Potentiometer nach Beschal-
tung 2 im Bild 5 ersetzt. Der Endwertabgleich und die dazu
notwendigen Einstellbedingungen sind fiir beide Beschal-
tungen identisch. Beim Endwertabgleich nach Beschaltung 2
ist dann der Umschaltpunkt der BCD-Kodeausgabe von
LLLL auf LLLH im LSD erreicht, wenn im LSD mit etwa glei-
cher Haufigkeit die beiden Zusténde LLLL bzw. LLLH an den
BCD-Kodeausgdngen auftreten.

Es wird empfohlen, fiir den Nullpunkt- und Endwertabgleich
Dickschichteinsteller zu verwenden.
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